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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Светлой памяти 

Людмилы Павловны Зайцевой 

посвЯLцается 

Пособие nредназначено для студентов П-IV курсов технических вузов, обу­

чающихся по специальностям: электроника, вычислительная техника, промав­

томатика и др. Им могут также nользоваться научные работники и асnиранты, 

сnеuиализирующиеся в области электронно-вычислительной техники. 

Основная цель пособия -развитие и совершенствование навыков и умений 

чтения и nеревода оригинальной литературы по специальности, а также разви-

тис навыков устной речи. 

Тексты пособия заимствованы из оригинальных источников. Они раскры-

вают современный уровень достижений в области микроэлектроники и пер­

сnективы ее развития. Мноrообразие текстов, а также предлагаемые формы ра­

боты моделируют условия реальной информаuионно-nоисковой деятельности 

сnециалиста. 

В nособии дается «Исходный лексический минимум>>, необходимыйдля на-

чала работы с ним. Он вьщелен авторами из школьноrо словаря-мини�ума и ми­

нимума слов 1-ro курса технических вузов с учетом значимости словамя чтения 

научно-технической литературы и nроверен пуrем тестирования. 

Пособие состоит из шести разделов. Каждый раздел представляет собой еди­

ный цикл, решающий задачи, установленные Проrрамм:ой по иностранному язы-

ку для неязыковых вузов. 

Раздел имеет слелующую структуру: 

1. Первое занятие. 

Работа в аудитории. 

Внеаудиторная работа 

2. Второе заняmе. 

Работа в аудитории. 

Внеаудиторная работа. 

3. Третье заняmе. 

Контроль изученного материала. 

Материал для работы в аудитории включает основной текст и упражненИЯ 

для развития навыков и умений чтения, перевода и устной речи. 

В основных текстах последовательно nредставлены структурно-семан­

тические трудности научно-техническоrо стиля речи. Тексты содержат об­

щенаучный и базовый терминологический слои лекси�и. а также типичные 

грамматические структуры для данного стиля речи. 

nредисловие } 

Основной текст делится на две части. Работа над nервой частью nроводится в 

аудитории. Вторая часть выnолняется nисьменно дома с nоследующим аналити­

чсскиw разбором в аудитории. 

В nособии nредлагается особый вид перевода текста с листа (at sight) под 

руководством nреnодавателя. Весь nроцесс мыслительных оnераций, выnол­

няемых при чтении, nроисходит «открыто)): студент сразу автоматически вы­

являетфункuию каждого слова (подчиненность или главенство), а также смыс­

ловую связь данного слова с другими словами, на основании оnределенных 

rра�матических nризнаков. Перевод. выnолняется вслух nри линейно-после­

nовательном восnриятии текста. Неизвестное слово заменяется неопределен­

но-личным местоимением или глаголом нейтрального значения (тиnа 4Выnол­

няет., «выnолняется>), «является»). При неправильном выявлении функции 

слова преnодаватель подает команду «ошибка». С1)'дент реагирует на команду 

исправлением ошибки, или же nреподаватель указывает причину ошибочноrо 
действия С1)'дснта. Коррекция неnравильных действий с1)'дснта дает возмож­

ность осуществлять обратную связь. 

Такой вид nеревода обучает студента правильиости дейстtJий по объедине­

нию слов в речевой отрезок и nозволяет ему прогнозировать значение неизве­

стных ранее слов. Автоматизм выявления функции слова даст возможность сразу 

установить смысловую связь данного слова с друrими словами приведеиного 
речевого отрезка. 

Данная методика обучения чтению и переводу апробирована в течение мно­

rих лет и дает nоложительные результаты. 

Переводу текста предшествует выполнение ряда упражнений на развитие 
автоматизма выявления функuий слов в nредложении. 

Слова (как общенаучны е, так и термины) выделсны в основных текстах осо­
бым шрифтом, что сnособствует их зрительному заnоминанию. Данные слова 
име�т номера, соответствующие их номерам в nо урочной разработке. 

аурочные словари nособия составлены по rnездовому nринцилу. Система �ражнений формирует и развивает определенные речевые умения и навыки 
ополнительные текс1ЪI развивают умение переводить читать аннотировать

. 

рефери ' ' ' 06 ровать, а также вести беседу по изученным темам и nроблема м. 

ско 
ширный информативный текстовой материал дает возможность развивать 

ростъ чтения и перевода, а также глубину понимания. 

ви 
В конце книги nриводятся доnолнительные тексты для дальнейшего раз-

тия всех рече 
"""� 

вых навыков, указатель слов, выделенныхдля запоминания с 
3 .ru�.занием н ом ра 

' 

та 
е раздела и nорядкового номера слова в основном тексте а �е сnисок сокращений, встрсчающихся в книге. 

' 

ауди а изучение каждого раздела рекомендуется отвоnить nримерно восемь 
торных часов. 

Материалы п 
nодгот 

ервоrо занятия, в основном, nредназначены для выnолнения 
овительных упражнений и обучения навыку перевода с листа. 



6 Микроэлектрони ка: настоящее и буnущее 

Материалы второrо занятия nредназначены для тренировки и развития каж­

доrо навыка речевой деятельности. 

Материалы третьего занятия нацелены на обобщение всех знаний и дальней­

шее развитие каждого речевого навыка� а также контроля. 

Большое спасибо за оказанную мне профессиональную помощь Мэри Геор­

гиевне Евдокимовой, декану факультета иностранных языков Московского го­

сударственного инсти'IУfЗ электронной техниюf (ТУ), которая является как спе­

циалистом в области иностранных языков� так и в области автоматизированных 

систем уnравления. Спасибо также всем преподаnатеЛЯ).i, работающим на дан­

ной кафедре� за их подn.ержку. 

Благодарю преподавателей вузов разных городов России, которые иницииро­

вали переиздание данной книги: это преподаватели Саратовского rосударствен­

ноrо университета, где Л.П. Зайцева была одним из основателей факультета инос­

транных языков и nреnодавала в течение нескольких лет; преподаватели Томского 

rосударственноrо университета, Красноярского государственного университета, 

Новочеркасского и Таганрогского университетов и других вузов страны. 

Большую благодарность выражаю своим коме гам: зав. кафедрой АСУ МАДИ 

(ПУ) nроф., д.т.н. А. Б. Николаеву; зав. кафедРой иностранных языков МАДИ 

(ГТУ) доц., к.п.н. Т.Ю. Поляковой; моим друзьям и сподвижникам в нелеrком 

труде - асnиранту М.Б. Кудряшаву за тщательный просмотр всеrо текстового 

материала пособия с научно-технической точки зрения, а также инженеру ка­

федры иностранных языков МАДИ (ПУ) В.В. Буровой за осуществление ком­

пьютерной верстки. 

Блаrодарю к.т.н. В.В. Протопопова за nрос�1отр рукописи и консультаuии, 

который как бы продолжил дело своего отца, д. т. н., проф. В.А. Протопопова, ре­

uензента nервого издания пособия. 

ИсходвыИ 
лексическиИ 

минимум 



Исходный лексический минимум включает слова из школьного 
минимума слов с учетом их употребительности в научно-техничес·­

кой литературе, а также МИНЮfУМ слов первого курса технических 

вузов. 

Аа 
abllity n способность, возможность 
аЬiе а способный 
about prp о, об; adv около, nриблизи-

тсльно 
absent а отсутствуюший 
accelerate v ускорять 
acceleration n ускорение 
accept v принимать; признавать 
accident n авария;  катастрофа 
accomplish v выполнять; завершать 
according to prp в соответствии; по 

accuracy n точность; nравильиость 
accurate а точный; правильный 
achieve v достигать, добиваться 
achievement n достижение; успех 
across adv поперек; по ту сторону 
асtvдействовать;работать 
action n действие; работа 

1 0  

adjust v l .  приводить в порядок; 2. под­
гонять; 3. регулировать 

adwntage n 1 .  преимущества; 2. nольза 
adventure n 1 .  приключение; 2. смелое 

предnриятие 
-- ----� 20 

advice n совет 
advise v советовать 
aeronautics n аэронавтика 
after prp после, за 
after cj после того, как 
again adv снова, оnять 
аgепl.возраст;2.nериод,эра;3.эпоха 
ago adv тому назад 
agree v соглашаться 
aim n цель; намерение 

30 ---------------------------
air n воздух; атмосфера 
aircraft n самолет; летательный аппарат 
all весь; все 
allow v позволять; допускать 

alloy n сnлав 
almost adv почти 
alone а ОДИН, ОДИНОКИЙ 
already adv уже 
also adv также , тоже 
although cj хотя 
__________________________ 40 

altitude n высота 
altogether adv вместе; весцело 
always adv все г да 
among prp между, среди 
amount n количество 
analyse v анализировать 
analysis n ана.гrиз 
ancient а древний 
and cj и 
angle n угол 

--------------------------
animal n животное 
anniversary n годовшина 
annual а годовой 
another pron друrой 
answer n ответ 
answer v отвечать 
any pron какой-нибудь; любой 
anything pron что-нибудь 

50 

apparatus n nрибор, устройство, меха­
низм 

apparently adv очевидно 
60 --------------------------

appear v 1. nоявляться; 2. казаться 
appearance n 1. внешний вид; 2. ви-

димость, вероятность 
apple n яблоко 
application n nрименение 
applied а l .  nрименяемый; 2. nриклад-

ной 
apply v 1. прИ:\fенять� 2. уnотреблять 
approximate v приближаться 
approximation n аппроксимация 
arc n дуrа ; отрезок кривой 

исходный лексический минимум 
arch n 1. арка; дуга; кривизн а; 2. свод; 

3. nолеречная балка 

----------�-------------70 
area n площадь; область; пространство 

arise (arose, arisen) v возникнуть 

arm n 1. рука; 2. ветвь 

arm v вооружать( ся) 

arms n 1. оружие; 2. род войск; 3. вой­
на; вооруженные силы 

army n 1. армия; 2. множество 

around adv 1. кругом, вокруr; 2. по­
всюду; 3. вблизи; 4. в окружности 

arrange v 1. расnолагать; 2. конструи­
ровать 

arrive v 1. при бывать; 2. достигать 
art n искусство 

------------- 80 
as prp 1. в качестве; 2. как 
as cj 1. так как ; 2. когда 
asb n зола, пепел 
aside prp в стороне/в сторону 
ask v 1. спрашивать; 2. просить 
aspect n 1. вид; сторона ; 2. вопрос; 

nроблема 
assemЬie v собирать 
assemЬiy п l. сборка; 2. собрание, об­

щество 
assist v помогать 
assistance n помощь 

. 90 
assocaate v 1. ассоциировать; связы­вать; 2. соединять 
assume v 1. nредполагать; 2. присваивать 
assumption n 1. предположение; 2. 

лрисвоение atprp 1· У, за, при (�ecmo); 2. в (время) 
atmosphere n атмосфера 
attack n нападение 
attack v наступать 
attempt n попытка 
attempt v пытаться пробовать attend v присутств�вать 

-attenti 00 n внимание· 
Ность ' 

attract v nритягивать 

100 
вниматель-

attraction n nритяжение 
award n награда 
aw·ard v лрисуждать (nремию) 
away adv 1 .  nрочь; 2. далеко 
axis (р/ axes) n ось 

вь 

9 

back adv 1. назад; обратно; 2. сзади; 
позади 

back v 1. подлерживать; 2. закреnлять 
backn 1 .  задняя, тыльная часть; 2. обо­

ротная сторона; 3 .  спина 
1 1 0 

baclrn·ard(s) adv назад; в обратном на­
правлении 

bad (worse, worst) а 1. плохой; 2. непол­
ноuенный; с дефектами; 3. фальши­
вый 

bag n 1. мешок; пакет; сумка; 2. обо­
лочка 

balance n 1. равновесие; баланс; 2. nро­
тивовес; гиря 

balance v 1. сохранять равновесие; ба­
лансировать; 2. взвешивать; ком­
пенсировать 

ball n 1. шар, шарик; 2. ядро, снаряд 
balloon n воздушный шар; неуправ-

ляе�ый аэростат 
ban n запрещение, запрет 
ban v налагать заnрет, залрешать 
bank n 1. вал, насыпь; дамба; 2. от-

мель;нанос; З. банк 
- 1 20 

bar п l .  брусок; брикет, стержень; 2. 
метал. болванка, чушка; 3. эл. пла­
стина; 4. nсрекладина; 5. препят­
ствие; ограничение 

bare а 1. голый, непокрытый; 2. не­
nодтвержденный; 3. незначитель­
ный, малейший 

barrier n 1. барьер, ограждение; 2. гра­
ница; 3. помеха, лреrрада 

base п 1. основа, основание ; 2. база; 
опорный пункт; 3. тех. фундамен­
тальная плита; основная рама (ма­
шины); подложка 
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base v 1. основывать; обосновывать; 
2.базировать;размсuцать 

basement n 1. основание, фундамент; 
2.nодвал 

basic а 1. основной, главный; 2. фун­
даментальный; 3.  элементарный, 
начальный, уnроuценный 

basically adv в основном 
batb n ванна; ванночка 
battery n батарея; набор 

1 30 
Ье (am, is, are; was, were; Ьееn) v 1. быть, 

существовать; 2. быть, являться; 
3. быть, находиться; 4. в сложной 
глагольной форме не переводится; 
5.лроисходить,случатъся 

Ье absent - отсутствовать 
Ье away - отсутствовать, уехать 
Ье late - опаздывать 
Ье present - присутствовать 
Ье ready - быть готовым 
beam n 1. луч; 2. физ. пучок лучей; 

3.брус,балка;4.mех.балансир 
beam v 1. испускать лучи, излучать; 

2. физ. концентрировать в пучок; 
3. обнаруживать радиолокацион­
ны�i методом 

Ьеаt n 1. удар; биение; 2. такт 
beat (beat, beaten) v 1. бить; ударять; 

биться; 2. измельчать; 3. обогнать 
1 40 

beautiful а прекрасный 
Ьecause cj поТО\iУ что, так как 
because of- из за 
become (became, become) v становить­

ся, делаться 
Ьеd n 1. кровать; 2. русло реки; 3. дно (мо­

ря); 4. дорожное полотно; 5. nласт; 
6. тех. станина; 7. тех. стещ, установ­
ка 

Ьее n пчела 
before adv 1. раньше, прежде; 2. впе­

реди 
before prp до, nеред; впереди 
Ьefore сjпреждс чем; до того как; пока 

не 

Ьegin (Ьegan, begun) v 1. начинать; при­
ступать; 2. брать начало от 

1 50 
to begin �'ith 1. во-первых; 2. сначала 
beginning n l .  начало; 2. исходная точ­

ка, источник 
behave v 1. вести себя, поступать; 

2. работать (о .машине); 3. реагиро­
вать (на что-л.) 

behaviour n l. поведение; поступок; 
2. отношение; 3. состояние, свой­
ство 

Ьehind adv сзади; позади 
behind prp за (кем-то, чем-то) 
Ьeing n l. существование; бытие; 2. жи­

вое существо 
believe v 1. верить; 2. думать, полагатьt 

считать; 3. иметь мнение 
bell n l .  звонок; звон; 2. колокол 
belong v принадлежать, быть собст­

венностью; быть частью 
160 

belt n ремень, лента 
bench n 1. скамья; 2. станок; 3. испы­

тательный стенд 
bend n 1. изгиб; кривизна; дуга; 2. nо­

ворот;3.стремление 
bend (bent) v 1. гнуть; 2. наклонять; 

3. nоворачивать 
beside prp около 
best а самое лучшее; высшая степень 
Ьetter а лучший, лучше 
better adv лучше 
between prp между 
Ьeyondprp 1, вне, за nределами; 2. даль­

ше 

1 70 
blg а 1. большой, крупный; 2. важ-

ный, значительный 
biU n 1. счет; 2. список, инвентарь 
billion n миллиард 
Ьinary n двойной 
Ьind (Ьound) v связывать 
Ьinding n l. связь; 2. обвязка 
blpolar а биполярный 
Ьird n птица 

-

исходный лексический мини�1ум 

Ыrthn 1. рождение; зарождение; 2. на­
чало 

Ьlack а черный (о цвете) 

Ьlade n 1. лопасть; 2. лезвие 
ьtast n взрыв 
Ьlind а l .  слеnой; 2. темный 

180 

Ьlock n 1. 1. брусок; 2. болванка; 
11. l.затор; 2.препятствие;З.бло­
кировка 

Ьlow (Ьiew, ЬIО\\'П) v дугь 
Ьlow n удар 
Ьlue а синий; голубой 
board n 1. доска; 2. борт (судна) 
Ьoatn лодка 
Ьоdу n l. тело; 2. главная часть (че­

го-либо); З.остов 

---------------- 190 
boil v 1. кипеть; 2. варить, кипятить 
Ьold а смелый, уверенный 
bolt n болт 
bookn книга 
Ьorder n граница; край 
Ьorn а nрирожденный 
Ьoth pron оба 
both ... and cj и ... и 
bottle n буты л ка 
Ьottom n 1. дно; 2. основа 

Ьох n коробка 
brain n мозг 

200 

branch n 1. ветвь; 2. филиал; 3. отрасль 
break n тре1uина, разрыв 
break (broke, broken) v 1. ломать; раз-

рушать; 2. прерывать, размыкать 
breath v 1. дуть (о ветре); 2. дышать 
brick n кирпич 
bridge n мост 
brief а краткий, сжатый 
btight а яркий 

21U 
bring (Ьrought) v 1. при носить, достав-

лять;2.приводить 
broad а широкий 
broadcast n радиовешание 
broaden v расширять 

bro�·n а коричневыи 
build (built) v строить 
burn (burnt) v сжигать; гореть 
bus n автобус 

1 1  

business n l. дело; 2. коммерческая 
деятельность 

busy а занятый 

but cj но; кроме 
button n 1. пуговица; 2. кнопка 
buy (bought) v покупать 
Ьу prp l. у; около; 2. посредством 

Се 

220 

саЬ n 1. такси; 2. кабина водителя 
саЬiе n 1. канат; трос; 2. кабель 
calculate v вычислять, рассчитывать 
calculation n вычисление, расчет 
call v называть; звонить (по телефону) 
can v уметь, \tоч ь 

230 
сар n крышка; шапка 
сараЬiе а 1. способный; 2. возможный 
Ье сараЬiе- мочь (что-либо делать) 
саг n автомобиль 
card n карточка 
card reader- устройство, считываю-

щее с карточки 
care n 1. забота; 2. тщательность 
care v 1. заботиться; 2. питать интерес 
career n 1. успех; карьера; 2. профес-

сия, заняn1е 
careful а J. заботливый, вниматель­

ный; 2. тщательный, вниматель­
ный 

·---- ----- 240 
carrier n 1 .. транспортное средство; 

2. несущая частота; токонесущий 
проводник; 3. авианосец; транс­
nортный самолет 

carry v 1. нести; 2. вести, возить; 
3. вести, привести; 4. иметь; 5. 
влечь за собой; 6. работать, выnол­
нять 

carry away v удалять, отводить 
carry оп v 1. про водить; 2. продолжать 
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carry out v нылолиять 
case n 1. 1. случай, обстоятельство; 

2 .. доводы, доказательства; 3. судеб­
ное решение; ll. l .  яшик, контей­
нер; 2. футляр, чехол; 3. тех" кар­
тер (двиг ателя), кожух 

in case - в случае 
cause n l .  причина, основание; nовод; 

2. мотив; 3. общее дело (обшие ин­
тересы); 4. судебное дело, nроцесс 

cause v l . быть причиной; вызывать; 
2.заставлять;побУJКдать 

ceilingn 1. потолок; 2. максим�t, пре-
дел 

250 ----------�---------�--
celebrate v праздновать, торжествен­

но отметить 
celebration n празднование; торжество 
cell n l. биол. клетка; 2. эл. элемент; 

3.mех.датчик;4.отсек 
cent n 1. цент; 2. одна сотая (доля) 
centigrade а стоградусный 
central а 1 .  расnоложенный в центре; 

2. основной, самый важный; веду-
ший 

centre n центр; середина 
certain а l .  оnределенный; 2. несо­

мненный. надежный; 3. нерный, 
точный 

certainly adv конечно, несомненно 
chain n 1. цеnь, цеnочка; 2. последо­

вательность; 3. связь; 4. рЯд звень­
ев (передачи) 

260 �------
chair n l.  стул; 2. кафедра (в учебно\t 

заведении) 
chairman n nредседатель 
chalkn мел 
chance n 1. случайность; 2. случай; 

3. шанс, возможность 
change n l .  nеремена, изменение; 

2. обмен; замена 
cbange v l. менять, nеределывать; 

2.меняться,изменяться 
changeaЬlea l. непостоянный, из,1еН-

чивый; 2. неустойчивый 

cbannel n l .  канал; 2. пролив; 3. путь, 
источник� 4. радио полоса частот 

chapter n l .  раздел; глава; 2. филиал, 
отделение 

charge n l . заряд; 2. нагрузка; 3. тех. 
горючая смесь; доза тоnлива 

270 

cbarge v 1. нагружать; наnолнять; 
2. заряжать 

cbart n 1. морская карта; 2. аэ-
ронавигационная карта; 3. диа­
грамма, схема, таблица; 4. график; 
S.документ 

сЬеар а дешевый 
check n 1. проверка, контроль; 2. nрс-

nятствие 
cbeck v l .  устанавливать� nрепятст-

вовать;2.провсрять,контролиро-
вать 

chief а 1 .  главный: старший; 2. основ-
ной; важный 

chiefly adv главНЫ\t образом, особен-
но 

cltip n комп .. интегральная схема. 
микросхема; микроnроцессор 

choice n 1 .  выбор, отбор; 2. выбор, 
альтернатива 

choose ( chose, chosen) v 1. вьtбирать, 
отбирать;2.предnочитать�считать 
необходимым 

280 

circle n l. круг; окружность; 2. сфе­
ра,область;3.круговоро�цикл 

circle v 1. врашаться; кружить; 2. 
циркулировать 

circuit n l. кругооборот; окружность; 
2. виток (орбиты); 3. тех. схема: 
сеть; 4. радио цеnь, контур 

circular а 1. круглый; 2. кольцевой: 
циркулярный 

circulate v l. циркулировать, вра� 
щаться;2.расnространять 

citizen n гражданин 
city n большой город 
civil а 1. гражданский; 2. штатский 
claim n требование; претензия 

Исходный лексический минимум 

claim v l. требовать; 2. заявлять, ут­
верждать 

290 
classified а l. систематизированный; 2. секретный, имеюший гриф 
classify v 1. классифицировать; 2. за-

секречивать 
clay n глина 
clean n чистка 
clean а 1. чистый; 2. свежий. чис­

тый; 3. чистый, без примеси; 4. 
гладкий, ровный 

clean v l. чистить, очищать; 2. обра­
батывать (чисто) 

cleara l .  ясный, светлый; 2. чистый; 
ясный; 3. понятный 

clearly adv ясно; отчетливо 
clever а умный 
climate n кли�ат 

::-:---::--------- -- 300 
climb v взбираться; подниматься 
clip n зажим; скоба; скрепка 
clock n часы (настольные, стенные, 

башенные) 
clockwise а движушийся по часовой 

стрелке 
close v 1 .  закрывать; 2. замыкать 

(цепь); 3.заканчивать 
close n конец, завершение, оконча­

ние 
close а l .  замкнутый; закрытый; 

2. близкий, расположенный неда­
леко; 3. тщательный; подробный 

сlоsеаdvl.близко;2. коротко 
closely adv l .  близко; 2. вниматель­

но 
clotbes n одежда 

310 clothing n обшивка 
cloud n облако туча cloudy а облач�ый; покрытый обла­

ками coach n 1. карета; 2. междугородный 
автобус coal n уголь coast n морской берег, nобережье 

13 
coat n 1. пиджак; куртка; 2. верхняя 

одежда; J. оболочка; nокров; слой: 
4. обшивка, облиuовка 

code n код; шифр 
coefficient n коэффициент 
coil n 1. виток; кольцо; 2. эл. катушка 

320 
cold n холод 
cold а l .  холодный; 2. тех. недействую­

щий 
collect v собирать 
collection n 1. собирание; сборник; 

2.коллекuия;3.совокупность,набор 
collide v сталкиваться; nрийти в 

столкновение 
collision n столкновение 
colour (а.мер. color) n 1 .  цвет; 2. краска 
column n l .  колонна; 2. стойка 
combination n 1. сочетание, комбина-

ция;2.объединение 
combine v l .  объединять, сочетать; 

2.соединять,комбинировать 
330 

combustion n 1. горение, сгорание; 
восnламенение;2.окисление 

come (саше, come) v 1. приходить; 
идти;2.доходить,достиrать;3.nо­
являться, возникать; 4. происхо­
дить, и�еть nроисхождение; 5. ста­
новиться (ИзВеСТНЫ\1) 

come apart v разваливаться 
come awayv l. уходить; 2. отла\1ывать­

ся 
come down v 1 .  падать; 2. рушиться; 

3. уменьшаться 
come forward v 1 .  выступать (с пред­

ложением); 2. стать поnулярным 
come in v l .  приходить, nрибывать; 

2. войти в дело; принять участие 
come off v 1. отрываться; 2. исчезать; 

3. выдержать (исnытания) 
come on v l .  нас1)'Пать� надвигаться; 

2. возникать (о вопросе); 3. продви­
гаться, делать успехи 

come out v 1. nоявляться; 2. выходить 
340 
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com e over v 1. присоединяться; 
2. nриехать издалека 

comc through v nроникать, проходить 
насквозь 

coming n nриход, приезд 
coming а будущий; настуnающий 
common а 1. общий; общественный� 

2. расnространенный, общеизве­
стный; 3. обыкновенный, обыч-
ный 

in common - вместе, сообща 
commonly adv обычно, часто 
communicate v сообщать, передавать 
communication n 1. сообщения; nере-

дача; 2 .. информация; расnростра­
нение; 3. связь, сообщение 

company n общество; компания; то­
варищество 

compare v сравнивать 
comparison n сравнение 

350 

compensate v возмещать, КО\1nенси-
ровать 

complete v 1. заканчивать, завершать; 
2. укомплектовывать 

complex n l. комплекс; совокуп­
ность; 2 ко�1nлекс, груnпа 

complex а сложный 
component n 1. составная часть, ком­

понент; 2 тех. узел 
сошроsе v l .  составлять; 2. сочинять 
compound n физ., хим. соединение, 

смесь 
compress v сжимать, елавливать 

360 

compressed а сжатый 
compressiЬie а сжимающийся 
compression n сжатие; уплотнение 
computation n l. исчисление; 2. под-

счет;3. вычисление 
compute v l. вычислять, считать; 

2. рассчитывать 
computer n компьютер 
concentrate v l. собирать, сосредото· 

чивать;2. концентрироваться,со-
бираться 

conceptn l. nонятис,идея;2.концеn­
uия 

concern n l .  отношение, касательст-
во; 2. забота; интерес; 3. дело, фир­
ма,предnриятие;4. участие,доля 

concern v 1 касаться, оnисывать; 
2. затрагивать;3.заботиться;инте­
ресоваться; заниматься 

----------- 370 

concerning prp о; относительно 
conclude v 1. заканчивать, завершать; 

2. заканчиваться; 3. заключать; 
4. nрийти к заключению; 5. nрини­
мать решение 

conclusion n 1. окончание, заверше­
ние; 2. заключение; 3. вывод 

conclusive а l. заключительный; 2. ре­
шающий, окончательный; 3. убе-
дительный 

concrete а конкретный 
condition n l. состояние, положение; 

2. условия,обстоятельство 
сопduсtn1.поведение;2. руководство 
con duct v 1. вести; 2. руководить� 

З. проводить(теnло) 
conduction n физ. nроводимость 
cooductivity n физ. удельная nроводи­

мость, коэффициент nроводимо-
сти 

380 
conductor n физ. nроводник; nровод. 

жила 
conference n конференция, совеща 

ни е 
connect v 1. соединять, связывать: 

2. связывать,ассоциировать 
connecting а соединительный, свя­

зующий 
connection n 1. связь; соединение; 

2. присоединение; 3. подКJiючение 
consequence n l. следствие. nоследе':, 

вие; 2. результат; 3. вывод, заклю 
чение 

consequeotly adv следовательно, в ре· 
зулыате 

consist v состоять 

Исходный лексический минимум 

constanta 1. постоянный; 2. устойчи­
вый 

constitute v 1. составлять; 2. учреждать 
390 

construct v l. строить, сооружать� 
2. создавать 

construction n l. строительство, строй­
ка; 2" сооружен и е, конструкция; 
З. постройка,здание 

consume v 1. потреблять, расходовать; 
2.уничтожать; 3.тратить 

consomer n nотребитель 
consumption n 1. nотреблен и е; 2. тех. 

расход (масла); 3. затрата 
contact n 1. соnрикосновение, кон­

такт; 2. соприкосновение, столкно­
вение 

contact v 1. войти в контакт; 2. уста­
навливать связь; 3. эл. включать 

contain v l. содержать; 2 .. вмещать 
contemporary n 1. современник; 2. ро­

весник 
contemporary а современный 

-------------------------- 400 
continue v l. продолжать(ся); 2. про-

стираться, тянуться; 3. возобнов­
лять 

continuous а 1. неnрерывный; дли­
тельный; 2. сплошной; 3. :Jл. nосто­
янный (о токе) 

contrary n нечто nротивоположное 
contrary а 1. nротивоположный; 2. об­

ратный 
contrary prp против, воnреки 
contrast n 1. контраст, различие; 

2.nротивопоставление; 3. соnос­
тавление 

contrihute v делать вклад; способство­вать 
contriЬution n l. вклад; 2. сотрудниче­

ство 
coьtrol n 1 . уnравление, руководство; 

2. контроль, nроверка; 3. реrули­
ровка,настройка;уnравление;4. р/ 
тех. охрана управления; 5. реrули­
Ровка, модуляция 

15 

control v l. управлять, руководить; 
2.  проверять, контролировать; 
3.настраивать,регулировать 

410 
convenient а удобный, nодходящий 
conventional а обычный; общеприня­

тый 
con"t·ersion n 1 ... nревращение; nереход; 

2. nерестройка, реконструкция; 
3.nереработка 

convert v 1. nреврашать; 2 .  переобо­
рудовать;3.реконструировать 

convertihle а обратимый, nревращае­
мый 

cool а 1. прохладный; 2. сnокойный; 
3. модный, современный; 4. перво­
классный 

cool v l .  охлаждать; 2. сохранять сnо­
койствие 

coolant n охладитель, хладагент 
cooperate v l. сотрудничать; 2. содей­

ствовать; 3. взаимодействовать 
сору v коnировать 

----------------------- 420 
сору n экземnляр 
core n ядро; сердцевина 
correct а nравильный, точный 
correct v исnравлять 
correspond v 1. соответствовать; 2. nе-

реnисываться 
cost n стоимость 
cost v стоить 
cotton n хлопок 
council n совет 
count n счет 

------------------- 430 
count v считать, nодсчитывать 
counter n тех. счетчик 
course n 1. курс; наnравление; 2. ход 

событий;З. течение 
cover v 1. nокрывать; 2. охватывать 
cover n 1. nокрышка; чехол; 2. укры­

тие 
crack n 1. треск; 2. трещина 
crack v 1. трескаться; 2. производить 

шум 
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craft n 1. летательные апnараты; 2. суда 
crash n 1. грохот; 2. треск 
create v творить, создавать 

--------------------------
crew n экипаж, команда 
cross а поnеречный 

440 

crude а сырой, необработанный 
crust n 1 .  земная кора; 2. твердая по-

верхность дороги 
crystal n кристалл 
cube n куб 
currency n валюта 
cuпenta 1. текущий(особытии); 2. рас-

nространенный 
current n 1. nоток; 2. эл. ток 
curvature n кривизна, изгиб 

curve v гнуть; изгибаться 
450 

cut (cut) v 1. резать, разрезать; 2. уре­
зать, сокрашать 

cut n 1. сечение; 2. порез 

Dd 
daily а 1.  ежедневный, повседневный; 

2. текущий (ремонт) 
daily adv 1. ежедневно; 2. всегда, по-

стоянно 
dam n дамба, плотина 
damage v 1. повреждать, портить; 

2.причинять убыток 
damp а влажный, сырой 
danger n оnасность 
dangerous а опасный 

dark а l. те�1ный; 2. черный 
darken v зате\tнять 
darkness n 1. те�1нота; 2. тайна 

460 

date n 1. дата, число, день; 2. время, 
срок 

dawn n 1. рассвет; 2. начало 
day n 1. день; 2. день, сутки; 3. р/ вре­

мя ,  эnоха 
dead а 1. мертвый; 2. пустой, бесnлод­

ный; 3. недействующий; 4. непри­
rодный; 5. устаревший; 6. глухой (о 
звуке); 7. неподвижный; 8. полный 

(об остановке); 9. убыточный; 10. не­
годный, использованный 

deal (dealt) v l. заниматься (чем-л.); 
2. иметь дело; 3. рассматривать, об-
суждать 

deal n масса; большое количество 
dear а дорогой; дорогостоящий 

debt n долг; задолженность 
470 

deca(le n 1 .  десятилетие; 2. десятич-
ный разряд 

decay n 1. разрушение; 2. упадок, спад; 
3. хим. распад 

decelaration n 1. уменьшение скоро­
сти, числа оборотов; 2. замедление. 
торможение 

decide v решать; принимать решение 
decided а 1. оnределенный, оконча­

тельный; 2. бесспорный, явный 
decimal n десятичная дробь; десятич­

ное число 
decision n 1. решение; 2. решитель-

ность, твердость 
decisive а 1. окончательный; 2. убеди­

тельный; 3. оnределенный, явный 
deck n 1. nалуба; 2. настил моста: 

3. ярус 

------------------------
480 

declare v 1. заявлять; 2. объявлять, 
провозглашать 

decrease n уменьшение, ослабление: 
спад 

decrease v уменьшать, сокрашать 
deepa 1. глубокий; 2. широкий (о пол­

ке); 3. погруженный, увлеченный; 4. 
серьезный, основательный; 5. силь­
ный, крепкий; 6. сложный; 7. низ­
кий (о голосе) 

deepen v 1. утлублять; 2. увеличивать, 
3. усиливать; 4. понижать (тон) 

defend v 1. зашишать, охранять; 2. под­
держивать 

defense n 1. зашита; оборона; 2. укреп 
ление 

deficiency n нехватка, дефицит 
definite а определенный; точный 

Исходный лексический миниму\1 

definition n 1. оnределение; толкова­
ние, 2. четкость 

490 
deflect v J. изменять направление, от­

�1оняться; 2.менять 
deflection n l. отклонение; 2. прелом­

ление 
degree n 1 .  степень; 2. звание, ранг; 

3. градус (те\1nературы) 
demand v требовать 
demonstrate v 1. показывать; 2. иллю­

стрировать 
densea 1. густой, плотный; 2. полней­

ший, крайний; 3. компактный 
density n l. плотность, концентрация; 

2. эл. плотность, интенсивность 
deny v 1. не признавать; отрицать; 2. от­

казывать 
department n 1. отдел;  отделение; 

2. уnравление; ведомство; 3. отрасль 
(знаний); 4. факультет; кафедра; 
5.округ 

depend v 1. зависеть; 2. рассчитывать, 
nолагаться на 

500 
dependahle а надежный 
dependence n 1. зависИ\fость; 2. дове­

рие 
dependent (алtер. dependant) а зависи­

мый; обусловленный 
depth n 1. глубина; 2. интенсивность, 

СИЛа; \iОЩНОСТЬ 
descend v 1. сnускаться; опускаться; 

2. снижаться; понижаться; 3 nерс­
ходить к (подробностям) 

descent n 1. спуск; 2. понижение� 
3. косм. посадка; 4. источник, проис­
хождсние 

describe v 1. описывать; 2. изображать 
description n описание 
desert n пустыня 
design n 1 .  план, замысел; nроект; 

2. цель, намерение;3.проектирова­
ние; 4. чертеж, эскиз· расчет; 5. мо­
дель 

510 
2 БуХ 

17 
design v 1. намереваться; планировать; 

2. предназначать; 3. просктировать; 
4. выполнять 

designer n l .  просктировщик, конст­
руктор; 2.расчетчик 

desire n 1. желание; 2. nожелание, 
nросьба; 3. мечта 

desire v 1. хотеть, желать; 2. nросить, 
требовать 

desk n 1. рабочий стол; 2. тех. nульт 
управления; 3.стенд 

desktop а настольный (компьютер) 
destroyv 1. разрушать: ломать; 2. унич­

тожать 
detail n l .  деталь; подробность; 2. де­

таль, часть, элемент 
detect v 1. находить, обнаруживать; 

2. эл. детектировать, выnрямлять 
detection n 1. раскрытие, обнаруже­

ние; 2. радио детектирование 
------------------------ 520 

detector n 1. nрибор д..пя обнаружения; 
2. радио детектор; 3. хим. индика­
тор 

determine v 1. оnределять; 2. решать 
develop v 1. развивать; совершенство­

вать; 2. показывать, проявлять 
device n устройство, меха н из\i, прибор 
dial n 1. циферблат; 2. диск (в т.ч. те­

лефонный) 
dictionary n словарь 
die v 1. умирать; 2. потерять интерес; 

3. останавливаться, глохнуть (о мо­
торе) 

differ v l .  отличаться; 2. расходиться 
во \1Ненинх 

difference n 1. различие, несходство; 
2. разница; 3. мат. разность 

different а 1. различный, несходный; 
2. разнообразный, разный 

530 
difficult а трудный 
difficulty n трудность; препятствие 
digit n 1. цифра, однозначное число; 

2.разряд 
digital а uифровой 
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dimension n 1 .  размеры , вел ичина;  
2. мат. измерение; 3. физ. размер­
ность 

direct а 1 .  прямой; 2. очевидный,  я в­
ный; 3. прямой, непосредственный 

direct v направлять; наводить 
direction n 1 .  направление; 2. руковод­

ство, управление 
dirty а 1 .  грязный;  2. загрязненный,  

зараженный 
disappear v исчезать; пропадать 

540 
discover v 1 .  делать открытие; 2. обна-

руживать 
discovery n 1 .  открытие; 2. обнаружение 
discuss v обсуждать 
discussion n обсуждение 
display n 1 .  показ, демонстрация; 2. дис-

плей; монитор 
distance n расстоя н и е 
distant а отдаленный, дальний 
district n 1 .  округ; 2. участок; 3. район 
divide v 1 .  делить, разделять; 2. отделять 
do ( did, done) v 1 .  делать, про изводить; 

2 .  работать; 3. осуществлять, вы­
полнять 

550 
door n 1 .  дверь� 2. вход; 3. тех. заслонка 
douЬie v 1 .  удваивать, увел ичи вать 

вдвое 
doubt n сомнение 
doubtful а сомневающийся ; сомни­

тельный 
down а l .  нисходящий, направленный 

вниз; 2. идуший на убыль 
down adv в н из 
drnw (drew, drown) v 1 . тащить; тянуrь; 

2. nодтяrnвать; 3. натягивать; 4. nри­
тягивать, nривлекать; 5. вытаски­
вать; 6. рисовать, чертить 

draw n 1 ,  тяга; натяжение; 2. извлече­
ние; 3. вывод 

drawback n недостаток 
dream n мечта 

------------------------ 560 

dress v одевать 

drive n l .  движение; 2. управление;  
3. тенденuия 

drive ( drove, driven) v 1 .  водить; уnрав-
лять; 2. nеремешать 

driver n водитель 
drop n 1 . капля ; 2. nадение; 3. сnад 
drop v l .  ронять; 2. nадать; 3.  прекра-

щать 
drum n 1. барабан ;  2. uилиндр 
dry а сухой 
duration n длительность, продолжи­

тельность 
during prp в течение; во время 

570 --------------------------

dust n nыль 
duty n 1 .  долг, обязанность; 2. дежур­

ство; 3. налог, пошлина 

Ее 
eachpron каждый ;  любой 
еасЬ other - друг друга 
ear n 1 .  ухо; 2.  слух 
early а 1 .  ран н и й ;  2. н ачал ьн ы й ;  

3. своевременн ый;  4. преждевре­
менный 

early adv 1 .  рано; 2. в начале (чего-л.); 
3. своевременно 

earn v 1.  зарабатывать; 2. заслуживать 
earth n l .  земля; 2. земля , nочва �  

3. тех. заземление 
eartbquake n землетрясение 

580 --------------------------

ease n 1 .  свобода, непринужденность; 
2. легкостъ, свобода 

ease v 1 .  облегчать; 2. избавлять, ос-­
вобождать; ease down - убавл ять 
ход (двигателя) 

easily adv l .  легко, свободно; 2.  впол " 
не вероятно; бесспорно 

east n восток 
eastern а восточный 
easy а l. легкий, нетрудн ый; 2 .  удоб­

ный; 3. естественный? непринуж­
денный 

eat (ate, eaten) v l.  есть� питаться; 2. тех, 
разрУlUатъ, разъедать 

Исходныи лексический м инимум 

e-beam n электронны й пучок 
echo п 1 . эхо; 2. отражение;  отражен­

ный сигнал 
ecology n экология 

590 
economy n эконо\iика 
edge n 1 . остры й край, острие; 2. край 
edition n 1 . издание; 2. вариант, вер-

сия; 3. вы пуск (газеты ) ,  тираж 
educate v обучать, давать образование 
education n образование; обучение 
effect п 1 .  результат; nоследствие; 

2. uель, намерение; 3. действие,  4. 
выnолнен ие; 5. эффект 

efficiency n 1. эффективность; 2. nро­
дуктивность; 3. коэффициент по­
лезного действия 

efficient а 1.  эффективный;  2. рацио­
нальный; 3. тех. nродуктивны й  

egg n яйцо ( куриное, гусиное) 
eight пит восемь 

eighty пит восемьдесят 
either ргоп любой 
eitber . . .  or с} или " ' ·  или 
elect v выбирать, избирать 
election n выборы ; выбор, отбор 
electric(al) а электрический 
electricity n электричество 
electron n физ. электрон 
electronics n электроника 
ele�·en пит одиннадuать 

600 

;----:----------- 6 1 0 
else adv еще; what else - что еще 
emerge v 1 .  поямяться взаимно; вой " 

ти; 2. выясняться, выявляться; 3. воз­
никать 

emit v 1. излучать; вьщелтъ; 2. извергать 
ernploy v 1. nредоставлять работу, ра­

ботать по найму; 2,  использовать, 
nрименять 

employment n 1. работа, служба; 2. за­
Нятие , работа; 3. nрименение, ис­
nользование 

etnpty а l. nустой, порожний; 2.  не­
Наrруж:енный 

1 9 
еnаЫе v 1 .  давать возможность, делать 

воз\tожным; 2. облегчить; 3. разре­
шить 

encourage v ободрять, воодушевлять 
end n l .  1.  конеu, окончание, заверше­

ние; 2. гибель; I 1 .  uель, намерение 
end v 1. заканчи вать; 2. прекращать 

620 
endless а бесконечный;  неnрерывный 
enemy n противник; враг 
energy n 1. энергия, сила; 2 .  деятель­

ность 
engage v 1. включать; вводить; 2 .. за­

ниматься (чем-л.) ;  3. участвовать, 
вовлекать 

engine n 1. двигатель, машина; 2. ме­
ханизм; средство 

engineer n инженер; конструктор 
engineering n 1 .  техника; 2. цикл раз­

работки (вычисл ительных машин) 
English n 1 .  the Е. англичане; 2. анг­

лийский язык 
enlarge v увеличивать; расширять 
enougb adv l .  достаточ но; 2. весьма 

довольно 

enter v 1 .  входить; 2. вступать; 3. вно­
сить ( в  список) , регистрировать; 
4. принимать участие ;  5. начинать 
(процесс) 

entire а весь, полный,  целый 
entirely adv всеuело, вполне, полно 

стью; совершенно 
entrnnce n 1. вход; въезд; 2 ,  вступление 
entry n 1 .  вход; 2. ввод данных 
environment n окружающая среда 
equal a J .  одинаковый ,  равный; 20 nри-

годный ; 3. уравновешенный; 4. рав­
номерный 

еquаl v l . равнять; 2. приравнивать 
equality n равенство 
equally adv nоровну; одинаково 
------------------------- ыо 

equator n экватор (земной) 
equip v 1 .  оборудовать; осн ащать; 

снабжать; 2. снаряжать 
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equipment n l .  оборудование; 2. снаб-

жение 
era n эра, эnоха 
error n ошибка 
escape n 1 бегство; сnасение;  2 .  уrеч-

ка, истече ние; 3 .  сброс (воды) 

escape v 1 .  убегать; избежать; 2. вы-

ры ваться 
especial а 1 особенный; 2 .  сnециаль-

ный 
especially adv l .  особенно,  в особен-

ности ; 2.  главным образом 
essential а l .  необходимый;  2. суще ­

ственный , важный 
650 

--------------------------
essentially adv l. по существу; 2.  суще-

ственным образом 
estimate n l. оценка; 2. смета, nредва-

рительный подсчет 
estimate v l. оценивать; 2 .  составлять 

смету 
Europe п Евроnа 
European 1. n европеец; I l .  а европей-

ский 
evaporate v l испарять; 2.  выnаривать; 

3 .  улетучиваться 
evaporation п 1. испарение;  2. парооб-

разован ие ; 3. пар 
even adv даже 
event n l .  событи е ;  з н ач ительн ый 

факт; 2. �ероприятие ;  З . соревно-

вание; 4. авария 
ever adv когда-либо (forever - всегда, 

на все времена) 
660 

--------------------------
every рrоп каждый , всякий 
everyЬody pron каждый (человек) 
everyday а 1 .  ежедневн ы й;  2. обыч -

н ы й  
everything рrоп все 
exact а точный 
exactly adv точно; как раз 
examine v проверять; исследовать 
example n при мер (for example - на-

пример) 
exceed v nревышать 

excellent а пре восходный 
----------- 670 

except prp за исключением; исключая ; 
кроме 

exchange n обмен 
exchange v обмени вать 
exercise n упражнение; тренировка 

exist v быть, существовать 

existence n 1 .  существование;  н али -

чиеi 2 .  жизн ь 
exit n выход 
expand v 1 .  расширять(ся) ; 2.  разви-

ватъ(ся); 3. увеличивать(ся) ; 2.  мат. 

разлагать 
expansion п 1 .  развитие, распростра-

нение; 2.  расширение;  увеличение; 

3 . .мат. раскрытие (формул ы) 

expect v 1 .  ожидать; 2. надеяться , рас­

считывать; 3 .  предполагать, думать 
680 

--------------------------
expensive а дорогой,  дорогостоящий 

experience n жизненный опыт 

experience v испытать 
explain v l. объяснять; 2. оправдывать 

3 .  разъяснять 
explanation n исследование 
extraordinary а необычн ы й ,  удиви -

тельн ы й  

Ff 
fabric n ткань,  материал 
face n 1 .  лицо; 2. сторона 
fact n факт, явление, событие 
factory n завод 

--------------------------
fair а благоnриятный 

69 �  

fall (fell ,  fallen) v l. nадать; опускать 
ся; 2. снижаться 

false а ошибочный 
familiar а обычный , хорошо извест-

ный 
famous а знаменитый 
far а далекий 
far adv 1. далеко; 2. гораздо 
farm n хозяйство; ферма 
farther adv дальше 

Исходный лекси ческии минимум 

rast а l .  быстрый ; 2 кре п кий 
700 

fe.tr п стр tX , опасение 
feature n 1 .  особенность; 2. характе­

ристи ка; черта 
feed (fed) v 1 .  питать; 2 .  подавать; на 

гнетать 
feel (felt) v 1 .  ощущать; 2. осязать 
ferry п паром ; переправа nаромом 
few а нем ногие, немн ого; а few - не-

сколько 
field п l .  nол е ;  2 местоn оложен и е ·  ' 

3. область знания 
fifteen пит пятнадuать 
fifty пит nятьдесят 
fight n бой ,  сражение 

figbt (fought) v сражаться 
7 1 0  

figure n 1 .  цифра; 2. изображе н и е ;  
З. рисунок 

fill v наполнять, запол нять 
film n 1 .  фильм ; 2. фотопленка 
final а n оследни й ,  заключительный 
find (found) v находить� обнаруживать 
fine а 1 .  тонкий; 2. высококачествен-

ный;  3 .  мелкий ( песок) 
fшger n l. палец; 2 .  указатель; стрелка 
finish v l. нрекрашать; 2. заканчи вать 
ftre n 1 .  огонь; 2 .  пожар 
.----------- 720 

fire v зажи гать, поджи гать 
firm n фирма 
fix v 1 .  укреплять, устанавл ивать; 

2. оnределять; З . затвердевать 
Паше n nламя 
Паt а плоски й ,  ровн ы й  O�et n l .  флот; 2. парк (машин) Oaght п l .  nолет; 2. рейс (самолета) ; 3. 

течение (вре мени) Пооd n наводнение �oor n 1 .  nол; 2. дно 
0" n 1 . течение; 2. поток 

0:::-::--:---------- 1зо n ow v 1 .  течь; 2.  литься 
У.(Пеw, Пown) v летать Пyang а летающи й  

21  

fog п туман 
follow v l .  следовать за; 2. быть после­

дователем; 3. логически вытекать 
foot (р/ feet) n l . нога; сl)'Пня; 2. фут 

(30,48 см) 
for prp 1.  для; 2 в течение; 3. из-за 
for CJ так как; потому что 
force v l .  заставлять, вынуждать; 

2 форсировать 
forced a l .  вынужденны й; 2 ,  форсиро­

ванный 
----------------------- 740 

foreign а иностранный 
foresee (foresaw, foreseen) v nредвидеть 
forest n лес 
forget (forgot, forgotten) v забывать, не 

помнить 
form п l .  форма, вне1u н и й  вид; 

2. бланк 
former а прежний,  бывши й  (the former 

- первый и з  вышеуnомянуrых) 
fortb adv вперед 
forty пит сорок 
forward а передни й ;  передовой 
forward adv вперед 

750 

found v основывать, учреждать 
founder n основатель, основоположник 
four пит четыре 
frame n l .  кар кас ; рам а,  2 .  ферма,  

стропила 
free а l. свободны й ;  2 .  бесплатны й  
freedom п свобода 
freeze (froze, frozen) v l. замерзать; 

мерзнуть; 2. морозить 
frequency n частота; частотность 
fresb а 1 .  свежий ;  2. новы й 
friend n друг; приятель 
------------ 760 

from prp от, из, с 
front n 1 .  передняя сторона; 2. фасад 
frost n мороз 
fruit n 1 .  фрукты; 2. резул ьтат 
fruitftal а 1 .  плодотворный ; 2. выгод­

ный 
fuel n тоnливо; горючее 
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fulfil v осуществлять, выnолнять 
full а полный 
function n функция, обязанность 
function v функционировать 

770 

fundаmепt� а основной, коренной 
fundamentals n основы 
future n будущее 

Gg 
game n игра 
garden n l .  сад; 2. р/ ларк 
gas n 1 .  газ; 2. амер. бензин,  топл и во 

gaseous а газообразный 
gate n 1 .  ворота, калитка; 2 .  вход, вы­

ход; 3 _  шлагбаум ; 4. тех. заслон ка, 

задвижка 
gather v 1 .  собирать; 2. накапли вать 
gauge n измерительный nрибор; датчик 

780 

ge_a
_

r_n_l-. м  --ех_а_н_и_з_м_;--.:2:-_
-ш_е_с

_
т:-е-=р�ня--::-, зуб-

чатое колесо 
general а 1 .  общий, всеобщий; 2. ш и­

рокое (общее мнение);  3. общепри­
нятый 

generally adv обычно 
generate v nро изводить, генерировать; 

вырабаты вать 
generation n l . поколение;  2. порож­

дение 
German а немецки й 
German n 1 .  немец, немка; 2 . немец­

кий язык 
get (got) v 1 .  доставать , заби вать; 

2 .  лолуч(lть; 3. пони мать, пости­
гать; 4 .  вычислять, получать (ре­
зультат) ; 5. устанавливать ка литал 

giant а громадный , колоссальный 
give (gave, given)  v l .  давать; 2 .  награ­

ждать, вручать; 3 . лроизводить; 
4. сообщать; 5.  уступать; 6. выска­
зывать соображения 

790 -----------�----�� 
glass n 1 .  стекло; 2. линза; 3 .  зеркало 
global а 1 .  всемирный ; 2. глобальный, 

общий 

globe n земной шар 
glow n 1 .  накал; жар; 2 свет; свечение 
glowing а 1 .  раскаленн ы й ; 2. светя-

щийся 
go (went , gone)  v 1 .  идти , ходить,  

ехать; 2. уезжать , уходить; 3 . дви­

rаться ; 4. работать, действовать; 5 .  

протекать; 6 . расnространяться ; 7 .  
равняться (go to);  8 .  возвращать­

ся �go ba ck) ; 9 .  с nус каться (go 

down) ;  1 о. nродолжать (go on) 

goal n цель, задача 
gold n золото 
good n 1 .  добро; 2. р/ товар(ы ) ; 3 . pJ 

груз 
good (Ьetter, best) а 1 .  хороший ; 2. вы ­

годн ы й ;  3 .  удобный ; 4. nолезны й , 
5.  основательный 

800 

govern v l .  управлять, nравить; 2. ре ­

гулировать; 3. оnределять 
government n l .  правител ьство ; 2 .  

форма nравленил;  3. управление ,  
руководство 

grade n 1 .  степень,  2 .  ранг, звание ;  
3 . сорт; 4 . ступень 

graded а 1. rралуированный, калибро­
ванный; 2 .  ступенчатый; 3. paccor 
тираванный 

graduate v 1 .  окончить высшее учебное 
заведение ; 2. располагать в оnреде­
ленном порядке; 3. градуировать 

gram = gramme n грамм 
graph n 1 .  графи к, диаграмма; 2 . мат. 

граф 
gravitation n физ. гравитация ; тяготе­

ние 
gravity n сила тяжести; тяrоте�ие _ 
great а l .  большой, гром�н ыи; сил�_ 

ный;  2. знач ител ьны и ;  3 .  замеча 

тельный 

greatly adv очень, весьма 
Greek а гречесю1й 
Greek n 1 .  грек; 2. греческий язык 
green а зеленый (цвет) 

8 1 0  

Исходный лексическии минимум 
greet v nриветствовать 
grey а 1 .  серы й (цвет) ; 2. седой 
ground n 1 .  земля, nоверхность земли; 2. nочва, грунт; 3 .  участок земли ;  

4. основной nринцип 
group n 1 .  группа; 2. класс 
grow (grew, grown) v l .  расти, увеличи­

ваться; 2. расти, прои�астать; 3. ста­
новитъся (grow + adj) 

growtb n 1 . рост, развитие; 2. увеличе­
ние, усиление 

------------------------- 820 
guide v 1 .  руководить, наnравлять, 

уnравлять; 2. служить ориентиром gulf n морской зал ив, бухта gun n 1 .  пушка, орудие; 2. огнестрель­
ное оружие 

Hh 
hair n 1 .  волос(ы);  2. волосок 
balf (p/ balves) n половина 
hand n l .  рука; 2 .  nомощь (off band ­

без подготовки); 3. стрелка (часов) band v 1. вручать, подавать; 2. лере­давать 
happen v nроисходиТЪ, случаться hard а l . твердый; жесткий ;  2 .  тяже­

лый (о работе) 
hard adv сильно, упорно 

----------------- 830 
harden v 1 .  твердеть ; 2 .  закали вать 

(железо) 
hardly adv едва, с трудом 
have (had) v 1 .  иметь; 2.  долже н (have 

+ инфинитив); 3. вспом. глагол для 
образования перфекта Ьеаd n 1 . голова; 2 .  шляпка (гвоздя ); 
3. верхушка (дерева); 4. глава, ру­ководитель head v 1 . налраnляТhСя (вперед); 2. воз-rла8Лятъ health n здоровье :ear (Ьeard) v слышать ь:rt n 1 . сердце; 2. тех. сердечник 

hea t n l . Жара; 2. физ. теплота 
">' а 1. тяжелый; 2. сильный 

23 
840 --------------------------

height n l .  высота; 2.  возвышенность 
help n nомощь 
help v помогать; облегчать 
hemisphere n полушарие 
here adv здесь 
hide (hid, hidden) v прятать, скрывать 
high а 1 .  высокий ; 2. большой 
high�·ay n шоссе 
hit (hit) v ударять, бить 
hold (held) v l .  держать; 2. вмещать; 

З . лроводить (собрание) 
----------------- 850 

hole n отверстие, дыра 
hollow а пустой , полы й 
home n 1 .  дом (место постоянного жи-

тельства); 2. родина; родной город 
honour n честь 
hope v надеяться 
horizon n горизонт 
horriЬie а ужасный 
horse n лошадь 
borse power - лошадиная сила 
hot а горячий ; жаркий 

---------------------
hour n час 

860 

house n 1 .  дом; 2. nалата (парламента) 
housing n жилищное строительство 
how cj каким образом, как 
however cj однако, тем не менее 
huge а огромн ый 
human а человеческий 
humanity n человечество 
hundred пит сотня 
hydraulics n гидравлика 

------�·�----- 870 

u 
ice n лед 
idea n 1 . мысль, идея; 2 .  намерение, 

цель 
identical а тот же самый; одинаковый 
idle а бесnолезный; не занятый ничем 
if cj 1 . если ;  2. даже если;  3. вводит 

дополнительное предложение час­
тицей •ли� 
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ignite v 1 .  зажигать, восnламенять; 
2. загораться 

ignition n восnламенение, возгоран ие 
i l l а 1 .  больной; 2. плохой, нехоро­

ший;  3. вредный (эффект) 
Шegal а нелеrальный; противозакон­

ный 
illuminate v 1 .  освещать; 2 .  разъяснять; 

просвеuцать; 3 . облучать 
-----------=- 880 

illustrate v 1. иллюстрировать; 2. nо-
яснять, показывать 

image n 1 .  изображение; 2. подобие,  
копия;  3 .  символ, образец; 4 .  nред­
ставление, мнение; реnутация 

imagine v 1 .  воображать, nредставяять 
себе ; 2. предnолагать, думать 

imitate v подражать; копировать 
immediate а 1 .  н е посредствен н ы й ,  

прямой; 2 .  ближайший; 3 .  немсд-
ленный,  безотлагательный; 4. бы­
стродействуюuций 

immediately adv 1.  тотчас, немедлен­
но; 2. непосредственно 

impact n 1. удар ,  толчок, и м пул ьс;  
2. влияние, воздействие 

impact v 1. ударять; 2. оказывать воз­
действие; 3 . уплотнять, с�мать 

import n ввоз, импорт 
importance n значение, важность 

890 

important a 1 .  важный, значительный; 
2. суuцественный 

impossiЬie а l. невозможный; 2 .  не ве­
роятный;  3. неприемлемый 

impression n l .  впечатление; 2 .  пред­
ставление ,  nонятие ; 3 .  м не н и е ;  
4. воздействие, влияние 

improbaЬie а невсроятный 
improper а неподходяuций; неnригод-

ный 
impulse n 1 .  удар; имnульс; 2 .  стимул 
impurity n I .  загрязнение; 2. примесь 
in prp 1. в; 2. на; 3.  через; 4. в течен ие 
inaccuracy n l .  неточность; 2. ошибка 

inaccurate а I .  неточный;  2. не nра­
вильный 

------------:-:-- 900 
inadequate а 1 .  НСПОДХОДЯЩИЙ, Не ОТ-

ВеЧаЮUЦИЙ требованиям; 2. неnол ­
ноuенный; 3 .  недостаточный,  Н е ­
nриrодный 

inapplicaЬie а неnрименимый, непри­
годный, исподходящий 

incb n дюйм; очень небольшое рас­
стояние 

include v 1 .  включать, содержать; ох­
ватывать; 2. учитывать 

including prp включая, в том числе 
incomplete а неполный ; незавершен­

ный 
incompletely adv не полнос1ью 
incorporate v 1 .  включать, входить (в 

состав чего-л.); 2. соединять, сме­
шивать 

incorporation n 1 .  включение; 2 .  объе­
динение 

incorrect а неправильный;  неточный 
-----------=---- 9 1 0  

increase n 1 .  увеличение, рост; 2. nри-
рос� прибавление 

increase v l. увеличивать, повышать· 
2. усиливать, возрастать 

indeed adv в действительности, фак­
тически 

independence n независимость, само� 
стоятельность 

independent а l .  независимый, само· 
стоятельный; 2. незавершенный .  
отдельный 

(ndian а ИНДИЙСКИЙ 
indicate v l. указывать, показывать. 

2. означать, свидетсльствовать 
indication n l. признак, симптом; 2. meJ.. 

nоказание, отсчет 
indicator n 1 .  указатель; nоказатсль 

2. и ндикатор, измерительный npl'i' 
бор 

indirect а 1. неnрямой (nуть); 2. кос· 
венный 

исходный лексический м ин имум 

Iudividual а 1 . личный, индивидуаль­
ный; 2.  отдельный, частный, оди­
ночный; 3 .  особенный ,  характер­
ный 

indivisiЫe а неделимый; нераздельный 
industrial а 1 . промышленный; 2. про­

изводствен ны й 
industry n 1 . промы шленность; 2. от­

расль промышленности 
ioelfective а l. неэффективный, без­

результатный;  2. неспособны й  
ineflicienta 1 .  неспособный; 2. нсэффек­

тивный; 3. малоnроизволительный 
inequality n 1 .  неравенство; 2 .  разли­

чие; 3. неравность; 4. изменчивость 
(климата); 5. неравномерность 

inert а физ. и нертный 
inertia n инерция ; и нертность 
infinite а 1 . бесконечный, бесnредель­

ный, безграничный; 2. тех. сверх­
чувствительный 

930 
infinity n бескон ечность ; большое 

число 
inПuence n влияние, воздействие 
inПuence v оказывать влияние ;  воз-

действовать 
inform v сообшать, информировать inhaЬit v жить, населять; обитать inhaЬitant n житель, обитатель �nitial а начальный ,  исходный •nk n 'Чернила 
�оlапdараслоложенный внутри страны •nlet n вnуск, вход 

-
940 !nnovate v вводить новшество �ODO\'ation n новшество, нововведение •�utn 1. вклад; 2. вход, ввод; подача; . . nовод ::::araьte а неотделимый 

в е n внутреннее пространство, 
insi;УТренняя часть 
i . е а внутренний i:�e Prp внутрь р Uhle а 1 .  нерастворимый; 2. нераз­ешимый 

25 

inspect v 1 .  осматривать; 2. nроверять 
install v I . устанавливать, монтиро­

вать; 2 .  собирать 
------------------------ 950 

installation n l. установка; 2. размещение 
instance n nример,  образе ц; for in­

stance - наnример 
instantly adv немедленно; тотчас 
instead adv вместо, взамен;  iostead of - В�fесто 
instruct v учить, обучать 
instruction n 1 .  обучение,  nреподава­

ние;  2. инструкция, указател ь 
instrument n I .  прибор; аnпарат; 

2. орудие,  средство; 3 .  музыкаль­
ный инструмент 

insulate v изолировать; отделять 
insulation n I .  изоляция ;  2. изоляuи­

онный материал 
integral а I .  неотьемле.мый;  2. uелый, 

nолный;  3 .  мат. интегральный 
960 

intensive а интенсивный 
interact v взаимодействовать; влиять 

друг на друга 
interest n 1. интерес; 2. nольза , выго-

да; 3 . проценты 
interior а внуrренний 
intermediate а промежуrочн ый 
internal а внуrренний 
interval n nромежуток; и нтервал 
into ргр l .  указывает на движение 

внутрь: в;  2 .  указывает на переход 
в новое состояние 

introduce v l. в водить, вставлять; 
2. внедрять; 3 .  вносить на рас­
смотрение; 4.  знакомить, пред­
ставпять 

introduction n 1 .  предисловие; вве­
дение ;  2 .  внесен и е ,  включение ;  
3 . новшество 

970 
invent v изобретать, создавать 
invention n изобретение; изобрета­

тельность 
inventive а изобретательн ый 
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invisiЬie а l. не видимый; 2 тайный 
invite v приглашать; предлагать 
ion n ион 
iron n железо 
cast iron - чуrун 
irregular а l. неправильный, не отве­

чаюши й стандартам; 2 необыч-
ный 

island n 1 .  остров; 2 район , зона 
----------- 980 

isolate v изолировать, отделять 
isolation n изоляция , разобщение 

Jj 
jam n l. затор, «пробка)); 2. перебои в 

работе 
Japanese а японский 
Japanese n 1. я n о н е ц ,  я п он ка; 2 .  

японский язык 
jet n l. струя; 2. реактивный самолет 

(дви гател ь ,  с н аряд) ; 3 .  жиклер 
(карбюратора) , форсунка; сопло 

jet age - век реактивных двигателей 
jet engine - реактивный двигатель 
jet propulsion - реактивное движение 
job n l. работа, дело, труд; 2. род за-

нятий ;  3. задание 
990 ------------------------� 

join v 1 .  соединять; связывать; 2. nри-
соеди няться; nринимать участие; 
3.  начать 

joint n место соединения 
journal n журнал (научный) 
journey n поездка; путешествие 
judge n 1 .  судья; 2. ценитель, знаток 
judge v 1 .  судить� 2. составлять мне-

ние , 3 . считать, полагать 
jump n скачок, прыжок 
jump v l. прыгать; 2. перескакиватЪ 
just adv 1 .  как раз, точно; 2. только 

Кk 
keep (kept) v l. держать, иметь, хра­

н ить; 2 .  задерживать; 3 .  удержи­
вать. защищать;  4 .  двигаться (на­
право); 5.  придерживаться (темы ,  

инструкции) (keep + ing - продол­
жать что-л. делать) 

key n 1 .  ключ (от дверей); 2 .  ключ (к  
решению) 

keyЬoard n клавиатура 
kind n l. сорт, класс, разряд; 2.  род, 

вид; 3 .  nрирода, характер; 4.  осо-
Gенность 

kinetic а ки нетический 
knife n нож 
knock v стучать 
k.now (knew, known) v знать; nонимать: 

обладать умением 
knowledge n знание, nознание 

u 
lab n ( совр. от laЬoratory) лаборатория 
labour n 1. труд; 2 . работа, задание 

задача; 3 .  рабочи й  класс; рабочие 
1 0 1  

lack n недостаток, нехватка 
lack v исnытывать недостаток 
lake n озеро 
lamp n ламnа; фонарь 
land n 1 .  земля, суша; 2. страна; тер· 

ритория;  3. nочва, земля; 4. земель 
ный участок 

land v 1 .  высаживаться (на береГ' 
причали вать; 2 . посадить (лета, 
тельный аппарат) 

landing n 1 .  высадка на берег; 2 . no 
садка, приземление 

language n 1 . язык, словесность; 2.  реч 
large а 1. большой, крупный ; 2 .  круn 

но\iасштабный ; 3 .  многочислен 
ный; 4. большого диаnазона 

largely adv 1 .  в большой мере � бо . ъ  
ше й частью�  2 .  в широком м ае 
штабе 

} 0 .. 
ii 

last а 1 .  последний;  единственньii 
2. nрошлый; 3 . самый новый 

last name - фамилия 
last v 1 .  длиться, продолжаться; 2 . cr 

храНЯТЪСЯ 

J1сходныЯ лексичес кии мин имум 

tasting а l. дл ительны й,  продолжи 
тельный,  2 выносливый 

tate а 1. опоздавший ;  2 поздн и й , 
3. недавний ;  4 ,  прежни й, бывший 

Jately adv давно; в последнее время 

1\1m 
machine n 1 м а ш и н а ;  механ и зм · ' 

2. транспортное средство 
macblnery n l механиз\iЫ,  2 ,  детали 

машины; оборудование; 3. стрУJ<1У­
ра 

made а 1 . сделанный; изготовлен ный ' 2. эл. замкнуrый . magazane n журнал,  периодическое 
издание 

1 030 
magic n магия 
magnetic а магнитн ый 
magnitude n 1 .  величина;  размеры; 

2. важность, значительность 
mail п почта, почтоная корреспонден-

ция 
main а основной , главный 
mainland n материк 
mainly adv главным образо\1:, в основ­

ном 
major а 1 . большой; более важный ; 

2. главный ,  крупный 
majority п большинство 
make n 1 . м оде л ь , конструкция,  

2. марка, тип; 3. работа, изготовле­
ние; 4. эл. замыкание 

1 040 
make (made) v 1 .  делать; производить� 2. создавать творить Ыаkе money - �арабатывать 
tnake out v 1 .  составлять; выписывать (чек); 2 . разобрать, различить ( в  

ТУ-мане); 3 . понять tnake up 1 
2 

v . составлять (сумму) ;  
· восnолнять; возмещать; 3.  тех, 

�онтировать tnaь (р/. men) n мужчина· человек maьag ' 2 с е v 1 .  управлять, руководить; · nравляться; 3 . удаваться 

27 
ыanagement n 1 .  управление; 2 .  уме­

ние 
manipulate v 1 .  уметь обращаться ; 

управлять (механизмом); 2. влиять 
man-made а искусственный 
manner n 1 .  метод, способ; 2 .  манера, 

поведение 
1 050 manpower n рабочая сила; людские 

резервы 
manual n справочни к, руководство 
manual  а l руч н ой , фи з ич е с к и й  

(труд); 2 .. с ручным управлением, 
неавто\iатический 

many (more, most) adv 1. много; 2. as 
many - столько же: twice as many -
вдвое больше; half as many - вдвое 
меньше; а great шаnу times - много 
раз; too many - слишком много 

map n геогр. карта 
map v составлять карту, наносить на 

карту 
march  п 1 .  м арш ; дем о н страuи я , 

2. проrрссс (науки) 
march v двигаться вперед; \1:арширо­

вать 
mark n 1 .  знак; метка, помета; 2.  фаб­

ричная марка, клеймо; 3 штем­
nель; 4 . ориентир� веха� 5. след, от­
печаток; б. отметка, оценка; 7 . при­
знак, показатель 

mark v 1. ставить знак; 2 < штамповать· ' 
3 .  маркировать; 4. отмечать, обо 
значать, размечать; 5 .  указывать, 
отмечать; 6 .. оставлять след; 7. ста­
вить отметку; 8 отмечать 

1 060 
market n 1 .  рынок; 2. торговля 
mask п 1 .  маска; 2 .  противогаз mass n 1 физ. масса; 2. множество 
massive а l. массивный; 2. сплошной;  

3 .  крупный 
master n 1 .  магистр (ученая степень) ; 

2. знаток своего дела 
mat п 1 н астил , защитн ый слой ; 

2 .  подложка 
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material п l . материал , вешество; 
2. факты , данные 

matter n 1 .  вещество; 2.  содержание 
(книги) ; 3.  сущность, предмет (об­
суждения); 4. воnрос ; дело; 5 . при­
чина, основание 

may v выражает предположение, веро­
ятность, возможность 

maybe adv может быть, воз�ожно 
1 070 

meal n еда 
mean а ередни й 
mean (meant) v 1 .  иметь в виду, нам е 

реваться ; 2 .. nодразумевать; 3 .  зна­
чить, иметь значени е , означать 

meaning п значение,  см ысл 
means п средство, сnособ (Ьу means of 

- с  п омошью) 
measure п 1 .  мера, система измере ний; 

2.  масштаб, критери й ;  3. мера, сте­
nен ь  

measure v 1 .  измерять, мерить; 2. оце­
нивать; 3. иметь размер 

measuremcnt n 1 .  измерение,  замер; 
2. система мер 

mechanic п механик 
mechanical а 1 .  м еханически й ,  2 .  ав­

томатический ; 3 . технический 
1 080 

mechanics п механика 
mechanism п механизм, аппарат, уст­

ройство 
medicine n l. медицина; 2. ле карст­

во 
meet (met) v 1 .  встречать; 2. собирать­

ся ; 3. знакомиться; 4. отвечать, со­
ответствовать, удовлетворять (тре­
бованиям) 

meeting п J .  собран ие ,  сове щание;  
2. заседание; З . встреча 

melt v 1 .  плавить( ся) ;  2. таять 
member п 1. чле н ( о р га н и заци и ) ;  

2 .  тех. элемент конетрукии и 
memory п l . память, способность за­

поминать; 2. воспоминание; 3 .  за­
поминающее устройство 

memory unit п 1 .  ячейка nамяти; 2. за�-. 
поми нающее устройство 

mental a 1 .  умственный; 2. мысленный 
1 090 

mention n упо�инание; ссыл ка 
mention v уnо�инать, ссылаться 
merchant а торговый, коммерчески й 
mercury n ртуrь 
mes�age п сообщен ие;  заn иска 
metal п металл 
metallurgy п металлургия 
meter п сче1чик; из\1ерительный прибор 
rneter v измерять, замерять 
metric а метрический 

1 1  

middle п середина 
mild а мягки й ;  умере н н ый (кл имат; 
mile n миля 
military а военный 
mill п 1. фабрика; 2.  nрокатн ый стан 
millennium п (pl millennia) тысячелетис 
mind п 1 .  ум, разум ; 2.  память; 3. мне -

н ие ,  взгляд; 4 .  м ысл и ,  стремле н ш; 
mind v (в повелит. наклонении) обра 

тите вни мание 
mine п 1 .  шахта, рудник; 2. м и на, фуrас 
minimize v доводить до МИН И .\tума 

] : ; 
mining п горная про�ышленность 
minute n минута . 
mtrror п зеркало 
miss n 1. nромах, осеч ка; 2. потеря 
miss v 1 .  промахнуться, не попасть 

2. пропустить, не поймать 
missile п реактивный с наряд, ракета 
mistake п ош ибка 
m1x п смесь, состав 
mix v смеш ивать, сочетать 
mixture п смесь 

modern а современный;  новый 
moisture п влажность 
money n ден ьги 
monitor v контролировать, следить 
month n меся ц ( календарный) 
moon п луна 
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mosfly adv главным образом , большей nearJy adv I .. около, лрибл изительно· частью 
mother п мать 
motberland п отечество 
motion n движен ие 

2. лочти ' 

1 1 60 

mountain п гора 
] 1 30 

necessary а необходим ый 
necessity n необходимость 
neck п l . шея; 2 ., горлышко; 3. nере­шеек mouth n 1 .  рот; 2.  отверстие ; 3 _ устье (реки) need n нужда, надобность 
need v 1 .  иметь потребность HV'>V rт  move v двигать(ся) 

move n 1 .  ход; 2. движение, nеремена 
положения 

movement п дв ижение 
1\-fr (Mister) n господи н  м истер 
A1rs (Mistress) n госпож'а 
mucb (rnore, most) adv абсол ютно · очень ' 
multiple а многообразный ; сложны й  
muscle n мускул, м ышца 

must v должен 
mutual а взаим н ый ; обоюдный mystery n тайна 
mуth п миф 

Nn name n 1 .  имя; 2. название narne v называть 

1 1 40 

narnely adv именно, то есть narrow a 1 . узкий; 2. тесный :;ow v СуЖивать, уменьшать оn п i . народ, нация; 2. rосударство 
--;:-�=-=-�---native а 1 1 1 50 
3 · родной ; 2.  отечественны й · 

· Местный ' 
natural а ее � haturall d

тественныи, натуральны й  ha ture �а 
1 

v естествен но; конечно 
3. сорт. · n р ирода ;  2 .  хара ктер ; 

na ' род 
ь V�l а Морской 

�te v i . nлa . �ТЪ
(с вать, 2. летать; З. управ-

Ьаtу 11 8  
Удном, самолетом) 

.11 оенно м ear Prp 1 - орской флот 
near а 1 б около; 2. вблизи, возле 

IOi • :Лизкий· 2 
й (hYfь) 

' · nрямой, корот-

с , J�ать-я ;  2 .  быть в ы н ужде н н ы м ;  б ыть обязанным 
needl� п l .  игла; 2 .  стрелка (часов) 
negat1ve а отрицател ьный 
neglect v лренебрегать 
negligiЬie а незнач ительны й  
negotiate v вести лереговоры 

neighbour n сосед 
1 1 70 

neither pron ни тот, ни другой 
nerve n нерв (nerves - нервное состоя-ние) 
nervous а нервный 
never adv никогда 
nevertheless adv тем не менее 
new а l .  новый; 2. свежи й 
news n I . новость; 2. известие 
next а 1 . следующий; 2 ,  ближайш и й · 3. будущий ' 
next prp около, рядом 

nice 
1 1 80 

. а хороший, милый, приятный n1ght п ночь 
nine пит девять 
nineteen пит девятнадцать 
ninety пит девяносто 
nitrogen n азот 
no а никакой; не 
nо ргоп н икакой 
noise n шум 
noisy а шумный 

1 1 90 
nопе рrоп l .  никто, ничто; 2. никакой 
noon n nолдень 
normal а l .  обыч ный; 2. нормальный 
nortb а северный 
north n север 
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northern а север н ы й  
nose n нос 
not adv не 
notaЬie а значительный 
note n заметка; залиска 

note v за\iечать 
nothing prp ничто 

1 200 

notice n l .  объя вл е н и е ;  и звсше н и е ;  
2 .  вни мание 

nought п мат. нуль 
no�· adv теперь 
nowadays adv в наше время 
nuclear а ядерный 
nucleus n (р/ nuclei) ядро 
numher n l .  но\iср; 2. число; количество 
broken numher - дробь 

----------
even numbcr - четное число 
odd number - неч етнос ч исло 

1 2 1 0 

number v 1 .  насчитывать; нумеровать 
numeral п цифра 
nut n 1 .  орех; 2. трудная задача; 3. гайка 

О о 
оЬеу v l .  подчиняться, реагировать; 

2. руководстllоваться (че м -л и бо) , 
следовать; 3 . удовлетворять (услов­
но) 

object n 1 .  nредмет; вешь; 2. объект; 
3 .  ( конеч ная) цел ь , намерение 

object v 1 .  возражать, nротестовать; 
2 .  н е  одобрять 

objective а 1 .  объективный , действи ­
тел ьный ; 2. предметн ы й  

observahlc а l .  заметны й ,  в идимы й ;  
2 "  с о бл юдае м ы й ; 3 .  досто й н ы й  
вниман ия 

1 220 

observation n 1 .  набл юден ие ;  и зуче­
н ие; 2. р/ сведен ия ,  резул ьтаты на­
блюде н и й ;  3 .  дан н ые исследова­
н ия ;  4. замечание , высказывание ; 
5 .  соблюден ие (nравил) 

observational а 1 .  наблюдаемый ;  2. яв­
ляющийся результатом наблюдений 

observe v 1. наблюдать, следить; 2.  за­
мечать; 3. соблюдать, следоват r) 
(чему-ли бо) 

obvious а l .  ясный;  очевидны й ;  2. яс­
н ый ,  лонятный; 3. ч етки й 

obviously adv ясно; очевидно; конечно 
occupation n l .  занятие; nрофессия 

2. занятость; 3 .  владение, пользо1щ .. 
t{Ие 

осеору v зани мать (место); захватыват 
ocean n l .  о кеан; 2. огромное количс ·­

ство 
of prp 1 .  указывает на принадлежность: 

2. указывает на составную часть 

3. указывает на качество, свтiство 

4. указывает на количество 

off а 1 .  более удале н н ы й , дал ьн и i 1  
2.  м е н е е  важ н ы й ; 3 .  свободн ы й  
4. ошибоч н ы й ,  неправильны й  

1 23 
offer n l . nредложение ; 2 . попытка 
offer v 1 .  nредл агать ;  2 .  в ыделять 

3 .  nытаться , nробовать; 4. я вл ять 
с я 

oflice n l .  служба, место; 2. офис; 3. не 
домство, министерство 

oflicer n ч иновни к; служащий 
official а служебн ы й ,  офи u иал ьный 
oil n l .  масло; 2. нефть ;  3 .  сма.Jоч ны 

материал 
old a l . старый ; 2. (такого-то) возрастз 

3.  старинн ы й ;  4. ран н и й ;  5 .  оn ыт 
НЫЙ 

оп prp 1 .  нахождение на поверхноспrt1 

2. временное значение; 3.  объект де1, 
ствия: к, на, над, для 

once adv 1 .  однажды; 2. когда-то 
once CJ как только 

open v ! . открывать; 2. вскрывать; 3. на­
чинать; 4. эл. разомкнуть, отключить 

operate v 1 . действовать; работать;  
2. воздействовать; оказывать влия­
нис; 3 . оnерировать, 4. улравлять 

opention n I . действие, работа; 2. функ­
uион ирова н и е ;  3 .  возде й ств и е · 
4. операuия; 5. разработка 

' 

opinion n l. мн ение; взгляд; 2. оцен-
ка; мнение 

opportunity n I .  удобный случай; 2. воз­
можность; З . перспсктива 

1 250 
oppose v 1. п роти виться, солроти в-

ляться; 2. бороться, солротивлять­
ся; 3 .  nрелятствовать; 4. не согла­
шаться 

opposite а 1 .  противоnоложный ; 2 .  об­
ратный 

opposition n 1. соnроти вление, проти­
водействи е; 2 .  контрас� проти во­
положность; 3. оnnозиция optical а 1 .  оnтически й ; 2 .  видимы й  

оr q или 
orblt n I . орбита ; 2.  сфера order n 1 .  nорядок , лоследовател ь­

ность; 2.  исnравность· 3 .  порядок 
в� 4 

' ' ение ; . приказ, и нструкция ; in 
order to - чтобы order v l .  лриказывать; 2 . напра влять 
"?сьтать; 3. назначать 

' 
ordanary б а о ы ч н ы й ,  орди нарн ы й · 

nовседнев ны й ' 
оrе п руда 

-.. orgaьise 1 260 

вать 
v l .  орган изовать; 2. созда-

зи ' Устанавливать; 3. си стемати­
о� Ровать; 4. объединять 

12� · �tnt n восток Orteьt v 1 
one пит I .  оди н;  2. един иuа 
one way - односторонни й  
only а единстве нный 
only adv только, единственно 
open а 1 .  открытый ;  2. непересече 

н ы й ;  3. раскрыты й ,  развернуrьl 
4. искренний 

liИe· 2 · 
оnределить местонахожде-

Оiigiь � j nриводить в соответствие 
Исхо�,; Источни к; н ачало; 2. пpo­

Otioi �ение �nat a 1 линliыА· nервый. исконный; 2. под-
4. � ' ори гинальный; 3. новый · -·vaiUiый ' 

3 1  

originate v 1 . давать начало, лорож­
дать; 2. происходить, возникать 

other рrоп 1 . другой, и ной ; 2. допол-
н ительный ;  3 .  второй 

the other day - на днях, недавно 
ounce n l .  унция (oz. ) ;  2. немного 
out adv 1 .  за ( пределами ч его-ли бо) ; 

2. дале ко; 3 .  обозначает завершен­
ность действия 

1 270 
outdoor а 1 • находящи йся вне дома -

2. внешн и й ,  наружный 
' 

outlet n 1 .  выход; 2. сток; 3 . тех. выпуск 
out of prp обозначает движение изнут­

ри чего-либо - из 
output п I . продукция; 2. выпуск, вы­

работка; 3. выходной сигнал 
outset п начало 
outside n l .  наружная часть и сторо-

на; 2 .  внешняя nоверхность 
outside adv 1 .  снаружи ;  2. вне дома 
outШnding a вьщающийся, знаменитый 
over ргр l .  обозначает местонахожде-

ние над каким-либо предметом -
над; 2 .  через (реку); 3. за (рекой) · 4 
all over the world - по всему свету� 5� 
в (течение нескольких лет) 

overcome (overcame, overcome) v побе­
дить, nреодолеть 
. 1 280 

owang to prp благодаря, вследствие 
own а собствен ный 
own v и меть, владеть 
o":ner п собствен н и к, владелец 
oxade n хим. окись, окисл итель 
oxidation n хи.м. окислен ие 
oxidise v хим. окислять(ся) 
oxygen n кислород 
ozone n озон 

Рр 
page n 1 .  страница; 2 . эл. физически й  

блок ламяти ЭВМ 
. 1 290 

pa�d а оnлачиваемы й, оплаче н н ы й  
рашt n краска 
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paint v 1 .  красить; 2. nисать краска­
м и ,  заниматься живоn исью 

painted а нарисованный краска\1и ,  ок­
раше нный 

pair n пара 
panel n 1 .  ланел ь; 2. с nисок, nеречснь� 

3 .  групnа сnециал истов� 4 тех. рас­
nределительн ы й щит; nульт� nри­
борная панель, ш и ток 

panel meeting - совеша н ие сnсциал и  
сто в 

paper n l .  бумага� 2.  лакет, 3 доку­
мент; 4.  газета, журнал ; 5 . научный 
докл ад, статья 

parallel n l .  р/ nар(1)1лсльная л и н и я ;  
2. параллел ьное сосдинение 

parent n 1 .  родител ь; 2. nредок; 3 .  и с­
точ н и к ,  nрич и н а 

1 300 

park n 1 . парк, сад; 2. место стоя н ки 
(автомобилей) 

park v ставить на стоян ку автомобил ь 
part n l .  ч асть, доля ; 2 .  участие (в ра­

боте) ;  3 .  часть тела, орган, 4. рол ь, 
5 .  сторона; 6 тех. детал ь, часть 

part v 1 .  разделять, дел ить на части ; 
2. разъеди нять 

partial а части ч н ы й ,  неполн ы й 
participation n уч астие, соучастие 
particle n частица 
partly adv l .  ч асти ч но, 2 . отчасти 
party n 1 .  партия ;  2 .  отряд, груn па; 

3.  компан ия 
pass n l .  1.  nроход, путь; 2. nроход; 

узкая ули uа; 3 . nереход (из одного 
состоян ия в другое ) ,  I l .  пасnорт, 
nропуск 

1 3 1 0 

pass v 1 .  илти , nроходить; 2 проез­
жатъ; 3 .  nроходить м имо, 4. не об­
раш ать в н и м а н и е ;  5 .  n ередавать; 
6. п ереходить (из одного состояния 
в другое) ,  7. утверждать (закон) 

passage n l .  nрохожде н ие ,  проход; 
2 .  nереход ; 3 . ход, течение 

passive а пассивн ы й ,  и нертн ы й  

past а nрошл ы й ,  исте кш и й  
past ргр м и мо; сверх, бол ьше 
path n 1 .  тропа; 2. путь; 3 курс, мар 

шрут; 4.  траектор ия ; 5. линия nо­
ведения 

pattern n 1 . образец, nример� 2. шаб 
л он ; модель; 3 .  схема, диаграмма · 
4 . рисунок 

рау (paid) v 1. платить, уплачивать 
расллачи ваться; 2. вознаrраждать 

реасе n l .  мир; 2. nо кой ,  с покойствие 
peaceful а мирный,  миролюбивый 

1 3  

peak n 1 .  п и к, верши на горы,  2.  вые 
шая точка, 3 острый конец 

peak а максимальн ы й ,  высший 
реп n руч ка 
pencil n карандаш 
penetrate v 1 .  nрони кать; вторгаться 

2. пропитывать, лронизы вать 
penetration n l .  nроникновение; 2. nрс. ­

ницаемость; 3.  nрорыв 
people n l .  народ, наuия; 2. люди; 3.  на­

селение, жител и  
per prp указывает на количество, при · 

ходящееся на определенную единицу · 
на, с, в, за 

per cent n nроuент 
percentage n nроuентное содержан и е  

nроцент 
l J 

perfect а l .  совершенный,  идеальны н 

замечательн ы й ;  2 .  точ н ы й ;  3 .  пол 

н ы и  
perfect v 1 .  совершенствовать, ул)'" 

шать� 2. завершать 
perform V 1. ИСПОЛ НЯТЬ, ВЫЛОЛИЯ Ь 

2.  и грать (пьесу) ; 3 .  иметь хорош Н' 

качества (автомобиля) 
period n 1 .  nериод, промежуток врс 

мени ; 2. элоха, время 
permanent а n остоя нн ы й ,  долговре 

менный 
pennit v l .  nозволять, разрешать; 2 JJJ' 

вать возможность; 3 .  допускать 
person n ч еловек; личность 

Исходныи л екси ческий мин и м ум 

petrol n 1.  бензи н ; газолин ; 2. мотор­
ное тоnливо 

phenomenon (р/ phenomena) n я влен ие 
pbone п телефон 

phone v звон ить по телефону 
phrase n фраза, словосочетание 
physicist n физи к 
physics n физика 
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pictorial а l .  изобразител ьн ы й ;  2. яр­
кий ;  3 .  иллюстрирован н ы й  

picture n 1 .  картина, рисунок; 2. ·фо­
тография, 3 .  изображение 

piece n 1. кусок, часть; 2 . штука; З.  де­
таль 

pilot n 1 .  л етч и к; 2. лоцман ; 3 .  Проб­
ное мероприятие 

pilot v J .  nилотировать, вести ; 2. быть 
проводн и ком, наnравлять 

pin n 1 .  булавка ;  кноnка ( кан целяр­
ская); 2. тех. палец, ш nилька; 3. тех 
пробойник 

· 

. 1 350 
раре n 1 .  труба; 2. стык труб ; 3 . тру 

боnровод 
pipeline n 1 .  трубопровод, магистрал ь; 2. кан ал ,  и сточ н и к  и н фор мац и и ;  

3.  система с набжения 
piping n l .  укладка труб, 2. перекач и ­

вание по труба \1 
pit n 1 .  я ма; впадина;  2.  шахта рvд-

ник ' J· 

place n l .  место; точ ка н а  n оверхно­
сти (in place of - вместо ) ; 2 . жил и ­
ще 

Place v l ста · вить, nоме щать, раJме -
щать; 2. определять местоп оложе­
Ние 

Plan n 1 2 · nлан ,  nрограмма действи й ·  
· nлан ,  замысел 

' 
Plan v 1 · составлять план ; 2 . заnлани-Ровать, задумать Рlаье 1 с n . nлосi<ость ; 2.  гра н ь кри -

l'а.лла; 3 . урове н ь  развития� 4. са­�олет· 5 ' · н е сущая п о в ерхность 
kРыло ' 

3 Б}')( 

33 
plant n I .  1 .  растени е ,  саженец; 2. рост; 

nоз и u и я , 1 1 .  1 .  за вод ;  фабр и к а ;  
nредnриятие,  2 .  (электро)ста н ция · 
3 .  силовая установка 

' 

plastic n nластмасса 
1 360 

plate n 1 . тарел ка; 2.  nласти н ка, nл и 
та , л ист; 3 . электрод 

platiлg n 1 .  листовая обш и в ка ; 2 . ме . 
талл ическое n окрыти е  

play n l .  и гра; 2. действие , деятел ь-
ность 

pleasure n удовол ьствие 
plentiful а обил ьный, изобиль н ый 
plenty n l .  достаток, изобилие ; 2. из-

быток, большое кол ичество 
plus n l .  знак <<Плюс» ; 2. положитель­

ная величина 
plus а l .  доnол нительный, добавоч­

н ы й ;  2 . .мат. положител ьный; 3 .  
превосхомщий 

pneu'",atic а n н евматичсский , воздуш­
ным 

1 370 
pocket n 1. карман; 2 .  \1ешок; 3. впа-

дина, углубление ; выемка 
polar а 1 . п оляр ны й ;  n ол юсн ы й ;  

2 мат .. (выраже н н ы й ) в полярн ых 
координатах; 3 .  диаметрально про­
ти вопол ожн ый; 4.  централ ьн ы й  
основной 

' 

polarity n полярность; nротивополож­
н ость 

polarize v 1. nоляризовать( ся) ;  2 _  раз­
б ивать на два лагеря 

pole n I .  1 .  столб, шест; 2. веха, 3. мач ­
�а,  Il. nолюс (географически й) 

poiJcy n 1. политика, 2. курс (повеле­
ния);  установка; J. nредусмотри ­
тельность 

political а пол итически й; государст­
венный 

politics n 1 .  пол ити ка, п ол итическое 
событие ;  2.  политические убежде­
ния ;  3 .  пол итические методы 

pollute v загрязнять (воду) 
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polluted а грязны й ,  загрязненный 
1 380 

pollution n 1 .  загрязнение;  2.  осквер­
нение 

pool n 1 .  1. лужа� озерцо; 2. плаватель­
н ы й  бассейн, 3. резервуар, отстой­
ник; 1 1 .  1 .  общий фонд; 2. объеди­
нение; 3 . гараж, автобаза; 4. запас 
чего-либо 

pool v 1 .  объединять в общий фонд; 
2. суммировать 

poor a 1 .  бедны й ,  неимущи й ;  2. жал­
ки й ;  3.  незначительный,  неболь­
шой ; 4. недостаточн ый, скудны й ;  
5 .  плохой , н и зкого качества;  6 .  
н изкий, неблагородный;  7 .  слабый 
(о здоровье) ; 8. тощ и й  

popular а 1 .  nопулярный; народны й ; 
2. понятный, общедоступный; 3. 
пол ьзующ и й ся известностью ; 
4. распространенный;  5. массовый 

population n 1 .  население;  2.  заселе­
ние;  3 мат. совокупность; 4. физ. 
степень заполн е н ия 

port n I. 1 .  порт, гавань; 2. разг. аэро­
n орт; 1 1 .  1 .  отв е р ст и е ,  п роход ;  
2 .  прорезь, канал 

portaЬie а 1 портатив н ы й ;  ручной ; 
2 .  складной 

portion n 1 .  часть, доля; 2. порция 
position n 1 .  положение;  2 .  местопо­

ложение, расположение; 3. долж­
н ость; 4.  состоя н ие,  положен и е; 
5 . возмо�ость, способность 

1 390 

position v 1. помещать; 2. определять 
местонахожден ие 

positive а 1 .  положител ьн ый; 1 1 . 1 .  не­
со\iн е н н ы й ,  точ ны й ;  2 .  уверен ­
н ы и ;  3 .  настоя щи й ;  определе н ­
ный;  4. безуслов н ы й ;  5. тех. при­
нудительный 

possess v 1 .  обладать, владеть; 2 .  со­
хранять; 3. овл�евать 

possession n 1 .  владение, обладание; 
2. р/ имущество, собственность 

possessive а 1 .  собстве н ни ч е с к и й ,  
2 .  притяжательны й  (падеж) 

possiЬility n 1 .  возможность, верояrnость 
2. р/ возможности, перспективы 

possihle а возможны й ,  вероятный 
post n 1 .  1 .  столб; 2.  тех. стойка, под­

кос , п од п ор к а ;  3 .  эл . кле м м а ·  
1 1 .  1. почта; 2. nочтовы й  ящик;  3 
почта ,  коррес понден u и я ;  1 1 1 .  l .  
пост, должность; положе н и е ;  2 

позиция;  огне вая позиция 
pound n 1 . фунт ( 453,6 г) ; 2. фунт (де 

нежная единица) 
pour v 1 .  лить(ся); наливать; 2. разли 

ватъся (ореке); 3. излучатъ, испускать 
(тепло); 4 . .метал. лить, отливать 

1 40 

poverty n l .  бедность, скудность; 2 .  не 
хватка 

powder n 1 .  порошок; 2. порох; 3. фото 
проявитель 

power n 1 .  сила; мощь; 2. энергия, мощ­
ность, производительность; 3. тех. 

двигатель, машина; силовая уста­
новка; 4. сила, власть; 5.  возмож­
ность, способность; 6. право, nол 
номочие; 7. держава; 8 . . мат. степень 

power v 1 приводить в действие или в 
движе ни е, 2 .  с набжать силовым 
двигателем; 3 .  п итать (энергиеи) ·  
4. поддерживать 

powered а 1. механизированный; 2 тех 

силовой:  3 ведущие (колеса); 4 ос­
нашенный двигателем 

po�rful a 1 . сильный, \iощный; 2. влия 
тельный; 3. большой 

powerless а бессильны й ,  слабый 
practical а практический ;  полезный 

целесообразный 
practice n 1 .  практика; применение 

2. трен ировка; упражнение;  3 .  дея� 

тельность 
practise v 1 .  тренироваться, упра%� 

няться; 2. осуществлять, nри�енят:о 
на практикс 

1 4 1  

исходный лекси чески и минимум 

precede v l .  предшествовать; 2. быть, 
находиться впереди; 3 .  превосхо­
дить 

preceding а предшествующий, преды­
дущий 

precise а 1 .  точный, оnределенный;  
2.  тшательный , аккуратный 

precisely adv точно, определен но 
precision n точность, четкость 
prepare v 1 .  лриготавливать, готовить; 

2. оснашать 
preparation n 1 приготовле ние,  под­

готовка;  2. тех. предварител ьная 
обработка 

presence п присуrствие, наличие 
present n настоящее (время) 
present а 1. п рисутствуюший;  2. на­

стоящи й ,  н ы нешн и й ;  современ­
ный; 3. данный 

1 420 
present v 1 .  подавать, вручать; 2. пе-

редавать на рассмотрение;  3 .  пред­
стамять (собой); 4. показывать 

presentation n l .  п редставл е н и е ;  
предъявление; 2 . подарок; З . и зло­
жение; оnисание; подача 

press 11 l .  1 .  н адавливание , н ажатие ;  2 .  пресс; 3 .  давление напор · ' ' 1 1 .  1 .  пресса, печать; 2. отттиск 
press v 1 . надавли вать нажи мать ' ' 2. давить,  п р е с с о вать ; 3 .  т ех. 

' 

штамповать; 4. тесн ить; требовать 
немедЛенных действий; 5. настаи-
вать 

Pressing n 1 .  сжатие ;  2. тех. прессова-
ние; 3. шта\iповка pressure " 1 .  давление; сжатие; 2 .  дав­
ление, воздействие; З . напор; пере­n� давлений;  4. эл. напряжен ие P�vaous а предьщущий 

Pl1ce n цена PriiDa ·1 ra У adv 1 .  в п е р вую очередь· �� ' 
PriJna ным образа�; 2. сначала ry а 1 . первоначальный самый Ра� ' 

3 n 
Ний

, первы й ;  2 .  первичный ; 
· Ростой, исходны й ;  4. началь­

З• 

3 5  
ный, элементарный;  5 .  основной, 
важнейший 

1 430 

principal n 1. глава;  2.  ректор; 3. ди-
ректор 

principal а главны й ,  основной 
principle n прин ци п ,  основа, закон 
print n отrиск; отпечаток 
private а 1 .  частный;  собстве н н ы й ;  

2 .  секретный, тайный 
prize n наrрада, пре � ия 
probabllity n l .  вероятность; 2. прав­

доподобие 
probahle а вероятны й ,  воз\iожный 
probe n 1 .  зонд, датчик; 2 .  автомати­

ч е ская кос м и ч е с кая стан ц и я ; 
3 .  зондирова н и е ,  4. косм. стыко­
вочное усТройство 

probe v зондировать, исследовать 
1 440 

procedure n 1 .  процедура; 2. тех. оnе-
раuия; технологический проuесс 

process n 1 .  nроцесс, ход развития;  
2.  течение, движение,  ход; 3 .  тех 
технический процесс, способ, ре­
жим 

process v подвергать обработке, обра­
батывать 

produce v 1 .  создавать; 2.  представ­
лять;  3 производить, вырабаты­
вать; выпускать; 4 давать; 5. быть 
причиной 

producer n l .  изготовитель, произво­
дитель; 2. тех. генератор, источник 

рrоduсt п 1 . продукция, изделия; про­
дукт, 2. результат; 3. мат. произве­
дение 

production n 1 .  производство, и зго­
товление;  2. выработка; 3.  техно­
логия; технологическос nроизве­
дсние; 4. nланирова н ие ; 5. произ­
водительность; 6. nродукция; из­
делие;  7.  образование,  генериро­
вание 

productive а 1 .  п роизводительн ы й ·  ' 
2. плодотворный; 3.  полезны й  
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profit n l .  польза. выгода; 2. р/ nри-· 
был ь, доход 

profitaЬie а 1 .  полезный ; 2 . прибыл ь-
н ы й 

1 450 

progress n 1 .  n р о гре с с ,  развити е ;  
2 .  успех. достижение;  3 .  развитие , 
продвижен ие 

progressive а 1 .  передовой ; 2 .  посту­
пательн ы й ;  3 .  п роnорционально 
увели ч и ва юши йся : 4 .  посте п е н ­
н ый 

promise n 1 .  обещание;  2.  nерспекти ­
ва 

promise v l .  обещать; 2 .  предвешать 
promising а многообещающий , nер­

сnективный 
propel v 1 .  производить движе ние;  

nродви гать вперед; 2. двигать, сти­
мулировать 

propellant  n 1 .  движущая с ила; 2. ра­
кетное топливо; 3 . заряд 

prope ller n 1 .  ( в оздуш н ы й )  в и нт;  
2 .  движущая сила, дви гатель 

propelling а движущи й . толкающи й 
proper a 1 .  свойственный, присущий; 

2.  п равил ь н ы й ;  3.  подходящ и й ,  
годный; 4. настоящи й ,  совершен ­
н ы й ;  5 .  мат. nравильны й ,  точ ный;  
6.  собственный (свет) 

1 460 --- ----�·-��·-·------··-�. -- --
properly adv 1 .  nравил ьно; 2 .  справед-

л и во; 3 . основател ьно 
property n 1 .  собственность. и муще­

ство; 2 . свойство, качество, харак­

теристи ка; 3. способность 
propose v 1. п р едл а гать, в н о с ить 

предложение; 2.  выдвигать канди ­

датуру 
propulsion n 1 .  приведе н ие в движе­

ние; толчок; (реакти вное) движе­
н ие;  2 .  силовая установка.  дви га­
тель;  3.  движущая сила 

propulsive а l . движущийся взгляд; 
2.  образующий реакти вную струю 

protect v защищать; предохранять 

protection n защита, охрана 
protective а защитный 
prove v 1 .  доказывать; nодтверждать, 

2. пробовать, исnытывать; 3. оказы­
ваться (prove + инфинитив) 

рrоfldе v 1 . обеспечиватъ; 2. предостав-
лять, давать; 3 .  nринимать мер ы .  
4. предусматривать 

1470 
proViding n обеспечение 
provision n 1. снабжение , обеспечение, 

2. заготовка, заnас; 3 .. условия (за-· 
кон), nостановление 

puЬiic n народ; публика 
puЬiic а 1 .  общественный ; 2.  народ­

ный, общенародный;  3. общедос ­
тупный, публичный; 4. открыты й , 

5.  государственный; 6. общий 

puЬiication n 1 .  nубликация; выпуск; 2.  
издание ; 3.  произведение 

publicity n 1 .  гласность; 2 .  известность· 
3 .  реклама 

puhlish v 1 .  публиковать; 2. распростра� 
н ять 

pull n 1 .  тяга; 2. спец. натяжение, рас ­
тяжение; 3 .  тех. сила тяги; 4. nре ­
имущества; nротекция; 5. nритяга­
тельная сила 

pull v 1 .  1 .  тя нуть, тащить; 2. стя r и ·  
вать; растяги вать; 3 .  вытас кивать· 
4. и меть тя гу; 5 .  дви гаться, ехать 
(об автомобиле) ;  6. уничтожить, Il 
1 .  рвать, разорвать; 2 .  привлекать 
вн и мание; 3. притягивать 

pump n 1 .  насос; 2. компрессор 
J 4Б 

pump v 1 .  работать насосом, накаЧН" 
вать; 2. откачивать 

purchase n 1 . покупка, куnля ; 2. meJ" 
рычаг, зажим, захват 

purpose n l .  цель, на�ерение; 2. резу ль 
тат, польза 

push n 1 .  толчок; 2. давление; 3. энеР 
гия; усилие 

push v l .  толкать; отrалкиватъ; 2 . nP0 
талкивать; 3 .  нажимать; оказывз·r� 

Исходн ы и лексическии ми нимум 

дав..r1ение; 4. оказы вать nодиержку; 
5. развивать (идею) 

put (pu t) v 1 .  1 .  кл асть , ста вить; 
2. вставлять; 3 . прибавлять, подме­
шивать; 4. размешивать; 5 .  поме­
шать, устраивать; I I .  1 .  излагать 
(мысли);  n исать; 2. задавать (во­
прос) ; 3 . ставить (подп ись); 4. на­
значать (uену) ; S . nри водить (в оп­
ределенное состояние) 

Qq 
quality n качество; сорт 
quantity n кол ичество 
quarter n четверть 
question n 1 .  воnрос; 2 .  nроблема; 

3. сомнение 
1 490 

question v l .  задавать вопрос; 2 .  nод-
вергать сомнению 

quick а l .  быстрый; живой ;  2. сооб-
разител ьный 

quickly adv быстро 
quiet а сnокойный, тихий 
quiz n о прос, экза\fен 
quotation n цитата 
quote v цитировать, ссылаться 

Rr 
race n состязание в скорости 
radial а лучистый 
tadiate v излуЧать 

tadiation n излучение 
taid n рейд 
tail n рельс 
tailroad n железная дорога ra·r � way n железнодорожн ы й  путь raan n дождь 

1 500 

ra· lse v 1 . n одн и мать воздв и гать; 2- в�з�вать ' 
ra "d ta.P! а быстрый,  скорый Ptdly adv быстро 
tare 0 1 · Редкий; 2. разреженный 

r.a� 1 51 0  
е У odv редко 

37 
rate n l .  класс, сорт, разряд; 2. темп, 

скорость 
rather adv 1 .  скорее , вернее; 2. луч­

ше ; 3.  слегка, до не которой степе­
н и  (rather + а) 

rather than cj а не 
ratio n отношение,  nропорция 
rational а разумный, рациональн ый 
raw а сырой; необработанный 
reacb v l .  дости гать ; доезжать до; 

2.  простираться; 3.  вытягивать 
react v реагировать 
reaction n реакция 

! 520 -·· --------- �·�---
read (read) v читать; считывать 
readily adv охотно, легко 
reading n l .  чтение; 2. показания при-

бора 
ready а 1 .  готовый ; 2. склонный 
real а настоя щий 
really adv действительно 
rear n тыл , задняя сторона 
recall v 1 .  вспоминать, наnоминать; 

2 .  отзывать 
receive v l .  nолучать; 2 .  при н имать; 

3 .  восnринимать 
receiver n nрием,  получение 

1 530 
recent а недавний� современный 
recently adv недавно 
reception n прие м ,  получение 
recognition n 1 .  узнавание; 2 .  призна-

н ие 
recognize v l .  узнавать; 2.  nризнавать 
record n 1 .  документ; 2. п ротокол 
record v записывать, регистрировать 
rectify v 1 .  выnрямлять ; 2. оч ищать 
red а красный 
reduce v уменьшать, сокращать 

1 540 
reduction n уменьшение, сокращение 
refer v ссылаться на что-л . 
reference n J .  ссылка; 2.  сноска; 3.  об­

разец 
reflect v отражать 
refuse v отказы вать(ся) 
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regulate v регулировать 
reject v отвергать, отклонять 
release n освобождение 
release v освобождать 
reliahle а надежный 

rely v полагаться 
remain v оставаться 
remains n остатки 

1 550 

remember v nо\оiнить, вспом и нать 
remote а отдаленный;  уединенный 
removal n удаление; устранение 
remove v удалять, убирать 
repair n pe\fOHT, починка 
repair v чинить, ремонтировать 
repeat v nовторять 

1 560 
replace v l класть обратно; 2. заме-

шать, заменять 
reply n ответ 
reply v отвечать 
report n l .  доклад; 2. отчет 
rcJIOrt v l . локпалывать, сообщать; 2. от­

читываться 
represent v п р едставлять,  изобра­

жать 
representative а показательный, харак-

терн ый,  тиnичный 
representative n n редставитель 
repuЬlic n респ ублика 
request n просьба; запрос 

request v просить; заnрашивать 
require v требовать 

1 570 

requiremcnt n требование, потребность 
research n научное исследование 
research v вести исследование 
reserve n запас , резерв 
rescrve v l. резервировать, брониро-

вать; 2. сохранять, сберегать 
resist v сопротивляться 
resistance n сопротивление 
resource n l .  ресурс; 2. средство; 3. изо­

бретательность 
1 580 

respect n уважение 

respond v l. отвечать; 2 .  реагировать 
rest n тех. состояние покоя 
rest v l .  оnираться (на что-л .);  2. от 

дыхать 
restrict v ограничивать 
restriction n ограничение 
result n результат 
result in v привести к результату 
result from v следовать, происходить 

в результате 
return n l .  возвращен ие;  2. возврат, 

отдача (in return - в ответ) 
1 59 

return v 1 .  возвращаться ; 2. отвечать 
заявлять 

reveal v обнаруживать; открыть 
review n l .  обозрение; 2. обзор, рецен­

зия 
review v l .  обозревать; 2. делать обзор 

реце нзировать 
ricb а l .  богатый ;  2 .  обильны й  
ride n 1 .  езда; движение; 2. дорога, тракт 
ride (rode, riden) v ехать 
right а l. n равы й ;  2 .  п равильн ы и ·  

3 прямой 
right adv 1 .  nрямо; 2. правильно; 3. на­

право 
roll v 1 .  вращать, катить; 2. прокаты­

ваТЪ металл 
1 60 

roof n кры ша 
room n 1 комната, 2 место 
rough а 1 .  грубый ; шершавый;  2. при-

близительный ; 3.  черновой 
round а круглый; круговой 
round n 1 .  круг; 2. обход; 3. цикл 
round adv вокруг, кругом 
rub v тереть 
rubber n рези на, каучук 
ruin v разрушать 
run (ran, run) v 1 .  бегать; 2. работать 

(о механизме) 

running а текуший 
rust n ржавчина 
rusty а ржавый 

1610 

исходный лекси ческий минимум 

Ss 

safe а 1 . безопасн ы й ,  гаранти рую­
utий безопасность; 2.  спец. доn ус­
тимый ; 3 .  благоnолуч н ы й ;  4 .  на­
дежны й ;  5 несом н енн ый ; 6. осто­
рожн ы й  

safely adv 1 .  благоn олучно; 2 .  надеж­
но; 3.  безопас но 

safety n 1 . безопасн ость; 2 . сохран-
ность; 3 . гарантия 

salt n сол ь 
salt v солить 
same pron тот же сам ы й ;  такой же, 

одинаковый 
sample n образец;  проба; шаблон , мо­

дель 
1 620 

sand n песок 
sandwich n слоистая структура 
sandwich v просл аи вать; по\iе щать 

nосередине 
satellite n с п утн ик; искусстве н н ы й  

сnутни к  
satisfactory а удовлетворител ь н ы й ,  

удачный 
satisfy v 1 .  давать удовлетворение, ра­

довать(ся ) ; 2. соответствовать, от­
nечать (требованиЯ!\f ) ;  3 .  доказы­
вать,  убеждать ; 4 .  комме нтиро­
вать; 5. удовлетворять 

save v 1 .  спасать; уберегать; 2. эконо­
мить, коп ить; 3 . сохранять 

say (said) v 1 .  говорить, сказать; 2 . го­
ворить, утвер)КQать; 3 . гласить, го­
вориться 

scbedule n расnисание 
Stheme n 1 . план, проект, п рограмма, 2. си стем а ,  структура ;  3 .  схема, 

Чертеж, д иаграмма 
1630 

SCbool n школа 
s . caence n 1 . наука; 2 .  естестве нные 

Rауки SCientific а науч н ый 
scie t• n lSt n ученый, науч н ы й  работник sea n море 

39 
search n l .  поиск; 2. осмотр 
search v 1 .  искать, разыскивать; 2. ис­

следовать, изучать 
season n 1 .  время года; 2. сезон 
seat n l .  место; 2. сиде н ье ;  3. место­

нахождение;  4 .  тех. опорная nо­
верхность, фундамент 

seat v 1 .  вмещать. поме щать; 2.  уста­
навл ивать, n омещать 

1 640 
second n l .  секунда; 2. момент 
second а 1 .  второй (по счету) ; 2. по­

вторн ы й ;  3. второсте п е н н ы й ;  4. 
дополн ител ьны й  

secret n се крет, тай на 
section n l .  секция , деталь; 2. часть 

(целого);  отрезок; 3. раздел (кни­
rи) ; 4. сечение, разрез 

section v делить на части , nодразде­
лять 

security n l. безопасность; 2. защита, 
охрана; 3 . обеспечение; гарантия 

see (saw, seen) v 1 .  видеть; 2. смотреть; 
3. находить, обнаружи вать; 4. по 
нимать, сознавать 

seem v казаться 
select v 1 . отбирать, выбирать; 2. про­

изводить отбор 
selection n l. в ыбор , отбор; 2. набор 

1 650 
sell (sold) v 1 .  продавать; 2. торговать 
semiconductor n полупроводни к  
send (sent) v l. посылать, nрисылать ; 

2. перссылать 
sense n l .  чувство (слух, зре н и е ) , 

2 .  пониман ие;  3 .  р/ сознание; 4. ра­
зум ; 5 .  значение,  важность 

sense v 1 .  чувствовать; 2. пони мать 
sensitive а чувствительный 
separate а l .  отдельн ы й ;  изолирован­

ный;  2 раздельн ый;  3. особый ;  са­
мостоятельный 

separate v 1 .  разъеди нять; 2. разл и ­
чать; 3 .  разлагать ( н а  части) 

separation n 1 .  отделение; разъеnи не­
ние; 2. разделение;  3 . сортировка 
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serial а 1 сери йн ый ; 2. nериодиче ­
ский ; 3. последовательн ы й ; 4. по­
рядковы й  

1 660 

series n (р/ без измен.) 1.  ряд (лет); 2. се­

рия, выпуск; комплект; 3. груп па�  

4. отдел, система 
serious а 1 .  серьезный� 2. важный,  

3. опасный 
serve v 1 .  служить; 2. работать; 3. об 

сл�жи вать; с набжать; 4. содейство­
вать; 5 . удовлетворять, годиться 

service n 1 .  работа ; 2. служба (учре­

жде н и е ) ; 3 . обслуживани е � служ 

ба б ыта; 4.  вое н ная служба; 5. ус­

луга , n омощь; 6.  тех. эксnлуата­

ц ия 
service v 1 .  обслужи вать; 2. заправлять 

(гор юч и м); 3.  nроизводить осмотр 
и текущий ре"Аонт 

serviceman n 1 .  военнослужащи й ;  2. ме­
ханик по ремон1)' оборудования set n 1 ,  комплект, набор; 2. совокуn ­
ность; 3. серия, ряд; 4 . группа (ли ц); 
5. тех, прибор, аnпарат, nриемник 

set (set) v 1 .  устан авл ивать, оnреде­

лять; 2 .. назначать (день); 3 .  тех. ус­

тан авл и вать, ре гул ировать� 4.  п о ­
ставить (часы) ; 5 .  ставить (задачи) ;  

подавать ( nример) ; б закре пить 
settle v l .  решать; 2. договариваться; 

3. урегулировать, приводить в по­
рядок; 4. поселяться 

settled а l .  постоя н н ы й ;  2. устойч и 

вый,  прочный; 3 .  твердый, 4 .  обос­
нованный 

seven пит семь 
seventeen пит семнадцать 
seventy пит семьдесят 
several а н есколько 

1670 

severe а l .  строги й ;  суровы й ; 2. тре­
бовательный; жесткий; 3.  сильн ы й  
(ветер) ; 4. трудны й ,  тяжелы й (убы­
ток) ; 5.  жесткий 

shallow а мелкий, мел ководны й  

shape n l .  фор\<fа, очертание; 2. вид 

фигура ,  3.  образец, �1одел ь 

sbape v 1 .  придавать форму; 2 . при во 

дить в порядок; 3 .  принимать фор ­

му; 4 .  формировать 

sharp а l .  остр ы й ,  остроконеч н ы  И .  
2 .  круrой ; резкий ; 3. отчетливый · 

4. суровы й  
sharpen v 1 .  точ ить, заострять; 2. уси 

ливать; 3. ус корять 
16�С -

shelf п (pl shelves) полка 
shell n 1 .  раковина; 2. скорлупа; 3. обо 

л оч ка 
shield n l .  щит; 2. зашита; 3. тех. экрав 
shield v 1 .  защищать, 2. тех. экран и 

ровать 
shift n l .  перемещение; 2. смена; 3. ИJ­

менение 
shift v 1 .  перемещать; 2. менять, ИJ ·  

менять; 3 .  тех.  переключ ать 
sblfting n 1 .  перемешение;  2. смеше­

ние, сдвиг 
shine (shone) v I .  светить; 2. освешать 

3. свер кать; 4. полировать 
ship n 1 .  корабль; 2. эки паж ( корабля) 
shock n удар, толчок 

1 69� '  
shoc n 1 . 1)'фля ;  2 .  тех. звено гуссюl ­

цы (трактора) 
shoot (sbot )  v 1 .  стрелять; 2. бросать 

выбрасывать; 3 запускать (раке·. у 
shooting n стрельба 
shop n 1 .  \fагазин;  2 мастерская, ucx 
shore n берег; побережье 
short a l .  короткий, кратки й; 2. низкий 

нсвысокий (о человеке) 
shortage n нехватка 
shorten v l .  укорачивать; 2. урезывать, 

уменьшать 
show n 1. показ; 2. выставка; 3 . сnек­

такль, зрели ще 
show (showed, shown) v 1 .  показывать, 

2. указывать; 3.  выставлять; 4. изо· 

бражать 

Исходный е к с и ческиИ м и н и м ум 

shut (shut) v 1 .  закрывать; зап ирать; 
2. прекращать работу 

side n 1 .  боковая стена; 2.  сторон а ;  
3. одна и з  поверхностей 

sight n l . зре н ие ;  2. вид; 3.  точ ка зре­
ния, мнение; 4.  вид, зрели ще 

sightseeing - осмотр достопримеча­
тельностей 

sign n 1 .  признак, примета ;  2 .  знак, 
обозначение;  сим вол; 3.  указатель 

sjgn v 1 .  подnисы вать; 2. подавать знак; 
3. отмечать 

significant а 1. важн ый; 2. n�казатель-
ный 

silence n 1 . ти ш и на;  2. мол чание 
silent a l .  �1олчал ивый; 2. бесшумный 
silk n шелк� шел ковое волокно 

1 7 1 0 
silver n серебро 
similara 1 .  nохожий; nодобный� 2. сход­

ныА 
similarity n сходство; подобие 
simplea l .  простой, несложн ый; 2. про-

стой, не составной 
simplify v уnрошать 
simply odv просто,  несложно 
simulate v 1 .  си�улировать; коп и ро­

. ватъ; имитировать; 2. моделировать 
SIDce ргр (или ever since) указывает на 

. начало процесса - с; со Slhce cj 1 .  с; ever since - с тех пор, как; 

. 2. так как, nос кольку 
sangle о 1 . единственн ый ;  2. отдель­

ный ,  обособле н н ый ; 3 .  еди н ы й ,  
общий 

si� 1 720 
Jk sank, sunk) v 1 тонуть, 2 . поrру-атъ; опускать; 3. пон ижать; 4. ос­

. Лабевать; угасать sa�sat) v l .  сидеть; 2. заседать; 3. раз­

Аиiать, расс� атр и вать; 4.  нaxo-

sit Lсл, стоять; 5 .  вмещать е " 1 (дЛ • Местоположен ие ; 2. м е сто 

situ.�dзастройки) �� 0 Расnоложен н ы й  
11111n 1U есть 

sixteen пит шестнадцать 
sixty пит шестьдесят 

4 1  

sizaЬie а значител ьн ых размеров 
size n 1 .  размер, вел ич ина; 2 тех. ка-

либр; формат 
skilful  а l .  и с кус н ы й , у м ел ы й ; 2 . 

оп ытн ый 

< - • - - - -- - - - . •  1 730 
skill п 1 . мастерство, и с кус�т�� ; 2. р/ 

умение; 3 .  к валифи кация 
skin п 1. кожа; 2.  оболоч ка ; пленка;  

3 .  верхн и й  или н аружн ы й  сло й ;  
4. обши вка 

sky п небо 
slot п щель, прорезь 
slow а l .  медлен н ы й ;  2 .. дл ительн ы й ,  

долгий 
slow down v с н и жать с корость 
small а 1 .  мал е н ьк и й , н ебол ьшой ; 

2.  мел к и й ;  3 .  незначител ь н ы й  
smell v чувство вать запах; нюхать 
smith n кузнец 
smog n 1)'ман с ды мом ,  смог 

� �- -
smoke n дым 
smoke v дым ить, ды миться 

1 740 

smooth а 1 . гладкий, ров н ы й ;  2 .  од­
носторонний , 3 .  плавны й  

smootb v l .  сглажи вать, разглаживать; 
2 .  устранять трудности; 3 .  хорошо 
размеши вать; 4. пол ировать 

snow n снег 
so adv 1 .  так,  таки м образом; 2. на­

стол ько 
soak v l .  проп иты вать; 2. просач и ­

ваться ; 3. впитывать 
so as phr, cj 1. для того, чтобы; чтобы ; 

2. при условии , что 
social а 1 обшествен н ый ;  2. общи ­

тельны й  
society n 1 .. общество; 2. объеди нение ' 

организация 

1 750 
soil n почва, грунт 
solar а солнечный (solar cell физ. -

элемент сол нечной батареи) 
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solid n твердое тело; твердое вещество 
solid а 1 .  твердый (solid engine - твердо­

топл и вный ра кетн ый двигатель);  
2 .  l)crOЙ, плоmый; 3. целый; nолный 

so long as cj n оскол ьку; если только ; 
nри условии, что 

solution n 1 .  реше н ие ;  2 .  раствор 
solve v l .  решать; 2 .  растворять; 3. ВЫ ·­

nолнять 
some pron 1 .  како й - н ибудь; н е к и й ;  

2 .  некоторое количество, не\1Ноrо; 
З. несколько 

somebody pron I .  кто-то , ко е - кто ; 
2 .  кто-н ибудь 

someonepron кто-то, кто-нибудь; кто­
либо 

1 760 

something pron что-то 
sometime adv I .  когда-нибудь; 2. и но-

гда ;  3. когда-то, как-то 
sometimes adv и ногда, временами 
sonic а звуковой, акустический 
soon adv 1 .  скоро, вскоре; sooner or 

later - когда- н ибудь, в кон це кон­
цов;  as soon as - как только; as soon 
as possiЬie - как можно скорее 

sort n 1 .  вид, род, сорт, ти n ;  2. сорти­
ровка (данных) 

sort v l .  сортировать, классифициро­
вать; 2. относить к какой-то групnе 

so tbat с} l .  (для того) чтобы; 2. так что 
sound а l .  здоровый, крепки й ;  2. доб­

рокачественный 
sound n звук; шум 
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sound v l .  звучать, издавать звук; 2 .  зон­
дировать; исследовать 

source n l .  источ ник, основа; 2 .  нача-
ло; первоnрич и на; 3. документ 

south n юг 
soutb а южный 
south adv к югу, на юг 
southern а южны й  
space а l .  космический (space trаvеl ­

косми ч еский полет) ; 2 .  nростран ­
ственный 

space n кос\iос; косм ическое про­
странство 

spare а заnасной (spare parts - запас­
н ые ч асти) 

spark n 1 .  искра; 2 .  вспы ш ка 
1 780 

speak (spoke, spoken) v говорить; в ы ­
С1)'П ать (в nарламенте) 

special а особе н н ы й ;  специальный 
specific а l .  особы й ;  2 .  характерн ы й ,  

3.  физ. удельный ( вес) 
specification n 1 .  сnеци ф и кация ; 2 

детали ( перечень) 
specify v определять, подробно обо ·­

значать 
speech n 1 .  реч ь, говорен ие;  2.  высту-

пление , реч ь  
speed n скорость 
speed v ускорять 
speedy а быстрый 
spend (spent) v тратить, расходовать 

1 790 

spbere n 1 .  ш ар ;  2 .  глобус , зе м ной 
шар;  3. сфера, поле деятельности 

spokesman n 1 .  оратор; 2. делегат 
spontaneous а самоnроизвольный 
spot n nятно 
spring n 1 .  1 .  вес на; 2 .  родник; l l .  

l . упругость, эластич ность; 2. nру­
жина 

square а квадратн ы й ;  nрям оугол ь­
н ы й  

square n 1 .  квадрат; n рямоуrольни к� 
2 .  плошадь 

squeeze v выжимать, давить 
stabllity n ! .устойч ивость; 2. стабили ­

зация 
staЬie а l .  устойч и вы й ;  2. проч н ы й  

1 800 
stand (stood) v l .  стоять; 2. символ и ­

зировать; 3. устоять, выстоять, вы ­
держать (испытание) 

standard n стандарт, образец 
start n l .  н ачало; 2 .  запуск; 3.  старт 
start v 1 .  начи нать; 2 .  заnускать (ма-

ш ину) ;  3 .  отправляться 

....... 

исходный лексический минимум 

state n l .  1 .  состоя н ие ;  2 .  положе н ие;  
1 1. 1 .  государство; 2. штат 

state v заявлять, констатировать 
stateыan n государстве н ный деятель 
statement n заявление, утверждение 
station n 1 .  место, nункт; 2 .  станция;  

3. общественное положение 
stationary а 1 .  неподвижн ы й ;  2.  ста­

uи онарн ый 
1 8 10 

staY v 1 .  оста на вл иваться , гостить, 
�ть; 2. оставаться; 3. вьtпер�вать 

steady а 1 .  устойч и в ы й ;  2 .  постоя н -
ный ,  н е изменн ый 

steam n пар; испаре н ие 
steamboat (steamer) n п ароход 
steel n стал ь 

steep а крутой (берег) 
stellar а звсздн ы й 
stick n пал ка 
still adv 1 .  до сих пор, все е ще ;  2 .  од­

нако 
still а тихи й  

stimulate v nобуждать 
stone n каме н ь  

1 820 

stop n l .  остановка ; задержка; 2. ко­
нец 

stop v останавп и вать(ся) 
storage n 1 .  хранение;  2. тех. аккуму­

лирова н и е ;  3 .  комп . запоми н а ю ­
шее устройство, память 

store n 1 . з апас ;  2 . склад; 3. nа\!ять, 
запоми н ающее устройство 

store v запасать 
storey n этаж storm n буря 
straight а l .  nрямой ; 2. nравильн ы й  

1 830 

strange а 1 .  странный;  2. чужой stream n поток; река ; ручей 
street n ули ца 
strengtb n I . сила; 2 .  проч ность 
stress n нажи м ,  давление 
Sttike n забастов ка strike (stгuck) v ударить 

43 
stroke n 1 .  удар; 2 .  ход поршня 
structure n 1 .  структура; 2. устройст­

во; 3 .  сооружен ие 
struggle n борьба 

1840 

study n 1 .  изуч е н и е ;  исследован ие ; 
2 .  предмет изучения 

study v 1 .  изучать, исследовать; 2. учить-
ся, заниматься 

subject n тема; предмет 
subject v подч и нять; подвергать 
submarine n п одводная лодка 
substance n вещество, материя 
success n успех 
successful  а успешный, удач ный 
such а такой 
sugar n сахар 

1 850 

suggest v l .  предлагать; 2 .  намекать 
suit v l .  соответствовать, годиться ; 

2 . подходить 
sum n сумма, итог 

sum v подводить итог; суммировать 
summer n лето 
sun n сол н це 
super а высшего качества 
supply n I .  снабжение; 2. pl заnасы 
supply v l .  снабжать; 2. возмешать� 

удовлетворять 
support n поддержка, опора 

1 860 

support v l .  поддерживать, п одn ирать; 
2 . п омогать, содействовать 

suppose v nредпола гать; пол агать 
sure а 1 .  уверенн ы й ;  2 .  надежны й  
surprise n удивлен и е 
surround v окружать 
surroundings n окружающая среда 
sweet а сладкий 
swift а скорый, быстрый 
swim (swam, swum) v nлавать 
switch n эл. выклюtiатель 

1 870 

switcb v переключатъ; switch оП - вы­
кл юч ить; switch оп - включить 

synthesis n синтез 
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Tt 
tahle п 1 .  стол; 2. таблиuа; 3. плато, 

плоскогорье; 4. timetaЬJe - распи­
сан ие 

tail  п 1 .  хвост; 2. кончик;  конец (nро­
uессии) ;  3 конечная фаза, конец; 
4. тех. хвостовая часть 

tailpipe п тех. выхлоnная труба 
take (took, taken) v 1 .  брать; 2 захва­

тывать, овладевать; занимать (ме­
сто ) ;  3. nользоваться ; п олучать; 
nриобретать; 4. добывать, доста­
вать; 5 .  nолучать; 6. понимать 

talk п 1 . разговор; беседа; 2. pl пере­
говоры 

talk v 1 .  разговаривать; беседовать; 
2.  общаться ; J. говорить 

tall а высоки й 
tank n 1 .  резервуар; 2.  цистерна,  бак; 

3. отсек (корабля) ; 4. те� накопи­
тель (информации)  

1 880 
tape п 1 .  лента, nерфолента; 2. маг­

нитная лента 
tape v записывать на магнитную лен­

ту 
tape record v заnисы вать на пленку 
target п 1 . цель, м ишень; 2. задание; 

3 .  тех. выходная информация 
task п задача, задание 
teach (taught) v учить, обучать; препо-

давать 
team п 1 .  команда; 2. бригада; 3. rpynna 
tear п 1 .  разрыв; дыра; 2. тех. задирание 
tear (tore, tom) v 1 .  разрывать, рвать; 2. 

разруuuать; 3. врываться; nробовать 
technology п 1 .  техника; технические 

науки (computer technology - вы­
числительная техника); 2. техноло­
гия 

1 890 
telecommunication п дистанцион н ая 

связь 
tell (told) v 1 .  рассказывать; сообщать; 

сказать; 2. обнаруживать, оnреде­
лять; различать; 3 .  показывать 

tempornry а временный 
ten пит десять 
tend v 1 .  обслуживать (маши ну); I I .  

1 .  иметь тенденцию; 2 .  стремиться 
tendency n 1 .  тенденция; 2. стремление, 

3. свойство; 4. направление, цель 
term п l .  период, срок; 2 .  продолжи ­

тельность; 3. семестр; 4. р/ условия 
(договора) ; 5 .  термин (научный) ;  in 
geьeral terms - в общих чертах 

terminal п 1 конец, граница; 2. конеч­
ный пункт; вокзал; 3 эл. клемма 
ввод; вывод 

display terminal - терминал с лиспле­
еч 

terminal а l. конеt�ный; 2.  периодиче­
ский;  3. семестровый ; 4. огран и ­
ченный сроком 

1 90 
terrihle а страшный, ужасный 
territory п 1 .  территория ; 2 .  земля ,  

местность 
test n l .  исnытание, проба; 2. провер­

ка; тест; 3 . исследование, анализ 
test v 1 .  подве р гать и с п ы та н и ю, 

2 .  проверять, тестировать; 3 .  хил·t. 
подвергать действию реактива 

test bench - исnытательный стенд 
test tube - пробирка 
than cj чем (при сравнении) 
thank v благодарить 
thanks to prp благодаря; из-за 
that pron (pl those) 1 .  тот, та, то, те ; 2 

заменяет предшествующее слово 
1 9  о 

that cj 1 .  что; 2 .  который ;  3. то, что; 
4. так, что �  5. чтобы 

that is phr тo есть, а именно 
theme n 1 .  тема; предмет; 2 .  основная 

мысль 
then adv тогда 
theoretical а теоретический 
theory п теория 
there adv там ( over there - вон там) 
thermal а l .  теnлый , горячий; 2. теn 

л о вой 

исходный лексически й м и н и м ум 

tbermal unit - физ. единица теплоты 
thesis п (p/ theses) l .  тезис, nоложение; 

2. диссертация 
1 920 

thick a 1 . толстый; 2. rустой 
tЬicken v 1 .  утолш ать, становиться 

толще; 2. сгущать 
tЬickness п l .  тол ш и н а ;  2 .  слой ; 

3. уrолшение 

tЬin а l .  тонкий; 2.  жидкий; слабый;  
3 .  разреженный;  4 .  малоч ислен­

ный; 5.  неубедительный 
tblng n 1 .  вешь; предмет; 2. р/ имущест­

во, всши, багаж; 3. дело; 4. факты; 
факторы; 5 детали,  особенности, 6. 
действие, поступок; 7. собьrгие 

tЬink (thought) v 1. думать, размыш­
лять; 2 .  иметь мнение; 3 представ­
яять себе; 4. и�еть в виду, намере­
ваться; 5. предnолагать 

third пит третий (по счету, по вели-
чине) 

thirteen пит тринадцать 
thirty пит тридцать 
this pron (pl these) этот, эта, это, эти 

1 930 
tborough а l .  тщательный, основатель­

ный; 2. законченный, совершен­
ный;  3.  настоящий,  подлинный 

though CJ l .  хотя, несмотря на; 2 .  если 
бы 

thought п 1 .  мышле н и е ;  2 .  м ысль, 
идея; 3 .  мнение, взгляд 

thousand пит l .  тысяча; 2. р/ тысячи; 
множество three пит три 

through prp 1 .  через, сквозь; 2. по (all 
tbrough - движение по всей терри­
тории) ;  движение в какой -то среде 
- no воздуху; в течение периода вре­
мени - в течение (недели) 

throughout adv 1 .  повсюду, везде; 2. во 

всех отношениях; 3. все время 
throw (threw, thrown) v l .  бросать, ки­

дать; 2 .  направлять; 3 .  извергать; 
13Ъiбрасывать 

45 
throw down v 1 сбрасы вать; 2 .  низnер 

гать; 3. разрушать; 4. хим. вызы­
вать оседание 

thus adv 1 .  так, таким образом; 2. сле­
довательно, итак; поэтому 

1 940 
t i c ket  n билет (на  какой-то вид 

транспорта или в кино, театр) 
t ide n морской nрилив 
tie п 1 .  лента, ш нур, узел ; скоба; 2 .  р/ 

узы ,  связь; 3.  галстук 
t i e  v I .  с вя з ы вать,  п р и вя з ы вать ; 

2. скреплять 
tight а 1. туго завязан ный;  2. плот­

ный, герметичный;  3. плотно nри­
гна н н ы й ;  4 .  н атянуты й ,  н апря ­
женный; 5 .  трудн ый,  тяжелый 

tighten v 1 .  сжи:\iать; 2 .  натягивать 
ti l l  prp до сих пор, до 
ti l l  CJ до тех пор, nока 
timber п l .  лесоматериал ы ,  древеси­

на; 2. брус, бревно 
t ime п 1 .  время ;  2. период времени ;  

3 .  раз (six times - шесть раз); а long 
time ago - много лет тому назад; the 
whole time - все это время; at what 
time - в какое время ,  в котором 
ч асу; before one's time - раньше 
срока; behind time - с оnозданием;  
out of time - нерит� ичный 

1 950 
timer п 1 .  часовой \1еханизм;  2. реле 

времени ;  3 .  регулятор времени (в  
двигателях) 

timetaЬie п графи к  (работы) 
tip п верхний конец, верхушка, кон­

чик 
tire n 1 .  шина, nокрышка;  2.  обод ко­

леса 
title п 1 .  заглавие, название; 2. титул, 

звание 
to prp 1 . указывает на направление 

(куда ?) - к, в, на; 2. указывает на 
лицо или предмет (кому ?) - часто 
не переводится; 3. указывает на 
степень точности - до 
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today adv 1 .  сегодня; 2.  в настояшее 
вре\НI 

together adv 1 вместе ,  совместно; 
2 . одновременно 

tomorrow adv завтра 

ton n тонна 
1960 

tonight adv сегодня вечсро'd 
ton nage п 1 .  тон наж, грузоподъем ­

ность в тоннах; 2 .  вес ( в тоннах) 
too adv l .  слишком (быстро) ; 2. так­

же� тоже; к тому же 
tool n l .  инструме нт; 2 nриспособле­

ние, оборудованис; 3. станок; 4. nо­
собие,  руководство; 5 . р/ орудия 
труда 

tooth п (pl teeth) 1 .  зуб; 2. зубец 
top n l .  верхушка; верш ина; 2 .  верх­

няя часть; 3. крышка; 4. высш ий 
ранг. положен ие;  са.\fЬIЙ главный 

topic n тема; nредмет обсуждения 
top secret совершенно секретно (гриф) 

total а 1 .  весь, целый ; 2. общий, сово-
купный;  3. nолны й ;  4. всеобщий 

toward prp указывает на движение по 

направлению - к, на  
1 970 

tower n l .  баш ня ; 2. нышка 
town п 1 .  город; городок; 2.  деловой 

центр города; 3. административ ­
н ы й  центр 

toy n игрушка 
trade n l .  занятие , ремесло; 2. отрасль 

(торговл и ,  nроизводства) ; 3. тор­

говля; 4. сnособ, обычай 
trade v l .  торговать, 2 .  обменивать 
trademark п торговая марка 
trnffic n l .  движение; трансnорт; 2. nе­

ревозки; rрузооборот 
train n 1 .  nоезд; состав; 2. процессия, 

толnа; З . ряд, цеnь; 4. тех. зубчатая 
передача 

train v l .  учить, воспитывать; 2. обу­
чать; тренировать 

trajectory n физ. траектория 

tram n трамвай 
transform v 1 .  изменять, nреобразовы­

вать; 2. nревращать 
transformation n 1 .  изменение, nреоб­

разование; 2. nревращение 
translate v 1 .  nереводить (с одного 

языка на другой) ;  2. толковать. nре­
образовы вать; 3 . nерекодировать 

translation n 1 .  перевод; 2. nеремеще­
ние;  3. толкование; преобразование 

transmission n nередача 
transmit v 1 .  сообшать, 2. nередавать; 

3. nроводить (теnло) 
transmitter n 1 .  передатчик; 2. микро . 

фон 
transportation n l .  пере возка; 2. транс · ·  

nорт; средства сообщения; 3. транс­
nортные средсrва 

travel n l .  nутешествие; 2.  nоездка ; 
3 .  движение;  4. раслространенис 
5 .  движение 

1 99( 
travel v l .  nутешествовать ; 2. ездить: 

ехать ; 3. nо крыть расстояние; 4. nе­
ре возить; 5. двигаться; 6. распро­
страняться 

treasure n 1 .  сокровище; Юiад; 2.  ден ь­
ги, богатство 

treat v 1 .  обращаться, 2. рассматри · 
вать, относитъся; 3. трактовать, об­
суждать (воnрос) ;  4 обрабатывать 
nодвергать воздействию 

treatment n 1 .  обращение;  обхожде­
н ие ;  2 .  обсужде н и е ,  трактовка; 
З . исследование; 4 , обработка 

treaty n соглашение, договор 
tree n l .  дерево; 2. тех. вал, ось 
tremendous а 1 .  огромный,  громад·  

ный ; 2. ужасный 
trend n 1 .  наnравление; тенде нuия , 

2.  мода, стиль 
trend v 1 .  отклоняться, склоняться. 

2.  иметь тенденцию 
trial n 1 .  испытание, проба; 2. исnы ­

тания; 3 .  nопытка 

р 

исходн ы й  лекс и ч еск и й м и ни м ум 

trial and error metbod - метод nроб и 
ошибок 

u;angle n треугольник 

triangular а l .  треугольный;  2. трех­
rранный; 3. трехсторонний; 4 трой­

ной 
tried а l .  испытанн ый;  nроверенный, 

2. надежный , верны й 
trip n l .  nоездка; nутешествие; 2.  рейс 
triumph п nобеда , триумф , торжество 

troop n l .  груnпа людей,  отряд; 2.  pl 
войска 

tropical а тропический 
trouЬle n I . бесnокойство;  тревога ;  

2. неnриятность, беда; 3. трудность; 
4. nомеха; 5. тех. авария , nомеха, 
неисnравность, неnоладки 

trouЬie v l .  тре вожить, волновать; 
2. беспокоить; 3. затруднять 

20 1 0  
trock n l .  тележка; 2.  грузовой авто­

мобиль; truck trailer - грузовой ав­
томобиль с nрицеnом 

true а 1 .  верны й , nравильный;  2. на­
дежный; 3. преданный;  4. настоя­
щий , п одл и н н ы й ; 5 .  исти н н ы й ;  
6.  реал ьн ы й ,  де й ствител ь н ы й ;  
7. nравильный 

�rust n доверие; вера 
trust v доверять; верить 
truth n l .  nравда; истина; 2. правди­

вость; 3. точ ность; 4. тех. соос­
ность, точность, установка; in truth 
- действительно ; по правде гово­
ря 

try v 1 .  поn ытаться ; 2. стар ат ься ; 
3. nредnринимать (что-то);  4.  стре­
Миться (к чему-то) ; 5.  подвергать 
исnытанию , пробовать 

tube n l .  труба, трубка;  2. тун нель, 

Меч>ополитен; 3. электронная лам­
nа 

tuЬing п 1 .  трубоnровод, трубы; 2. тю­
бинг tune v настраивать (tune in - настраи­
вать (радио); tune out - выключать) 
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tunnel п 1 .  тон нель / туннель; 2.  тру­

боnровод 
2020 

turЬine п тех. турбина 
tum n I .  оборот; 2.  врашен ие; 3. ло­

ворот (движсние); 4. изменение на­
nравления;  5 виток; turn of the cen­
tury - начало века 

turn v l поворач и вать(ся ) ;  2 .  вра­
щать(ся) ;  3. переворачивать; 4. на­
nравлять; 5. менять направление; 
6. менять(ся) , изменять(ся) 

twelve пит двенадцать 
twenty пит двадцать 
twice adv дважды, два раза 
type n l .  ти n ;  2 .  род, класс 
typical а тиnичный 

Uu 
uncertain а сомн ительный, неясный 
uncontrollaЫe а неуnравляемый 

2030 
unconventional а нетрадиционный 

under prp 1 .  под; 2. в, у; 3. во время; 
4. при (каких-то условиях) 

undergo v l .  исn ытывать; 2.  nодвер-
гаться 

underground а подзем1-1ый 

understand (understood) v пон имать 
understanding n l .  пон и мание; 2.  ин-

теллект; 3.  взаимопонимание 
undisputed а бессnорный , не вызы ­

ваюший сомнения 
undivided а целы й , неразделенный 
undone а незаконченный, недоделан­

ный 
uneasy а неудобный 

2040 
unemployed а l .  незанятый, неисnоль­

зованный:; 2.  безработный 

unequal а 1 .  неравный ; 2. неnравиль­
ный; неровный 

u neven а l .  неро в н ый , н е гладкий;  
2.  неравный ; 3 . .мат. нечетный 

unexpected а неожиданный,  внезаn­
ный 
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unexperienced а неоп ытн ы й  
unexperimented а н е  п роверен н ы й  

опытом, экспери ментом 
unfamiliar а l .  незнако м ы й ,  чужо й ;  

2 .  непри выч ный 
unfavouraЬie а неблагоприятн ы й  
unfinished а 1 .  нсзакончен н ы й ,  неза­

верше н н ы й ;  2. необработа н н ы й ,  
грубый 

unfit а неподходящи й ;  негодны й  
2050 

unfitted а 1 .  непригодны й ,  неподходя ·-
щий; 2.  плохо при гнан н ы й  

unhelpful а бесполезн ы й  
uniform n форменнаи одежда, форма 
uniform v 1 .. однообразн ы й ;  2.  еди но-

образ н ы й ,  одинаковый; 3.  одно­
родны й ;  4. постоя н н ы й ;  5 .  сплош ­
ной (о покрытии) 

uniformity n единообразие 
union n l .  соединение, слияние; 2. объ­

единен ие, союз 
unique а 1 .  единственный;  уникаль­

ный;  2.  особенный 
unit n 1 .  единица; целое; 2. единица (из­

мерения) ; 3. органи зационная еди­
н и ца;  4 .  комплекс; агрегат; 5. эле­
мент; модуль 

unite v 1 .  соеди нять(ся ) ;  2.  объеди­
нять(ся) 

universal а 1 .  всеобu.1и й ;  2. ш ироко 
распространенный; 3. универсаль­
н ы й  

2060 
universe n 1 .  вселенн ая ,  м ир; 2. кос-

мос, мир; 3. население земли , люди 
university n университет 
unknown а неизвестный 
unless cj есл и не,  пока не 
unlike а 1 .  непохожий ;  2.  неоди нако ­

вый 
unlikely а неверолrnый, маловероятный 
unlimited а неоrрани .. Iен н ы й ;  чрез­

мерный 
unload v выгружать, разгружать 
uomixed а несмешанн ый ,  чистый 

unpaid а неуплачен н ы й  

unprepared а неподготовленный 
unproductive а непродукти вны й 
unreal а воображаем ы й  

2070 

unsafe а l .  опасн ы й ;  2. ненадежны й  
unseen а невиди мый 
unscttled а неустойчивый 
unstaЫe а 1 .  нствердый;  неустой ч и �  

вый; 2 .  изменч ивы й ;  3 .  нестойкий 
unsteady а 1 .  нетвердый ;  2 .  неnосто- .  

янный; 3. неровн ый 
unsuitaЬie а исподходящи й 
untie v развязы вать; освобождать 

�----- ·------- 208 0 
until cj пока не,  до тех пор пока не 
until prp до 
untrue а неверны й ;  ложны й  
unusual а нсобыкновен н ы й ;  исклю­

чител ьны й  
unworkahle а непри годный для работы 
up adv н аверх , вверх (up and down -

вверх и вниз) 
update v �одернизировать 
upper а 1 .  верхний; 2. высш и й  
uppermost а l .  са,1 ы й  верхн и й ;  2 .  пре -

обладающий 
upset n 1 .  папение; 2. беспорядок; 3. те.\ . 

осадка 

----� ----- --- 2090 
up to - до (временной предел) ( up to da te 

- до настоящего време н и ,  до сих 
пор) 

upward adv 1 .  вверх; 2. с вы ш е  
urban а городской 
urgent а срочн ы й  
usahle а 1 .  годный;  2 .  практичный 
usage n 1 .  уnотребление, при\iенснис,  

2.  обычай 
use n 1 .  уnотребление,  исnользова ­

н ие; 2.  цель, назначение; 3. поль 
за, выгода; 4. при вычка 

use v l .  употреблять, применять; 2. раt:­
ходовать, потреблять, тратить (оsе uр 
- израсходовать) 

usefuJ а полезный, пригодный 

�сходный лексический м и нимум 

----

usaJess a 1 . бесполезный ; 2. непригод­

NЬIЙ 
2 1 00 

�t . потребитель; 2. пользователь 

[J-shaped а подковообразный 

usual а обы кновен н ы й  

usua11y adv обычно 

utilitY n 1 .  nолезность, выгодность; 

2. практич н ость; 3. прис пособле -

ние (к маш ине) 

utmost a 1 .  сам ы й  отдален н ы й ;  2 .  nре­

дельный; последний 

Vv 
,acant а 1 .  пустой ; н езаполненн ы й ; 

2. свободн ый; 3. тех. холостой (ход) 
vacation n J .  кан и кулы ;  2. отпуск 
wcuum n вакуум ; безвоздуш ное про� 

странство 
valid а 1 .  действительный, и меюший 

силу; де й ст ву ю ш и й ;  2 .  вески й ,  
обоснован н ый; 3. эффективный 

2 1 1 0  ------ ·------·----
valuahle а 1 .  цен ный;  2 .  полезн ы й  
value n l .  ценность; 2.  важность; по­

лезность;  3. з н ач е н и е ,  с м ы сл ;  

4. стои мость; 5.  величина 
value v l.  оценивать; 2. определять по­

лезность; 3. ценить 
vaporize v 1 .  выпаривать; 2. испарять­

ся; 3. расп ылять 
vaporous а 1 .  парообразный; 2. напол­

ненный napa,iи 
vapour n 1 .  пар, nары:  испарение; 2. га-

зообразное состояние 
vapour v испарять( ся) 
vanaЬie а изменчивы й ,  непостоянный 
variaЬic n nерсмен ная величина 
variation n 1 . и змене ние,  nеремена; 

2. колебание 
2 1 20 

varied а различный , разный 
\"ariety n l .  разнообразие; 2 .  множест­

во, ряд; 3. разновидностъ; сорт 
\'arious а 1 .  разл ичн ый,  разн ы й ;  2. раз-­

нообразный; 3. изменчивый 

4 БУХ 
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vary v 1 .  менять(ся) / из�1енять(ся) ;  
2 .  отличаться; 3. разнообразить 

\'arying а пере:'.1енный (режим) 
vast а l .  обширный, оrро\1НЫй; 2. мно­

гочисленный; 3. значительный 
vector n l. мат. вектор; 2. направление 
vehicle n l .  вид сухопуrного транспор­

та (а вто моб иль, nовозка и т.д .. ) ; 
2. носитель; 3. летательный аnпарат 

velocity n 1 .  физ. скорость; 2.  быстрота 
ventilation n вентиляция, проветрива­

н ие 
2 1 30 

version n вариант; версия 
vertical а вертикал ьн ы й ,  н аnра влен-

н ы й  вверх 
very adv очень, весьма 
vessel n l. сосуд; 2. cyдl-to, корабль 
via prp 1 .  через; 2. с помошью 
vibrate v качаться ; колебаться; вибри­

ровать 
vibration n 1 .  колебание,  вибрация ; 

2 .  резонанс 
victory n победа 
view n l .  вид, панорама� 2. nоле зре­

н ия ;  3. взгляд, мнение , точ ка зре­
н ия ; 4. оценка. с�Жденис 

view v l .  осматривать: 2.  оцени вать; 
3. изучать; 4 .  видеть 

2 1 40 ��----·--------�--� --· 
virtual а l .  факти .. Iески й ;  2. виртуаль­

н ы й  
virtually adv l .  фактически. практиче­

ски ; 2. по сушеству 
visibllity n 1 .  видимость, обзор; 2. раз­

личи мость 
visiЬie а l .  види м ы й ,  зримый; 2 .  я в­

н ый ,  очевидны й  
vision n l .  зре н ие; зрительнос воспри ­

ятие; 2 .. nрони цательность, nредви­
дение; 3. образ, карти на; представ­
ление; 4. обзор (местности) 

visit n 1 .  nосещение, визит; 2. осмотр 
visit v l .  навешать; приходить в гости ; 

2 .  посещать; 3. производить осмотр 
visitor n l .  посетитель; 2. инспектор 
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visual а 1 .  зрительны й ;  2. н аглядны й ;  
в изуал ьн ы й ;  3. оnтический ;  4. ви­
дим ы й  

vocabulary n 1 .  перечень слов с nере­
водо\-1 ;  словник; 2.  словарн ы й  за­
п ас ,  сл о в а р ь  ( п и с а теля и т. п . ) ;  
3. терминология 

2 1 50 
voice n 1 .  голос, звук; 2. тех. (радио) 

телефон ная связь 
volcanic а 1 .  вулкан ический;  2. бурный 
volcano n nулкан 
voltage n электрическое наnряжен ие 
volume n 1 .  том кни ги ;  2. объем; 3. мас-

штабы , раз�tсры;  4. емкость, вме­
сти мость 

voyage n путешествие ( морское ил и 
воздушное) 

Ww 
wait v 1 .  ждать, ожидать; 2. отклады ­

вать (работу) 
walk v 1 .  ходить; 2. гулять; 3 .  медпен но 

вращаться по орбите (walk around ­
бродить) 

wall n l .  стена; ограда; 2. барьер, пре·­
града; 3.  защита; укреплен ие 

want n 1 .  недостаток, нехватка; 2 .  nо­
требность, необходимость; 3.  стрем­
ление 

2 1 60 
want v 1 .  хотеть, желать; 2.  испытывать 

н едостаток; 3 .  требовать; 4. б ыть 
нужным,  необходим ьlм 

war n 1 .  вой н а ,  бос в ы е  дей ств и я ;  
2. борьба; 3 .  вражда 

warm а 1 .  теплы й ;  2. жарки й 
warm v греть, наrревать(ся) 
"'arn v nредупреЖдать 
warning n 1 .  предупрежден и е; 2 .  оnо­

вещение 
wash v 1 .  мыть(ся ) ;  2 .  смыть, отмыть 
waste п 1 .  nотери ; ущерб, убыток; 2. pl 

отходы ; лом; 3.  мусор; 4. износ 
watch n 1. часы;  хронометр; II .  наблю­

ден ие,  надзор; вахта 

watch v 1 .  наблюдать, следить; 2 .  ст 
рожить; выжидать; дежурить 

2 1 7  
water n 1 .  вода ; 2 .  р/ море , о кеан 

3.  уровень воды (water pipe - вод о. 
nроводная труба; water pump - вод, 
н ы й  насос) 

waterproof а водонепроницаемый 
wave n волна 
wavelength п дл и н а  вол ны 
way n 1 .  путь, дорога; 2. направление 

3. метод, способ; 4. особенность, ха. 
рактерная черта; 5 .  обы .. rай, укла.г:_ 
жизни;  all thc way 1 .  все время; 2 о 
самого . . .  до самого; anyway - в л ю­
бом случае; Ьу tl1e way - между про­
чим 

weak а 1 .  слабы й; хрупки й;  2. плохой, 
неубедительны й 

wealth n 1 .  богатство; 2 .  обилие 
wealthy а I .  богаты й ,  состоятельныи: 

2 .  обильны й  
weapon n 1 .  оружие, босвое средство· 

2 . орудие, средство 
wear п l .  износ, изнаши вание ; 2. нос­

кость; 3 . одежда , платье 
2 1 80 

wear (wore, worn) v l .  носить (очки u 
т.п. ) ;  2.  и знаш и в ать; эродировать· 
3. быть проч н ы м  

weather n nогода 
web n 1 .  паутина; 2 .  сеть, сnлетен ие, 

3. сеть (дорог) 
week n неделя 
weekly а еженедел ьный 
weigh v 1 .  взве ш ивать; 2 .  и �tсть вес 

значен ие 
weight п вес (specific weight - удельн ы й  

вес) 
wcightless а невесамы й  
weightlessness n не весомость 
well (Ьetter, Ьest) adv 1 .  хорошо; 2. зt-Iа­

чительно; 3. очень, весьма; 4. впол-

исходный лексический '1 ин и мум 

"restem о заnадны й ,  н аходящи йся на 
заnаде 

-• 0 мокрый ; влажн ы й  
? � ?  ? wtaatpmn что . какои . как .  

w��eet n 1 .  колесо; 2 .  руле вое колесо, 
штурвал ;  3 .  pl меха н и з м ;  4 .  тех. 
зубчатое колесо , шестерня;  махо-
вик 

�·ben adv когда 
wbenever adv когда бы н и ;  всякий раз, 

когда 
wbere adv 1 .  где; 2 .  куда 
wbetber cj 1 . вводит косвенный вопрос 

ли; 2. вводит дополнительное при­
даточное предложение л и  

..Ьich а какой? которы й ?  

while q 1 .  в то время, как; 2 . хотя 
white а белы й 
who pron 1 .  кто; 2.  которы й  
whole а цел ы й ;  пол ный 
whose pron 1 .  чей? 2 .  которы й 
\\·Ьу adv почему 
wide а 1.  ш ироки й ;  2. обш ир н ы й  
width n 1 .  ш ири на;  2.  тех. n ролет 
wild а 1 .  дики й ;  2. бур н ы й  
wШ n воля ; желание 

2200 

22 1 0  
will (would) v 1 .  выражает · а) желание, 

стреJ'.tление; б) решимость; 2.  выра­
Жает просьбу; 3 .  выражает воз­
можность 

Win (\Юо) v 1 .  выиграть; nобедить; 2.  до-
биться, завое вать; 3. достич ь  

\V�nd n 1 . ветер; 2 .  поток воздуха, струя 
�nd п 1 . виток; 2 . оборот; 3 . намотка 
w�ndow п 1 .  окно; витрина; 2 . люк 
W•ndy а 1 .  ветрен ы й ;  2 .  обдувае м ы й  

ветром \\ing n крьшо "inter п зи ма 
"'" l.re n 1 .  nроволока; 2 .  электрический nровод w· lte v 1 .  nроклады вать nровод; 2 . те-

ЛеГрафировать 

� ·  

wireless п радио, радиоприе м н и к  
wiring п 1 .  электропроводка; 2.  м он -

таж (схемы) 
wish n желан ие; стремление 
wish v 1 .  желать, хотеть; 2. стремиться 
with prp 1 .  выражает совместность -

с ;  2 .  у, в;  3 .  передает творительный 
падеж 

within ргр выражает предел - в, внут­
р и ,  в пределах 

without prp выражает отсутствие -
без, кро\1е 

withstand v l .  выстоять� выдержать; 
2 . противостоять 

woman (р/ women) п жен u1ина 
"·onder n l .  ч удо ; 2 .  уди вление 
_______ , -·----- 2230 

wonder v и нтересоваться .  хотеть знать 
\\'onderful а удивител ьн ы й  
\\'ood n 1 .  дре веси на; дерево (матери-

ал) ;  2 .  лес, роша 
wooden а деревя н н ы й  
wool n 1 .  шерсть; 2 .  волокно 
woollen а шерстя ной 
word n сло во (to а word - дословно. 

бук вально) 
\\'otd processing � эле ктрон ная обра­

ботка те кета 
work n 1 .  работа , труд, 2 .  дело, дея ­

тел ьность 
work v l .  работать, трудиться; 2. дейст­

вовать, быть в исправности; 3. при ­
водить в движение, двигаться 

2240 
"'orkaЬie а l .  подходя шин для работы; 

2 . выпол Н И \f ЬI Й ,  осуществи м ы й ,  
реал ь н ы й  

worker n 1 .  рабоч и й ;  2.  трудящи йся 
working efficiency производительность 

труда 
work out v 1 .  выч и сл и ть ;  2 .  разрабо­

тать. составить ( nл а н ) ;  3 .  и сто ­
тать 

works n р/ 1 . работающие части меха­
Н ИЗ\1а; 2. строительные работы 

world n м ир, вселенная 
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worth n 1 .  цен ность, значение; 2. бо­
гатство, и мущество 

wortb а 1 .  стоящий, и меющий цен ­
ность; 2 .  имеюший значение 

worthless а н е  и м ею щ и й  н и какой 
цен ности 

worthy а заслуживающи й ,  достойный 
2250 

write (wrote, written) v l .  nисать; 2. со­
ч инять 

writing п l .  п исание; 2. почерк; 3. до­
кумент; 4. надпись 

wronga l .  неправильный, ошибочный; 
2. фальшивый, неверный;  3. н еnод­
ходяши й ;  4. неисправный 

Хх 
Х rays п и кс-луч и, рентгеновы лучи 

Уу 
yard п ярд (примерно 91 см) 
year п год (year Ьу year - из года в гол) 
yellow а желтый 

yes adv дa 
yesterday adv вчера 
yet adv 1 .  е ще; 2. все еще; 3. уже; 4. од 

нако (в начале предложения) 
22 

yield n выход, продукция 
yield v 1 .  nро изводить, давать (nлодь1 

урожай , доход);  2.  уступать, сог.1 с _ 
шаться ; 3.  nоддаваться, не выдер 
'ЖИВать 

young а молодой 
youth п юность 
youthful а 1 .  молодой, юный; 2. новый: 

н едав н и й ,  н о в е й ш и й ,  р ан н и й · 
3.  акти вный, деятельный,  живой 
энергичный 

Zz 
zero п нуль; нулевая точка (шкалы) 
zinc п цин к  
zip n (застежка-)молния 
zone n зона , район 

Essential 
Course 



РАЗАЕА ПЕРВЬIЙ 

Основной текст: Electronics al)d Microelectronics. 
Грамматические явле11uя: Определительные блоки существительно­

го. Их перевод и способы вычленения. Вы­
явление синтаксических функций слов 
словосочетаний в структуре английского 
предложения. 

Лексические явления: Контекстуальные значения слов pattem, in­
volve, point. Пере вод слов с префиксам и 
dis- in- ir- un- поn- mal-, ' ' ' ' . 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитории 

1 .  П роверьте, знаете л и  в ы  следующие слова. 

Слова, имеюш.ие одинаковый корень с русскими словами 

intensive а evolution n complex а human а 

complete v demonstrate v enormous а extraordinary а 
serve v conductor n control v decade n 
contain v discrete а individual а operate v 

separately adv final а fraction n reaJity n 
series n integrated а universal а 

раэде.л 1 .  Первое занятие 55 

Слова исходного лексического минимума 
. application n tube n reduce v mcrease v SIZC n 

steadY а change n invention n consumption n create v 

circuit n advantage n costly а measure v device n 
invisiЬle а сараЬlе а depend v development n shape n 
flow n promtse v cost n divide v wheel n 

. fast а 50tve v maJOf а соттоn а 

achieve v demand v reach v tie v 

close а vehicle n single ll lead (led) v 

2. Учитесь переводить. 

1.1. Ознакомьтесь с типами левого определения существительного н 11ереведите 
ИХ (ВЫIJОЛНЯетсЯ уе111о): 

Adj + N  

1 .  а small device, а small electronic device, а smaller device, the 
smallest possiЬle device 

2. good shapes, better shapes, best shapes, bad shapes, worse shapes, 
the worst shapes 

3. а low consumption, а lower consumption, the lowest possiЬle con­
sumption, the least possiЬle consumption 

4. any complex function, more complex function, а most complex 
function, the most complex function, the most possiЬie complex 
function, the least possiЬle complex function 

Adv + Adj + N 

1 . extremely high cost, entirely new application, increasingly com-
plex technology, highly important invention 

2. а far heavier unit, а far lower pressure, а far faster flow 
3. а much faster change,  а much denser population, much less oil 
4. а little longer operation, а little more serious attempt 

Adj + N + N/ Adj-N + N  

l .  а large time interval , а high flow temperature, different air speeds, 
low temperature growth 

2. high-speed computers, high-quality device, thin-film technolo­
gY, single-layer structure 
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J!ing + N / Adv + J!ing + N 

1 .  an increasing size, а decreasing number, an operating device 
2. а constantly increasing size, а steadiJy decreasing number, а slow, 

ly operating device 

Jled + Nj Adv + Ved + N 

1 .  achieved results, changed opcrations, produced devices 
2. quickly achieved results, partially changed operations, commer-

cially produced deviccs 
· 

Adv + Jled + N / Adv- Jled + N 

1 .  а much needed deveJopment, а much controlled addition 
2. а round-shapcd piece, а low-powered transmitter 

N + N/N + N + N  

l . process control - control process 
cost reduction - reduction cost 
test operation ·- operation test 

2. power consumption - power consumption change 
circuit e lement - circuit element decrease 
size reduction - size reduction need 

N- J!i11g + N / N- Jied + N 

1 .  current-controlling device, man-operating machine, eJectron­
emitting source 

2. consumption-related process, man-made change, error-operat­
ed system 

N's + N / Adj + N's + N / N's + Adj + N 

1 .  Today's technology forces the future. 
2. The тodule 's shape is octagonal, 3 inches on а diagonal. 
З .  The new тodule's conductors wil l not Ье forтed directly on ce-

raтic. . 
' · 1 те 4. The man is а research manager at the сотраnу s mtcroe ectro 

packaging facility. 

( 
rие� 1 .2. Выявите 011ределителыtые блоi{И существительного с левым определеt 

в cлeдYIOUULX предложениях: 

1 .  An equally systematic approach will Ье required i n  the new gener 
ation integrated circuits fabrication. 
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2. One recentiy invented microelectronic functionaJ element has а 

distinction. 
з. Today's microcomputer has more coтputing capacity than the 

first Jarge electronic coтputer. 

t.3. Переведите определительные блоки существ1пелъноrо (с правым определе­
нием): 

N + of + N  

[ .  the number of circuit components; the use of  low gas velocities 
2. the achieveтent of much Iess high temperature 
3. the advantage of carefully prepared silicon surfaces 
4. rapidly developing technoJogy of smaller e]ectronic components 

N + of + N + of+ N  

1 .  а description of the properties of circuit elements 
2. the theme of а great number of puЬlications 
3. а lot of the advantagcs of these technologies 

. . .  N + Adj (правое определение) 

1 .  with relative dielectric constant Jess than 3.5 . ;  with thermal con­
ductivity greater than 1 50 W /т К; lead counts greater than 100 
will Ье . . . 

2. the instruтent availaЬle can provide . . .  ; each substance present in 
the liquid can boil off as а gas; wheel brakes соттоn to most 
vehicles are . . .  

. . .  N 1 + Jling+ N / N + Jling + N 
1.  А RАМ тoduJe holding 40 con1ponents was describcd at the Elec­tronic Components Conference . 2. Winds are the dominant force disturbing many engineering con­structions. 

• • •  N 1 + Ved . • •  / Ved + Jl1 

1 ·  А substractive technology used for Iimited production runs em-Ploys nitric acid. 
2· Тhе changes brought aЬout Ьу the dry plasma processing offer а 
3 

te�hn?logicaJ Jeap for the РСВ industry. 4· Ctrcu1ts developed in the new project had two layers. 
· The results achieved showed 30-micron lines. 
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. . . N 1 • • • + Jl to + Jl 1 

1 .  Тhе increased complexity ofthe designs to Ье implemented will Ье 
2. The information to Ье stored stems from the joumal. 
3 .  А number of different technologies to Ье used generate this aeria 

. 
1mage. 

N1 + S(attr) + V 1 N1 V1 N1 + S(attr) 
1 .  The approach that uses thin-fllm Il)etallization and dielectric tech. 

nology is а new one. 
2. А science that deals with the phenomena of matter and energy i 

physics. 
3.  The computer compares the infoпnation it  receives with other in 

fonnation it stores. 
4. The designer considers the size the chip has. 
5.  There is  а transition temperature above wblch the superconduct 

ing properties of а material are lost. 
6. There are а number of areas in which lithography simulation tool 

are valuaЬle. 

1 .4. Определите функцию слова / блока слов в данных предложениях, исходя и: 
формулы структуры уrвердительноrо предложения. Переведите. 

Структура: 

Помните! Пpeд.rior (кроме 11редлоrа о/) и наречие являются указателями ф}ll· 
кции N3 ! 

1 .  The interconnections ofthe integrated circuit are much more re· 
liaЬle.  

� 
2. With microprocessor chips availaЬle for low cost, we can afforc 

control of the events in an internal combustion cycle. 

3.  The primary means of cost reduction has been the developmen 

of increasingly complex circuits. 
4. Reduced epitaxial growth temperatшes have Ьееn achieved in coJ1· 

ventional systems. 
5 .  Early transistors were actually enoпnous in size. 
6. Transistor perfoпnance was steadily irnproved. 
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1. The profound long-term irnpact of electronics on the design of 

cars we drive is not easy to fully comprehend. 

8. А 1 6-chip package fabricated Ьу Du Pont has sputtered metal sig­
nal layers separated Ьу open-on-polymide. 

t.S. Переведите следующие предложения. 

1 .  Microelectronics faces many proЬlems. 

2. Mark the temperature increase. 

3. The lense focuses the beam on а small spot on the object. 

4. The paper presents interesting proЬiems. 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1. Переведите устно с листа первую часть текста (1). Работа выполняется под 
руководством пре11одавателя. 

2. Перевод второй части текста (11) выполняется письменно как домашнее за­
дание. 

3. Ознакомьтесь с терминами первой части основноrо текста: 

electronic technology - тех нол огия 

элеКТронных nриборов so)id-state components - твердотел ь­

ные компоненты, полупроводни­
ковые комnоненты capa.citor - конденсатор 

0'Vetall reliability - надежность систе-
мы 

integrated circuit - интегральная схема 
suЬstrate - nодложка 
cЬarge carrier - носитель заряда lnetat-oxide semiconductor - полупро-

водник МОП структуры field-effect transistor - транзистор с 
?0левым эффектом 

chip - кристалл ; интегральная схема SJnaii-scale integrated circuit (SSI) -
111iТеrральная схема с малой степе­
liъю интеграции 

medium-scale integrated circuit (MSI) ­
интегральная схема со средней сте­
пенью интеграции ,  ИС 

large-scale integrated circuit (LSI) -
интегральная схема с большой сте­
пенью интеграци и,  большая инте­
грал ьная схема, БИС 

very-large-scale integrated circuit (VLSI) 
- и нте грал ьная схема со сверх­
бол ьшой сте п е н ь ю  и нте грации ,  
сверхбольшая интеrральная схема, 
СБИС 

circuit pattern - рисунок схемы, схе­
ма 

operand - операнд 
wafer-scale - размер подложки, пла­

стинки 
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Electronics and Microelectronics 

(1) The intensive effort 1 of electronics to increase the reliabilit)' 
and performance 3 of its products while reducing their size and cost has 
led to the results that hardly anyone would have dared (зд. осмели.п. 

с я) to predict 4. 

The evolution of electronic technology is sometimes called а rev� 
olution. True ,  there has been а real revolution: а quantitative 5 change 
in technology has given rise to qualitative change in human capabili .. 
ties 6•  There appeared sma1ler and smaller electronic components per� 
fonning increasingly complex electronic functions at ever higher spceds 

It all began with the development of the transistor. 
Prior to 7 the invention ofthe transistor in 1 94 7,  its function in an 

electronic circuit could Ье performed only Ьу а vacuum tube. 
The flrst transistors had no striking advantage in size over the smaп,. 

est tubes and they were more costly. The one great advantage the traл­
sistor had over the best vacuum tubes was exceedingly 8 low power con­
sumption. Besides they promised greater rel iability and longer l tfe 
However, it took years to demonstrate other transistor advantages. 

With the invention ofthe transistor all essential circuit functions could 
Ье carried out 9 inside solid 10 Ьodies. The goal 1 1  of creating electronic cir­
cuits with entirely solid-state components had fmally Ьееn reali.zed 1 2 • 

However, early transistors were actually enormous on the scale 1 
at which electronic events 14 take place. They could respond 15 at а rate 1 
of а few million times а second; this was fast enough to serve in radio 
and hearing-aid (слуховой аппарат) circuits but far below 17 the speed 
needed for high-speed computers or for microwave communication 
systems. Besides, the early transistors were slow. 

The effort was to reduce the size of transistors so that they could 
operate at higher speeds. That gave rise to the whole technology of 
microelectronics. 

А microelectronic technology has shrunk 18 transistors and otlter 
circuit elements to dimensions 19 almost invisiЬle to unaided еуе (зд 
невооруженный глаз) . 

The point 20 of this extraordinary miniaturization is not so mucn 
to make circuits small per se (лат. сами по себе) as to make circuit' 
capahle of performing electronic functions at extremely high speed5 
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It is known that the speed of response depends primarily on the size of 

1ransistor: the smaller the transistor, the faster it is. 
The performance benefit 2 1  resulting from microelectronics stems 22 

dire.ctly from the reduction of distances between circuit components. 
If а circuit is to operate а few billion times а second the conductors 

that tie the circuit together must Ье measured in fractions of an inch. 
The microelectronics technology makes close coupling 23 attainaЬie 24• 

During the past decade the perfonnance of electronic systems in­
creased manifold 25 Ьу the use of ever larger numbers of components 
and they continue to evolve. Modern scientific and business comput­
ers, electronic switching 26 systems contain more than а million com­
ponents. 

The proЬiem of handling 27 many discrete electronic devices began 
to concem28 the scientists as early as 1 950. The overall 29 reliability ofthe 
electronic system is related to the number of individual components. 

А more serious shortcoming 30 was that it was о псе the universal 
practice to manufacture 31 each ofthe components separately and then 
assemЬie 32 the complete device Ьу wiring 33 the components together 
with metallic conductors. It was no good (зд. это не помогло) : the 
more components and interactions, the less reliaЬle the system. 

What ultimately 34 provided the solution was the semiconductor 
integrated circuit, the concept 35 of which had begun to take shape а few years after the invention of the transistor. Roughly (приблизи­
тельно) between 1 960 and 1 963, а new circuit technology became а 
reality. It was microelectronics development that solved the proЬiem. 

The advent 36 of microelectronic circuits has not, for the most part, 
changed the nature of the basic functional units: microelectronic de­
vices were still made up oftransistors, resistors, capacitors, and similar 
�omponents. The major difference is that all these elements and their 
tnterconnections are now fabricated 37 on а single substrate 38 in а sin­gle series of operations. 

. (11) Several key 39 developments were required before the excit-•ng 40 Potential of integrated circuits could Ье realized. 
f The development of microelectronics depended on the invention �f tec�niques 41 for making the various functional units or on а crystal 

senuconductor materials. In particular 42, а growing number of func-
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tions have been gtven over to circu1t elements that perform best: traн 
ststors. Several kinds of microelectronic transistors have been deve1 
oped,  and for each of them families of associated circuit elements а d 
circuit patterns 43 have evolved. 

The bipolar transistor was invented in 1 948 Ьу John Bardeen 
Walter Н. Brattain and William Shockley ofthe Bell Telephone Labo. 
ratories. In bipolar transistors charge carriers ofboth polarities are in. 
volved 44 in their operation. They are also known as junction 45 trans1s 
tors. The npn and pnp transistors make up the class of devices cal le , 
junction tranststors. 

А second kind of transistor was actually conceived 46 almost 2· 
years before the bipolar devices,  but its fabrication in quantity did n · ·  
become practical until the early 1 960's. This is field-effect transisto 
The one that is соттоn in microelectronics is the metal-oxide-sem . 
conductor ficld-effect transistor. The term refers 47 to the three mate­
rials employed in its construction and is abbreviated MOSFET (me ­
al-oЮde-semiconductor field-effect transistor) . 

The two basic types of transistor, bipolar and М OS FЕТ, divide 
microelectronic circuits into two large families. Today the greatest den 
stty ofcircuit elements per. chip 48 can Ье achieved with the newer MOS­
FET technology. 

An individ ual integrated circuit ( 1 С) on а chip now can embrac 
(зд. включать) more electronic elements than most complex pieces о 
electronic equipment that could Ье built in 1 950. 

ln the first 1 5  years since the inception (зд. появление) of 1nte 
grated circuits, the number oftransistors that could Ье placed on а singl 
chip has douЬled every year. The 1 980 state of art 49 is about 70К densit) 
per chip. Nowadays we can put millions of transistors on а single cJ-tlp 

The fust generations ofthe commercially produced microelectroruc 
devices are now refeпed to as small-scale integrated circuits (SSI) .  The' 
included а few gates 50• The circuitry defining 51  а logic arrny 52 had tc 
Ье provided Ьу external conductors. 

Devices with more than about 1 О gates on а chip but fewer thail 
about 200 are medium-scale integrated circuits ( M S I ) .  The uppe(j 
boundary 53 of medium -scale integrated circuits technology is marked 

Ьу chips that contain а complete arithmetic and logic unit (ALU). Th1' 
unit accepts as inputs two operands and can perform any one of а doZ 
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en -or so operations on them. The operations incJude addition, sub­

straction,  comparison, logical "and" and ''or" and shifting 55 one bit to 

the Jeft or right. 
А large-scale integrated circuit (LSI) contains tens of thousands 

of elements, yet each element is so small that the complete circuit is 
1ypically less than а quarter of an inch on а side . 

Integrated circuits are evolving from large-scale to very-large-scale 
(VLS 1) and wafer -scale i ntegration (WS 1 ) .  

The change i n  scale can Ье measured Ьу counting the number of 
transistors that can Ье fitted 56 onto а chip.  

Continued evolution of the microcomputer will demand further 
increases in packing 57 density. 

There appeared а new mode 58 of integrated circuits, microwave 
integrated circuits. In broadest sense 59 , а microwave integratcd circuit 
is any combination of circuit functions which are packed together with­
out а user accessiЬie 60 interface. 

The evolution of microwave integrated circuits must begin with 
the development of planar 61 transmission lines 62• 

As we moved i nto the 1 970 's, stripline and microstrip assemЬlies 
became commonplace and acceptcd as the everyday method ofbuild­
ing microwave integrated c1rcuits. N ew fonns oftransmission lines were 
on the horizon, however. ln 1 974 new integrated-circuit components in а transmission line cal led fineline appcared. Other more exotic tech­
�iques, such as dielectric waveguide 63 integrated circuits emerge 64• Ma­JOr efforts cuпently are directcd at such areas as image guide, co-pla­
nar waveguide, fineline and dielectric waveguide , all with emphasis on techniques which can Ье applied to monolithic integrated circuits. These monolithic circuits encompass 65 all ofthe traditional microwave functions of analog circuits as weli as new digital applications. 

Microelectronic technique will continue to displace other modes. As the limit of optical resolution 66 is now being reached, new litho­
g�aphic and fabrication techniques will Ье required. Circuit patterns ��� have 

_
to Ье foпned. wit� radiatio

_
n having wavelength shorter than ilose ofltght, and fabncatton techntques сараЬiе of greater definition w 1 Ье needed. 

t Electronics has extended 67 man's intellectual power. Microelec-ro · n1cs extends that power still further. 
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З. П роверьте, как в ы  запомнили слова первой части осное. 
наго текста. 

1 .6. Перевелите выделенные словаjсловосо'lетания, исходя из значений, приве 
денных в скобках: 

1 .  reliaЬle а (надежный) , rely v, reliability n 
2. predict v (проrнозировать) , prediction п ,  predicted perfonnance 
3. сараЬlе а (способный) ,  capabilitY. n,  technical capability 
4. excess n (превы шение) , exceed v, in excess of, exceedingly l1 igh 
5. scaling n (масштабирование) ,  scale n ,  on а large scale 
6. response n (реакция) , respond v ,  responsibility n ,  responsiЬie а to 

Ье responsiЬie for, t ime response 
7. benefit v (nриносить выгоду, пользу) , benefit n ,  for the benefit 

of, without the benefit 
8 .  evolution n (развитие) , evolve v 
9. concern n (дело,  отношение, интерес) , concern v 

1 .7. Определите значения а11r:Iийских сJ1ов, исходя из контекста: 

1 .  nрилаrать большие efforts 
2.  reliability - это качество лю-

бой машины 
3. performance любой задачи 
4. capability па�fяти человека 
5.  competition r�1сжду фир\fами 

6. to exceed предел 
7 .  scale of измерения 
8 .  prediction of результатов 
9. to respond на сигнал 

1 О. экономическая benefit 

1 .8. Ilереведите следующие слова. Обратите внимание на то, что нрефиксы dis· 
in-, ип-, mal-, поп-, ir- nридают словам значение отрицания. 

dis-: 
in-: 
un-: 
mal-: 
поn-: 
ir-: 

discharge v, disconnect v, disclose v, disadvantage n, disappeaP 

invisiЬie а, inaccurate а, inactive а, incapaЬle а ,  incompact а 
unbalance v, unbelievaЬie а, unconventional а, uncontrollaЬJe a 
malfunction п ,  malpractice n, malformed а 
non-effective а, non-metal l ic а, nonconductor n 
irregular а ,  iпelative а, i rresistiЬie а 

4. Учитесь слушать и говорить. 

1 .9. Ответьте на следующие вопросы, используя информацию основноrо тексfоi 

1 .  What would you say about electronics? 
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2. What would you say about the invention of the transistor? 
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3. What were the advantages ofthe first transistors over the best tubcs? 

4. What would you say about the early transistors? 

5. Why is the size of transistors of prime importance? 

6. What is the second performance benefit resulting from microelec­
tronics? 

1.10. Обобщите (на 311rлийском языке) информаrmю о разработке ИIПсrральных схем. 

Домашнее задание 
1. Повторите струюуры анrлийскоrо предложения и средства выявления функ­ций слов. Выполните упражнения. 

2. Изучите словз и словосочетания из первой части основного текста (1-38). 
3. Переведите письменно со словарем вторую часть основного текста. 

Внеаудиторная работа 

1 .  Учитесь переводить. 

1.11. Переведите разные по струюуре определительные блоки супiествителыюrо: 

1 

1 . several basic functional units 
2. semiconductor device fabri­

cation 
3. device application 
4. progressivcly tl1inner layers 

2 

5 .  widely accepted unit 
6. relatively cheap source material 
7 .  power-producing element 
8 .  commcrc ially produced m i ­

croelectronic devices 

1 . the dimensions of the patterns are . . .  

�- the size of transisto� gate structures is . . .  

4
· the manufacture of шteg�ated circuit devices to Ье used was . . . s: the patterned layers re�шred to m�ke а final �evice were . . .  

6 
the suЬstrate covered w1th а protectJve polymenc material сап Ье . . .  · the first step to do is the preparation of the substrate 7· the progression of memory technologies availaЬle is . . .  S БУх 
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1 . 12. Выявите оnределителыtые блоки с)·ществительных. Определпrе их стр.)'КТ)· .. 
ру и функцию в предложении. Переведите преддожения. 

J • With the invention of the transistor all essential circuit functioпs 
could Ье carried out inside solid bodies. 

2. Plasma etching results in large increase in etch rate. 
3.  The process is а chemical vapour reaction conducted under re­

duced prcssure conditions. 
4. The electrical resistance of a metal .wire is а disruption of the or­

derly movcment of electrons Ьу interactions with the atomic struc­
ture of the material.  

1 . 13. Переведите следующие определиrельные блоки существиrельноrо: 

1 
1 .  computer-aided design 
2. entirely solid-state components 
3. smaiJ-scale integrated circuits 
4. metal-oxidc semiconductor field­

effect transistor technology 
5.  several key developments 
6. low power consumption 

2 

7. entirely new handling 
8. ever-growing number 
9. plasma-etching process 

1 0. defect-free silicon 
1 1 . much larger market 
1 2 . а steady quantitative evo­

lution 

l .  complete arithmetic and logic unit 
2. modem scientific and business computers 
3. commercially produced microelectronic devices 

1. 14. Переведите nиcь\lellнo со словарем вторую часть основноrо текста. (Время 
перевода - 60 минут.) 

2. Изучите слова и словосочетания из основного текста. 

(1) 
1. effort n 1 .  усилие, напряжение;  

2. работа, программа 
in an effort - nытаясь� стремясь 
design effort - конструкторская ра-

бота 
research eПort - программа иссле­

дований, исследовательская ра­
бота 

development effort - nрограмма оnыт 
ных работ 

2. reliabllity n надежность, работ � 
способность 
reliaЬie а надежный; nрочный 
rely on/upoo v l .  полаrатъся на; 2. on•1· 

раться на 
3. performance n 1 .  рабочая характс# 

ристи ка ; п араметр ы ;  2.  работз 
функцион ирование 

раздел 1 .  Первое занятие 

circuit perfonnance - параметры схе­
мы 

perform v выполнять, осуществлять; 

совершать 

4. predict v nроrнозировать 

prediction n nроrнозирование 
predictive а предсказуемый 
predictive coding - кодирование с 

nредсказан ием 
5. quantitative а количествен ны й  

quantity n l .  количество; 2 .  размер� 
величина; 3 . доля, часть; 4. сум­
ма; м ножество 

quantum (р/ -ta) n 1 .  кол ичество; 
2. часть ; 3 . квант 

Сравните: qualitative а качественный 
quality n I . качество, сорт; 2. свойство 

6. capability n l .  способность, воз­
можность; 2. характеристика 
output capabllity - выходная ха рак­

теристика 
capabllity of reacting - nродуктив­

ность реакuи и 
сараЬiе а сnособный 

7. prior to prp до, ранее 
prior а nредшествующий 
priority n 1 .  nриоритет, псрвенство; 

2. предшествование 
priority processing - приоритетная 

обработка 
8. exceedingly adv чрезвычайно 
exceed v превышать 
excess n nревышение;  избыток 
in excess of - более чем; сверх, до­

nолнительно 
9. carry out v выnолнять; проводить 
carry оп v nродолжать 
carry v l .  нести ; 2. поддерживать; 

3. nроводить 
carry n перенос carry Ьit - бит п ереноса carry in (CI) - вход, входной сигнал 

nереноса carry out - выходной сигнал пере­
Носа 
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carrier n носитель, держатель 
10. solid n твердое тело 

solid а nрочный,  твсрдыи 
solid-state - твердотелый; nолупро­

водниковый 
solid model - объем1-1ая модель 

1 1 . goal n цель, задача 
goal-seeking - целенаnравленный 

(о поиске) 
12. realize v 1 .  представлять себе ; 

2. осуuuествить; достиrнуть 
realization n l .  nонимание; 2. дос-

тижение; осуществлен ие 
real а действительный 
real address - истинный адрес 
reality n действительность, факт 
really adv действительно, на самом 

деле 
13. scale n l .  ш кала� масштаб; 2. раз­

мер, величина; 3 .  степень, града­
ция, уровень; 4. (р/) весы ; 5. rрапуи ­
ровка; 6. ступень; 7. система исчис­
ления ; 8. размерность 
оп а large scale - в большом мас­

штабе 
on а full scale - в натуральную ве-

л ичину 
fine scale - мелкий масштаб 
reduction scaJe - �асштаб уменьшения 
scale v 1 .  весить, иметь вес; 2. взве� 

шивать; 3 .  очищать; снимать ока­
лину; 4. вычислять; определять; 5. 
градуировать, масштабировать 

scale up - nовышать; расш ирять 
(равномерно) 

scaling up - умножение на констан­
ту, л инейнос увеличение 

scale down - понижать; деление на 
константу 

scaling n 1 .  вычисление размеров по 
масштабу; 2. обмер, измерение 

scaling circuit - схема масштабиро­
вания 

scaled а l .  масштабированный ; из­
меренный 
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scaler n лепитель частоты, счетчик 
14.  eveot n 1 .  явление, событие; 2.  ре­

зультат, исход; 3. реащии, оnерации 
cventual а 1 .  возможный;  2.  конеч­

ный 
eveotually adv в конuе конuов 

15. respond v реагировать, отвечать 
rcsponse n реакция; ответ; чувстви­

тельность 
time rcsponse - временная характе­

ристика 
16. rate n 1 .  темп,  скорость; 2. класс, 

разряд; 3. nорuия, норма, коэффи ­
циент 
rat io n 1 .  пропорuия , отношение ;  

2 .  коэффицие нт 
rated а номинал ьный,  расчетный 
rating n но\i и нал ьн ое значе ние;  

расчетная величина 
17. far below намного ниже 

far а 1 .  на большое расстоя ние; да-
леко� 2. давно 

far adv гораздо, намного 
as far as - до; насколько 
far and near - повсюду, везде 
far from - совсем не 
far back - лревни й  
far Ьetween - редкий 

18. shrink (shrank, shrunk) v сокра ­
щаться; уменьшаться 
shrinkagen сокращение; уменьшение 

19. dimcnsion n (DIМ) 1 .  размер; вели­
чина; объем; 2. важность 
dimensional а име ющий измерения, 

пространствен н ы й  
20. point n I .  точка; 2 .  место; 3 .  во­

прос; 4. суть; uел ь 
point ofvicw - точка зрения 
point mistake - ошибка порядка 
point mode - точечный реЖИ'-1 
point of origin - точка начала про-

граммы 
in point - рассматриваемый 
pointless а бессмысленный 
point v указывать, показывать 

point out v указывать 
pointcr n указатель 

21 .  benefit n выгода, польза 
Ьenefit v помогать; nриносить поль. 

зу; выигрывать 
for thc Ьenefit of - для, ради 
witbout tbe benefit - не используя 

22. stem v происходитЪ, возникать 
stem n 1 .  ножка, подставка; 2. стер. 

.жен ь; головка; 3.  основа 
23. coupling n соединение 

coupler n соединительный прибор 
couple n 1 . .  пара; 2. элемент 

24. attainaЬfe а ДОСТИЖИМЫЙ 
attain v 1 .  достигнуть; добиться ,  

2 .  получать 
attainment n 1 .  достижение; 2. ПР И ·· 

обретение 
25. manifold adv во много раз 

manifold а разнообразный 
fold v l .  складывать; 2.  дублировать 
-fold во столько-то раз 
tenfold - в 1 О раз 

26. S\\'itching n переключение,  KO \t � 
муrирование 
switch v переключать, включать 
S\\'itch n переключателЪ 
switch off v выключать 
switch оп v включать 
switch point - точка ветвления 

27. handling n 1 .  обработка; 2. управ­
ление; 3 . выполнение; 4. опериро­
вание 
handle v 1 .  уnравлять; 2.  иметь дело 

с чем-л. ;  3 .  справиться 
handler n устройство; манипулятор 

28. concern n 1 .  дело, касательство: 
2. и нтерес, участие; 3 . важность 
concerned а и меющий отношение; 

заинтересованный 
concerning prp относительно 
as far as smth is conceroed - что ка­

сается 
29. overnll а l .  полный, общий; 2. пре­

дельный 

раздел 1 Первое занятие 

0verall dimensions - габаритные раз­
�еры 

0verall efficiency - общий коэффи­
uиент полезного действия 

30. shortcoming n 1 .  недостаток; 2. не­

хватка 

sbort n короткое замыкание 
sbort а l.  короткий;  2. недостаточ­

ный;  3 .  дефицитный 

sbortage n нехватка 
sbort-term memory - кратко времен -· 

ная память 

31. manufacture v изготавл ивать; вы­

делывать; производить 

manufacturer n 1 .  изготовитель; 2. про­

мышленник; предприниматель 

manufacturing n производство; об­

работка 
32. asscmЬie v собирать, монтировать 

assemЬiy n l .  сборка, \1онтаж; 2. аг­
регат 

assemЬier n 1 .  установка для сбор­
ки; 2. ассе'1блер (язык) 

33. wiring n l .  разводка ; 2. монтаж 
wire n nро волока; nровод 
wire v связывать; формировать раз­

водку 
wiry а nроволочный 
wire \\'rap - монтаж (проводов) на­

круrкой 
34. ultimately adv в кон це концов; в 

конечном счете 
ultimate а 1 .  последний;  2. основной 

35. concept n 1 .  теория; 2. общее пред­
ставление 
conception n 1 .  точка зрения; 2. по­

нимание 
conceive v nонимать, представпять 

себе 
conceivaЬie а возможный, мыслимый 
concept phase - стадия nредвари ­

тельного корректирования 36. advent n 1 .  nоявление; 2. прибытие 37. fabricate v l .  выдумывать; 2. про­

изводить, изготовлять 

6) 

fabricated а сборны й;  готовый 
fabrication n 1 .  производство, изго­

товление; 2. холодная обработка 
под давлением; 3 .  сборка из го­
товых узлов 

38. substrate n = substrntum 1 .  под­
ложка; 2. основание; 3. необрабо·­
танная подложка 

(11) 

39. key n l .  ключ; 2 .  ключ (к упраж­
нениям и т. п . ) ;  3. перекл ючатель, 
кнопка 
keyboard n клавиатура; коммуни ка­

ционная панел ь 
key-entry = keying- in - ввод с кла­

виатуры 
40. cxciting a 1 .  захватывающий; 2. вы­

нужденный; 3. нагружающий 
excite v 1 .  возбуждать, вызывать; 

2.  стимулировать 
excited а возбужденный 
excitement n 1 .  возбуждение; 2. сти­

мул 
exc iter n возбудитель�  задающее 

устройство, генератор 
4 1. technique n 1 .  метод, технически й 

прием; 2. способ, алгоритм 
Ср. technology n 1 ,  техн ика; техни­

ческис науки ; 2 .  технология 
technicals n техни(1еская термино­

логия 
CAD technique - метод автоматизи­

рованного nроектирования 
circuit technique - схематехн ика 
definition techn ique - метод форми ­

рования рисунка 
42. in particular - в особенности�  в 

частности 
particular а 1 .  особый ; сnеuифиче­

ски й ;  2. и ндивидуальн ы й ,  от­
дельный;  3. подробный 

particularly adv 1 .  особенно; 2. в ча-
стности; 3. подробно; 4. очень, 

чрезвычайно 
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43. pattem n l . образец, шаблон; 2, <tюр­

ма; положение; характер; 3. система, 
структура ( на фотошаблоне) ; 4. изо­
бражение, рисунок, схема 
patterning n формирование струКl)'-

ры, рисунка; структурирова н ие 
pattern v 1 .  формировать рисунок; 

2. копировать 
44. in,olve v l иметь� включать в себя; 

2. вызывать; быть связан ным с 
чем-л.; 3. требовать; 4. предполагать; 
5.  усложнять; 6. возводить в степень 
invol,·ed а 1.  рассматр и вае м ы й ;  2. 

связанный (с че�i-л.) ;  3 .  сложны й  
45. junction n 1 .  соеди нен ие;  сты к, 

2. переход (р-п); 3.  точка соединения 
junction transistor - плос костн о й  

транзистор; транзистор с p-n пе­
реход ом 

46. conceive v l .  nони мать; 2. думать, 
воображать; 3. n редполагать 
conceivaЬie а 1 .  понятн ый ; 2. воз­

можный 
conceivaЬiy adv предположительно 

47. refer v 1 .  отсылать; упо м и н ать; 
2 .  н а п р а влять; 3 .  n ередавать н а  
р ассм отрен и е ; 4 .  и меть отн о ш е ­
н и е ; касаться ; 5 . обознач ать. и ме ­
н о вать 
to Ье referred to as - назы ваться � 

обозначаться 
reference n 1 .  ссьшка; источ ник; 2 от­

ношен ие; 3. образсu, эталон; 4. пе­
редача на рассмотрение, 5. начало 
отсчета 

in reference to - относительно 
of reference - исходн ы й ,  отсчет­

н ы й ;  эталон н ы й  
rcference langu a ge - этало н н ы й 

язык 
frame of refcrence l .  система отсче­

та, система координат; 2. крите­
ри й; 3.  точка зрения 

references n библ иография, список 
литературы 

voltage reference - источн и к  опор . 
н ого напряжения 

48. chip n 1 .  кристалл ; 2.  и нтеграл ь  

ная схема, ИС; микросхема. ч н rr  
3. кусочек, обломок 
chip card - печатная плата 
chip density - плотность к ристал . .. 
array chip - матричная И С 

bare chip - бескорпусная И С 

component chip - бескорnус н ы н  
ком понент 

custom chip - заказная И С 

fast chip - быстродействующая И с 
gate array chip - базовый кристалл 

ти п а  матри uы логи ческих эле­
ментов 

individual circuit chip - кристалл с 

\�алой стеnенью интсграuи и  
master chip - базовый кристалл 
microchip - м и кр о п ро цессор н а:: 

БИС 

speecb chip - ИС синтезатора petiи 
chip-outs - дефектные кристалль 
chipper n однокристал ьный ми кро-

nроuессор 
49. state of art - состояние вопроса , 

уровен ь развития науки 
state n 1 .  состоян ие,  положе н и е ;  

2. государство; 3 .  условия,  реЖИ\1 
state v 1.  констатировать; 2. заявлять 
stated а 1 .  установлен н ы й ;  2. регу­

лярный ; фи ксированный 
statement n 1 .  уrверждение; высказь ­

ван ие ;  2. оператор (языка n ро­
граммирования) 

50. gate n l .  ло гич ески й эле м ент; 
2. вентил ь ,  затвор ;  3. строб- и \t-­
пульс 
gate circuit  - схем а  л о ги ч еского 

элемента; схема вентиля 
gateway - межсетевой интерфейс 
diode transistor-logic gatc - элемент 

ДТЛ 
discrcte gate 1 .  логический элемент 

н а  д и с кретн ы х  к о м п о н е нтах.  

раздел 1 .  Первое занятие 

2. логи ческая ИС с малой стеnе­
нью и нтеграuии 

intrinsic gate - затвор из n/n с соб­
ствен но й  электроnроводимостью 

rwo-input gate - логический эле­
мент с дву\1Я входа�tи 

gate v управлять пропускание м , ре­
гули ровать (поток) 

gate off - выкл ючать 
gate оп - вкл ючать 

Sl. define v 1 .  определять; 2. обозна­
чать 
defined а определен н ы й , н айден­

ный , вычисленный 
definite а 1 .  определен н ый ; 2. точ­

н ый 
definition n 1 .  определение; 2. чет­

кость 
52. array n 1 .  масса. массив, множе­

ство; 2. перечень, порядок; 3. мат­
риuа; 4. расположен ие 
апау cell - элемент масси ва , мат­

рица 
array pitch - ш аг табл и uы 
array processor - матри ч н ы й  nро­

цессор 
cell array - матрица ячеек 
image array - матрица изображений 

структур 
piggyback array - размещение од­

ной ИС н ад  другой 
53. boundary n 1 .  граница;  2. контур, 

очертан ие ; 3 .  nредел , о гран ичение 
Ьoundary cluster - граничное мно-

жество 
Ьound n l .  гран и ца; 2. nредел 
Ьound v 1 .  ограничивать; 2. граничить 
Ьounded а о граниченный 

54. mark v 1 .  обозн ачать, маркиро­
ватъ; 2. характеризовать, оценивать 
lnark n 1 .  знак; отметка; 2. nоказа­

тель, nризнак; 3 .  норма; 4. деле­
ние шкалы; 5. ориентир; uсл ь  

IDark reader - устройство для счи-
тывания меток 

7 1  

marking n маркировка 
chip marking - маркировка И С 

marked a 1 .  заметный; помеченный;  
2 .  градуированный 

markedly adv заметно, значительно 
55. shifting n смешение 

shift v 1 .  п е рс !wtещать, сдв и гать; 
20  изменять 

shift n 1 .  сдвиг; изменение; 2 . пере -
мена; смена; 3. перекл ючсние 

shift lock - блокировка сдвига 
sllift register � сдвиговой регистр 
logical sbift - логический сдвиг 
shifter n сдвиговый регистр 
level shifter - схема сдвига уровня 

56. fit v 1 .  устанавливать; монтиро­
вать; 2. годиться; 3. подгонять 
fit n 1 .  подгонка; сборка; 2. п осадка 
fit а 1 .  подходящий ;  2. готовый 
fitting n монтаж, сборка 

57. packing n l .  модел ь� корnус; 2. на­
бивка, уплотнение; 3. комnлекто­
вание, компоновка 
pack v 1. упаковывать; 2. укладывать 
pack n 1 .  корпус, упаковка; 2. сбор-

ка; блок; 3. п аке� связка 
расkаgе п 1 . корnус, упаковка; 2. на­

бор, м одул ь; бло к; 3. монтаж в 
корnусе 

packet assemhling - nакетное ас­
сембл ировани е  

58. mode n 1 .  метод, способ; 2. режим ; 
условия� 3. форма, вид, тиn; 4. прин­
uип 
cbarge-storage mode - режи� нако­

пле ния заряда 
failure mode - вид отказа 
in-line production mode - поточный 

метод nроизводства 
simulation mode - И \1Итацион ная 

модель 
59. sense n 1 .  смысл,  значение ; 2. чув­

ство, ощуще н ие ;  3 .  опознаван ие, 
считывание ; 4.  измерение, отсчет; 
5. направление 
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in а sense - в известном смысле, в 
некотором отно шении 

sensitive а l .  чувствительный; 2. пре-
цизионный 

sensor n датчи к, сенсор 
sensor array - матрица датчиков 
sensitivity n чувствительность, точ-

ность (прибора) 
sensiЬility n чувствительность; управ­

ляемость 
60. accessiЬie а 1 .  доступный;  2. удоб­

н ый 
access n l .  доступ ; 2.  возможность; 

3. подход; 4. выборка (из nамяти) 
access v и меть достуn 
accessibllity n возможность доступа 

6 1 .  planar а пла н арны й ,  nлоскост­
ной ; плоский 
planar area - планарная область 
planar graph - nлоский граф 

62. line n l .  линия; строка; 2. контур; 
3. ряд, расположение; 4. характери­
стика; 5. направление; 6. ось; 7. вид, 
класс; 8. поведение 
line chart - линейная диаграмма 
line counter - счетч ик строк 
in line - находяши йся на одной ли-

н и и  
transmission line - линия передачи 
stripline - nолосковая линия 
fineline а nреци зионный; с элемен-

тами уменьшенных размеров 
linear а ли нейный 

63. waveguide n волновод, световод 
wave n вол на; кол ебание; им пулъ·с ; 

сигнал 
waveband - диапазон волны 

64. emerge v 1 .  n оявляться , возн и , 
кать; 2 .  выясняться 
emergence n l. появление; 2. выход 
emergen cy n выход; выход из стро}{ 
emergency apparatus - запасной ап -

Парат 
65. encompass v о кружать; охваты -· 

вать; о кутывать 
66. resolution n l. разрешающая спо­

собность; 2. решение 
resolve v l .  расnадаться . разлагать-­

ся; 2. решать 
resolved а l .  растворимый;  2. ре­

шенный 
resolving power - разрешающая спо ­

собность 
67. extend v l .  расширять(ся); 2. увс­

личивать(ся); 3. распространять(ся) 
extended а 1 .  обширный; 2. продо.л ­

жител ьный 
extension n 1 .  расширение, растяж­

ка; 2 . удли нение; 3 . распростра­
нение 

extensive а обширный 
extent n l .  размер, вел ичина;  2. сте ­

nень, мера 
to а certaio extent - до некоторой 

степен и 

3. П роверьте, как вы заnомнили слова. 

1 . 15. Запишите перевод данных речевых отрезков: 

(1-10): in an effort to get а reliaЬle unit; the performance of а de­
vice; to predict the achievement; exceedingly high resistance 

(1 1-20): the goal of creating IC ; the speed of response depends; to 
respond at а rate of а few million times а second; capacitors 

are difficult to shrink; the microscopic dimensions of new 

раздел 1 Первое занятие 73 

circuits ; the point of discussion; the performance benefit re­

sulting from microelectronics 

(21-30): 

(31-40): 

close coupling of computer conductors; the power consump­

tion is of designer concem; the shortcomings of the device 

difficulty of manufacturing switching systems; to assemЬle 

circuit modules ;  the impetus to new studies; to lead to sim-

ilarity; the advent of а new concept; to mount devices on а 

substrate 

1.16. Найдите в первой части основного текста английские эквиваленты следую-

щих речевых отрезков, запишите их. 

1 . увеличивать надежность электронных приборов 

2. до изобретения транзистора 

3. низкий расход энергии 

4. уменьшение расстояния между элементами схемы 

5.  характеристики электронных схем улучшились во много раз 

6. микроэлектронные приборы состоят из . . .  

4. Ознаком ьтесь с терминологией. 

1.17. Переведите следующие термины. Запомните их. 

Cbip: chip family, chip carrier, апау chip, face-down chip, base 
chip, bipolar chip, dense chip, master chip , gate array chip 

Gate: discrete gate, insulated gate , transistor gate, two-input gate, 
diode-transistor-logic gate 

Junction: back-to-backjunction, Ьlocking junction, isolationjunction 



74 \1 икроэлектрон и к а - настоящее и будущ 

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитории 

1 .  Проверьте домашнее задание. 

1. Проверьте письме1111Ый перевод второй части основtюrо текста. 

2. Проверьте (выборочно) упражнеttия 1 . 1 1 ;  1 . 12; 1 . 13; 1 . 15;  1 . 16. 

2. Проверьте, как в ы  запомнили слова второй части основ­
ного текста. 

1 . 18. Переведите устно с.1е,�1)'ющие речевые отрезки из второй части основного 

текста: 

(4 1-45): circuit tech nique , the advent of microelectronic circuits, for 
the bcnefit ofsinlilarity, tl1e invention ofnew techniques, cir­
cuit pattcms involved perfoпn best , the transistor is а two ­
junction device , the term refers to the dcvice , e mployed in 
the construction 

(46-52): to provide а new manufacturing technique , to involve chang­
es, the transistor is а two-junction device, the term refers to 
the material , base regions on each chip, array chip,  fast chip .  
speech chip,  t o  place o n  а single chip,  а chip can Ье fitted 
with а number of transistors, thc state of art of assemЬling ,  
the upper boundary o f  circuit technology i s  marked Ьу chips, 
cell array, matnx arrangement to define а shift 

(53-67): t he third electrode called the gate , in the соттоn mode of 
operations,  failure mode, in-line production mode, а new 
mode ofintegrated circuits, sensor, to sense heating, to changc 
i n  а sense , d ie lectric waveguide , integrated circuits emerge , 
the l imit of optical resolution , to extend power, to change iп 
а certain extent 
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з. Учитесь переводить. 

Текст 1 . 1  В 

Переведите текст письменно без словаря. Время nеревода - 15  мин)'Т. Значе11ие 

JЫДеЛеiiНЫХ слов вы сможете понять из коttтекста. 

Вариант 1 
Electronic Devices 

The i nvention of the transistor triggered the rapid growth of 

the e lectro nics i nd ustry. Before transistors ,  e lectronic circuits we re 

large , bulky and un re l i aЬle , they consuтed consideraЬ!e powcr (en­
ergy) and therefore ge nerated too much heat , which contributed to 
the deterioration of other circuit parts and mate rials ,  such as resis­
tors, capacitors and i nsulation. Wit h  transistors, circuits beca me 
much smaller, more efficient in the use of energy, and far morc re ­
liaЬ/e. The higher re l iabi l ity of the t ransistor c ircuits com pared to 
vacuum t ube equivalents is an extre mely important advantage. 

The tech niques used to manufacture transistors lcd to t l1e de ­
velopment that made it  possiЬle to mass-produce very small and high1y 
reliaЬle electronics c ircuits соттоп/у known as integrated ctrcuits 
(ICs) . I Cs have diodes,  transistors, resistors and all inter-connecting 
leads formed on а single piece of sem iconductor mate rial . 

Вариант 2 

Microelectronics 

I t  should first Ье made clear what the tcrm "" m icroe lectronics" 
implies. M icroelectronics eтbraces the ent ire body of the e lectronic 
an which is connected with , or applied to , the  rea/ization of elec­
tronic circuits, subsystems, or the entire systems from extremely sn1a1l 
electronic devices. The terms " microelectronics" and '' integrated cir­
cuits" are sometimes used interchangeaЬ!y, but this is not correct. 

Microelectronics is а name for extre me ly sma1 l e lectronic co1n­
Ponents and circuit assembJ ies, made Ьу t hin-filn1, thick-flim or semi­
conductor techniques. 
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An integrated circuit ( I C) is а special kind ofmicroelectronics. J t  
is а circuit that has beenfabricated as an inseparaЬle assemЬ/y of elec 
tronic elements in а single structure .  It cannot Ье divided without de­
stroying its intended electronic function. Thus, ICs соте under t l1c 
general category of microelectronics, but all microelectronic units arc 
not necessarily ICs. 

Текст 1 .2 В 

Переведите текст устно (с диета). Работа выполняется под руководетвои препода­

вателя. 

The Future o f  ICs 

When assessing the future course of 1 Cs, it  is customary to projcct 
another order of magnitude in circuit performance through а cont inu­
ing reduction in the feature size ofthe devices on chip. 

However, at our cuпent level of 1 С development we must face 
several pragmatic barriers that will require some degree of research cre­
ativity to overcome. For example, thc chip complexity is extrapolated 
to 1 00,000,000 transistors per chip and beyond. 

However, the latest models indicate that the power level  of next­
generation devices will Ье on the order of 1 Om W. Thus, а chip of this 
extrapolated complexity with these devices would require 1000 watts 
of input power and а packaging system сараЬiе of dissipating such pow­
er. Since these small devices would operate at reduced supply voltages, 
the l 000 watts of input power would require currents on the order of 
200 amperes and perhaps greater on а chip that should Ье less than one 
square inch in area. This set of conditions would apply only to а high­
duty cycle and high-perfonnance design and points out that important 
complexity jperformance trade-offs must occur. 

4. Учитесь аннотировать и реферировать. 

Текст 1 .3 В 

а) Прочит.tйте текст. Выявите основную информацию каждого абзаца. Зantl' 
шите инфор\fацию на русском языке (5-6 преможений). Проверьте в a�·!Itl .. 

тории правильиость понимания. 
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б) Прочитайте текст еще раз и составьте краткий реферат на английском язы­

ке. (Тhаrолы-сказуемые - основ11ое средство выражения информации.) Ис­

пользуйте следующие речевые отрезки: 

. . .  briefly surveys . . .  

. . . is wide . . .  

. . .  are monolithic 1 С and film circuits . . .  

. . .  is an extension of . . .  

. . .  are made Ьу forming . . .  

. . . are mounted side Ьу side . . .  

. . .  are combinations of . . .  

Integrated Circuits 

TJ1e potential of integrated circuits is so wide that in addition to 

replacing similar discrete component circuits they are responsiЬie for 
creating а completely new technology of circuit design. 

There arc two basic approaches to modern microelectronics -
monolithic integrated circuits and film circuits. 

. 
In monolithic 1 Cs all  circuit elements, active and passive , are 

Simultaneously formed in  а single sma1 1 wafer of silicon. The ele­
ments are interconnected Ьу metal l ic stripes deposited onto the oxi ­
dized surface of  the silicon wafer. 

Monol�thic IC technology is an extension ofthe diffused p lanar 
pro�ess. Act1ve e lements (transistors and diodes) and passive elements 
�restst?�s a�d capacitors) are formed in the silicon slice Ьу diffusing 
ImpuntJes 1nto selected regions to modify elcctrical characteristics 

an� where necessary to form p-n junctions. The various elements ar� 
destgned so that all can Ье formed simultaneously Ьу the same se­
quence of diffusions. 

Film circuits are made Ьу forming the passive electronic сот­
Ponent and metall ic interconnections on the surface ofan insulation �b�trate .  Then the active semiconductor devices are added, usually 

d•screte wafcr form. There are two types of film circuits thin film and thick film.  
' 

t
. In thin film circuits the passive components and interconnec­
Ion · · 

t
. Wtпng are formed on glass or ceramic substrates using evapora-
•on tech · Th 

· ' fab . n1ques. е act1ve components (transistors and diodes) are 
с· n�ated as separate semiconductor wafers and assemЬled into the 
lfCUJt. 
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Thick film circuits are prepared in а simi lar manner except that 
the passive components and wiring are formed Ьу silk-screen tecl1-
niques on ceramic substrates . 

There can Ье many instances where the microelectronic circu it 
may combine more than one of these approaches in а single structure 
нsing а combination of techniques. 

In multichip circuits the electronic components for а circuit are 
formed in two or more silicon wafers (chips) . The cblps are mounted 
side Ьу side on а common header. Some interconnections are includ ­
ed on each cl1ip , and thc circuit is completed Ьу wiring the chips to­
gether wit h small diameter gold wire .  

Hybrid IC's are combinations of monolithic and film techniques. 
Activc components are formed in а wafer of silicon using the pla­

nar process , and the passive components and interconnection wiring 
pattern formed on the surface of silicon oxide which covers the wafer, 
using evaporat ion techniques. 

5. Учитесь говорить. 

1. 19. Изложите (устно) краткое содержание одной подтемы основноrо текста. 
Подготовка - 1 О минуг. Каждый студеtп излагает содержание в течение l ми­
нуты (5-6 предложений). Тема сообщения: "Eiectronics Began with the 
Development of the Trnnsistor�'. Используйте слелующис клише: 

1 .  The evolution of electronic technology began with . . .  
2. The advaпtage of the transistor was . . . 
3 .  Early transistors were . . . 

4. The microelectronic technology has shrunk transistors . . .  
5 .  Thc pcrformance bencfit stems from . . . 
6. The chip density increase . . .  

Внеаудиторная работа 

1 .  Подготовьтесь к контрольному переводу основного текста. 

Прочкrайте повторно основной текст. Подготовьтесь к выборочному опросУ 
пере вода. 

2. П роверьте, знаете ли вы новые слова основного текста.  

Рекомендуется использовать упражнения 1 .6; 1 .  7; 1 .8; 1 . 16; 1 . 17; 1 . 18. 
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з. Уч итесь переводить. 

Текст 1 .4 В 

Переведите текст письменно со словарем. Время перевода - 25 ми11ут. 

Integrated Circuit Development 

Three factors have contributed to the rapid dcvelopment growth 

in the number of circuit elcments per chip.  
One factor is  improvement in tcchniques for growi ng large si ngle 

crystals of purc si licon . Ву increasing the d iamcter of the wafers - the 

discs of sil icon on which chips are manufactured - more chips can Ье 

made at one time, reducing the unit cost . 
Moreover, the quality of the material has also been improved,  re -­

ducing the number of defects per wafer. This has the effect of increas­
ing the maximum practical size of а chip because it rcduces t he prob­
abi1ity that а defect wi ll Ьс fouпd witl1in а givcn area. The chip size for 
large-scale integrated circuits has gro\vп from less than 1 0 .000 square 
mils (thousandths of an inch) to 70,000. 

А second factor is improvement in optical l ithography, the pro­
cess whereby all tl1e pattems that make up а circuit are u ltimately trans­
feпed to the surface of the sil icon . Ву developing optical systems са­
раЬlе of resolving finer structures, the size of а typical transistor, as 
measured Ьу the gate length,  has been reduced from а few thousandths 
of an inch in 1 965 to 0. 1 5  microns today. 

Finally, refi nemcnts i n  circuit structure that make more efficient 
use of silicon area have led to а hundredfold increase in t he density of 
transistors on the chip. 

4. Учитесь реферировать текст. 

Текст 1 .5 В 

а) Прочwrайте текст. Выявите основную информацию каждоrо абзаца. Запи­
шите данную информацию на русском языке. Проверьте правильиость пони­
мания. 
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б) Прочитайте еще раз текст и составьте краткий реферат на английском язьr. 

ке. l'lсnользуйте следующую схем)': 

1. Тhе author examtnes . 
2. Не considers . .  
3. Deтails are given . . .  
4. Тhе consequence of t}ze development . . .  

Integrated Circuits : А Brief History 

The sen1iconductor industry can trace its roots back to the inven­
tion of the first semiconductor transistor Ьу William Shockley, John 
Bardeen and Walter Brattain at Bell Labs in 1 94 7. Their crude device ' 

was assemЬled from а small p iece ofgermanium, some gold foil ,  а ра 
per сНр, and several pieces of plastic. Though crudely constructed , It 
perforn1ed its function ofusing а voltage to switch an electrical current 
on or off quite wel l .  This s in1p le device is the parent of all of the vari­
ous semiconductor transistor dcvices produced ovcr the years, i nclud­
ing con1puter n1icroprocessors, memory chips, and solid state powcr 
amplification circuits. 

The new transistor found а home in а number of n1arkets whcre 
it could replacc bulky and trouЬlesome vacuum tubes (radios and tele­
visions) , and it created new n1arkets that were invented specifically 
to exploit its use. The discrete transistor was quickly incorporated in  
everything fron1 tclephone equipn1ent to pocket-sized transistor ra­
dios. It is interesting to note that the size of the parts in these early 
discrete devices were of the order of tenths of an inch . Ву the late 
1 950s, the discrete transistor market was worth an est in1ated $ 1 bt l  
lion annual ly. 

Thc next major step in  sen1iconductors was the invention of the 
first n1onolithic integrated ci rcuit Ьу Jack Ki lby and Robert Noyce 
in  1 960. Their integrated devices consisted ofn1any solid-state tran­
sistors that were manufacturcd and interconnected internal ly оп а 
single semiconductor subst rate . The typical minimum feature size 111 
thcse early products was greater than 20 n1n1 , significant ly smaiier 
than some oftheir discrete transistor counterparts. The abil ity to 111-
terconnect the devices internally allowed n1ore con1plex functions t_o 
Ье perforn1ed Ьу а single device. Interconnection also n1ade it posst--

раздел 1 Второе занятие 8 1  
ьlе to pack а larger amount of function into areas far sn1al ler than 
was possiЫe with discrete transistors. It was the invention of the '' in­

tegrated circuit" that ushered in the modern n1icroelectronics era,  
and it is st i iJ adaptations ofthat basic product that fuel the sem tcon­

ductor industry. 

. s. Уч итесь говор ить. 

Подготовьте ВЫС'I)'nление по теме: "lntegrated Circuit Development" (материалом моJУТ СJJУЖIПЬ тексты 1 .4 В и 1.5 В). Выступление рассч�rrано на 2 ми1tуrы. Ис­
nОJIЬЗJЙте сJiедующие клише: 

1 .  The paper atten1pts to provide . . . 

2. . . . are discussed brietly. 
3. The author consider . .  . 

4. Early transistors were . .  . 
5. Microelectronics development has solved . . . 
6. lntegrated circuits provide . . .  
7. lntegrated electronics wi ll develop . . .  
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ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ 

Контрол ь изученного материала 
1 .  Контрол ь перевода основного текста. 

Работа рассчитана на 1 5  минут. Выполняется }'СТНо, выборочно. 

2. Контроль слов в словосочетаниях. . 
Выполняется ycmo или письменно по выбору преподавателя. 

3. Контроль умения выявлять значения слов с учетом ко н .. 
текста. 

1 .20. llеревед.ите предложения, обращая внимание на выбор значения выдe.'lctt­
HLIX сдов в зависимости от контекста: 

1 .  Opticai Iithography has been the leading integrated circuit pattern 
defining technique for many years. 

2. In the narrow sense, pattem recognition means the classification of а given unknown pattern into а number of standard classcs. In broad 
sense , pattem recognition n1eans sciense analysis. 3. Electron bcan1 changes physical characteristics of exposed resistor 
so that after chemical etching pattern is left on clear substтate. 4. Finished substrate may contain 1 0,000 mask pattems. 

5. The an1ount of work done in n1oving one coulomb of electrictty 
from one point to anothcr is а measure of thc potential differencc 
between these two points. 

6. The principles involve prcparing detailed plans and careful moпitonng. 7.  The circuitry and software involved can Ье standardized. 
8.  Plasma etching involves thc use of а glow discharge. 9. This work has involved thc contributions of many people. 

4. Контрол ь умения переводить с листа. 

Текст 1 . 1  С 
Переведите текст устно с листа. 

Integrated Electronics 

1 ntegrated electronics is а field so new and so fast changing that 
n1any interested people have difficulty keeping up with its day-to-da\7 

Тре1 ье эаня1 и е 83 

velopments. There is even some confusion concerning what inte­
de ted electronics is and what its significance is for the developmcnt of gra 
science and technology. 

. . . The essence of integrated eJectrontcs ts batch (партия, груnпа) 
rocessi ng. Instead of n1aking, protecti ng, tes

.
ting and assen1Ы �ng in­�ividual (or discrete) componcnts ?�е at а t1me, 

_
large groupшgs of 

these components toget�e r  with their
.
Lnterc��nections are n1ade no�, 

aJl at а time.  The resultmg new end1ty, or tntegrate� con1ponent , 

therefore ,  is an assemЬlage of old-style components mte�connected 

intO circuits, networks, or even subsysten1s. Hence, for а g1ven system 
function the number of separate components have been greatly reduced, 
while system capability has been greatly increased. 

Integrated electronics will develop further. First , the efforts are be­
ing made to get more and more circuit function� on �I ice of silic�n whi�h 
means cramming (размещение) even more ClfCUit elcmcnts 1nto stii i  
smaller areas. Second, integrated electronics wil l  move not only towards 
more functions per slice , but toward new types of functions. 

5. Контроль умения п исьменного перевода. 

Текст 1 .2 С 

Переведите текст письменно со словарем. 

Getting N anowired 

The heart of а computer is а finger-naii-sized chip or integrated 
circuit, that includes transistors, diodes and other devices that сап 
manipulate electrons.  

То keep up with the demand for faster and n1ore powerful com­
PUters, enginccrs havc had to squceze more circuitry onto the chip.  

In conventional chip fabrication scientists slice а Ьlock of sil icon 
into thin wafers. Then, with а series of steps that modifies the silicon 
Ьу etching it away or deposit ing n1aterials on top of it, they create tiny 
complex circuitry. 

Under the microscope , the result can look like а dense n1etropo­
lis. Intel 's  newest chip, the Pentium 4, holds roughly 42 million tran­
sistors, with each transistor spanning roughly 1 30 nanometers (nm). 
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That 's not an easy or unexpensive accon1pl ishment. Each addi, 
tional level of miniaturization has added to the chip makers' expensc�; 

It costs at least $2 billion to build а chip-n1anufacturing plant today 
Moreover, at а certain point of miniaturization, quantum laws take 

over and prevent devices from working according to thc classical laws 
of physics that govern the operation of conventional cblps. 

6. Контроль умения анноти ровать, и реферировать. 

Текст 1 .3 С 

Прочиrайте тексr и KpalXO из:южите ero содержание ua русском языке. Озаглавьте ero. 

As n1ore ways are found to jam circuitry onto silicon chips,  а new 
barrier to smaller and faster computers is emerging. The plastic or ce­
ramic package that caпies electrical signals оп wires in and out of thc 
chip is sti ll bulky - sometimes 20 ti mes as big as the chip .  

One solution, pron1oted Ьу National Semiconductor Cooperation 
and others, is tape automated bonding. 1 nstead of the wires and prongs 
(штырь) now used to connect chips, connections are etched into coo­
per foil .  These connections are five times closertogether than the prongs 
are . IBM has tried abandoning chip packages altogether, connecting the 
chips directly to а surface containing multiple levels ofwiring. 

Текст 1.4 С 

ПрочитаЯте текст. Скажите на английском языке, что вы узнали: а) об electronic 
industry иfilms; б) о zigzagpanern и capacitance. 

Вариант 1 

Even before the invention ofthe transistor the electronics industrY 
had studied the properties ofthin films of metallic and insulating mate� 
rials. Such films range in thickness from а fraction of а micron, or Iess 
than а wavelength of 1ight , to several microns. (А micron is а miiJionth 
of a meter; the wavelength of red light is about 7 micron.) 

Bapиalff 2 

А typical thin-film resistor consists of а fine metal line oniY а 
few thousands of an inch wide and long enough to provide the de .. 
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.. ;red value of resistance .  If high precision is required , laser-tri n1n1ing 
�s used. Ifhigh values are desired, the l ine сал Ье laid down in а zigzag �attern. То form а capacitance one can lay down а thin film of insu­tating mate rial between two thin filn1s of metal . 

1. Контроль умения слушать и говорить. 

1.21. Оrветъте развернуrо на следующие вопросы: 

1 .  What were the n1ost in1portant facts for the development of elec­
tronics? microe1ectronics? 

2. Why could not earJy transistors satisfY the needs ofthe growing high­
spced con1puters industl)' and microwave communication systen1s? 

З. What is the major difference between electronic systems and n1i ­
croelectronic devices? 

1.22. Из..'lожите кратко содержание осtювtюrо текста на англинско" языке. Ос­
новная тема сообщения: " Electronics Began with the Development of the 
Transistor". Используйте слеДJющие клише: 

l .  The author examines . . .  
2. The evolution of (integrated circuits) must begin with the devel-

opn1ent of . . .  ; 
3. In the broad sense (an integrated circuit) is а combination of . . .  ; 
4. As (chip density) incrcases . . .  ; 
5 .  The (circuit density) begins . . .  ; 
6. Details are given of . . .  ; 
7. ln summary, (the integrated circuit) offers . . .  

1.23. Подrвердкrе или опроверrnиrе проmозы о развитии электроники, высказаJI­
ные специалистами в 70-е годы. Используйте следующие выражения: 

/. As far as 1 know . .  . 
2. То 1ny knowledge . .  . 
3. For а// 1 know . . .  
4. To sum up . . .  

5. Jntensive efforts have been devoted to . .  . 
6. Тhе efforts continue in the direction of . .  . 
7. It appears that the (process) wi/1 . . .  

1 . Further developments in thick and thin circuits will extend the 
range ofvalues achievaЬle using deposition and evaporation tech­
niques, although some applications may sti l l  reqнjre ''pel let " type 
components. 
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That 's not an easy or unexpensive accon1pl1shment. Each addt .. 
tional level of n1iniaturization has added to the chip makers' expenses. 

It costs at least $2 billion to build а cblp-manufacturing plant today 
Moreover, at а certain point of miniaturization, quantum laws take 

over and prevent devices from working according to the classical laws 
of physics that govern the operation of conventional chips. 

6. Контроль умения аннотировать и реферировать. 

Текст 1 .3 С 
Ilрочиrайте тексr и кра11ю из.1ожиrе ero содержание на русском я:шке. Озаглавьте ero. 

As n1ore ways are found to jam circuitry onto silicon chips, а ncv.· 
barrier to smaller and faster computers is en1erging. The plastic or ce­
ramic package that caпies electrical signals on wires in and out of the 
chip is still buJky - sometin1es 20 times as big as the chip. 

Оле solution, promoted Ьу N ational Semiconductor Cooperation 
and others, is tape automated bonding. Instead of the wires and prongs 
(штырь) now used to connect chips, connections are etched into coo­
per foil. These connections are five tin1es closer together than the prongs 
are. IBM has tried abandoning chip packages altogether, connecting the 
chips directly to а suiface containing n1ultiple levels ofwiring. 

Текст 1 .4 С 
Прочитайте текст. Скажите на английском языке, что вы узнали: а) об electгonic 
industry иfilms; б) о zigzagpattern и capacitance. 

Вариант 1 
Even before the invention ofthe transistor the electronics industry 

had studied the properties ofthin films of metallic and insulating mate­
rials. Such films range in thickness from а fraction of а micron, or leSS 
than а wavelength of Iight, to several microns. (А rnicron is а millionth 
of а meter; the wavelength of red light is about 7 micron. )  

Вариант 2 

А typical thin-film resistor consists of а fine metal line onlY а 
few thousands of an inch wide and long enough to provide the de ... 
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sired value of resistance. lfhigh precision is required, laser-trin1n1ing 
is used. If high values are desired, the line can Ье laid down in а zigzag 

pattern. То form а capacitance one can lay down а thin film of insu­

Iating materiaJ between two thin films of metal . 

1. Контроль умения слушать и говорить. 

1.21. Ответьте развернуто на следующие вопросы: 

1 . What were the most in1portant facts for the development of elec­
tronics? microelectronics? 

2. Why could not early transistors satisfy the needs oftl1e growing high­
speed computers iлdustry and microwave con1munication systems? 

3. What is the major difference bctween electronic systems and mi­
croelcctronic devices? 

1.22. Изложите кратко содержание основного текста на аtнлийско\1 языке. Ос­
новная тема сообщения: ы Electronics Began with the Development of the 
Тransistor". Используйте следующие клише: 

1 .  The author examines . . .  
2. The evolution of (integrated circuits) must begin with the devel-

opment of . . .  ; 
3. ln the broad sense (ап integrated circuit) is а combination of . . .  ; 
4. А5 ( chip density) increases . . .  ; 
5. The (circuit density) begins . . .  ; 
6. Details are given of . . .  ; 
7. In summary, (the integrated circuit) offers . . .  

1.23. По}trвердите или оnровергните прогнозы о развитии элеКТJЮtiИКИ , высказан­
ные спеuиалистами в 70-е годы. Используйте следующие выражения: 

1. As far as 1 know . .  . 
2. То ту knowledge . .  . 

3. For а// 1 know . . .  
4. То sum up . . .  

5. lntensive ef!orts have been devoted to . .  . 

6. Тhе ef!orts continue in the direction of . .  . 
7. /t appears that the (process) wi/1 . . .  

1 . Further developments in  thick and thin circuits wi ll extend the 
range ofvalues achievab]e using deposition and evaporation tech­
niques, although some appJications may still reqнire "pellet" type 
components. 
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2. Hybrid microwave devices will decrease in importance as true 
microwave integrated circuits become more economical. 

3. Tl1e use of an electron beam instead of а I ight beam in the photo­
graphic process will result in integrated circuits with vastly in,  
creased numbers of functions per chip. 

4. Materials other than silicon wtll Ье used, and other phenomena 
and structures besidesjunction barriers formed Ьу р and n in1puл­
ties can Ье considered. 

1 .24. 1. Дайте опредедение типов интегральных схем. 

2.  Обсудите проблемы использования полуnроводников. 

3. Обсудите преимущества микроэлектроники . 

4. Расскажите об элеКТJЮJJНЫХ компонентах, используя структурно-логичес­
кую схему: 

Electronic elements 

transistors, 
diodcs, 

optoelectronic 
elemcnts, 

powcr transistors. 
rectifiers 

tubes 

discrete semiconductor devtccs 

HIC 

пucroprocessors 

passive 

semiconductor 
devices 

ICs 

rcst�tors, 
capacitors, 

relays, 
pnntcd boards, 

switchcs , 
dynatntcs, etc . 

monolithic те 

1nemory dcvtces logic arrays 

РАЗАЕА ВТОРОЙ 

(kНОВНОй текст: Semiconducting Materials Engineering Progress. 

rраммотические явле11ия: Типы правого определения. С пособы их 
n ере вода. 
Перевод слов onc, ones, that, thosc, it. 

J1ексические явле11uя: Контекстуальное значение сло в  maintain, 
tum. 
Перевод слов с префикса\1И sub-,  super-, 
over- , undcr- , semi - .  

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитори и  

1 .  Проверьте, знаете л и  в ы  следующие слова. 

Слова, имеющие одинаковый корень с русскими словами 

focus v 
associate v 
dominate v 
center v 

Portion n 

density n 
SCaling п 
&oai n 
extent n 
SUggest v 

contact n 
reflect v 
dominant a 
effect n 

accompany v 
start v 
sil icon n 
patent v 

proportionally adv 
composition n 
diffusion n 
foundation n 

Слова исходного уровня и предшествующеrо раздела 

perforn1ance n resistance n improven1ent n 
dimenSJon n area n cause v 

reliability n requtre v variety n 
foundary n research n propose v 
prevtous а apply v define v 
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2. Учитесь переводить. 

2 .1 .  Ознакомьтесь с mпами npaвoro определения существительноrо и переведите 
их (выполняется устно). 

N 1 • • •  + Jled . . •  + Jl1 

1 .  The state of art influenced Ьу the development was . . .  
2.  The prediction followed Ьу the change of the pattern can help . . .  
3 .  The event faced Ьу the designers was . . . 
4. The wire joined completes . . .  

N 1 • • • + Jled • • • + prp + Jl1 

1 .  The capability relied upon is reached . . .  
2. The technique referred to in the paper responds . . .  
3. The benefit called for can Ье achieved . . .  
4. The array thought of points out that . . . 

N1 + Vto pass + V1 

1 .  The concept to Ье referred to evolves . . .  
2 .  The point to Ье reached exceeds . . .  
3. The mode to Ье considered sten1s from . . .  
4 .  The reliability t o  Ье achieved reaches . . .  

N 1  + Adj + enough + Vto + V1 

1 .  Thc in1petus strong enough to give rise to the development is . . .  
2.  The shift large enough to Ье considered was . . .  
3 .  The vehicle heavy enough to handle the load is . . .  
4. The shrink small enough not to Ье considered was . . .  

Num + (N) + Adj + V1 

1 .  The shrink 5 cm long is marked . .  . 
2. The unit 4 т high was used for . .  . 
3. The film 1 mm thick is used . . .  

N1 + Adj (типа availaЫe) + V1 

1 .  In1proven1ent availaЬie is . . .  
2 .  Performance necessary can . . .  
3 .  Chip area present is . . .  
4. Technology similar to the previous one is . . .  
5. The shift possiЬle is used . . .  

Раздел 2 .  Первое занятие 

N1 + in / under + N1 + Jl1 

1 .  The prediction in question gives . . .  
2. The event under consideration shows . . .  
3 .  The vehicle in operation reaches . . .  
4 .  The pattern i n  use marks . . .  
5 .  The chip under development provides . . .  

N1 + Yzng + N1 

l .  The wire linking the ends was . . .  
2. The benefit predicting the result fits . . .  
3. The reliability concerning the device points . . .  

N1 + Jled + V1 

1 . The dimension required is responsiЬle for . . .  
2 .  The concept produced fits . .  . 
3. The response achieved is . .  . 
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2.2. Выявите определительные блоки существительного с правым опредеJJением. 
Переведкrе пред.1ожения, исходя из функции CJioв WIH блоков в предложении: 

1 .  The high level of control of fun1 thickness and resistivity unifor­
mity required has led to the study ofthe kinetics ofthe deposition. 

2. Тln1e delay associated with the interconnection is dependent on 
two paran1eters. 

3. The markedly different growth rate observed implies that gas phase 
equilibrium is not estaЬlished. 

4 .  Тоо much time spent in synchronization can diminish the bene­
fits of parallel processing. 

5. Different kinds of parallcl processing software may permit syn­
chronization to Ье achieved. 

6. The member of lanes affects the speed at which traffic can move. 

2.3. НаАдите и переведите речевые отрезки, в которых слова one(s), that и those 
являются заместителями существительного. 

l .  one or more units 
2. one more unit 
3 . one more advantage 
4. one or more advantages 

one, ones 

5.  one single crystai 
6. one of the benefits 
7.  not а static field but а dy-

. 
namtc one 



90 Мик роэлектроника настоящее и буnуше 

g. not а special acceptor but а 
COЛ1ffiOП one 

9. one may make an effort 

1 1 . complete ones 12. applicaЬle ones 

1 0 .  one can predict 

1 3 . Two small con1puters often 
cost less than one large one . 

that, those 

1 .  is  l ike that of а substrate 

2. is  much more than that pro-

duced recently 

3 .  is lower than that provided Ьу 

the new technique 

4. are more benefic ial  than 
those of the new pattem 

2.4. В следующих предложениях it не переводится. Объясните причину. Переве-

дите. 

1 It was necessary to increase the functions of the device. 

2� It is apparent that low power consumption is of importanc� . 

3 .  It was the development ofthe transistor that changed the plcture , 

4. lt is known t11at the transistor had an advantage over the best vac-

uum tubes. . . . 
5 .  lt appears that the object of the research I S  ���n_��a;t� 

to place а 6.  Latency (задержка) is the time (in secon s t а е ( 

message on the interconnect . 

7.  Parallel database technology can make it possiЬle to overcome 

mcmory emits. 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1. Переведите устно с листа первую часть основноrо текста (1) под руковол� 

ством nреподавателя. 

2. Переведите письменно со с.аоварсм вторую часть основноrо текста (выпо.l� 

няется самОС1'оятельно как домашнее задание). 

3. Ознакомьтесь с терминами основного текста: 

feature size - размер элемента 
time delay - временная задержка 
net effect - чистый эффект 
geometry design - ти nологическое 

проектирование cxc\i 

solid state - твердое состоян ие " 
junction transistor - nлоскостно lf 

транзистор; транзистор с p-n nерс-
ходом 
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IC (integratcd cнcutt) - интегральная 

схема, ИС 
MOS (metal-oxide setniconductor) 

структура металл -оксид-nолупро­
водник, МОП-струюура 

9 1 

VLSI (very large-scale tntegrat ton) -
сверхбольшая ИС, БИС 

Semiconducting Materials 
E ngineering Progress 

(1) 1 n microelectronics, the steady reduction of 1 С feature sizes 1 ,  

accompanied Ьу high cuпent densities and increasing den1ands of elec­

trical performance, has focused the attention oftechnologists on new­
er materials which exhibit 2 characteristics such as low contact resis­
tance,  reduced vulnerdbility 3 to electron1igration, and processibility 4 
at low temperatures. 

Ovcr the years, the device size has been reduced tremendously. 
Improven1ents availaЬie 5 in materials technology have allowed inte­
gration of n1ore and n1orc devices on the same chip resulting in in­
creased area. According to the theory of scaling, the smaller dimen­
sions of а MOS transistor should enhance 6 its speed . This should 
proportionally increase the circuit speed. lndeed, for smaller circuits 
it does happen. However, for large circuits, the t ime delays 7 associated 
with the i nterconnections can play а significant 8 role in determining 9 

the performance of the circuit. 
As the minimun1 feature size is n1ade smaller, the area of cross 

section ofthe interconnection also reduces. At the same time а higher 
integration level 10 allows the chip area to increase, causing the lengths 
of the interconnections to increase. The net 1 1  effect of this "scaling of 
interconnections" is reflected into an appreciaЬie 12 RC time delay. For 

а very large chip with extremely small geometries, the tin1e delay asso­
ciated with interconnections could become an appreciaЬle portion of 
the total time delay, and hence the circuit performance could no long­
er Ье decided Ьу device performance. 

Thus, as the c hip area is increased and other device-related 13 
dimensions are decreased the interconnection time delay becomes 
significant compared to the device tin1e delay and dominates the chip 
Performance. These are dominant factors limiting device perform­
ance. 
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Performance is the obvious goal ofVLS l ;  rel iabllity is а more sub­

tle 1 4  one. Therefore, new matcrials are required for VLS I intercon-

nections. . . 

The desigп 1 5  of any machine or а device has a\ways been l 1m1�ed 

Ьу the materials availaЬle . The proЬlem in question was that matenals 

could Ье designed and tailored 16 for any new structures. . 
Semiconductors are used in а wide variety of solid-state dev1ces 

including transistors, integrated circuits , diodes, photodi odes and light-

emitting diodes.  . . 

Several e\ements i n  and around group IV of the Perюd1c ТаЬ\с 

show intrinsic 17 semiconductor properties but of these Ge and Si (and 

to а lesser extent Se) alone have shown chemical and e\ectrical prop­

erties suitaЬie 1 s  for electronic devices operating near room tempera-

ture .  . . 

Germanium and silicon were the fust semiconductor matenals ш 

common '9 use. 
д great contribution 20 to the study of semiconductor phy�ics has 

been made Ьу the prominent Soviet scientist А. Е Yoffe. 1t  was ш 1 9�0 

when Academician A. F. Yoffe and his co-workers started а systematlc 

rescarch i n  the field of semiconductors. 
The diffusion theory of rectification 2 1  on the boundary of the two 

semiconductors was elaborated Ьу В. l .  Davydov, а Soviet physicist , i 1 1  

\ 9 3 8 .  Experimental support of his theory '"'as of great importance in 

the investigation of processes occurring 22 in p-n junctions. 

Right after (как раз после) W>rld War 1 1 , physicists John �ard�en. 

Walter Brattain and Will iam Shock\ey, and many other sc1ent1sts.  

turned 2з full time to semiconductor research . Research was centercd 

on the two simplest semiconductors - germanium and si\ icon.  . 

Experiments in question led to new theories. For example , Wlll-

iam S hockley proposed an idea for а semiconductor amplitier 24 t�at 

would critically test the theory. The actual device had far less ampllfi­

cation than predicted. John Bardeen suggested а revision �heory that 

would explain why the device wou\d not work and why �revюus exper­

iments had not been accurately foretold Ьу o\der theoпes. ln new ex­

periments designed to test the new theory they discovered an entirelY 

new physical phenomenon - the transistor effect. ln  1948 , W Sh�ck-
. 

Jey patented the junction transistor. J unction transistors are essentшl\) 
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��lid-state de�ices having three layers of alternately 25 negative or pos­
ttiVC type semtconductor material. 

The early history of modern semiconductor technology can Ье 
traced 26 to Decen1ber 1 94 7 when J. Bardeen and W. Brattain observed 
tran�istor action th�ough point contacts applied to polycrystalline ger­
mantu�. Germantum has become the material in con1mon use .  It 
was realtzed that transistor action occurred within the single grains 21 

of polycrystalline material. 
. G .  Teal  origi�ally recognized 28 the immense 29 importance of 

singl� -crysta
_
I se�нconductor materials as wel l  as for providing the 

phystcal realtzatton of the junction transistor. G. Teal  reasoned зо in  
1 949 , that polycrystall ine gern1anium's u ncontrolled resistances and 
electronic  traps 31 would affect 32 transistor operations in uncon­
t�olled ways . Additionally 33 , he reasoned that polycrystal l ine m ate­
пal would provide inconsistent product yields and thus Ье costly. 
Не was

. 
th�/irst to define c hemical purity 34, high degree of crystal 

�erfectton and uniformity of structure as wel l  as controlled chem-
1�al composition (i .  е.  donor or acceptor 36 concentration) of the 
SJngle-crystal n1aterial as an essential foundation for semiconduc­
tor prod ucts. 

. The next decade witnessed 37 the "universal " sen1iconductor ma­
terial , sil icon. Silicon gradually gained 38 favour over germanium as 
the ''universal"  semiconductor material. 

Sil icon is to the electro nics revolution what steel was to the in­
dustria1 revolution . 

(11) Silicon has been the backbone (основа) of the sem icon­
ductor i�dustry since the inception of commercial 39 transistors and 
other soltd-state devices. 

. !h� dominant role of silicon as а n1aterial for microelectronic 
Ctrcu1t

_
s _IS attr�butahle 4 0  in large part to the properties of its oxide .  

Stltcon dtoxide is а clear glass with а softening 4 1  point h igher �han 1 ,400 degrees С. lf а wafer 42 of silicon is heated in an atmo­
. Phere of oxygen or water vapour 43 , а film of si l icon oxide forms on 
Its surface.  The film considered is hard and duraЬie 44 and adheres 45 �е\1. _It makes an excel\ent insu\ator. The si licon dioxide is particu-
arly tmportant in the fabrication of integrated circuits because it can act as а mask 46 for selective introduction of dopants 47• 
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Silicon 's larger band 48 gap 49 permitted 50 device operation at higher 
tem peratures (in1portant for powcr devices) and thermal oxidation of 
si1icon produced а non-water-soluЫe staЫe oxide (as compared to 
gern1aniun1 's oxide) suitaЬle for passing p-n junctions, serving as an 
" impermeaЬle 51 diffusion mask" for соттоn dopants, and as insula­
tor coating 52 for conductor overlayers 53• 

Oxygen concentration present influences таnу si licon wafer prop­
erties, such as wafer strength,  resistance to thermal warping (скачок) , 
minority carrier lifetime and instability in resistivity. 

The presence of oxygen contributes to both beneficial and detri ­
mental 54 effects. The detern1ental effects can Ье reduced if thc oxygen 
is maintained 55 at less than 38  ppms. Thus, the oxygen range � of the 
wafer  present should Ье controlled . The results achieved with silicon 
are great. 

However, although the silicon wafer clearly is а fundamental in­
gradient in the fabricat ion of an integrated circuit , the sil icon тateri ­
als specification 57 n1ay not Ье critical elen1ent in devcloping а success­
ful new IC product strategy. 

Large-scale integration (LSI) of devices has put great deтands 
on electronic-grade single-crystal materi al .  The semiconductor indus­
try now requires high purity and тinimum point -defects concentra­
tion in sil icon in ordcr to in1prove the coтponent yield per silicon wafer. 
Thesc requirements have become increasingly stringent 58 as the tech­
nology changes from large-scale integration ( LS I )  to very large-scale 
intcgration (VLS I) and very large-scale integration (VLSI) to very high 
speed integrated circuits (VHS IC) .  

The yield ( or circuit performance) of  а device and the i ntrinsic 
and extrinsic materials propertics of silicon are interdependent. Thc 
sil icon wafer substrate must Ье practically defect-free whcn the active 
device density may Ье as higl1 as l О to l О per chip. 

То increase further the speed of semiconductor devices requires 
not only refinements 59 in present designs and fabrication techniques, 
but also new тaterials that are inherently 60 superior to n1aterials pres­
ently being used , like gerтanium and silicon. New material under con­
sideration is gallium arsenide. 

Galliuт arsenide has а тuch higher electron moЫlity than ger­
manium and silicon. The opportunities 61 present are as follows: it is 
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potentially much faster; it has а larger band gap, permitting operation at higher teтperatures; it is chen1ically and n1echanicaily staЫe. Mo­
bil ities in this high-purity galliun1 arsen ide are about twice those of 
germanium and four times those of si l icon. 

Thc potential of high -purity ga1Iiun1 arsenide was first explicit 62 
in а new gal l iuт arsenide -germanium hetero-junction diode. The het­
ero-junction device has а potential for much faster switching than con­
ventional 63 р-п junction diodes. lts calculated switching time is of the order of а few picoscconds (trillions of а second) . 

However, the difficulty of producing galliun1 arsenide of sufficient64 
purity has Jimited its application.  

Yet,  gall ium arsenide is  far from the end ofthe story. Any search­ing for an answer makes contributions. This is the way of developing better materials and deviccs. 

3. Проверьте, как вы запомнили слова первой части основ­ного текста. 

2.5. Переведите выделенные слова/словосочетания, исходя из значений ,  приве­
деиных в скобках: 

1 .  density n (плотность) , dense а 
2. vuJncrability n (уязвимость) , vulneraЬie а 3. processibi lity n (обработка) , process v 
4. intcrconnection n (взаимосвязь) , connect v 5.  suitaЬle а (пригодный) , suit v 
6. contribution n (вклад), contribute v 
7. rcctification n (выпрямление) , rectify v 8. an1plification n (усиление) , amplify v 
9. layer n (слой) , lay v 

1 0. alternately adv (попеременно), alter v 
1 1 . perfection n (совершенствование) ,  perfect v 
1 2. purity n (чистота) , pure а 

2.6. ПереведиТС rnaroлы, исходя из значений соответствующих существительных: 

1 . delay v (delay n - запержка) 
2. level v ( level n - уровень) 3.  feature v (feature n - характеристика) 
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4. turn v (tum n - поворот) 
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5. trace v (trace n - след) 
6. reason v (reason n - разум, причина) 

2. 7. Переведите следующие слова. Обратите внимание на значения п�фиксо� 
sub- _ под, ниже; super-, OJ,'er- - сверх, выше; under- - ниже н semt- - полу. 

sub-: subdivision п, substructure п .. subcomn1ittee n 

super-: superheat n ,  superstructure n ,  supem�tural а, superfast а 

over- : overgrow v, overwork v ,  overheat v 

under-: underprodнce v, undergrow v, undercutting n 

semi-:  sen1iconductor n ,  semicircle n,  semiannual а 

2.8. Переведмте след.vющие слова, исходя из значе11ия их антонимов: 

1 .  unstaЬie а (staЬle а - устойчивый) 
2 .  unconventional а (conventional а - обычный) 

3. unlimited а (limited а - ограниченный) 

4. uncontrolled а (controlled а - управляемый) 

5.  unsuitaЬle а (suitaЬle - подходящий) 

6. uncommon а ( соттоn а - обычный) 

7. unl ike а ( like а - подобный) 

8.  impossiЫe а (possiЬlc а - возможный) 

9. imperfect а (pcrfect а - идеальный) 

1 О. impurity n (purity n - чистота) 
1 1 . immobility n (mobility n - подвижность) 

4. Учитесь слушать и говорить .. 

2.9. Ответьте на вопросы ,  используя информацию основного текста: 

1 .  What would you say about the steady reduction of iC feature sizes? 

2.  What has allowed the integration of more and more devices on 

the same chip? 

3. What does higher integration Ievel allow? 

4. What are the dominant factors l imiting device performance? 

5. What limits the dcsign of any machine? 

6. Who has made а great contribution to the study of semiconductor 

physics? 

Раздел 2.  Первое заннтие 

7. What would you say about polycrystal line materials? 

8. What is  cssential foundation for sen1iconductor products? 
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2. 1 О. Обоб�ите и11формацию, данную в основном тексте. Расскажите на русском/ 
анrлииско\1 языке, что вы уз11али о полупроводниках; об ученых, работаю­
ll�их в обJ1асти полупроводниковых материалов; о кремнии и германии. 

Домашнее задание 
1 .  Повторите mпы правого определения сущесrвительноrо, перевод слов one, 

ones, that, those, it и выполните упражJtения. 

2. Изучите слова и словосочетания первон части ocнoвttoro текст-.1 

3. Переведите письменно со словарем вторую часть основноrо текста. (Время 
перевода - 60 минут) 

Внеаудиторная работа 

1 .  Учитесь переводить. 

2. 1 1 .  Переведите усrно, учитывая особенности перевода правых опредедений: 

1 
1 .  complex electronic systems to Ье installed are . . .  
2. new materials to Ье used arc . . .  
3. materials to Ье tailorcd for new structures are . . .  

2 

1 .  chips designed for use in military electronic systems are . . .  
2 .  а scmiconductor an1plifier proposed Ьу W. Shockley was pat­

ented . . .  
3. transistor operation affectcd Ьу electronic trap has . . .  
4. chen1ical purity influenced Ьу thc degree of crystal perfection pro­

vides . . .  
5. uniforn1ity of structurc relied uроп depends . . .  
6.  а wafer of silicon spoken about is heated . . .  

3 

1 .  fundamental factors influencing resistor performance are . . .  

2. а material having а negative temperature coefficient is used .. . . 

7 Бух 
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3.  copper wire containing the oxide layers is . . .  

4.  а complete circuit typically consisting of 10 to 20 transistors 

causes . . .  

5.  transistor action occuпing within а single grain of polycrystalline 

material shows . . .  
4 

1 .  the way of developing materials 

2. an attempt of using impurities 

3 .  thc variety of handling the wafer 

4. the capability of amplifying the cuпent 

5 

1 .  contributions сараЬlе to improve are . .  . 
2. new chips commercially availaЬle are .. . 

3. oxygen concentration influences . . .  
4. insulator coating suitaЬle in the case is . . .  

6 

l .  the detrimental effects in question can Ье reduced . . .  

2 .  а mask under consideration is attributaЬle to  the properties . . .  

3 .  conventional p-n diodes i n  operation offer . . .  

4. the purity in existence makes . . .  

2. 1 2. Определите значения слов one, ones, that, those и it, опираясь на средства ИХ 

выявления, и переведите предложения: 

onc, ones 

1 .  One of the proЬlems has been solved with the help of electronics 

in space communication. 

2. Electronics is not а static field of study, but а dynamic one. 

3.  One should know gallium arsenidc has а much higher electron 

mobility than germanium and silicon. 

tbat, those 

1 .  То write code that accesses another application, you must instruct 

VВА to make the objects in the other application availaЬle to you. 

2. This is а file on your computer where all the objects , methods, 

properties, constants, and events for that application are defined. 

3 .  You should qualify the type of tbat in your statement. 

4. N ow that you have referenced the object l ibrary you can create 

and manipulate objects in tbat application. 
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it 

1 .  The X R  technology employs а novel trick to get better pictures: it 

continually monitors audio and video signals. 

2. It is protons, atomic nuclei or photons that form ultra-high-ener­
gy cosmic rays. 

3. А digital pulse can travel 1 О times as far through а plastic fibre 
be�or� it spreads out as much as it does in an equivalent glass fibre. 

4. It ts dtfficult to explai n how cosmic rays could have crossed such 
distances to Earth. 

2. 13. Переведите письменно со словарем вторую часть основного текста (время 
перевода - 60 минуr). 

2. Изучите слова и словосочетания основного текста. 

(1) 
1. feature size - размеры элемента 

feature п 1 .  особен ность; свойство; 

2 . дсталь, элемент 

feature v 1 .  изображать, показывать; 

2.  быть хара ктерной чертой 

2. exhibit v 1 .  n оказы вать, проя в­

лять; 2. эксnонировать 

cxhibltion n l .  показ; 2 .  выставка 

3. vulnerabllity n уязвимость 

vulncraЬie а уязвимый 

vulneraЬie crack - опасная трещина 

4. processibllity n возможность обра­

бот к и 

processing n обработка 

proccss n 1 .  процесс; 2 .  способ 

process v обрабатывать 

processor n nроцессор, обрабаты­

вающее устройство 
array processor - матричный (век­

торный) процессор 

word processor - система обработ­

ки текстов 

�- availaЬie а 1 .  доступный; имею­

Щийся в распоряжении ; 2 .  (при)­
rодный 
availaЬШty n 1 .  наличие; 2. пригодность 

6. enhance v повышать� увел ич и ­

вать ; усили вать 

enhancement n 1 .  увеличение, рас­

ширен ие; 2 .  модерн изация 

7. delay n 1 .  задержка, запаздыва­

н ис;  2 .  за\iедление; 3.  время запаз­

дывания 

delay v 1 .  задерживать; 2. откладывать 

delay time - вел и ч и н а  временной 

задержки 

delay updating - задержная коррек­

тировка 

delay line - характер запаздывания,  

времен ная задержка 

phase delay - запаздывание по фазе 

delayed а 1 .  замедленный ; 2. с задерж­

кой 

8. significant а важны й ;  знач и м ы й  

significance n важность; значение 

9. dctermine v 1 .  определять, уста­

навливать; 2. решать; 3. заставлять; 

4. ограничи вать 

determination n 1 .  определение;  ре­

шение;  2. установление; 3. и зме­

рен ие 

determinated а 1 .  оnределе н н ы й ;  

2 .  вычисленный 



100 �1икроэлектроника . настоящее и будущее 

determinate - оnределенный,  за­

данный 

10. lcvel n l .  уровень; 2 .  плоская го-

16. tailor v 1 .  nрисnосабливать, nод­

гонять; 2. специально разрабаты­

вать; 3 . nроектировать 

tailor-made а заранее заданный 

tailoring n nодгонка, подстройка 

field tailoring - подстройка nоля 
ризонтальная поверхность 

ftxed level - nостоянный уровень 

level а 1 .  одинаковый; 2. горизон-

тальный 

level v выравнивать; уравновешивать 

level down - понижать до уровня 

level off - выравнивать, выпрямлять 

1 1 . net n 1 .  сеть; 2 .  схема, цеnь 

network n 1 .  схема, цеnь; 2. сеть 

network congestion - закуnорка сети 

12. appreciaЬie а заметный, ошуrимый 

appreciate v 1 .  оценивать, ценить; 

2 .  различать 

appreciably adv заметно, значитель-

но 

13. device-related - связанный с уст-

ройством 

related а связанный; относЯill.ИЙСЯ 

relate v связывать; относиться 

relationsbip n отношение 

device n механизм, прибор, устрой-

ство 

14. subtle а l .  тонкий; 2 .  острый; 3. зд. 

очень нужный 

15. dcsign n 1 .  проект, план; 2. конст­

рукuия, разработка; 3. рисунок, эс-

киз; 4. расчет 

design v 1 .  проектировать, конст-

руировать; 2 . предназначать 

designer n конструктор, проекти-

ровшик 

computer-aided design - автоматизи-

рованное nроектирование 

Ьlock design - блочная конструкuия 

fault-tolerant design - отказоустой­

чивая конструкция 

geometry design - топологическое 

проектирование схем 

on-line circuit design - оперативное 

nроектирование схем 

option design - nроектирование с 

выбором вариантов 

17. intrinsic a l .  присуший, свойствен­

ный; 2. сушествснный; внуrренний; 

3. собствеl-JНЫЙ (обэлектJЮnроводни-

ках) 
intrinsic equation - nредопределен-

ное уравнение 

extrinsic а nримесный (об электро-

проводниках) 

18. suitaЬie а 1 .  подходящий, соответ-

ствуюший; 2 .  годный 

suit v l .  удовлетворять требован и-

ям; 2 . соотвстствовать 

suitability n nригодность, соответ-

ствие 

19. common о l .  обший; 2. простой, 

обыкновенный; 3 .  расnространен-

ный 

common form - стандартная форма 

ш common - вместе 

in common with - наряду с 

commooly adv обычно 

20. contribution n l .  вклад; 2.  содей­

ствие; участие; З . сотрудничество; 

работа; 4. статья , доклад 

contributc v 1 .  содействовать� спо­

собство вать;  2. делать вклад; 

3 .  nринимать участие, сотрудни-

чать 

contributor n 1 .  автор статьи ; 2. со-

действуюший 

21 .  rectification n l .  выnрямление ; 

2. детектирование 

rectify v 1 .  выпрямлять; 2.  дстекти-

ровать 

barrier-layer rectiftcation - выпрям-

ление на обедненном слое 

diode rectification - диодное детек-

тирование 

rectifier n 1.  выпрямитель; 2 .  диод 
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tunnel rectifier - выnрямитель на 

туннельном диоде 

22. occur v l. происходить, случать­

ся; 2. приходить на ум; 3. встречать­

ся, попадаться 

occurrence n 1 .  случай; 2. наличие· 

З. местонахождение, распростра� 
нение; 4. возникновение; 5. вхож­
дение 

failure occurrence - возникновение 

отказа 

23. turn v 1 .  обращаться , прибеrать; 

2· вращаться; 3 .  сосредоточивать ' 
направлять; 4. приводить в какое-л. 

состояние 
turn aside - отклонять(ся) 

turn into - превращаться 
turn оп - включать 

turn off - выключать 

turn n l. поворот; 2 .  изменение·  

3 . очередность 
' 

in turn - по очереди 

24. amplifier n усилитель 

bulk-effect amplifier _ усилитель на 

основе объемного эффекта 

charge-transfer amplifier - усилитель 
на ППЗ 

off-chip amplifier - навесной (внеш­

ний) усилитель 
on-chip amplifier - усилитель на од­

но� кристалле с другой схемой 
sample-and-hold amplifier _ усили­

тель выборки и хранения 
sense amplifier - усилитель считы­

вания 

amplify v усили вать; увеличивать 
25. alternately adv попеременно 

altemate a l.  чсредующийся; 2. друrой 
alter v чередовать; изменяться 
alternating а персменный 
alternating current (АС) - перемен-

ный ток 
26. trace v 1 .  прослеживать; 2. прово­

дить линию; 3. относить к; отно­

сить на счет 

10 1  

trace n l .  след; 2 .  нсзначительное 

количество 
traceability n:  batch traceability - воз­

можность контроля последова­

тельности технологической об­

работки партии (пластин) 

27. grain n l. кристалл; rранула; 2. зер­

но; З. крупинка; 4. волокно 

columnar grain - зерно цилиндри­

ческой формы 
gra in v l. rранулировать, кристал­

лизоваться; 2 . дробиться 

grained а зернистый, гранулирован­

ный 
28. recognize v l. узнавать; 2. призна­

вать 
recognizaЬie а могущий быть узнан­

НЫ\1 
recognition n 1 .  узнавание; опозна­

вание ; 2. признан ие 

character recognition - распознава _ 
ние символов 

29. immcnse а l .  огромный ; 2. необъ­

ятный 

immensely adv очень, чрезВЫ'Iайно 

30. reason v 1 .  обсуждать; рассуждать; 

2.  резюмировать 

reason n причина; основание 

Ьу reason of - по причине, из-за 
reasonahle а умеренный; приемле-

мый 

reasonahly аdv с достаточ ным осно­

ванием 
3 1 .  trap n ловушка; центр захвата 

carrier-trap - центр захвата носи­

телей 

electron trap - электронная ловуш­

ка, центр захвата электронов 

trap v захватывать 

32. affect v оказывать влияние, воз­

действовать 

affected а нарушенный, поврежден­
ный 

33. additionally adv дополнительно 

additional а доnолнительный 
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addition n l. дополнение; 2. сложение 
in addition to - дополнительно, кро­

ме того 
add v nрибавлять; дополнять 
add itive n добавление ,  nримесь,  

присадка 
add-on - увеличение 

34. purity n чистота; беспримесность 
impurity n примесь 
pure а ч истый, беспримесный 
purc oscillation - синусоидальное 

колебание 
purely adv исключительно; полно­

стью; соверtпенно, вполне 
purify v очищать 

35. pcrfcction n 1 .  завершенность, за­
конченность; 2. совершенство 
perfcct а l. законченный;  2. идеаль­

ный 
pcrfect v 1 .  заканчивать; 2 .  совер-

шенствовать 
perfectly adv совершенно 

36. acccptor n 1 .  акцеnтор� 2 .  акцеп­
торная примесь 
acccpt v 1 .  принимать; 2. допускать; 

соглашаться 
acccptaЬie а 1 .  принятый, допусти­

мый; 2. известный, распростра­
ненны й  

acceptancc n 1 .  прием ка; 2 .  соглаше-

ние 
accepted а l .  принятый,  допусти­

мый;  2. известный, распростра­
ненный 

generally accepted - общепринятый 
37. witness v l .  быть свидетелем; 2 .  сви­

детельствовать 
38. gain v l .  получать; приобретать; 

2 .  увеличиваться; 3. извлекать поль-

зу 
to gain acccptance - nолучать nри-

знание 
gainn l .  увеличение, прирост; 2. nри­

быль; 3. выигрыш; 4. коэффици­
ент усиления 

collcctor-to-base current gain - ко­
эффициент усиления траl-{зисто­
ра по току в схеме с общим эмит­
тером 

cuпcnt gain  - усиление по току 
logic gain - нагрузочная способ­

ность логической ИС 

spced gain - выигры ш в быстродей-

ствии 
gain of control - получение управ-

ления 

(11) 
39. commercial а l .  торговый; 2. вы­

годный;  3.  имеющийся на рынке 
commerce n торговля 

40. attributaЬie а причастный; харак-

терный 

attribute n свойство, характерный 

nризнак, черта 
attribute v относить; приписывать 

41.  soften v размягчать 
soft а l .  мягкий;  2. ковкий; гибкий ;  

3 .  неинтенсивный; 4. проrрам-· 
мираванный 

software n математическое обееле -

чение ЭВМ 
42. wafer n l .  полупроводни ковая 

пластина; 2. пластинка; nлата; под 
ложка; 3. кристалл, ИС 
blpolar wafer - njп пластина с бипо­

лярными интегральными струк'I)' · 
рам и 

building-Ьiock wafer - п/п пластина 
с сформированными конструк­
тивными блоками 

customed wafcr - п/п пластина с ба­
зовыми кристаллами 

etch-separated wafer - п/n пласти­
на,  разделяем ая на  кри сталлах 
методом травления 

Пat-wafcr - nластина с плоскоnа­
раллельными поверхностями 

process development wafer - тестовая 
пластина, применяемая при раз-
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работке технологического про­
цесса 

wafering n резка n/п слитков на плас­
тины 

wafertrack n автоматизированная 
система обработки п/п пластин,  
управляе м ая ми кропроцессо­
ром 

43. vapour n пар, пары 
dopant vapour - пары легирующей 

nримеси 
saturated vapour - насыщенный пар 
vaporization n испарение; парообра­

зование 
44. duraьte а I .  прочный; 2 .  длитель­

ный,  долговременный 
durabllity n l .  прочность; 2 .  nродол­

жительность, срок службы 
duration n продолжительность 

45. adhere v 1 .  nрилипать; 2 .  придер­
жи ваться чего-л. 
adherence n 1 .  соединение, сцепле-

ние;  2. соблюдение 
adbesion n прилипание, сцепление 
adhesive n 1 .  клей, адrезив; 2. адrезия 
adhcsivc join - клеевое соединение 

46. mask n фотошаблон, маска; мас­
кирующий слой 
mask v маскировать 
deposition mask - шаблон для фор­

мирования металлизации 
doping mask - шаблон для форм и­

рования легированных областей 
cvaporation mask - маска для напы­

ления 
exposure mask l .  фотошаблон; 2 .  фо­

торезистный маскирующий слой 
in situ mask - локальная маска 
master mask - эталонный оригинал 

фотошаблона 
metal-on-glass mask - металлизиро­

ванный фотошаблон 
moving mask - свободная маска 
overlaid mask - \iаска на п/n пласти­

не 
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production mask - рабочий шаблон 
self-atigned mask - самосов�ещен­

ный шаблон 
maskant n материал для формиро­

вания маскирующего слоя 
47. dopant n легирующая примесь; 

диффузант 
donor dopant - донорная примесь 
implantcd dopant - ионноимпланти-

русмая примесь 
impurity dopant - легирующая nри­

мссь 
spin-on dopant - примесь, наноси-

мая на поверхность п/п 
doped а легированный 
doper n установка для легирования 
dope v легировать 
doping n легирование 

48. band n 1 .  полоса частот; 2 .  лента, 
тесьма 
band pass filter - полосовый фильтр 

49. gap n 1 .  промежуток, интервал; 
2 . пробсл , nропуск; З . разрыв, за­
зор 
band gap - запрещенная зона 
direct gap - запрещенная зона с 

nрямыми переходами 
graded band gap - плавно измсняю­

щаяся запрещенная зона 
mask gap - зазор между фотошаб­

лоном и пjn пластиной 
prox imity gap - микрозазор 

50. permit v позволять; разрешать 
pcrmission n разрешение 
permissihle а разрешаемый, допус­

тимый 
5 1. impermeaЬie а нспроницаемый 

permeate v проникать 
permeaЬie а проницаемый 

52. coating n 1 .  nокрытис, слой; 2.  на­
несение покрытия 
dip coating нанесение покрытия ме­

тодом поrружения 
coat n покрытие, оболочка 
coat v покрьшать, обшивать 
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53. overlayer n покрытис, верхний 
слой 
layer n 1 .  слой, пласт; пленка; 2 .  уро­

вень 
laycred architccture - иерархическая 

структура 
lay v 1 .  класть, положить; 2. изла­

гать, формул ировать; 3. состав­
лять план 

barricr laycr - запирающий слой 
buried layer - скрытый слой 
сар layer - rер!v1етизирующий слой 
ewporntcd layer - напыленный слой 
host laycr - исходный слой 
multiple layer - многослойная пленка 
registcred layers - совмещенные 

слои 
sandwiched laycrs - слои трехслой­

ной структуры 
supportcd semiconductor layer - п/п 

слой на подложке 
layout n тополоrия ;  разработка то­

пологи и 
lay out v компоновать, трассировать 

54. detrimental а вредный, нежела­
тельный 
detriment n вред 

55. maintain v 1 .  поддерживать, со­
хранять; 2. обслуживать; 3.  продол -­
)Кать; 4 . утвер�ать 
maintenance n 1 .  уход, ремонт; 

2. подr1ержка; 3. обслуживание 
maintcnancc panel - инженерный 

пулы 
maintenance tcst - эксплуатацион­

ные испытан ия 
56. range n l .  ряд; цеп ь; 2 .  область 

распространения; 3. предел, диапа­
зон ; 4. протяженность 
range of action - радиус действия 
range of application - область при-

менен ия 

range v l .  классифицировать; 2. ко­
лебаться в пределах; 3. тянуться, 
распространяться 

r.1nging n определение расстояния,  
масштабирование 

57. specification n 1 .  спецификация, 
и нструКIIия; 2. подробность 
spccify v 1 .  точ но определять; 2. да­

вать сnецификацию 
specific а l .  'Характерный; 2. точный; 

3. удельный 
spccifically adv 1 .  особенно; 2 .  точ­

но; 3.  в частности 
58. stringent а строгий ,  точный 
59. refinemcnt n l .  усовершенствова­

н ие; 2 .  очистка 
rcfine v 1 .  совершенствовать; 2. очи­

шать 
refincd а очищенный 

60. inherently adv по существу; по 
своей природе 
inhcrcnt а при сущий, свойственный 
inhcrit v унаследовать 
inhcrited crror - унасл едован ная 

ошибка 
6 1 .  opportunity n возможность 

takc an opportunity - воспользовать­
ся возможностью 

62. explicit а 1 .  явный; 2. прямой, не­
nосредственный; 3.  nодробный 
Ье explicit � зд. ясно проявиться 
cxplicit  flow- chart - подробная 

блок-схема 
explicit function - явная функция 

63. conventional а 1 .  общеnринятый ; 2. 
стандартный, типовой ; 3. обычный 
convcntional dcsign - базовое проек­

тированис 
conventional meJnory - базовая па­

мять 
64. sufficicnt а достаточный 

sufficicntly adv достаточно 
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3. П роверьте, как вы запомнили слова. 

2. 14. Заnишите nерсвод данных речевых отрезков: 

(1 - 1 0): the feature ofthe gate; а feature size; to exhibit the pattem; 
to exhibit the performance; vulnerability to the response; to 

process the data; the aпangement ofthe processor; the avai l­

ability of chips; to enhance the speed; time delay; а signifi­
cant predict ion; to determine the capability; the level of de­
velopment 

( 1 1-20): the net effect ; to appreciate the feature; an appreciaЬle ex­

tension; to contribute efforts; an arrangement suitaЬle for 
thc purpose; а mode in common use; а contribution to the 
process1ng 

(2 1 -30): to  concern the events occurred;  to tum full  time to research; 

to amplify the sensitivity; to trace the operation 
(3 1 -40): to affect the response rate; to add some points; to achieve 

the metal purity; the petfection of the rectification; to wit­

ness the event ; to gain similarity; to Ье attributaЬle to the 
emergency 

( 41 -50): а duraЬle mark; to act as а mask; to permit the size shrink 

(5 1 -64): an insulator coating of а conductor; to predict detrimental 
effect; to refer to а conventional state; sufficient purity 

2. 15. Найдите в основном тексте (первая часть) английские эквиваленты слецую­
щих речевых отрезков и запишите их: 

1 .  постоянное уменьшение размеров ИС 
2. новые материалы имеют такие характеристики, как . . .  
3. усовершенствования, достигнуrые в технологии 
4. размеры транзистора 
5. задержки по времени , связанные с . . .  
6 .  определение характеристик схемы 
7. более высокий уровень интеграции позволяет увеличить 
8. довольно значительная задержка по времени 
9. конструкция любого устройства 

1 0. большой вклад в изучение . . .  

1 1 . исследование процессов, происходящих в p-n переходах 

1 2. чрезвьrчайная важность полупроводниковых материалов 
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1 3 . посвятили все свое время исследованию полуnроводников 

14.  определить химическую чистоту 

4. Учитесь кратко излагать содержание текста. 

2. 16. Кратко изложите содержание основного текста. При кратком изложении со­
держания текста используйте следующие речевые отрезки: 

l .  . . .  has focused the attention on . .  . 
2.  . . .  have allowed integration of . .  . 
3. . . .  should enhance the speed . .  . 
4 .  . . .  allows the chip area to increase . . .  
5 . . . . are required for interconnections . . .  
6.  . . .  show intrinsic properties . . .  

7 . . . . was centered on two semiconductors . . .  
8 .  . . .  has become the proper material . . .  

9 .  . . .  gradually gained favour . . .  

Раздел 2 .  Второе занятие 

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитории 

1 .  Проверьте домашнее задание. 

1. Проверьте письменный перевод второй части основноrо текста. 

2. Проверьте упражнения (выборочно). 

2. Проверьте, как вы запомнили слова. 

3. Учитесь переводить. 

Текст 2. 1 В 

1 07 

Персведите текст устно (с листа). Значение выдслен11ых слов вы сможете понять 
из контекста. 

GaAs MESFETs Research 

Many years have passcd since the bipolar transistor was invented Ьу 
Shockley i n 1 948. Bipolar technology has higbly matured today, and the 

structure ofSi bipolar transistor has been improved almost to its physical 
limits. The upper frequency l imit of its practical application is consid­
ered to Ье 4 Ghz regardless of advances in tecl1nology. 

In  1 966, С. А. Mead demonstrated the possibility oftransistor with 
а very high cut-off frequency employing а GaAs field effect transistor 

with а Schottky barrier gate. Since then, GaAs M ESFET research and 
development efforts have been n1ade in many laboratories around the 
world. The main purpose of the development of GaAs М ESF ET is to 
obtain three-terminal microwave semiconductor devices which can Ье 
used to develop microwave amplifiers to replace the parametric low noise 
amplifiers and the travell ing wave tube power amplifiers. 

In the last several years, GaAs M ESFETs have made remarkaЬle 
progress in both low noise GaAs MES FET amplifiers, resulting in а sub­
stantial reduction in the cost of microwave comm unication systems. High 
power GaA.s MES FETs replaced some ТWГs, guaranteeing а much long­
er lifetime and а smaller size than the ТWТ. 
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Текст 2.2 В 

ПереведJПе текст письменно со словарем. Обратите внимание на перевод выде­
ленных слов. Время перевода - 15 минуr. Проверьте перевод в аудитории. 

Вариант 1 

Speedier Semiconductor Chips 
. 

The ongoing microelectronics revolution was uslzered in over 50 
years ago Ьу the introduction of silicon-based semiconductor chips. 
The circuits speeds in some advanced computer equipment are now 
approaclzing the theoretical limits ofsilicon,  and for many years scien­
tists have been experimenting with faster-working alternative materi­
als. Haпis Microwave Semiconductor, of Milpitas, Calif. , recently in­
troduced two digital integrated circuits made from one exotic altemative 
to silicon: gallium arsenide. 

Electronic chips made from gallium arsenide have been availaЬle 

in the past , but usually only on а prototype basis. The new Harris chips, 
both of which are designed for use in sophisticated telecommunica­
tion equipment and military electronic systems are the first commer­
cially availaЬle off-tlze shelf gallium-arsenide 1 С chips. The manufac­
turer says they work five times faster than the speediest of today's 
silicon-based counterparts. 

ВариаiП 2 

Silicon and Germanium 

The two elements we can now concentrate on, as Ьу far the most 
important semiconductors, are silicon and germanium. Silicon is one 
ofthe mostplentiful elements in the world, but occurs in chemical com­
pound such as sand (silica) , from which it is difficult to extract pure 

silicon. The element can Ье isolated Ьу the reduction of silica in an arc 

furnace. lt then contains small quantities of calcium , iron, alumini­
um, boron and phosphorous as  principle impurities. Altematively, sil­

icon can Ье prepared Ьу the pyrolytic reduction of silicon tetrachlo­

ride and in this way the material can Ье obtained free from analyticallY 
detectaЬle quantities of boron and phosphorus. 

-
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Germanium is comparatively rare but it is rather easier to refine. 

It should perhaps Ье mentioned that the list of semiconductors given is 

not conjined to elements; increasing attention is being paid to semi­
conductor compounds such as indium antiminide and other compounds 

of group 1 1 1  with group V elements. 

3. Учитесь аннотировать и реферировать . 

Текст 2. 1 С 

а) Прочи-rайте текст. Выявите основную информацию каждого абзаца. Запи­
шите данную информацию (в виде подлежащего и его сказуемого) на русском 
языке. Проверьте правильность понимания текста. 

б) Прочигайте текст еще раз и составьте краткий реферат на английском язы­
ке. Используйте следующие клише: 

Тhе review surveys . . .  
Тhе author shows the advantages ofGaAs. Тhеу are . . .  
The conclusion is as follows . . .  

Semiconductors as M aterials 

А semiconductor is а material having а resistivity in the range 
between conductors and insulators and having а negative temperature 
coefficient. The conductivity increases not only with temperature but 
is also affected very consideraЬly Ьу the presence of impurities in the 
crystal Iattice . 

Types of semiconductor material commonly used are elements 
falling into group IV ofthe Periodic ТаЬlе , such as si licon or germani­
um. The donor and acceptor impurities are group V and group 111  ele­
ments, respectively, differing in valency Ьу only one electron. 

Certain compounds such as gall ium arsenide (Symbol:  GaAs) 
which has а total of eight valence electrons, also make excellent semi ­
conductors. 

GaAs is а direct-gap 1 11-V semiconductor that has а relatively 
large band gap and high carrier mobility. The relatively high carrier 
mobility allows the semiconductor to Ье used for high-speed applica­
tions and because of the Iarge energy gap it has а high resistivity that 
allows easier isolation between different areas of the crystal .  The con-
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duction band is а two-state conduct ion band; some electrons there­

fore are ' hot ' clectrons, i .e. they have small effective mass and higher 
velocity, this resulting in the Gunn effect. 

GaAs is difficult to work since diffusion of impurities into the 

material is extremely difficult . Epitaxy, or ion implantation must 

therefore Ье used to produce areas of different conductivity type. The 

main uses for gallium arsenide have been as microwave devices, such 

as Gunn diodes or I M PATT diodes, but lately it has been used as а 
M ES FET (а GaAsjunction field-effect transistor) for high speed logic 

circuits. 

4. Учитесь говорить. 

2. 17. Ответьте развернуrо (2-3 предложения) на следующие вопросы: 

1 .  What new possibilities did the advent of the transistor open? 

2. Who made а great contribution to the study of semiconductor 

physics? 

3 .  What is а scmiconductor? Name the main propcrties ofsemicon-

ductors. 
4 .  W11at do thcy say about sil icon? 
5 .  How does а film of silicon oxide form а wafer? 

6 .  W11at does oxygen concentration influeпce? 
7 .  What i s  а fundamental ingredient in  the fabrication of an integrat � 

ed circuit? 

8. What are donors? 
9. What new material is under consideration? 

1 0. In what way can GaAs compete with germanium? 

2. 18. Кратко изложите содсржа11ие основноrо текста. При кратком изложении тек­
ста ис11ользуйте след.уюJIJ.Ие речевые отрезки: 

1 .  . . .  has focused the attention on . .  . 

2. . . .  have allowed integration of . .  . 

3. . . .  should enhance the speed . .  . 

4 . . . .  allows the chip area to increase . . .  

5 .  . . .  are required for interconnections . . . 

6. . . . show intrinsic properties . . .  
7 . . . . was centered on two semiconductors . . .  

-
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8. . . .  has become the proper material . . .  

9. . . .  gradually gained favour . . .  

Внеаудиторная работа 

1 .  Проверь те, знаете л и  вы слова. 

2.19. Назовкrе синонимы следующих слов (вы можете найти их в основном тексте): 

1 

1 .  show, present v 6. understand, recognize v 
2. unsafe,  weak а 7. invent, create v 
3. increased, intensive v 8 .  give , supply v 
4. keep back, slow down v 9. happen, take place v 
5. connect, relate v 

2 

1 .  take , receive v 5 .  cover v 
2. influence v 6. support , keep in condition v 
3. . 

grow, 1ncrease v 7. clean, purify v 
4. allow v 

2.20. Переведите следующие словосочетания из основноrо текста: 

1 

l .  to determine the design 6. to recognize the immense 
2. the petfonnance ofthe circuit importance 
3. to tail for а new design 7.  to tum to seпllconductor re-
4. а contribution to physics search 
5. the vulnerabil ity of the pro- 8. high degree of CI)'Stal petfec-

cessor t ion 

2 

l .  to witness the trace 7.  to avoid detrimental effects 
2. water vapour 8. an attributaЬle range 
3. to permit an addition 9. а conventional amplifier 
4. to purify oil 10 .  the new material is inherent-
5. to maintain the wafer ly superior to materials pres-
6. availaЬle opportunity ently used 
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2.2 1 .  Определите значения анmийских CJioв, исходя из контекста: 

1 .  новые материалы exhibit другие характеристики 

2. наблюдается delay реакции по времени 

3.  более высокий level интеграции 

4. to develop новый материал 

5. процессы , occurring в полупроводниках , показывают . . .  

6. обладать suitaЬle свойствами для данных uелей 
7. история развития может быть traced , начиная с 1 947 года 

2.22. Переведите следующие термины: 

1 .  feature size 
2. network n 
3. on - line circuit design 
4. computer-aided design 
5. option design 

6. tunnel rcctifier 
7. off-chip amplifier 

8.  sense amplifier 

9. sample and hold amplifier 
1 0 . current gain 
1 1 . speed gain 
1 2. etch -separated wafer 
1 3 . master mask 

14 .  metal-on-glass mask 

1 5 . band gap 
1 6 .  сар layer 

2.23. Назовите данные термины 110-анrлийски. Вы можете найти эти термины в 
основном тексте: 

1 .  и нтегральный усилитель, усилитель сч иты вания , полупро­

водниковый усилитель, усилитель на ПЗС 
2. клейкое покрытие, nроводящее покрытие , нанесение nокры ­

тия методом погружения , покрытие, нанесенное напылени ­

ем , связующий подслой 

3. просктирование кристалла, блочная конструкция,  проекти­

рование схемы ,  топологическос просктирование, оператив ­

ное просктирование схе�1 , nроектирование с выбором схем 

4. акцепторная примесь, легирующая при месь, примесь, на ­

носимая на поверхность полупроводни ка 

5 .  усиление по току, инверсный коэфq)иuиент усиления , на­

грузочная способность лагическои И С, номинальный коэq)· ·  

фиuиент усиления 

6. зазор межцу контактами, ширина запрещенной зоны , залре­

шенная зона с прямыми переходами, �шкрозазор, запираюшин 

слой, герметизируюший слой, слой , стойкий к травлению, на­

n ыленный слой, исходный слой, многослойная nленка 
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2. П роверьте, как вы оперируете грамматически м и  явлен ия­

ми п ри переводе. 

2.24. Переведиге предложения (устно), учитывая особенности перевода правых 
определений: 

1 .  From the infonnation availaЬie in the literaturc , CMOS chip un­

der consideration demands substantial design efforts. 

2. Тtme delays associatcd with interconnections made of differcnt 

materials have been considered . 

3.  The proper choice of the material within the constraints (огра­

ничение) placed Ьу the fabrication tecl1nology existing can result 

in minimization ofthe RC delay time. 

4. The area occupicd Ьу а MOS transistor can Ье made smaller Ьу 

shortening its channel width and length leading to а faster device. 

5. Smaller dimensions, larger chip sizc, and circuit innovations in 

question al l contribute to the progress of integration and the gen­

eration of а largcr number of components on а singlc chip. 

6. The long distance l inc voltage drop will increase with scaling men­
tioned above. 

7. Polysilicon to Ье нsed meets all ofthe requirements addrcssed above. 

3. П роверьте, как вы умеете переводить. 

2.25. Подготовьте коtrrрольный перевод основного текста. 

4. П роверьте свое умение говорить. 

2.26. 1 lодrотовьте сообщения по с.lед}'ЮЩИ\1 тема\1: 

1 .  I ntrinsic semiconductor properties. 
2. Contributions to the study of semiconductor physics. 
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ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ 

Контрол ь изученного материала 

1 .  Контроль перевода основноrо текста. 

Выпол11яется устно .. выборочно. 

2. Контрол ь слов в словосочетаниях. 

Выполttяется или устно, или письменно по выбору преподавателя. 

3. Контроль умен ия выявлять значения слов с учетом кон­

текста. 

2.27. Переведите, выявляя ко11Тексту�1ьное значение выделенных слов: 

1 

l .  AJuminium is the most proЬlematic materia1 to Ье used for metal � 
lization in maintaining coпtact stability. 

2. А Iower resistivity is required for maintaining circuit performancc. 
3.  Use ofthis self-test technique greatly simplifies field maintenance . 

4. For storage and retrieval of data in the bubЬle-memory, use is made 
of а group of registers and couпters for accurately maintaining the 
position of data. 

5.  Any system must Ье desigпed to require less maintenance. 

6. Preventive maintenance is absolutely necessary. 

2 
1 .  This entails turning one ofthe file processors into an inputjoutput 

unit. 
2. Today, plants depend оп carbon dioxide and water to survivc. In 

turn, they produce organic matter. 
3 .  Water сап turn to  а sol id. 
4. Let us поw turn to ceramics. 
5.  At the tum ofthe J 8th century nobody knew of semiconductors. 

3 

1 .  Sometimes the performance of the circuits can suffer from tech-

nological advancement. . 2. The systematic approach сап anticipate the proЬiems that will anse 
in future VLS 1 .  
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3 .  The average wire Jengtl1 сап Ье estimated Ьу а very useful statisti­
cal formula. 

4. Контроль умен ия переводить с листа. 

Текст 2. 1 С 

ПеревеДJПе текст ycrno с листа. Озаrлавьте текст. Значение выделенных слов вы 
сможете понять из контекста. 

All the compoпents of the circuit must befabricated in а crystal of 

silicon or on the surface of the crystal . Sil icon is far from beiпg ideal 
material for these functioпs and онlу modest values of resistance and 

capacitance сап Ье achieved. Practical n1 icroelcctronic inductors caп­

not Ье formed at all. On the other hand, silicon is а materiaJ without 
equal for the fabrication oftransistors, апd the abundance ofthese active 
compoпeпts iп microclectronic devices more thaп compeпsates for the 
shortcomings ofthe passive elements. 

Текст 2.2 С 

Переведите текст письменно без словаря. Значение вьшеленных слов вы сможете 
notUIТЬ из контекста. 

Вариант 1 
Materials for Multilayer Interconnections 

As device d i n1cnsions а ге becoming i ncreasingly smaller se­
vere requirements are being imposed on the elcctrode material .  The 
basic demand is coпductivity because it сап substantial ly improve 
the resistances and delay times ofthe elect rical interconnections I ines 
used for VLIC structures. 

Historical ly, metals I ike aluminium and gold have been used in 
bipolar and М OS 1 C's. With the advent of silicoп-gate М OS technol­
?gy, polysil icon has Ьееп extensively used to form gate electrodes апd 
ll1terconnections. Refractory tnetals such as tungsten (W), molybde­num (Мо) ,  titanium (Ti) ,  and tantalum (Та) апd their silicides are re­Ceiving increased attention as а rep/acementf complilnent of polysi l icon. 



1 1 6 .\1и крозл ектроника :  н астоящее и будущее 

S il icides of W, Мо and Та have reasonaЬly good compatibi/ity 
with the 1 С fabricat ion technology. They have fairly high conduc­
tivity ; they can withstand all  of the chemicals normally encountered 

d uring the fabrication p rocess. 
ВариаtП 2 

M aterials Requirements 

The followi ng are the general requirements for а materia1 for 
interconnects and contacts: high electrical conductance , low ohmic 
contact resistance, e/ectromigration, staЬle contacts (with silicon and 
final metal/ization) , corrosion and oxidation resistance , high tem­
perature stabi l ity, strong adhesion characte ristics. 

One of the pri ma ry considerations is to obtain а material  with 
high electrical conductivity and low ohmic contact resistance . I t  
should also have good e1ectromigration resistance an'tl Ье staЬle when 
in contact with silicon and/or oxide and the final metall izat ion.  

These parameters must Ье maintained throughout the high tem­
peratures encountered during processing; i.e . , to maintain t heir metal­
lurgical integrity. This requires that the melting point of the materials 
used Ье much higher than conventiona/ process temperatures. 

5. Контроль умения переводить письменно со словарем. 

Текст 2.3 С 
Переведите текст письменно. Определите скорость вашеrо перевода. Вам дается 

20 минут. 

Maj or Steps 
in the Growth of Computer Technology 

The fust transistor developed was the junction transistor. N early 
all transistors today are classed as junction transistors.  

Throughout the years there were developed new types of junctioп 
transistors that performed better and were easier to construct. When first 
introduced, the junction transistor was not called that; it was the "cat's 
whisker" used in the first radio receivers in the 1 920s. Shockley and his 
crew resurrected (возродить) it, а mere imposing nате sounded much 
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more scientific. The junction transistor of 1948 was further modemized 
in 1 95 1 ,  with the development ofthe "grown" transistor. The technolo­
gy for manufacturing transistors steadily improved until in 1 959 the 

. ' ' 

first tnteg�ated circuit was produced - the first circuit-on-a-chip. 
The tntegrated circuit constituted another major step in the growth 

of compu�e� technology. U ntil 1 959, the fundamental logical compo­
nents of dtgtta1 computers were the individual electrical switches first 
in the form of relays, then vacuum tubes, then transistors. 

' 

ln the vacuum tubes and relay stages, additional discrete compo­
nents such as resistors, inductors and capacitors were required in or­
der to make the whole system work. These components were about the 
san1e size as packaged transistors. lntegrated circuit teclmology per­
mitted the elimination ofsome ofthese components and " integratioп'' 
of most ofthe others on the same chip of semiconductor that contains 
the

_
transist�r. Thus the basic logic element - the switch,  or "flip-flop '' , 

whtc
_
h requtred two separate transistors and some resistors and capaci­

tors In thc early 1 950s, could Ье packaged into а single small unit in 
1960. That unit was half the size of а ре а .  

The chip was а crucial (важный) development in the accelerating 
расе of co�puter

_ 
technology. With integrated circuit technology, it be­

came posstЬle to Jam (зд. размещать) more and more elements into а 
single сЫр. Entire assemЬiies of parts could Ьс manufactured in the same 
�е that it p�eviously took to make а single part. Clearly, the cost of pro­
vtdtng а parttcular computing function decreased proportionally. As the 
number of components on an integrated circuit grew from а few to hun­
dreds, then thousands, the term for the сЫр changcd to microcircuit. 

6. Контроль умения аннотировать и реферировать. 

Текст 2.4 С 
Орочитайте текст и кратко изложите ero содержание на русском языке. Объем 
8amero реферата не должен превышать 7-8 преможений. 

Made in Space 

ha N umerous experiments carried out at the Soviet orbltal stations 
. ve paved the way to the development of methods and means of 
lndustrial production in space. 
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In recent years active research has been going on in one of the 
fields of space industrialization - space material study and production 
of new materials ofbetter quality on board the spacecraft, ranging from 
semiconductors for microelectronics to unique and more efficient med­
icines for the treatment of quite а number of diseases (болезнь) . 

Conditions on board а space vehicle orbiting the earth drasti­
cally differ from those on its surface . However, all of these condi­
tions can Ье simulated on Earth,  except for one - prolonged weight-
l essness . . 

What can weightlessness Ье used for? M any wel l -known p hys­
ical processes proceed differently due to absence of weight. In  case 
of melts of metals, glasses, or semiconductors, they can Ье cooled 
down to the solidification point even in space and then brought back 
to Eart h .  Such materials will possess quite unusual propert ies.  

There is no gravitation convection , i .e .  movements of gases or 
liquids caused Ьу difference of temperature in space. M anufactur­
ers ofsemiconductors know only too well that convection is to Ьlame 
for the various faults in semiconductors .  The technical specialists 
started their experiments aimed at proving the advantages of thc 
zero-g state for the production of certain materials. In the Soviet 
Union all  orbital stations from Sa/yut 5 onwards were used for that 
purpose , as well as automatic space probes and high-altitude rock­
ets. Since 1 976 , over 600 technological experiments have been staged 
in the Soviet U nion on board its manned and unmanned space ve­
hicles. An impressive number of similar experiments have also bee n 
carried out Ьу scientists in other countries . 

The experiments proved that scienHsts were right. M any of tl1 c  
properties of t h e  materials oЬtained in the zero-g conditions werc 
much better pronounced as compared with those of thc specimens 
produced on Earth . 

At the same time , test runs of the instal lations of the next gen­
eration developed for the small -scale industrial production in spacc 
have started. One such installation, Korund , was successfully test­
ed on board the Salyut station. lt had been designed to grow mono­
crystall ine semiconductors possessing unique properties. 

I n  order to launch ful l-scale industrial production of mono­
crystalline semiconductors,  bioactive preparations and other sub-
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stances i t  is  not enough just to commission new-generation tech­
nology i nstal lations.  Special space vehicles will also Ье needed.  Re­
search has shown that the acceleration rate on board these vehicles 
must Ье reduced to the minimum. Power plants of the capac ity of 
dozens of kw, and later, of hundreds of kw are needed. 

Текст 2.5 С 

Прочиrайте текст и укажите факторы, влияющие 11а качество резиста. Выполня­
ется устно. Значение выделенных слов вы сможете понять из контекста. 

Photoresists 

Photoresists are high-scnsitive materials used to generate etched 
patterns in substrates. The quality ofthe etched images depends upon 
the success of every step in the process, and the image jlaws may Ье 
due to resist or nonresist imperfections,  or to conditions which un­
derfjne resist performance . S ome fundamental factors i nfluencing 
resist performance include adherence coating thickness, heat treat­

ment, and resist response to various energy sources.  Let us start with 
adherence. 

А strong bond between photoresist and substrate is essential to 
minimize dimensions changes during development and undercutting 
or loss of adherence duriпg etching. The intimate contact between 
resist and substrate required for strong adhesion can Ье inhibited Ьу 
surface impurities or resist components. Zones of weakness can Ье 
created Ьу surface contaminants such as dust , oil , absorbed gases (par­
ticularly absorbed water) , dopant ions , or monolayers of previous 
resist coatings.  Removal of obvious visiЬle impurities such as grease, 
fingerprints, or dust can give an apparently clean surface, but con­
tamination is  often insidious (опасный) because it is invisiЬie. �akly 
adsorbed l ayers of tobacco smoke , water vapor, vacuum pump va­
P�rs, or nonstripped resist components may Ье present, even though 
d1fficult to detect .  Condensing one 's breath on the surface or placing 
the wafers on а cold plate can sometimes reveal an adsorbed pattern 
on unetched wafers after resist stripping. 
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Текст 2.6 С 

ПрочкrаRте текст и еделаПте аннотацию на анrлиАско\1 языке. Используйте сле­
дуюпtие клише: 

. . .  deals with . . .  . . .  is used for . . .  . . .  offers properties . . .  

Ceramic-to-Metal Seals 

Ceramic-to-mcta1 seals are а natural extension of the state-of­
the-art where adverse temperature, shock and vibration conditions 
prevail. Alumina ceramics are widely used for high-performance elec­
tronic applications because oftheir excellent properties and moderate 
costs. Beryllia ceramic-to-metal seals are avai laЬle but generally lim­
ited to where high heat transfer is nceded. 

The alumina ceramic family offers а combination of desiraЬle 
properties for ceramic-to-metal seals: 

Electrical - high resistance , low losses, and high dielectric 
strength. 

Mechanical - high compres..t;ive,  tensile, and flexiЬle strength,  higl1 
impact strength and high hardness. 

Thermal - intermediate thermal expansion coefficient that en­
aЬles sealing to таnу metals and matching components, good thermal 
conductivity, good thermal shock resistance, and good high tempera­
ture properties. 

Chemical - extremely staЬle and surface сараЬlе ofwithstanding 
harsh chemicals and cleaning procedures. 

7. Контроль умения говорить. 

2.28. Дайте классификацию Wiе11очных материалов (текст 2. 1 q. Используйrе схему: 

Titanium 

Rhcnium 

Molybdenum 

Tantalum 

Silicon oxides 

Siltcon nttndes 

Aluminium oxide 

Barium titanite 

Aluminium 

Gold 

Salvcr 

Тin 

Coppcr 

active 

Sil icon 

Cadmium sulphide 

CdTc 

Organ ic semiconductors 
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2.29. Сравните несколько материалоь, используемых в микроэлектронике: их фи­зические, электрические и друrие свойства. 

2.30. Расскажите, что вы знаете о применении керамики. (Используйте материал 
текста 2.6 С "Ceramic-to-Metal Seals".) 

2.3 1. Подrоrовьте сообщения по следующим темам (время подготовки - 5 минуr, 
высказывания - 1-2 минуrы): 

1 .  1 ntrinsic semiconductor properties. 
2. Silicon and its dominant role as а material for microelectronic 

circuits. 
3.  New materials and their potentials. 

2.32. Докажите правильиость или ошибочность следующих суждений: 

1 .  The silicon dioxide is particularly important in the fabrication of 
integrated circuits. 

2. Oxygen influences таnу si licon wafer propcrties. 
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РАЗАЕЛ ТРЕТИИ 

Основной текст: ProЬiems in Microelectronic Circuit Technology. 

Iра.м.матические явления: Тип ы  сказуемоt о. Способы их выявления 
в тексте и их перевод. 

Лексические явления: Контекстуальное значение слов due, appear, 
advance. 

Перевод слов с префиксами: in-, out-, en-, 
inter-. 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитори и 

1 .  Проверьте, знаете ли вы следующие слова. 

Слова, имеющие одинаковый корень с русскими словами: 

manufacture n ordinary а process n insulator n scrve v 

specification n generate v voltage n regular а mobile а 

associate v position n Ьlock v trivalcnt а mask n 
attack v sandwich v emitter n collector n variety n 

technique n 
Слова исходного уровня и из предшествующих разделов 

perform v consider v bind (Ьound) v availaЬle а band n 

excess n intrinsic а requirements n impose v delay n 
involve v improve v create v state n expose v 

reach v sequence n realise v contribute v flexiЬle а 
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2 .  Учитесь переводить. 

3.1. Переведите следуЮщие речевые отрез�m. Обраппе внимание на перевод сказуе­
мого, первым компонеJПОм котороrо является личная форма rлаrола to Ье: 

1 .  the discovery is Ieading to 1 О. the discovery is due to the 
2. the discovery is ahle to lead to need of 
3. the discovety is certain to lead 1 1 . the discoverywas followed Ьу 

to 1 2. the discovery is particularly 
4. the discovery is expected to important in 

Iead to 1 3 . the discovety is of value 
5.  the discovery is l ikely to Iead 1 4. the discovery is presently in 

to widespread use 
6. the discovery is supposed to 1 5 . the discovery is а readily ар-

lead to parent means 
7. the discovery is to lead to 1 6. the discovery is being applied 
8. the discovery is valuaЬle to 
9. the discovery is ofvalue 1 7. the objective is to discover 

3.2. Переведите следуютис речевые отрезки. Обратите внимание на перевод 
сказуемого, первым ко\fnонентом которого является личная форма rлаrола 
to haa't!: 

1 .  the improvcment has а reason . . .  
2. the improvement has influenced the power . . .  
3 .  the improvement has been influenced Ьу . . .  
4. the improvement has been supposed to influence the power . . .  
5. the improvement has to Ье introduced because . . .  
6. we have studied the emission properties of gas plasma . . .  
7.  we have to study the properties of . . .  
8 .  the properties have been studied Ьу . . .  

3.3. Переведите речевые отрезки. Обратите внимание на их смысловое различие, 
зависящее от формы глагола:  

Active Passive l) Что делает N 1?  2) Какому действию подвергается N I?  
1 · the improvement requires ----. ..... the improvement is required 
2. the concept predicts .... the concept is predicted 
3. the effort makes the effort is made 
4. the density determines ., the density is determined 
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3.4. Переведите речевые отрезки, )"ЧИТЫваЯ форму вре\tени сказуемого в пассив­

ном залоrе: 

1 .  the solution is provided (was provided, has been provided, has to 

Ье provided, will Ье provided) . 

2. the unit was aпanged (has been arranged, is being arranged, IS to 

Ье arranged) 

3.5. Переведите речевые отрезки, )"ЧИТЫвая особенности перевода глаголов to 

follow, to injluence, to к'Otch в пассивном за.1о�: 

1 .  the pattem is influenced (was influenced , has been influenced , 

has to Ье influenced, is to Ье influenced) 

2. the experiment was followed (has been followed) Ьу . 

з.  the packing is watched (is being watched, has been watched , wt11 

Ье watched) 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1 .  Переведите устно с листа первую часть текста (1). Работа выполняется noJ. 

руководством 11реnодавателя. 

2. Переведmе письменно со словарем вторую часть текста (11). (Выполняется 

самостоятельно как домашнее задание.) 

3. Ознакомьтесь с терминами основного текста: 

valence baod - валентная зона, связь 

conducting band - зона проводи мости 

delay time - время задержки 

photosensitive compound - фоточувст-

вительн ы й  материал 

coated wafer - легированная поможка 

thermal warping - термоколебан ия,  

скачки 

minority carrier lifetime - время жиз-

ни неосновных носителей 

reactive gas plasma tecbnology - плаз­

менная технология 

epitaxial growth - злитакси альн ый 

рост, выращивание 

yield per slice - выход годных на под-

ложку 

crystal pulling equipment - устаноuка 

для вытягивани я  кристалла 

thermal reduction - термическое uос-

становлен ие 

chemical-vapour deposition - выраtuн� 

ван и е  кристалла в парофазе 

fine-line lithography - оче нь точ ная: 

литография 

fine-line resolution - высокоточ 1-1 аЯ 

разрешающая способность 

VLSI (very large scale integrat1on) -

И С со степенью и нтеграци и  вьtllle 

сверхвысокой 
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ProЬlems 
in Microelectronic Circuit Technology 

(1) The manufacture of silicon microcircuits consists of а number 

of carefully controlled processes, all of which have to Ье performed to 

well-defined specifications. 

Processing а "wafer" of silicon, а substrate on which the micro­

etectronic circuits are made, is not а simple technological process. 

ln order to understand how transistors and other circuit elements 

can Ье made from silicon , it is necessary to consider the physical na­

ture of semiconductor materials. 

In а conductor cuпent is known to Ье carried Ьу electrons that 

are free to flow through the lattice 1 of thc substance 2 •  
ln an insulator all the electrons are tightly3 bound to atoms or mol­

ecules and hence 4 nоле are availahle to serve as а carrier of electric charge. 

The situation in а semiconductor is intermediate 5 between the two: 
free charge caпiers are not ordinarily prescnt, but they can Ье generat­

ed with а modest expenditure 6 of energy. 

Semiconductors are similar to insulators in that they have their lower 

bands completely filled 7 •  The semiconductor will conduct if more than 

а certain voltage is applied. At voltages in exces..� of this critical voltage, 

the electrons are raised from the top 8 on the band l (the valence band) 

to the bottom 9 of band 2 (the conducting band).  Below 10 this critical 

voltage, the semicoпductor material acts as an insulator. Semiconduc­
torssuch as that described above are called intrinsic (природный) semi­

conductors - they are pure materials (for example, silicon or germani­

um). lt should Ье noted that а crystal of pure silicon is а poor 1 1  conductor 
of electricity. Thus 12 , conductivity poses 13 а proЬJem. 

Several other requirements are imposed on materials. Tl1e basic 
demand appears to Ье conductivity because it can substantially im­
prove 14 the resistance and delay times for VLSI .  The improvement of 
c?nductivity has been made in  several ways. Most semiconductor de­
Vtces are known to Ье made Ьу introducing control led numbers of im­
PUrity atoms into а crystal , the process called doping. 

. 
Two independent Iines of development are considered to lead to �roscopic tec�que that produced the present integrated circuits. One 

Volves the seЛllconductor technology; the other is а film technology. 
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Let us consider the former 1 5  one first. То improve the semicon­
ductor crystal t l1e impurities known as dopants are added to the silicoп 
to produce а special type of conductivity characterized Ьу eitl1er posi ­
tive (p-type) charge carriers or ncgative (n-type) ones. The dopants 
are diffused 16 into semiconductor crystals at high temperatures. I n  the 
furnace (печь) the crystals are surrounded Ьу vapour containing at­
onis of the desired dopant . These atoms enter the crystal Ьу substitut­
ing 1 7  for thc semiconductor atoms at regular sites 1 8 in the crystal lat­
tice and move into the interior 19 ofthe crystal.by jumping from one sitc 
to an adjacent 20 vacancy 2 1 .  

Si1icon crystals may Ье doped with different elements. Suppose sil ·­
icon is doped with boron . Each atom inserted 22 in the silicon lattice cre­
ates а deficiency 23 ofthe electron, а state that is called а hole. А hole also 
remains associated with an impurity atom under ordinary circumstanc­
es 24 but сап bccon1e mobile in response to an applied voltage. The hole 
is not а real particle,  of course, but merely25 the absence of an electron at 
а position where one would Ье found in а pure lattice of silicon atoms. 
Nevertheless 26 , the hole has а positivc elcctric charge and сал сапу elec­
tric current. The hole moves through the lattice in much thc same way 
that t he bubЬle 27 moves through а liquid medium. Ал adjacent atom trans­
fers 28 an electron to the impurity atom, "filling" the hole there but crc­
ating а new one in its own cloud of electrons; the process is then repeat­
ed, so that the holc is passed 29 along from atom to atom . 

Si Iicon doped with phosphorus or another pentavalent element is 
called an n-type semiconductor. Doping with boron or another triva­
Ient element gives rise to а p-type semiconductor. 

lmpurities may Ье introduced Ьу the diffнsion process. At each dif­
fusion step 30 in wl1ich n-typc or p-type regions are to Ье created in cer­
tain areas, the adjacent areas are protected 3 1  Ьу sutface layer of silicoп 
dioxide, which effectively Ьlocks the passage of impurity atoms. Tl1is 

protective layer is created very simply Ьу exposing 32 the siJicon wafer at 
higl1 temperatures to an oxidizing atmosphere . The silicon dioxide is thcn 
etched 33 away in confoпnity (в соответствии) with a sequence 34 ofma�ks 
that accurately delineates 35 multiplicity 36 of n-type and p-type regions . 

То dcfine the microscopic regions that are exposed to diffusion i п 
various stages 37 of the process, extremely precise 38 photographic pro­
cedures 39 have been developed. The surface of the silicon dioxide is 
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coated with а photosensitive organic compound that polymerizes wher­
ever it is struck Ьу ultraviolet radiation and that can Ье dissolved 40 and 
washed away everywhere else. Ву the use of а high-resolution photo­
graphic mask the desired configurations can thus Ье transferred to the 
coated wafer. I n  areas where the mask prevents 41  the ultraviolet radia­
tion from reaching the organic coating the coating is removed . An etch­
ing acid 42 сал then attack the silicon dioxide layer and leave the under­
Jying silicon exposed to diffusion . 

А transistor can Ье made Ьу adding а third doped region to а di­
ode so that, for example, а p-type region is said to Ье sandwiched be­
twecn two n -type regions. Оле ofthe n-doped areas is called t he emit­
ter and the other, the collector; the p-region between them is the base. 

The transistor described is called an прп transistor. There may Ье 
рпр transistors . The terms 43 are likely to denote 44 the sequence of doped 
regions in the sil icon . 

The first transistor structures were formed Ьу alloying 45 or diffu­
sion in bulk 46 single-crystal Ge or Si , but with thc development of"pla­
nar technology" in the early 1 960s the possibil ity of forming high fre­
quency transistors and integrated circuits using epitaxial semiconductor 
films was realized. 

The success ofsilicon in microelectronics is believed to Ье largely 
attributed to excellent properties of SiO interface 47 and ease of ther­
mal oxidation of silicon . 

The recent years have seen consideraЬle interest in the subject of 
oxygen and its precipitates 48 in silicon.  It  has now been estaЬlished 49 
that their presence can have а variety of effects , harmful 50 as wel l  as 
beneficial . Oxygen concentration is known to influence many si l icon 
wafer properties, such as wafer strength, resistance to thermal warp­
ing, minority carrier I ifetime , and instability in resistivity. Oxidation is 
widely used to create insulating areas. However, many phenomena hap­
pen not to Ье understood at present. 

An important aspect ofthe oxidation process is its low cost. Several 
hundred wafers сап Ье oxidized simultaneously in а single operation . 

Reactive gas plasma technology is reported to Ье presently in wide­
spread use in the semiconductor industry. This technology is being 
applied to the deposition and removal 5 1  of selected materials during 
the manufacture of semiconductor devices . 
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Contributiпg greatly to the manufacturing technique is а uniquc 
crystal forming method known as epitaxial growth. 

Epitaxial growth in combination with oxide masking and diffu­
sion has given the device designer extremely flexiЬie tools 52 for making 
an almost l imitless variety of structures. 

After 1 964, epitaxial growtl1 remains an important technique in 
semiconductor device fabrication, and the demand for improved de­
vice yield per slice 53, sti l l  higher device operating frequencies and more 
sophisticated 54 device structures, has needed continuing innovation 5 5  

and development . 
Advances 56 in si l icon crystal growth technology have encouraged 

advances in the automation of crystal growing equipment. Crystal pull­
ing 57 equipment now availaЬle uses computer software to control all 
the growing parameters. 

(11) Let us see wl1at а film technique is l ike. 
Even before the inveпtion ofthe transistor the electronic industry 

had studied tl1e properties ofthin film ofmetallic and insulating mate­
rials. Such films range in thickness from а fraction of а micron, or less 
than а wavelength of l igl1t , to several microns. 

The techniqucs for t he deposition 58 of thin films are numerous 
and include the following met11ods: evaporation, sputtering 59, anod­
ization, radiat ion, iпcluded "cracking'' or polymerization, cl1emical 
reduction, thermal reduction of oxidation and electropl1oresis. TJ1e 
first t11ree are the major techniques uscd in intcgrated tl1 in  film circuit 
constn1ction and are also appl icaЬle to si1 icon integrated circuitry and 
device work. Thcse n1etl1ods singly or in combination enaЬle 60 а vari­
ety of resistive, i nsulating (lnd constructive materials to Ье laid down 
onto а suitaЬle substratc .  

The two most i mportant processcs for the deposition ofthin filn1s 
are chemical-vapour deposition and evaporation. The film technolo­
gy has proved to provide precise dimensions. 

ln the fabrication of а typical large-scale integrated circuit there are 
more thin-film steps than diffusion steps. Therefore thin-fJln1 technology 
is probaЬly more critical to the overall yield 61 and perfonnance ofthe cir­
cuit than the diffusion апd oxidation steps are. А thin film happens even to 
Ье employed to select the areas on а wafer tl1at are to Ьс oxidized. 
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The deposition of layers is fol lowed Ьу shaping operations, such 
as etching, to form t he required outlines 62• AJternatively, the film can 
Ье deposited through а mask onto the substrate to define the outlines 
di rectly. 

ln this way таnу identical thin-film devices can Ье made on а single 
sheet ofmaterial , which then are cut apart to yield individual devices. 

Plasma etching, w hich is expected to play an important role in 
manufacture of semiconductor and other devices requiring fine-line 
lithography, involves the use of а glow discharge to generate reactive 
species 63 from relativcly inert molecular gases. These reactive species 
combine chemically with certain sol id materials to fonn volatile 64 com­
pounds which are then removed Ьу vacuum pumping system. 

This plasma-etching process has bcen shown to have important 
advantages in terms of cost , cleanli ness , fine-l ine resolut ion, and po­
tential for production line automation. 

Additionally, thc inside of а water-fabrication must Ье extremely 
clean and orderly: а single particle happens to cause а defect that wil l  
result in the malfunction of а circuit. The larger the die 65 , the greater 
the chance for а defect. 

The structure of an integrated circuit is sure to Ье complex both 
in thc topology of its surface and in its internal composition. Each el­
ement of such а device has intricate 66 three-dimensional architecture 
that must Ье reproduced exactly in every circuit. The structure is made 
up of таnу layers, each of which is а detailed pattem. Some of the 
layers Не within tl1c silicon wafer and others are stacked 67 on the top . 
The manufacturi ng process consists in forming the sequence of layers 
precisely in accordance with the plan of tl1e circuit designer. 

Nowadays much of the procedure Ьу which I Cs are transformed 
fron1 the conception ofthe circuit designer to а physical reality is done 
with the aid 68 of computers. 1 n the first stage of the development of 
new microelectronic circuits the designers t l1emselves used to work at 
specifying the functional characteristics of the device . They also se­
lected tl1e processing steps tl1at will Ье required to manufacture it. Tl1e 
Process was difficult and not always exact. А computer can simulate 69 
the operations of the circuit .  Besides, computer simulation is less ex­
P�nsive than assemЬiing а "bread-board" (макет) circuit made up of 
dts�rete circuit elements; it is also more accurate . 
9 Бух 
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The layout is known to specify the pattern ofeach layer of the IC. 

The goal ofthe layout is to achieve the desired fuпction of each circui1 

in the smallest possiЬle space. At present much of thc preliminary 

(предварительный) work is done with the aid of computers. The fi­

nal layout is also made with that of а computer. 

Increasing interest in submicron layer now poses new proЬiems. 

N ew developments in materials are believed to Ье due 70 to new manu­

facturing forms and vice versa. 

lntegratcd circuit tecl1nology is evolving so rapidly that even а 
period as short as six months can produce а significant change. 

3. Проверьте, как вы запомнили слова. 

3.6. Переведите выделенные слова, исходя из значений, приведеи ных в скобках: 

1 .  process v (обрабатывать) , processing n ,  processor n 
2. substance n (вещество) ,  substantially adv, substantiate v 
3 .  intermediate а (промежугочный) , intermediately adv, medium n 
4. expenditure n (расход, трата) , expend v� expense n, expensive а 
5 .  similar а (одинаковый) , similarity n,  simulate v 
6. add v (прибавлять) , additional а , addition n,  adder n 
7. vapour n (пар) , vaporize v, vaporous а, vaporizer n 
8 .  transfer v (передавать) , transferaЬie а; transference n 

9. precise а (точ ный) , precisely adv, precision n 
1 0. dissolve v (растворять) , dissolvaЬie а ,  dissolvent n ,  solution n 
1 1 . prevent v (мешать) ,  prevention n,  preventive а 
1 2. harmful а (вредный) , harm п,  harmless а 
1 3 . advance v (двигаться вперед) , advance п ,  advanced а 
1 4. estaЬlish v (устанавливать) , estaЬiishment n 
1 5 . deposition n (осадок) ,  deposit v, pose v, impose v 
1 6. volatile а (летучий) , volatility n, volatilize v 

1 7. term n (термин) , terminal n,  terminate v, in terms 
1 8 . specify v (определять) ,  specification n,  specific а 
19. major а (главный) , majority n 

3. 7. Опреде.ТJите зtrачеttия анmийских слов, исходя из контекста: 

1 .  строго dejined параметры 
2. processing of металла может быть холодной 
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3 .  требуется небольшая expenditure энергии 

4. в некоторых проямениях полупроводники similarto диэлект-

рикам 

5. чистый кремний - poor проводник 
6. атомы примеси substitute атомы полупроводника 
7.  проводимость poses трудности 
8. иногда нужно to add примесь к полупроводникам 

9. применение кремния is attributed to прекрасным качествам 

10.  сейчас it has been estahlished, что присуrствие кислорода мо­
жет оказывать harmful и benejicial эффекты 

1 1 . окисление под давлением offers метод выращивания окислов 
кремния 

1 2 . the mask prevents от попадания ультрафиолетового излучения 
на покрытие 

3.8. Переведите следующие слова. Обратите внимание на значения 11рефиксов 
in- - внутри, в-; out- - вне-; en- - участвовать; inter- - взаи./нодейство­
вать. 

in- :  input п, inbuild v, inside а 
out-: outbalance v, output п ,  outbreak п ,  outdated а 
en-: enaЬle v, enact v, encircle v, enclosc v 

inter-: interaction n,  interchange n,  intercourse n 

4. Учитесь слушать и говорить. 

3.9. Просмотрите еше раз первую часть основного текста (1). Ответьте 11а вопро­
сы, используя информацию текста. 

1 .  What could you say about the manufacture of silicon microcircuits? 
2. What is the physical nature of semiconductor materials? 

3 .  When does the semiconductor material act as an insulator? 

4. When does the semiconductor conduct? 

5. What could you say about а crystal of pure si l icon? 

6. Why is conductivity one of the basic requirements imposed on 

mate.rials? 

7. Can you name one of the ways to improve conductivity? 

8. What do we call impurities added to silicon? 

9. What is а hole like? 
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l О. How do holes behave in the p-type region? 

1 1 . What could you say about oxidation? 

1 2. Do we саП epitaxial growth of crystals unique? 

5. Учитесь аннотировать и реферировать. 

3. 10. а) Обобщите информацию, данную в первой части основвоrо текста (1), на 
русском языке. 

б) Сообщите, что вы узнали о полупроводника.х, их проводимости, способах 
введения примесей, способах травления, пленках, окислении. Выполня­
ется устно. 

Домашнее задание 
1 .  Повторите типы сказуемого в английском языке. Выполните упра1krнения. 

2. Изучите слова и словосочетания первой части основного текста (1). 

3. Переведите nисьменно со с.1оварем вторую часть основного текста (11). (Вре­
мя перевода - 60 минуr.) 

4. Кратко изложите содержание основного текста (письменно 11а анrлийско\1 
языке). Объем вашего изложения - 10-12 простых предложений. 

Внеаудиторная работа 

1 .  Учитесь переводить. 

3. 1 1 . Переведите, учитывая особенности перевода разднчных форм и типов сказу­
емого: 

1 

1 .  We are still learning how to exploit the potential of the integrated 

circuits. 

2. \\е are to leam how to exploit the potential ofthe integrated circuits. 

3. � are sure to learn how to exploit the potential of the integrated 

circuits. 

4. \\Ь are expected to leam how to exploit the potential of the inte­

grated circuits. 
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5.  We are аЬlе to leam how to exploit the potential of the integrated 

circuits. 

6. There is а need to leam how to exploit the potential of the inte-

grated circuits. 

2 
l .  The size requirements have become increasingly severe . 

2. The size requirements have to become increasingly severe. 

3 .  The size requirements are likely to  become increasingly severe. 

4. The size requirements are supposed to become increasingly se­
vere. 

5. The size requirements are needed to become increasingly severe. 

3 

1 .  Tl1e films used were mechanically strong. 

2. The films used were produced Ьу sputtering. 

3. The films produced Ьу sputtering exhibited а tetragonal crystal 

structure. 
4. The films were found to Ье mechanically strong. 

5.  The films found to Ье mechanically strong were produced Ьу sput-

tering. 
6. The film composition changed with time. 

7.  The film production Ьу sputtering was largely successful. 

2. Изучите слова и словосочетания основного текста. 

1. lattice n решетка ( кристалличе­
ская) 
base-centered lattice - базоцснтри­

рованн ая решетка 
body-centered lattice - объемноцен­

трированная решетка 
face-centered lattice - гранецентри­

рованная решетка 
2. substance n 1 .  вещество; 2 .  сущ­

н ость 
substantial а 1 .  существенный,  важ­

ный;  2. фактический 
substantially adv по существу 

3. tightly adv тесно , плотно 

tight а 1 .  nлотны й ,  ком nактный; 
2 .  тесный 

4. hence adv отсюда; следовательно 
5. intermediate а nромежуточный ; 

средний 
intermediately adv в nромежуточном 

nоложении, посреди 
medium n 1 .  среда; 2. середина; 

З. средство; сnособ 
6. expenditure n расход, трата 

expend v расходовать, тратить 
expense n расход 
at tbe expense of - за счет 
expensive а дорогостоящий 
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7. fill v 1 .  наnолнять; 2.  зани\tать 
filling n 1 .  наnолнение;  2 .  наби вка 
filler n наnол н итель 

8. top n 1 .  верхуш ка; 2. высшая сту­
nен ь 

9. bottom n 1 .  низ; 2. основание, ос­
нова 

10. Ьelow prp н иже 
low a низкий 
lower v nонижать 

1 1 . poor а 1 .  бедн ы й ; 2 .  nлохой 
pG\'erty n бедность 

1 2. thus adv таки м образом 
13.  pose v: to pose а proЫem зд. созда­

вать трудности ; озадачивать 
position n nол ожение,  место 
1mpose v налагать 
imposing а n роизводящи й  сильное 

вnечатлен ие 
14. improve v улучшать, совершенст­

вовать 
improvement n улуч ш е н и е ,  совер­

шенствование 
prove v 1 .  доказывать; 2 .  оказываться 

15 .  former а nрежн и й ,  nредшествую­
ши й  
i n  former times - в nрежние времсна 
the former - n ервый (из двух на-

званн ых) 
Ant. the latter - nоследний (из двух 

назва н н ых) 
16. diffuse v l .  расn ылять; 2 .  расnро­

странять; 3. диффундировать 
diПusiЫe а сnособ н ы й к диффузии 
diffusion n l .  рассеивание; диффу-

зия ; 2 . расnространс ние 
diffusi\'e а диффузный 

1 7 .  substitute v заменять ; замешать 
substitution n за мена; за�1ешсние 

18. site n место 
19 .  interior n внутренняя сторона 

interior а внутренний 
exterior а внешний 

20. adjacent а смежн ы й ,  соседн и й  
Ье adjacent to - примыкать 

21 .  \'acancy n 1 .  nустота; свободное 
место; 2. пробел 
vacant а н езанятый 

22. insert v J .  вставлять ; 2. включать 
insert n вкладыш 
iosertion n I . вкл ючение;  2 .  nро­

кладка 
23. deficiency n 1 .  недостаток; 2 .  от­

сутствие 
deficient а недостаточный , неполный 
efliciency n эффективность, произ-

водительность 
efficient а эффекти вный , действен­

н ы й 
24. circumstance n 1 .  обстоятельство , 

случай; 2 . р/ условия; 3 .  nодробности 
the circumstance that . . .  -- тот факт, 

что . . .  
25. merely adv только ; nросто 

mere а явный;  nростой 
26. nevertheless CJ вес же, однако 
27. bubЬie n 1 .  nузырек; 2 .  цилиндри­

ческий �агнитн ы й  до�е н ,  ЦМД� 
3.  устройство на ЦМД 
bubhle mcmory - ЗУ на U МД 

28. transfer v 1 .  перемещать; 2 .  nерс­

давать 
transfer n 1 .  псренос; 2 .  nередача 
transferaЬie а доnускаюши й nереда-

чу 

transference n передача 
29. pass v 1 .  идти ; проходить; 2 .  не 

обратить вни мание; 3 .  пересекать ; 
4. nередавать; 5.  nереходить из од­
ного состоя ния в другое; 6. nроnус­
кать, nрогонять 
pass n 1 .  nроход ; путь ; 2. nрого н ,  

nроход 
passband - nолоса nропускания 
pass instruction - холостая команда 
password n кодовое слово, парол ь 

30. step n 1 .  шаг; 2. \fepa; 3. стуnень, 
4. этаn 
step Ьу step - посте nенный , ступен­

чатый 
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step function - ступенчатая функ­

uия 
step v 1 .  ступать ; 2. nон ижать наnря­

жение 

stepless а 1 .  nлавн ый ; 2.  step-wise -
пошаrовый 

31 .  protect v 1 .  зашищать; 2 .  nредо­

хранять 

protection n зашита 
protective а защитный;  nредохрани­

те .. 1ьн ы й  
32. expose v 1 .  выставлять; 2 .  подвер,­

гать воздействи ю  
exposition n 1 .  выставка; 2 .  изложе­

ние 
33. etch v травить на металле 

etching n травление 
etch-printed circuit board - печатная 

nлата 
34. sequence n nоследовател ьность; 

ряд; порядок 
consequence n 1 .  nоследствие; 2. вы­

вод; 3. важность 
in consequence of - вследствие 
consequent а 1 .  логически nоследо­

вательны й ;  2 .  явля юши й ся ре­
зультатом 

consequently adv следовательно 
35. delineate v устанавли вать размер , 

очертания 
delineation n 1 .  nлан ; 2. оnисан ие 

36. multiplicity n I .  многочисле нность; 
2. разнообразие ; 3. сложность 
multiplier n 1 .  м ножитель; 2. доба­

вочное соnроти вление 
multiply v 1 .  увеличивать ; 2 .  умно­

жать 

multiple а 1 .  многократный ; 2 .  мно­
гожильн ый 

37. stage n 1. фаза; nериод, этап; 2. сту­
пень, стад.ия; 3. каскад; 4. ячейка 

staged data transfer - каскадная пе­

ресылка дан н ых 
staging - персмещение блоков дан­

н ых 

38. precise а точный 
precisely аdv точно 
precision n точ н ость 

1 3 5  

39. procedure n процесс работы; тех­
нологически й проuесс 
procedu re for reset - n ро цедур а  

сброса 
proceed v 1 .  nродолжать; 2 .  перехо­

дить к чему-л. 

proceedings n р/ труды 
process v обрабаты вать ; nроизво­

дить технологическую операцию 
process chart - диаграм ма npouec­

ca 

process data - данные обработки 
40. dissol\'e v 1 .  растворять; 2. разла­

гать; 3.  аннул ировать 
dissolvaЬic а разложимый на части;  

растворимый 

dissol\·ent n растворя ющи й ; раство­

р итель 

solution n раствор 
41 .  prevent v nрсдотврашать; nредо­

хранять 
preventive а n редуn редительны й ;  

профилактически й  

prevention n nредотвращение 

42. acid n кислота 

acidify v окисляться 

43. term n 1 .  nредел ; срок; 2. мат. 
член 
terms n р/ условия соглашения 
in tcrms of - 1 .  в виде; 2 .  в еди н и ­

цах; 3 .  в понятиях; 4 .  в функци­

ях ; 5 . через 

in general terms - в общих чертах 
44. denote v 1 .  означать ; обозначать ; 

2 .  указы вать 
denotation n 1 .  точ н ое значе н и е ;  

2. обозначение 
note n заметка; знак 
note v замечать, делать заметку 
notahle а за\1етный 

45. a lloy v сnлавлять 
alloy n сплав 
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46. bulk n l .  масса, основная часть; 

2. объем; 3 .  подложка 
in  bulk - в целом 

bulky а большой , громоздкий 
47.  interface n 1 .  взаимосвязь; взаи­

модействие;  область взаимодейст­
вия, 2 .  и нтерфейс, устройство со­

nряже н ия , раздел а;  п оверхн ость 

раздела 

48. precipitate v l .  ускорять; 2.  осаж­

дать( ся) ,  выпадать в осадок 
precipitate n осадок 
precipitation n осажден ие; выnаде­

ние 
49. estaЬiish v l .  устанавл ивать; 2.  до­

казы вать; 3 .  учреждать ;  основы­
вать, создавать 

establishment n 1 .  установлен ие; соз­

дание; 2. доказательство; 3. орrа­

низация; учреждение 
50. harmful а вредн ый 

harm n вред 

51 .  removal n l .  удаление , устране­

н ие; 2. смещение 

remove v 1 .  убирать; 2.  с�ещать 
removed а удаленный;  смешенный 

52. tool n рабочий инструмент; орудие 

53. slice n l .  тонкий слой ; 2.  nолупро­
водниковая nласти на, n/n ; 3 .  кри ­

сталл (ИС);  4. секиионный микро­

nроцессор 

slice v резать н а  тон кие слои 
54. sophisticated а сложн ый ; оnыт­

н ы й ;  надуман ный 

sophisticated equipment - сложная 

annapa'IYpa 

sophistication n 1 .  умудре н ность; 

2. кругозор; nознание; широки й 
научный кругозор 

55. innovation n l .  нововведение, нов­

шество в техни ке ;  2. новаторство 

56. advance n 1 . nродвижение; успех; 

2. проrресс 

advance v 1 .  делать усnехи, nродви­

гаться; 2.  вьщви rать 

advanced а 1 .  nередовой ; 2. успеваю­

ший; повышен ного ти nа 

57. pull v 1 .  тянуть, 2.  растягивать; 

выталкивать 

pull n 1 .  тяга; 2. н атяжен ие,  растя­

жение; nритяжение 

pull-down - оnускающее меню 

pull-up resistor - нагрузочный рези­

стор 

58. deposition n осаждение; отложе­

ние осадков, вы падение 

chemical vapour deposition (CVD) -
химическое осажде н ие из nаро­

вой фазы 

deposit n 1 .  отложение , осадок; 2. \.iе­

сторожден ие, залежь; осажден­

ный слой 
59. sputtering n распыление 

sputter v расnылять 
60. enaЬie v l .  давать возможность ; 

2.  делать возможны м  

6 1 .  yield n выход годн ых (схем) 

yield v давать резул ьтат; произво­

дить; выдавать (И'Аnул ьс) ; воз­

врашать (значе ние) 
62. outline n очертание , контур 

outline v нарисовать контур 

63. species n 1 .  вид, nорода; 2. разно 
в идиость 

specify v точно оnределять ; устанав 
пи вать 

specific а 1 .  характерный; 2.  точный , 
определенный;  3 .  удельный 

specification n 1 .  сnецификация; 2. де­
таль, nодробность 

64. volatile а 1 .  летучий.  быстро ис­

nаряющийся, 2.  знерrозависим ы И  

(ЗУ) 
volatility n летучесть 

volatilizc v исnаряться, уле"IУЧивать­

ся 

65. die n (р/ dice) l .  матрица; 2. кри с­
талл (ИС) 

66. intricate а заnутан н ы й ,  сложны й  

67. stack v складывать , н акапливать 
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stack n 1 .  масса ; набор, комnлект; 

2. стековая nамять 

68. aid n nомощь 

aids n pl средства 

aid v помогать 

69. simulate v l .  \.iоделировать; 2. ими­

тировать 

simulation n моделирован ие 
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70. to Ье due to - быть обусловлен ­

н ым, я вляться следствием 

due to prp вследствие 

due а 1 .  должн ы й , н адлежа ши й ;  

2 .  обусловлен ный 

due to tbc fact - благодаря факту 

in due course - в свое время 

3. Проверьте, как вы запомнили слова. 

3. 12. Проверьте, как вы запомнили слова. 

(1-1 0): the lattice ofthe substance, to Ье tightly bound, to Ье at an in­
teпnediate stage, to fill the gap, the top band, below the level 

( 1 1 -20): а poor design, to pose а question, to improve the state of art , 
the former technique, to substitute the mode existing, the 
interior of the package, an adjacent substrate 

(21-30): to insert an atom into а silicon lattice, to create deficiency 
of the electron, to handle the materia1 under ordinary cir­
cumstances, efforts can merely help to carry out the pro­
gram, to transfer from one state into another, to Ье protect­
ed Ьу surface layers 

(3 1 -40): а sequence of masks, to delineate multiplicity of n-type re­
gions, to Ье exposed to ditfusion, at various stages ofthe pro­
cess, very precise calculations, photolithographic procedures, 
to dissolve the salt, to prevent the excess 

(4 1 -50): an etching acid, to denote the scale, the bulk of work, the 
bulk of а semiconductor, to estaЬlish а new industry, harm­
ful effects, the removal of acid traces 

(5 1-60): а wafcr can Ье sJ iced , to substitute Ьу sophisticated devices , 
to need continuing innovations , advances in crystal growth 
technology, а crystal pulling equipment emerged ,  the depo­
sit ion ofthin films Ьу sputtering, the outline of а circuit 

(61-70): to generate new species, to yield volatile compounds, to have 
intricate three-dimensional architecture , the aid of comput­
ers, to simulate operations 
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3. 13. Найдите в тексте английские эквиваленты следующих речевых отрезков: 

1 .  обработка поможки - не простой технологический процесс 

2. физическая природа полуnроводников 
3.  свободные носители зарядов MOIYf возникать при минималь­

ной затрате энергии 

4. кристалл чистого кремния - плохой провоtхник 

5 .  улуч1uение nроводимости достигается несколькими спосо­

бами 
6. к кре�tнию добавляются примеси , чтобы создать особый тип 

проводи\1ости 

7 .  дырка - это отсуrствие электрона 

8 .  при�1еси могут вводиться диффузией 

9. воздействуя окислителем 

10 .  кислород влияет на многие свойства подложки из кремния 

1 1 . эпитаксия - выращивание кристаллов в сочетании с про­

uессами окисления и диффузии - дает воз:tVtожность созда­

ния большого количества различных структур ИС 
3. 14. Перевещпе пись.\tенно со словарем вторую часть основного текста (11). Вре­

мя перевода - 60 минут. 

4. Учитесь кратко излагать содержание текста. 

3. 15. Кратко изложите на а11rлийском языке содержание основного текста. Ис­
пользуйте следующие выражения (выnолняется 11исьменно): 
The text deals . . .  
1 t is aпanged as follows . . .  
The first paragraph introduces . . .  
The second paragraph advances the idea of . . .  

In  concl usioп . . .  is given. 
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ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитори и 

1 .  Проверьте домашнее задание. 

1.  Проверьте nисьменный перевод второй части основного текста. 

2. Проверьте упражнения (выборочно). 

3. Проверьте, как вы заnомнили слова (выборочно). 

4. Проверьте устное изложение первой части основного текста. 

2. Учитесь переводить. 

3. 16. Переведите устно, учитывая особенносnt nеревода сказуемых. 

l 
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l .  There i s  а continuous demand for improved metallurgical con­

tacts in semiconductor devices. 

2. The junction becomes vulneraЬle to diffusion between the metal 

layers and silicon. 

3 .  The tremendous interest i n  small  device structures i s  present ly 

act ive due to the increasing requirements for obtaining very 

small circuit elemcnts. 
4. The size reqll i rements are becoming i ncreasi ngly severe.  
5. Today, the technology is evolving at an ever- increas ing speed .  
6. The selcction i s  of primary importance .  
7 .  Increase in  the packing density and also the complexity ofthese 

devices are primarily due to sca l ing down ofthe individuaJ cel ls. 

8 .  Line width gcts narrower. 

9.  One of the primary coпsiderations is to obtain а material with 
high elect rical conductivity and low ohmic contact resistance .  

1 0 . These parameters are to Ье maintained throughout the high 

ten1peratures. 

1 1 . The material is to have resistance to the corrosion and oxidation. 

1 2. Films of th is thickness are l ikely to Ье very difficult to deposit 

i n  а continuous manner. 
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2 
1 .  The most highly conductive film reported today was obtained 

Ьу а metal-rich concentration. 

2. Films produced Ьу sputtering both exhibited а tetragonal crys­

tal structure. 

3 .  The resistivity of the MoSi film was found to Ье Iess than that 

of polysi l icon . 

4. The temperature for recrystallization to obtain the lowest pos­

siЬle resistivity in effect is controlled Ьу. impurities. 

5 .  The films used were found to Ье mechanically strong. 
6. The fi l m  composition changed with t ime due to the different 

sputter. 

з 
1 .  Polysi l icon has been the dominant interconnect material .  

2 .  The plasma-etching process has been shown to  have important 

advantages in terms of cost . 

3 .  The phosphorus concentration had по influence on the resis-
tivity of the film.  

4. The control method has only recently been applied to the design. 
5 .  There have been no directly comparaЬle projects. 

6. Any potential microprocessor user now has to make а choice 

from plenty of 1 Cs. 

Текст 3. 1 В 

Переведите текст устно (с листа) без словаря . Значение вьще...т1енных слов вы смо­
жете понять из контекста. 

Вариант 1 

Laying Down Thin Film 

Most often, thin-film deposition оп а ceramic substrate is done in 
а vacuum chamber Ьу evaporating or sputtering conductive, resistive 

or dielectric materia] on а carefully cleaned subst rate. 
' 

The vасннm prevents oxidation and allows the molecules of ma­
terial being deposited to travel to the target with minimum col lisions 

with gas molecules. 

Раздел 3 Второе занятие 1 4 1 
Вариант 2 

Evaporation and Sputtering 

In the casc of evaporation, the material to Ье deposited is heated Ьу 

а resistive heating unit until the molecules acquire the thermal energy 

necessary to leave the surface at а suitaЬle speed to ensure deposition. 

Sputtering differs from evaporation in that an electrical field ac­

celerates the positive gas ions toward а cathode that is covered with а 
material to Ье deposited. An ion striking the cathode causes а mole­

cule to Ье ejected and deposited on the substrate . 

Текст 3.2 В 

Переведите текст Jrnсьменно без словаря. Время перевода - 1 5  минут. Проверьте 
перевод в аудитории. 

Вариант 1 

Rapid Thermal Processing 

RTP is one ofthe exciting new wafer fabrication technologies. Its 
origin can Ье traced to the laser annealing (отжиг) research ofthe ear­

ly 1 980's, but it is only with the very recent appearance of techniques 

and equipment sнitaЬle for нsе in production that the techniqнe has 

begun to attract serious attention of process engineers. 
Current applications for RTP inclнde ion implant annealing, glass 

reflow, silicide formation) and deposition ofthin gate oxides. The RTP 
equipment market is expected to have one of the highest growth fac­
tors in the equipment industry. 

Вариант 2 

Tungsten 

Tungsten is of particular interest in IC technology Ьесанsе it can 

Ье deposited in а self-al igning (самосовмещенный) chemically se­

lective manner on silicon) metals, or silicides. Its volume filling сара-
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bil ity serves to enhance planarity, а high priority in multilevel chip de­
signs, and because it can Ье deposited without additional masks, pro­
cess complexity is reduced with savings in cost. 

Selective low-pressure chemical vapour deposition (LPCVD) of 
tungsten can provide diffusion and etch baпiers via fills, Iow resistance 
source, drain and gate shunts, masks for X-ray l ithography and many 
others. 

The last years have been а time of rapid progress in LPCVD tung­
sten technology. 

3. Учитесь аннотировать и реферировать текст. 

Текст З.З В 

а) Прочитайте текст. Выявите основную информацию каждоrо абзаца. Запи­
шите данную информацию (в виде помежащеrо и сказуемоrо) на русском 
языке. Проверьте правильяость 11онимания текста. 

б) Составьте краткий реферат на анr .. 1ийском языке. 

Dry Process Technology 

LS I technology has becn the cutting edge ofthe innovate semi­
conductor industry. In t l1e field of the process technology, n1uch 
effort has been made to improve microfabrication and thinner-film 
formation tccl1nology. l n  particular, improvemcnts in  photol itho­
grapl1ic апd etching techniqнes are the keys to t he integration of 
n1ore devices on smaller chips, increases i n  c i rcuit performance , 
and improvement in wafer  process yie ld .  

Dry etching technology represents а new and exciting method 
for defining precise i mages in insulators , semiconductors ,  and met­
als .  G as p lasma etching technology in dry process I ike RF sputter­
ing,  ion beam n1i l l ing ,  react ive ion etching ,  and reactive ion beam 
etching is widely used as а fundamenta l  tool for t l1e fabrication of 
MOS , bipolar LS is ,  d iscrete deviccs and hard mask. It results in 
improved i magc size , simpl ification of the manufacturing process , 
precise shape control of fine patterns , and development of а clean-

раздел 3 Второе заняти е 1 4 3 

er n1anufacturing process, compared with conventional wet chem­

ical etching processes. 
Recently, M OS LS I has shifted from LS I phase to VLSI phase , 

which requires а precise pattern less than 3 Jlm. This transition can 
Ье achieved Ьу progress in wafer process technology, including mi­
crofabricat ion as wel l  as device and circuits design technologies. 
Conventional p lasma etching is not adequate in  YLSI regions for 
the delineation of precise patterns because of its i nherent under­
cutting (подтравливающий) effect which rcsults in anisotropic pro­
file of an etched pattern . 

Dry etch technologies availaЬle for LS 1 proccssing are c lass i­
fied into plasma etch , sputter etch and ion beam etch, with items 
such as etch mode,  apparatus and reaction mechanism . 

4. Учитесь говорить. 

3. 17. Задайте 10 вопросов (устно) по содержанию ocJtoвttoro текста. 

Типы во11росов: 

1 .  What is the (nature , d ifference, process, role ,  importance , etc . )  
of . . . ? 

2. What is referred to as . . . ? 
3. W11at is used as . . .  ? 
4. Where do we use . . . ? 
5.  What function do the holes play? 

Внеаудиторная работа 

1 .  Проверьте, знаете л и  вы слова. 

3.18. Назовите синонимы следующих слов (вы можете найти их в основ11ом тексте): 

1. matter, material n 6. location, spot n 
2. compact, fixed , set а 7. place, position n 
3. peak, сар n 8. empty, unoccupicd а 
4. bad, cheap а 9. exchange, replace v 
5. convey, transport v 10. shield, defend v 
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3. 19. Переведите следую1цие речевые отрезки из OCIIOBIIoro текста: 

1 .  to raise from the top to the 
Ьottom 

2. the electron may Ье tightly 
bound to atoms 

3.  conductivity poses а proЬiem 
4. to improve the resistance 
5. modest expenditнre of energy 
6. the dopants are diffused into 

semiconductor cl)'stals 
7.  to expose the wafer to an oxi­

dizing atmosphere 

8.  to remove the coating 
9. to protect from hannful effects 

10. advances in technology 
1 1 . the deposition of thin ftlms 
1 2. to provide precise dimensions 
1 3. to select the areas on а wafer 
14. to involve the use of а glow dis­

charge 
15 .  to specify the pattcm of each 

layer 

3.20. llазовите термин, исходя из следующих определе11ий: 

1 .  The process of introducing impurity into the crystalline structure 
of pure silicon. 

2. Any sнbstance added in the doping process, such as arsenic. 
3 . А patterned plate used to shield sections of the silicon chip sur­

face during thc manufacture of integrated circuits. 

2. Проверьте, как вы умеете оперировать грамматическими 
и лексическими явлениями при переводе. 

Текст 3.4 В 

Переведите текст со словарем nисLмешtо. Значе11ия выделеtfiiЫХ слов вы сможете 

nшtятL из ко11текста. ОзаrлавLте текст. 

An integrated circuit is comprised ofa single si licon chip containing 
transistors, diodes, resistors and capacitors, suitah/y connected to form 
а complete circuit. The first successful attempt to produce an integrated 
circвit, in 1 959, made use ofmesa construction, but this method is known 
to Ье quickly replaced Ьу the нsе of planar techniques. 

The important feature ofthe planar process is the dcposition of а 
silicon dioxide layer on the top surface of the epitaxial wafer, which 
acts as а mask against diffusion. The process involves exposing the wa­
fer to an oxygen atmosphere at high temperature .  

Раздел 3 Второе занятие 1 4 5 

After the oxidation process it is necessary to etch holes in  the ox­
ide,  through which diffusion can take place. The process used is simi­
Iar to that employed in the manufacture of printed circuit boards. Ini­
tially, the oxidized surface is coated with а thin film of photo-sensitive 
emнlsion (photoresist) . А mask is manнfactured, the pattern ofwhich 
defines the area to Ье etched , it being opaque (непрозрачный) where 
etching is to Ье performed and transparent where the oxide is to Ье 
retained. The mask is brought into contact with the wafer and exposcd 
to ultraviolet light .  The pl1otoresist under the transparent area of the 
mask being subjected to the light becomes polymerized and is not af­
fected Ьу the tricblorethylene developer which is subsequently used to 
dissolve the unexposed resist . When fixed, Ьу baking (отжиг) , the re­
maining photoresist protects the oxide from the window where diffu­
sion is reqнired and, after the surface has been cleancd, tl1e chip is 
ready for the first diffusion process. 

For а p-type diffusion the most generally used dopant provcs to 
Ье boron. This is deposited on the wafer at high temperature , and dif­
fuses through the window into the si l icon . A p-type region is thus cre­
ated. The oxidization treatment is now repeated and, in tl1is high-tcm­
perature process, the орел window is sealed with an oxide layer and 
the base dopant is driven deeper into the silicon. А new mask is used in 
а second photoresist and etching stage , which opens а window for the 
diffusion of the emitter region. 

For n-type diffusion the most generally used dopants arc p11ospho­
rus and arsenic. The cycle is supposed to Ье repeated yet а third time. The 
emitter window is sealed Ьу oxidization, tl1e cn1ittcr dopant is driven in, 
and new windows are etched in the oxide layer to defme the contact areas. 
Finally, tl1e contacts are made Ьу the evaporation of aluminium. 

In  practice many devices are manufactured at the same time on а 
single sheet of silicon. These are separated Ьу scribing with а diamond 
stylus and breaking into individual chips.  They are then mounted in 
suitaЬie packages which allow electrical connections to Ьс rcadily made 
and power, d issipated as heat , to escape. 

lt is necessary to Ье аЬlе to electrically isolate individual devices 
from each other. This is done Ьу surrounding each component with 
material of opposite polarity and reverse biasing the semiconductor 
junction so formed. 
10  Бух 
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Текст 3.5 В 

Переведите текст письменно без словаря. Значение выделенных слов вы сможете 
понять без словаря. Время леревода - 1 5  минут. 

High Pressure Oxidation of Silicon 

Sil icon oxidation has been a fundamenta/ process of silicon de­
vice technology for а long time. However, an understanding of oxida­
tion methods and the phenomena involved

· 
is far from comp/ete. An 

oxidation method that has received increased attention over the last 
few years is а high pressure oxidation method. This method is known 
to offer а practical means for thermal ly growing silicon oxidcs at lower 
temperatures and faster  rates than those grown in conventional \\'et 
(влажный) oxidation. Presently, efforts to imp/ement low tcmperature 
processes have become а significant driving force in the evolution of 
silicon device fabrication technology. The lower ten1perature aspect of 
h igh pressure oxidation has its greatest potential impact in the high 
density world ofsubmicron VLSI whcre improvements in  process con­
trol precision will have а significant effect on performance and yield. 

Thin oxide film grown at low temperature Ьу high pressure oxi­
dation has excellent dielectric breakdown strength. 

Developments in high pressure oxidation will become more in1-
portant with progress in other low temperature processes such as ion 
implantation, laser annea/ing, and plasma enhanced technology dur­
ing thc next few years. 

3. Проверь те, как вы умеете аннотировать или реферировать 
текст. 

Текст 3.6 В 

Беrло прочитайте текст. Скажите, что автор rоворит об уникальности молеn"УЛЯр­
ной электроники. 

Molecular Electronics 

Molecular electronics is а new concept of clectronic systems. 
Basically, it seeks to integrate into а solid Ьlock of the material the 
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functions performed Ьу electronic circuits or even whole systems. lts 
goal is to rearrange the internal physical propenies ofthe solid in such 
а way that phenomena occuпing witbln or between domains of mole­
cules will perform а function ordinarily achieved through the use of an 
assemЬly of electronic componcnts. 

Molecular electronics is the most forward- looking ofseveral mod­
em approaches to the development of small,  reliaЬie, efficient electron­
ic systems. Almost all ofthem attempt to perform the required electron­
ic functions in  solid sem iconductor-type mater ials .  Molecular 
electronjcs, however, is unique in its goal of going away with the tradi­
tional concept of circuit con1ponents. Should this goal Ье fully real ized , 
or even partially so, it would extent the capabilit ies of electronic systems 
well beyond that which can Ье achieved today. In addition to lowering 
size and weight, increasing reliabil ity and rcducing power requiren1cnts, 
molecular Ьlocks could make possiЬle the execution of tasks now too 
complex to Ье performed economically Ьу conventional methods and 
permit the perforrnance of electronic functions which cannot Ье acbleved 
at all with lumped (отдельный) components. 

4. Проверь те, как вы сумеете перевести данное стихотворение. 

Текст 3.7 В 

Прочитайте отрывок из стихотворения �chip Fabrication '' , наuисанноrо одiiИ\1 из 
редакторов журнала JEEE Transactions оп Electron Dea,ices. Дайте подстрочный (и.1и 
стихотворный) 11еревод. 

10* 

Chip Fabrication 

We use an essential trick 
With gal lium and arsenic 
То make the Cl)'stals that we need; 
А fabrication l ine to feed. 

We heat them up until they fuse, 
А pressure cooker's wl1at we use. 
We put а perfect crystal in 
And then we draw it out again. 
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And so а bigger crystal grows 

For hours and hours and no one knows 

Exactly what it 's going to Ье 

Until it 's finished. Its O.D. 

I s  constant or approximate. 

And some of us can hardly wait 
U ntil to cylindcr its groнnd 

And cut in slices almost round 

And polish till you see your face. 

Of any defects there's no trace. 
And now the pal1 the growers hate, 
� have to start to fabricate. 

5. Учитесь говорить. 

3.2 1.  Ответьте развернуrо па следующие вопросы: 

1 .  What is the physical nature of semiconductors? 
? 2. How does semiconductor behave at lower than room temperatures. 

3 .  Why is  а Cl)'stal of pure silicon а poor conductor? 
4. What is the process of doping? 

5. In what ways are the areas to Ье doped defined? 
6. What are the main dopants? 

7 What role do the holes play in the conduction process? 8� What particles are the caпiers of electric cuпent in ap-type seпll­

conductor? 

9. What is the simplest semiconductor device and how does it operate? 
1 О.  What technological processes are нsed in the fabrication of inte­

grated circuits? 

1 1 . What is understood Ьу the planar technology? 

1 2 . How are the proЬlems of tighter control of impurity diffusion 

solved? 

1 3 . Which techniques are referred to as direct methods offlim prepa­

ration and which of them as indirect? (Describe briefly each of 
the techniques used.) 

14. What makes the automation of crystal growing equipment а nc­

cessity? 

Раздел 3 Третье занятие 149 
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ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ 

Контроль изученного материала 

1 .  Контроль перевода основного текста. 
Выполняется уст11о (выборочно). 

2.  Контроль слов в словосочетаниях. 
Выполняется уст11о или письмен11о (по выбору nреподавателя). 

3. Контроль умения выявлять значения слов с учетом кон­
текста. 

3.22. Переведите, выявляя коитекстуальное значение выделенных слов due to, 
appear, advance: 

l .  The numerical value of the conductivity changes due to the con­

centration of impurities. 

2.  The significance а semiconductor achieved is  due to the electrons 

being raised to the conduction band. 

3.  Cнrrent due to holes injected into the collector from the base can 
Ье neglected since it is very small. 

4. New design tools and developn1ent systems are appearing. 
5 .  The Iimiting point appears to Ье between 10  and 30 ohms. 

6. Recent technological advances in software development are now 
opening new horizons. 

7. The advances made Ьу device fabrication have allowed all func­

tions to Ье integrated into just one chip . 

3.23. Выявиrе коитекстуальное значение выделе11ных слов без словаря: 

l .  More efficient communication demands а continually increasing 

level of control in progressively-thinner layers. 
2. The extension of any semiconductor technology to small dimen­

sions brings with it а host of new technology, physics and engi­

neering challenges. 
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4. Контроль умения переводить. 

Текст 3.8 В 

Переведите устно текст с диета под руководством преподавателя. 

Submicron Technology 

Silicon is the workhorse for most integrated circuit devices. Sili ­
con processing technologies continually change. А number oftechno­
logical changes must Ье expected with the advent of electron beam 
mask-making,  i .e .  with the development of submicron technology to 
produce нltra-complex devices based upon dimensions which can no 
longer Ье fabricated with the use of visiЬle or near visiЬle light . 

The need for sнbmicron technology is based upon contiлuing pres­
sures to improve microelectronic capabilities. The present optical meth­
ods are reaching their limits. The increasing sophistication of elec­
tronics systems continually pushes tl1e state-of-the art ofboth memory 
and logic circuits .  Improvements in cost, speed, density and power 
consumption are being soнght. 

Submicron technology refers to the fabrication of semiconductor 
devices with features having masked dimensions less than one micron. 
N onnal 1 С technology нses mask dimensions of aЬout five microns. Ву 
using electron Ьeams, it is now possiЬle to fabricate circнits with feature� 
less than one micron. Within the next few years submicron technology 
will Ьесоmе а major factor in the production of integrated circuits. 

Весанsе of the smal l  dimensions required, it is no longer possiЬle 
to use conventional optical methods to define the surface of an integrat­
ed circuit. Even optical inspcction is limited because of the small  di­
mensions. In place of light, X-rays and electron beam are нsed to pat­
tem the surface ofthe sen1iconductor wafer. 

In the same manner as thc electron microscope provided superior 
resolution over the optical microscope,  electron beam technology is aЬout 
to impact the integrated circuit industry. Thc advaпtage of e-bearn tech­
nology is that the wavelength of electrons is suЬstantially less tl1an the wa\'C­
length of light. Е-Ьеаm technology is accompanied Ьу the use ofX-rays. 
X-rays have the advantage t11at they travel in а straight l ine. X-rays do not 
require vacuum as do electrons, which та у simplify production techniques. 
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The use of submicron technology has the same effect as i ncreas­

ing the size ofthe silicon \vafer. Sincc the devices are smaller, the nнm­
ber of devices per wafer is greater. Also, since the die sizes are smaller, 

the loss due to а die containing а material defect is smaller. The yield 
percentage increases. The net effect is more good dice per wafer. As is 
k.nown, one of the basic measures of semiconductor performance is 
the number of good dice per wafer. 

Submicron technology can Ье used for standard 1 С design and 
processing. lt can Ье applied to both М OS and bipolar integrated cir­
cuits including injection logic. This technology applies to very fast cir­
cuits and microwave structures. 

The impact of submicron technology on the 1 С i ndustry wiJ I Ье 
more significant than the impact of MOS on the semiconductor iп­
dustry. А principal application impact of submicron technology wil l  
Ье in thc areas of magnetic bubЬle and semiconductor memories. Al­
though, the first submicron production structures range about 64 ki lo­
bits, " million-bit chips'' are possiЬle.  Thc super- LSI technology ap­
pears in new products where increased complexity can sti l l  Ье uti l ized. 
The one-chip medium-size computcr quickJy  becomes а real ity in con­
junction with its one-chip memory or, alten1ately, а minicomputer will 
tend to have everything in one chip. 

The utilization of submicron tcchnology requires а completely 
new facility. All aspects of mask making,  inspection , and other proce­
dures are changed. 

5. Контроль умения аннотировать и реферировать. 

Текст 3.9 С 

Прочитайте текст. Разделите ero на абзацы и озаглавьте их. Испо�1ьзуйте заголов­

КИ в качестве плана для пересказа текста. 

Optical Lithography 

Optical l ithography has undisputaЬly been the leading integrat­
ed circuit pattern defining technique for many years. lt has essen­
tially two steps. First , the design and fabrication ofthe optical mask, 
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which is both costly and time consuming, and secondly, tl1e expo­
sure of the wafer, covered with а layer of l ight sensitive photoresist 
to ultraviolet l ight shone through the mask. The method is ideal for 
large scale production because once the expensive maskmaking pro­
cess has been carried out ,  an unlimited number of wafers may Ье 
patterned at very low cost to the producer. On the other hand , where 
specific or semicustom ( полузаказные) l Cs are concerned this pro­
cess has proved unacceptaЬie si nce the cost and t ime involved in 
mask fabrication cannot Ье just ified Ьу the production of only а few 
devices which may reqнi re several interactions for optimum resнlts. 
For these reasons, electron beam direct-write lithography is prov­
ing i nvalнaЬie in thc field of appl ication of specific or semicuston1 
integrated circuits. This tcchnique al lows fast turnaround , а high 
flexibility and comparatively low cost for very smal l  batches. ln ad­
dition , the short wavelength of electron-beam offers very high res­
olution pattern ing and so may Ье essential where sub-micron fea­
tures are required . Despite the possibil ity oflow throughout , c-beam 
generated patterns allow either simple wafer-scale integration or 
devices for several customers, each possiЬly with а variety of trial 
designs to Ье implementcd on а single wafer. The major advantage 
of the e-beam's high resolution capabi l ity wi l l  Ье nul l ified if  thc 
resist pattern cannot Ье very precisely reproduced onto the metal l i ­
zation l ayer. For this  reason, wet-etching of the metal with i ts  in­
herent undercutting is  particнlarly unsнitaЬle and plasma-process­
i ng becomes necessary. Reactive ion etching is а type of plasma 
etching where the wafer is placed on an electrode which is capaci­
t ively coнpled to an RF generator. А second electrodc larger tl1aп 
th is driven one is grounded апd а plasma is gencrated Ьу electroпic 
excitat ion of а low pressure gas contained between them. The ar­
rangement of the system is such that the driven electrodc expeГI ­
ences а negativc Ь ias with respect to the plasma causing positive 
ions to Ье accelerated towards the wafer. This means that not only 
is there chemical reaction causing removal of the metall ization bot 
a lso ion-enhanced chemical etching and physical sputtering to the 
vertical etching essential for precise rep lication of the resist pat ­
tern . Dry processing has the added benefits of easily handled pro­
cess materials,  easy aнtomation and good reproducibility. 

Раздел 3 . Третье занятие 

б. Контроль умения говорить. 

3.24. Пошотовьте и сделайте сообщения по следующи!М темам: 

1 .  Film technology and semiconductor technology. 2. Silicon for microelectronics. 
3.  Oxidation and its function. 
4. The techniques for the deposition ofthin films. 

Текст 3. 1 0  С 
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Прочитайте текст. Изложите свои выводы о преимуществах приборов на арсениде 
rаллия. Используя рисунок, опишите ПрИНI{ИII действия прибора. На основе прс­
чиr.анноrо и ваших знаний 110 специальности подготовьте сообn(ения о: а) техноло­
rии полупроводниковых приборов и ИС; б) новых материалах и новой технологии 
nроизводства ИС, БИС и СБИС. 

111-V Semiconductor Integrated Circuits 

1 1 1-V semiconductors attract the attention ofscientists and man­
ufacturers working in the field of rnicroclcctronics. This interest is based 
upon the ability of tl1ese materials to satisfy а wide variety of needs. 

Technological applications include high speed processing, com­
rnunications, sensing and imagining, and many others. Integrated 
circuits with various con1binations of MES FEТ, JFEТ, bipolar, Gunn, 
Schottky diode, laser d iode ,  optical detector, light guide , acoнstic 
wave, and other assorted functions are being explored , developed and 
uti lized. 

Onc of the first large-scale applications of 1 1 1-V semiconduc­
tors was light-emitting diodes ( LE Ds) which are two terminal devic­
es. that emit l ight when а forward-bias current is passed through а p­
nJunction . An energy state and device construction is given in Fig. З. 
. When an electron in  the conduction band combines with а hole 
In thc valence band , the energy is emitted as а photon and light is 
Produced. Of course , non-radiative combination processes and I ight ��-

.
absorption must Ье minimized for high efficiency. То emit light 

�stЫe to the human еуе ,  а band gap near 2 е V is neccssary to pro­
Vtde the proper photon energy, which produces red-green l ight. 
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radюlюn contact 

contact active region radiation 

Fig. J 

At tl1e beginning of the 1 970's, the GaAs MESFET device was 
developed for нsе in circuits such as microwave amplifiers operati ng iп 
the frequencies range from about 2 to 1 2  Ghz. The device is fabricatcd 
on а base of single-cl)'stal semi-insulating GaAs. А GaAs film con­
taining а closely-controlled concentration of n-type dopant atoms is  
epitaxially deposited on the GaAs wafer. The devices are con1pleted Ьу 
etching "mesas" or islands to electrically isolate the device and Ьу add ­
ing low resistance contacts and а gate electrode. The gate length is 
typically 1 mm. 

The first integration ofGaAs M ESFET transistors iпto logic gates 
was done in 1 97 4. These gates have been integrated into gated flip-flop 
integrated circuits and used for prescalers and time-interval measнre ­
ments. These GaAs integrated circuits operate at substantially highcr 
speeds than silicon ICs because of a combination of higher transcoп­
ductance due to higher substrate resist ivity. The higher substrate resi�­
tivity in GaAs is а result of its larger bandgap. Semi-insulating GaAs 
material naturally provides device-to-device electrical isolation. 

Digital capability in GaAs has passed from the SSI (small-scalc 
integration, - 1 0  gates) realm into the M S I  (medium-scale integra­
tion , - 1 00 gates) , and is headed for LS 1 (large-scale integration, - 1 000 
gates). Fabrication of an 8 х 8 bit parallel multiplier ( 1 008 gates fabri­
cated from approximately 6000 transistors and diodes) has been re-
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cently reported, which is the most complex GaAs integrated circuit reported to date. 

GaAs 1 С technology is being developed to meet important system needs. Advanc�d systems are faced with challenges which reqнire signifi _ 
cant advances In �he rate of real-time signal. At attractive objective is to convert analog ffilcrowav� signals to digital fonnat in а high-speed A/D converter as close as ��sstЬie to thc microwave receiver front, and then to process the data dtgttally. The bandwidth which can Ье achieved in <:JaAs s�ould �е сараЬJе of perrnitting digital processing of microwave s�gnals Includrng А/О conversion to become а real ity. 



Р А. ЗАЕЛ IJEIBEPIЬIЙ 

Основной текст: Computer As It Is. 

Грамматические явления: Тип ы  обстоятельств. Способы их выявле 
н ия в тексте и перевод. 

Лексические явления: Контекстуальное значение слов run, handle 
background. Перевод слов с префиксами 
extra- , trans-, со- , pre- , post- . 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитории 

1 .  Проверьте, знаете ли вы следующие слова. 

Слова, имеющие одинаковый корень с русскими СJiовами 

manipulate v integral а collect v extraordj nary а 

position n trajectory n hierarchy n manufacturing n 
segment n instruction n memory n bank deposits 
central а control v interpret v 

Слова исходного уров11я и из предшествующих разделов 

tool n 
complex а 
brain n 
entire а 
advances n 
boundary n 

design n purpose n perform v velocity n 

process v aid n rapidly adv existence n 
similarity n accept v unit n essential а 
act v response n respond v require v 

single а capability n expand v measure v 
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2. Учитесь переводить. 

4. 1. Проверьте, как вы умеете опознавать и переводить обстоятельства. Переве­дите речевые отрезки, в которых: 

Инфинитив - обстоятельство 

1 
1 .  То manufacture siJicon microcircuits, well-defined specifications should Ье observed . . .  
2. То i�prove the resistance and delay times, the designer pays at­tentton to . . . 

2 

1 .  ln order to aiffuse the semiconductor crystaJ ,  we add . . .  2. In order to obtain pure sil icon, it is necessal)' . . . 
з 

1 .  . . .  so as to make the diode conduct . . .  2. . .. so as to substitute dopant atoms for semiconductor atoms . . .  

Причастие 1 - обстоятельство 

1 

1 .  When depositing the n1aterial, care should Ье taken . . .  
2. When inserting an atom into the silicon Iattice , we create . . .  

2 
1 . While processrng the data, the computer makes . . .  2. While comparing the circumstances, they noticed that . . . 

3 
1 . Processing а wafer of silicon, we нsed . . .  2. Having processed а wafer of silicon, we used . . .  3· Having transferred an electron, the adjacent atom creates а new hole. 

4 

1 ·  Being protected Ьу surface layer of sil icon dioxide, the adjacent 
areas can Ьlock . . .  

2· Being exposed to diffusion, the microscopic regions can Ье de­
fined . . . 
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Причастие 11  - обстоятельство 

1 
I .  When cooled, tl1e metal provides . . .  

2. Wheл etchcd, the silicoл dioxide demaлds . . .  

2 

1 .  1 f doped with phosphorus or other peлtivaleлt elemeлt, si licoл is 
саПеd . . .  

2. If coated with а photoseлsit ive orgaлic compound, the surface of 

the sil icoл dioxide can chaлge . . .  

3 

1 .  Alt hough accepted for differeлt purposes, the computers have thc 

same . . .  

2. Although used for etchiлg, ал acid can Ье applied to . . .  

4 

l .  Viewed from space the Earth seems . . .  

2. Based ол reactive gas plasma techлology, tl1e semicoлductor in­

dustry can . . .  

5 
1 .  As previous1y poiпted, there exist two l ines of developmeлt. 

2. As already stated , охуgел conceлtratioл influeлces талу silicon 

wafer properties. 

Гср)'ндиn - обстоятельство 

1 

1 .  I л  obtainiлg the possibility of change the desigлer can face . . .  

2. On obtaini ng the possibility of chaлge thc desigлer could attack · · ·  

2 

1 .  Witl1out fonniлg high frequeлcy transistors and integrated circuits 

the engiлeers could лоt . . .  

2. Ву dopiлg the semicoлductor we сал . . .  

3 

1 .  In spite of being chargcd thc particles сал Ье used to . . . . 
2 .  Iл  additioл t o  creatiлg insulating areas, oxidation offers а practl .. 

cal method . . .  
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3. Jn view of deciding what semiconductor process should Ье em­ployed . . .  

Наречия типа economica/ly - обстоятельство 
1 .  CPU �ust Ье simple eлough to Ье built economically. 2. �upplters of hardware and software have to dramatically cut de­stgл and development lines. 3. Besides, suppliers typically need to adequately test and develop reliaЬie components. 

4. Severa1 basic vehic]e requiremeлts mechanicaJ iy govern CPU ar _ chitecture.  

4.2. Прочитайте и nереведите, обращая внимание на разные значения as: 
1 .  as а result of advaлces 
2. as ал example of iлnovatioл 3. as а consequeлce of the deposition of thin films 4. as а matter offact, а semicond uctor is iлterrncdiate betweeл i nsu-lators алd coлductors 
5.  as far as the interior of the crysta] is  солсеrлеd . . .  6. as far as they use poor coлductors . . .  
7. as long as oxidat ion has been а key-stone process ofsiJicon device techлoJogy . . .  
8. as sоол as plasma etching was uscd . . .  
9. as much as possiЬie 10. as thiл as possiЬie l l .  such as 

J 2. as follows 
1 3. as distiлguished from the tube 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 
1• Переведите устно с листа первую часть ocнomtoro текста (J) под руковод­ством nреподавателя. 
2• Переведите письменно со словарем вторую часть основноrо текста (11). Вы­llолняется самостоятельно как домашнее задание. 3• Оз11акомьтесь с терминами основного текста: 
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to digest and analyse mcasuremcnts -
обобщать и анализировать ИЗ\1ере­

н ия 

central processing unit - UПУ 
to issue commands - задавать КО\1ан ­

ды 

assemhler language - ассе\tблер 

running time - вре\1я работы 

database processing tools - средства 

обработки базы дан н ых 

distributcd-processing system - систе­

ма обработки с рас пределение� 

Computer As It Is 

(1) The word "computer" comcs from а Latin word which mean� 
to count 1 •  

Initially 2 ,  the computer was designed as а tool to manipulatc nunl ­
bers. Althougl1 designed originally 3 for arithmet ic purposes, a t  present 
it is applicahle 4 for а great variety 5 of tasks 6• Computers are now an 
integral part of our day-to-day l ives. Today it would Ьс difficult to find 
any task calling for 7 thc proccssing of large amounts 8 of informatioв 
that is not performed Ьу а computer. The computer may Ьс stated to 
have become an importaпt and powerful tool for collecting, record ­

ing 9 ,  analysing� and distributing 10 tremendous masses of infom1ation. 
I n  science, computers digest 1 1 and analyse masses of measure­

ments, such as the positions and vel ocities of а spacecraft and solvc 
extraordinary long and complex mathemat ica1 proЬlems, such as the 
trajectory of the spacecraft. 

In commerce 12, comp utcrs record and process inventories (на­
личие товаров) , purchascs (покуnки) , bills, payrol ls (nлатежная вс -· 
домость) , bank depostts and the like 1 3  and keep track 1 4  of ongoing 
business transactions 1 5• 

I n  industry, they monitor 1 6  and control manufacturing processe� 
ln  governn1cnt, computers keep statistics, analyse and distributc 

information. 
Computer technology has made dramatic strides 1 7  in app licat ton 

of virtually 1 н  every segmcnt of а modcrn industrial ized culture ,  fron1 
product design and manufacturing, throнgh sales 19,  warehousing (скла­
дирование) and dist ribution. Nowadays computer-aided design сап 
no longer Ье scparated fron1 computer-aided manufacturing, they arc 
one and the san1e. H ence, thc acronym, CAD/CAM . The l ist of ap ­
pl ications is large and growing rapidly. 

То таnу people, the computer is а superhuman robot. lndeed : , 

it can perform l ighting-fast calculations and can perform bill ions of 
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operations i n  а second .  But the computer is not superl1uman for it can 
accomplish 2 1  none ofthese things Ьу itself. Every computer now in ex­
istence must Ье told what to do: it must have а set 22 of instructions. 
These i nstructions are cal led а program. The writing of these instruc­
tions is caiJed programming. Programming is  dопе Ьу а man. 

Surely 23 , there are simiJarit ies with human brain, but there exists 
one i mportant difference . Despite 24 all its accomplishments, the elec­
tronic brain must Ье programmed Ьу а human brain. 

Although accepted for different purposes , computers virtually do 
not ditfer i n  structure. Regardless of25 their size or purpose most com­
puter systems consist of three elements: the input -output ports 26 , the 
memory hierarchy and the central processing unit .  

The input -output ports are known to Ье paths (каналы) where­
by 27 information (instructions and data) is fed 28 into the computer or 
taken out of it . 

There are several  types of memory. Memory is esscntial to the 
computer's operation. Items 29 ofinfom1ation can Ье written to, stored 3о 
in ,  retrieved 3 1  from it  on demand Ьу the centraJ processing unit, or 
ernsed 32 to make room (место) for other in formation. 

Tl1e central processiлg unit , or CPU , coпtrols the operation of the 
enrire system Ьу issuing 33 con1mands to other pans of the system and Ьу 
acting on the rcsponses. When requircd, it reads 34 information from the 
memory, interprets instructions, performs operations on the data accord­
ing to the instructions, writes the resuJts back into the memory, and moves 
infom1ation between men1ory levels or through tJ1e input -output ports. 

Advances in microelectronic components led to the development 
of smaller computers. l n  J 97 1 l ntel. Corp. delivered the first micro­
processor, the 4004. The central processtng un it of а computcr was put 
onto а singl e si licon chip less than 1/4 i n  square.  When а central pro­
cessing unit (C PU) of а computer is  implemented 35 i n а singlc, or very 
small number of integrated ci rcuits ,  we саН it а 1nicroprocessor. When а 

computer incorporntes 36 а microprocessor as а major component , we 
call it  а microcomputer. When the entire computer, incJ uding C P U ,  
memory and input-output capabi l ity, i s  incorporated i nto а single IC, 
Wc cal l the latter а one-chip microcomputer. 

The fi rst design was fol lowcd Ьу many ot hers. The progress to­
Ward smaller computers is certain to coпtinue: gradually there ар-

1 1 БуХ 
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pear nano-computers and pico-computers. These computers are more 

flexiЬie 3 7 • Modern computers are virtually symbiotic.  

Advances in microelectronics give rise to advances in comput­

ers. Computers today are providing an expanding range of services. 

Computers are classified Ьу size and capabil ity as microcom ­

puters, mainframes 38 and supercomputers, depending on the size of 

their main memories and on their processing speed. 

Most microcomputers are mostly used Ьу individuals. 

Mainframes are used Ьу large corporations, government agen­
cies (учреждения) and other large institutions. 

Supercomputers are the largest and fastest ofall computers. They 
l1ave memories and processing speeds that may Ье measured i n  pico­

seconds (tri llions of а second). The boundaries separating the cate­

gories change frequently as computer technology advances. 

(11) lf hardware 39 is the body of а computer then software 40 is its 
soul (душа). Software is the term applied to the sets of instructions 
called programs. The writing ofthese instructions is called computer 
programmtng. 

Several developments have helped to reduce programming ef­
fort. H igh-level languages have replaced assemЬler languages to а great 

extent. These high-level languages, however, require more compila­

tion and running time, and more memory space. One of the most 
important causes ofthe man-machine communication barrier is that 

an interactive computer system typically responds only to commands 

phrased with total accuracy in а higbly restricted 4 1  artificial 42 lan­

guage designed specifically for that system. If а user fails 43 to use this 
language or makes а mistake,  however small ,  an error 44 message 45 is 

the response he can expect. 
There is а trend 46 towards languages with free format and more 

error cbecking 47• 
Just as the hardware designer needs fewer components to build 

а system, thc programmer needs fewer l ines of code to make а system 
go. Many scientists are known to have been conducting а research on 

man-inachine communication. The work is ongoing. Of particular 

i nterest are information systems that model complex real-world 

events. 
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Active information systems are database processing tools intend­

ed 48 to represent and manipulate data descript ion of large real-world 

systems that have а complex dynamic behaviour. It is apparent 49 that 

if the language of recipieпt and sender differs ,  the data of the mes­

sage cannot Ье used. 

In  automated information systems the computers must receive 

and at the same time interpret and act on the data. In  information 

systems, to Ье more explicit (точнее) , the fields of computers and 

communications are merging 50• 
Thus, the proЬlem that hinders 51 man-machine communication 

is language barrier. The computer system responds to commands only 
if they are given with total accuracy in а highly restricted artificial 
Ianguage. Without it an error message is the response . 

Therefore, program optimisation is of crucial 52 importance. 

А certain language program often proves inefficient on another 

machine. А good deal of work is now being done on automated pro­

gram optimisation. Machines with new architectures possessing highly 

paral lel structures are now being designed and built . Parallel struc­
tures including hundreds, even thousands, of processors are now be­
ing designed and built .  True, this software optimisation remains at 

the very early stage. What is needed? We need: ( l ) better algorithms; 

(2) better languages and operating systems; (3)  better portabi l ity, so 
that software has а longer lifetime and can therefore sustain 53 more 
development ; (4) better program optimisers. 

Algorithms are especially important to take advantage of vector 

and microprocessor parallelism. Once we have designed algorithms, 

we must provide better languages to allow more efficient expression 
and execution 54 of these algorithms. 

Опе does not wish to program all programs for all machines, es­
pecially when it means reprogramming each program to get opt imum 
performance. Other languages and programming paradigms should Ье 
portaЬle (зд. используемые лля всех видов компьютеров) .  

The potential for portaЬle operating systems is obvious. But to 

.achieve it requires much more progress in the areas of standards and 
optimisation. 

True portabi lity requires а high-level representation of algo­
rithms,  with no machine-dependent semant ics. 
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Thus programming productivity becomes а more and more im­
portant issue, which leads to the idea of sharing 55 programs across 
different hardware platforms to save time and cost on program de­
velopment. 

With the development of Internet and �Ь computing (W-сеть) , 
the sharing of programs across heterogeneous p latforms, the estab­
l ishment of an unified 56 programming and computing environment 57 
across the fundamentally heterogeneous World Wide \\еЬ become 
critical issues, which Iead to the booming (зд .. появление) ofbrand 58 
new programming languages such as Java. Another possiЬie trend is 
the popularity of script 59 language on the I nternet. 

N ew programming languages that can support parallel and dis­
tributed computing are in great demand. There are currently two 
approaches 60 to this special  issue. One is to adapt 6 1  currently avai l­
aЬle popular programming languages, for example,  С and Fortran , 
and equip them with special l ibrary. The results are paralle l  апd d is­
tributed programming languages l ike СС+ + ,  рС+ + ,  and H P F 
(High Perforrnancc Fortran) .  Another approach is to design con­
ceptual ly new languages that exploit the fundamental principle of 
paral lel and d istributed computing. The results are programming 
languages J i ke Linda. 

Programming languages may Ье treated 62 as useful vehicles 63 for 
gaining access to important distinctions 64 of computing. 

Technological , economic and educational developments now al­
low us to design information systems. lnformation systems model 
complex real-world events that have а complex dynamic behaviour 65. 
I n  automated information systems the computers must receive and 
at the same time interpret and act on the data. In  information sys­
tems, to Ье more explicit 66 ,  the fields of computers and communica­
tions are merging. The integration and coordination ofthe individu­
al infonnation systems and computers introduces new requirements, 
design parameters, and tradeoff67 • 

These considerations 68 affect system issues rangiпg from thc ar­
chitecture of specific computers to the architecture of overal l  infor­
mation systems. 

The past couple of decades have seen tremendous progress in 
the technology of computing devices, both in terms of functionality 
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and performance. The versatility 69 and convenience 70 of the micro­
processor has altered the entire architecture of modem computer 
system. The method ofprocessing data as wel l  as availaЬ le peripheral 
devices define computer generations 7 1 •  

The list of applications i s  large and growing rapidly. 
Sti l l  there is а critical issue ,  that is the security of computers. 

Computer networks wil l  always Ье vulneraЬie to attack.  But there are 
ways to make а network much more resistant to attack. 

Viewed 72 in the contemporary scene and historical perspective 
the computer stimulates man. 

3. Проверьте, как вы запомнили слова первой части основ­
ного текста. 

4.3. Переведите выделен11ые с . ..'lова , исходя из значений, nриведеиных в скобках: 

1 .  countless а (бесчисленный), count v 

2. originally adv (первоначально) ,  origin n 

3.  distribute v (распределять) , distribution n 

4. accomplishment n (выполнение) , accomplish v 

5.  recording n (запись) , record v 

6. storage n (хранение) ,  store v 

7. issue n (номер, выпуск) , issue v 

8. interpretation n (трактовка) , interpret v 

9. flexiЬle а (гибкий) , flexibility n 

1 0. implement v (выполнять), implementation n 
1 1 . fail  v (отказать) , failure n 

1 2. error n (ошибка) , erroneous а 
4.4. Определите значения английских слов, исходя из контекста: 

1 .  компьютеры - complicated машины 

2.  человек всегда attempts познать причину 
3.  обрабатывать большие amounts о/информации 
4. компьютер previously использовался для counting 

5.  компьютеры monitor производственными процессами 
6. в наши дни объем памяти компьютера is spectacular 

7. transactions научного общества будут опубликованы 
8. regardless о/размера и назначения компьютер состоит из 
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9. информаuия isfed или выводится через input-output ports 

1 0. to issue команды в каждую систему 

1 l .  to implement довольно простые функции 

1 2. to fail выполнить задачу из-за нехватки времени 

1 3 . эта операция consumes много времени 

4.5. Переведите с..1едующие слова. Обратите внимание на значения префиксов 
extra- - вне, не-; trans- - за-, через-, транс-, по ту сторону; со- - в.месте; 
fore- - перед, заранее; pre- - до, пред; post- - после. 

extra-:  extraordinary а ,  extrasensory а ,  extпiteпestrial а 

trans-:  transaction n, transatlantic а, transform v 
со- :  coexist v ,  coauthor n,  cooperate v 

fore- :  foresee v, foretell  v, foregoi ng а ,  forerun v, foremost а 
pre-: prehcat 11, predetermine 11, prehistoric а 

post-: postwar а, postdate v, post-graduate n 

4. Учитесь обобщать информацию текста. 

4.6. Обобщите информацию, данную в первой части основного текста (1): а) на 
русском, б) на а1rrлийско\t языке. Выполняется устно. 

5. Учитесь слушать и говорить. 

4. 7. Просмотрите еще раз первую часть основноrо текста (1). Ответьте на вопро­
сы , используя информацию текста: 

1 .  What is the origin of the word computer? 
2.  What were the first computers inteпded for? 
3 .  What kind of а machine is the computer? 
4. Why has man made extensive use of the computer? 

5 .  What are thc similarities of the computer with human brain? 
6. What does the computer do in science, in commerce, in industry 

and in government? 
7.  Why do we widely use t he computer in spite of its blgh cost? 
8.  What do you know about the architecture of the computer? 
9. What is а microprocessor? 

10 .  What 's the function of the input-output ports? 
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Домашнее задание 

1 . Повторите средства l�Ъiражения обстоятельства и выпол11ите упражнения. 

2. Изучите слова и словосочетания первой части основноrо текста (1). 

3. Переведите письменно со словарем вторую часть основного текста (11). Вре­
мя перевода - 60 ми11уr. 

4.  Кратко изложите содержание второй части основноrо текста (письменно 
на анrлийском языке). Объем вашеrо изложения - 1 0-12 простых предло­
жений. 

Внеаудиторная работа 

1 .  Учитесь переводить. 

4.8. Переведите, обращая внимание на форму выражения обстоятельств: 

1 .  The design effort necessary for assemЬling several dice within 
t he same package was more easily and earlier achievcd than the 
integration of several  discrete components onto а single die . 

2. Bei ng quite different from vacuum tubes and transistors , ma­
. sers operate e ntirely on quantum principles.  

3.  Using t he same mask-making programs and machines as for 
sil icon, we use photolithography to define the topology of re­
sistors , capacitors and i nterconnections. 

4. In order to shorten the time required to perform instructions, 
it is desiraЬle to perform as many operations as possiЬle in  par­
allel .  

5. То Ье more economical ly competiti ve,  more and more systems 
will  incorporate micros. 

6. Ву fabricating dozens of transistors together on а single smal l  
silicon chip , using the same fabrication techniques used for sin­
gle isolated transistors, а whole flip-flop could Ье integrated.  

7. Yiewed from the outer space,  the most striking feature of the 
Earth is the large expanse of water. 



168 М и кроэлектроника настоящее и будущее 

2. Изучите слова и словосочетания основного текста. 

1 .  count v 1 .  считать, подсчитывать; 
2. полагаться на 
count n 1 .  подсчет ; 2. единица под­

счета 
countaЫe а исч исляемый 
counter n счетчик 

2. initially adv вначале; исходно 
initia] а начальный, первоначальный 
initiate v 1 .  положить начало; 2. воз­

никнуть 
3. originally adv сначала, первона­

чально 
original а l .  первоначальны й ,  ис­

ходный ; 2 ПОЮ1ИННЫЙ 
originate v 1 .  давать начало, порож­

дать; 2 брать начало 
4. applicaЬie а 1 .  nрименяемый ; при­

годный;  2. подходящий ,  соответст­
вующий 
appliance n 1 ,  приспособление; 2 .  уст .. 

ройство , nрибор 
applicabllity n nригодность, приме­

няе�ость 
application а 1 .  заявление; заявка; 

2.  nросьба, обращение; 3 .  приме­
нение, использование 

application program package - пакет 
прикладных программ 

applied а l. прикладной, nрактиче­
ский; 2.  приложснн ый 

apply v I .  обращаться с nросьбой; 
подавать заявление; 2. использо­
вать, п рименять; 3 .  приклады­
вать 

5. variety n 1 .  разнообразие ;  2. ряд, 
множество; 3 . вид, сорт 
various а 1 .  различный; разнообраз­

ный;  2 .  многие ; 3. разносторон­
ний 

variously adv по-разному, различно 
variaЬie а nеременный;  текущи й 
variahle n п еременная величи на; 

параметр 

6. task n 1 .  задача, задание; 2. дело 
работа; 3 . обязанность 
task v 1 .  ставить задачу; 2. испыты­

вать, подвергать Проверке 
task-oriented а целенаправленность 
task group а иссл едов ательская 

группа 
7.  call for v 1 .  требовать; 2 .  преду­

сматривать 
call into action - приводить в дейст­

вие 
call n l .  вызов, запрос; 2 .  требова 

ние,  необходимость; 3. сигнал 
саН v запрашивать; требовать 
call program - вызывающая про­

грамма 
8. amount n 1 .  количество, величи­

на; 2. сумма, итог; 3 .  амплитуда ; 
4. уровень, степень 
amount v I .  доходить до, достигать; 

2. составлять (су��у) 
9. record v 1 .  записывать; 2. регист­

рировать 
recording n запись 
filc recording - главная запись 
recorder n заnисывающее устройст-

во 
10. distribute v 1 .  распределять; 2 .

. 
рас­

пространять 
distribution n распределение 
defect-density distribution - распре-

деление плотности дефектов 
distributor n распределительное уст­

роиство 
1 1 . digest v 1 .  обрабатывать; 2 .  усваи­

вать. осваивать; 3. воспринимать, 
осм ысл ивать; 4. класс и ф и циро­
вать; аннотировать; приводить в 

систему; 5 .  излагать сжато 
digest n l. сборн ик, сnравочни к, 

2.  краткое изложение, резю�1е 
digester n систематизатор 
digestaЬie а легко усваиваемый 

раздел 4. Первое занятие 

digestion n 1 .  усвоение; 2. nонимание 

12. commerce n торговля 

commercial n реклама, объявлен ие 

commercial а l .  торговый, коммер­
ческий ;  2. доходный,  nрибыль­
ный; 3 .  серийный 

commercial tests - заводские испы­
тан ия 

commercial vehicles - грузовые ав­
томашины 

13. and the like - и тому подобнос 
like а 1 .  подобный, nохожий ; 2. эк­

вивалентный,  одинаковый 
likel ihood - nравдоподобность, ве­

роятность 
likely а вероятный ,  возможный 
most likely - по всей вероятности, 

наиболее вероятно 
liken v 1 .  уподоблять; 2.  сравнивать 
likeness n сходство, подобие 
likewise adv I .  подобно, аналогич-

но;  2. более того 
14. keep track v зд. следить 

keep (kept) v 1 .  держать ; 2. хранить; 
3. продолжать (делать что-л .) ;  4. 
соблюдать (правила) ; 5. вести , 
управлять; б. находиться 

keep Ь..асk - задержи вать, удерживать 
keep down - nрепятствовать 
keep from - воздерживаться от 
keep оп - продолжать (делать что-л.) 
keep out - не допускать, не позво� 

л ять 
keep to - соблюдать, придерживать­

ся 
keep to go - поддерживать 
keeper n стопор 

15. transactions n pl 1 .  веден ие дело­
вых оnераци й ; 2. труды научного 
общества 

16. monitor v 1 .  контролировать, на­
блюдать; 2. управлять 
monitor n 1. монитор; 2. контрольный 

индикатор; 3. да1Чик; 4. управляю­
щая nрограмма 
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failure monitor - указатель отказа 
program mon itor - уnравляющая 

программа 
monitoring n текущий контроль 

17. strides n р/ успехи , nporpecc 
stride n 1 .  рост, развитие ; 2. шаг 

18. virtually adv 1 .  фактически; прак­
тически; 2. в действительности ; З. в 
сущности 

virtual а 1 .  возможный,  допусти­
мый; 2.  действительный. факти­
ческий 

virtual image - мнимое изображе­
ние 

virtual mass - фактическая масса 
virtual memory - виртуальная па­

мять 
virtual value - допустимое значение 

19. salc n торговля;  продажа с аук­

циона 
sale n продажа; сбыт 
sales n распродажа 
sales department - отдел сбыта 
sales engincer - сnециалист по сбьпу 
sales tax - налог с оборота 

20. indeed adv на  самом деле,  дейст­
вительно 

2 1 .  accomplish v 1 .  выполнять; 2. за­
вершать, достигать; 3 . совершенст­
вовать 
accomplishment n l .  выполнение; 2 .  

завершение ; 3. pl достижение 
22. set n 1 .  набор, ко�1плект; 2.  ряд; 

серия; 3. nр.ибор , установка 
crystal set - детекторный прием ник 
fault sct - набор неисправностей 
instruction set - набор команд 
microproccssor set - микропроцес-

сорный комплект 
tool set - комnлект присnособлений 
set v 1 .  nомещать; ставить; 2. уста­

навливать, учреждать; 3 .  выдви­
гать; 4. nриступать 

23. surely adv l .  безусловно, конечно; 
2. обязательно, неnременно 
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sure а 1 .  уверен н ы й ;  2. несомнен ­

н ы й ,  бесспорны й ;  3 .  верн ый , на­

дежн ы й ;  4. обязатель н ы й  

to Ье sure - несомненно 

sure enough - действительно, на са­

мом деле 

24. despitc prp несмотря на 

in spite of несмотря на 

25. regardless of ргр независимо от, 

НеС\fОтрЯ На 

regard n вни�ан ис, отношение 

regard v l .  учитывать; считать; 2. рас " 

сматривать; 3 . относиться, иметь 

отношение, касаться 

ha't·e regard to - учиты вать, обра-

щать вни \1ание 

as regards - что касается 

in regard - относительно 

in this regard - в  этом отноше нии 

without regard for - не уч итывая 

regarding ргр относител ьно; о,  об; 

что касается 

26. port n l .  проход, канал ;  2. вход, 

выход; 3. точка nодключения (внеш · 
него устройства к ЭВ М),  nорт дос­

l)'Па 

port way - канал 

exhaust port - выпускное отверстие 

inputjoutput port - порт ввода/вы -

вода 

portaЬie a l .  портати вный, перенос­

ной; 2. мобил ьн ы й  (о программ­
но.� обеспечении) 

portage n nеревозка, трансnорт 

portal а 1 .  ворота; 2. портал 

27. whereby adv 1 .  nосредство�1 чего-л. ;  

2 .  тем самым; в результате чего-л. 

wherein - в котором; та�1 , где 

whereof - и з  которого; о котором 

whereupon - nосле чего,  всJtедствие 

28. feed (fed) v 1 .  питать; 2. подавать, 

снабжать 

feed n 1 .  n итание; 2. снабжен ие 

feedback n обратная связь 

feeder n подающий механизм 

29. item n 1 .  ком понент, составляю­

щая ; номер ; 2. еди ниuа информа-· 

uии;  детал ь; элемент; 3.  пункт; по 

зиция (в таблиuе ) ;  статья (и мпор­

та) , 4. предмет (обсуждения);  воп ­

рос; 5 .  сообщен ие 

item v фиксировать по пунктам 

30. store v хран ить, накапли вать; за­

поминать 

store n запо\tинающее устройство, 

nамять (ЭВМ) 
store up - н акапливать; запоми нать 

storage n 1 .  хр ан е н и е ;  2.  зап о м и ­

нающее устройство (ЗУ), память 

31 .  retrieve v 1 .  восстанавливать; 2. ис­

правлять; 3. отыскивать и нформа­

цию 

retrieval n l .  восстановление; 2. по 
иск 

32. erase v стирать, удалять (зап ись) ;  

вычерки вать. разрушать информа ­

цию 

erasure n сти ран и е )  р азруш е н и е  

( информаци и) 

33. issue v l .  происходить, получать-­

ся из; 2. в ытекать; 3. выпускаться , 

издаваться 

issue n l .  вопрос; 2. выпуск; 3. ре­

зультат, исход 

34. read (read) v l .  читать, считывать; 

2. снимать показатели 

readings n показатели прибора 

read while writing - считывать одно -

временно с записью 

readback n считывание только что 

заn исан ной информаци и 

35. implement v l осуществлять, вы­

п ол нять; 2.  оснашать, внедрять 

implementation n I .  осуществление. 

выполнение; 2. внедрение, осна� 

ще ние 

36. incorporate v l. включать; 2. объ ­

единять 

incorporation n объединение, кор ­

порация 

Раздел 4 Первое занятие 

37. flexiЬie а 1 .  гибки й ,  n одвижный;  

2 . многоцелевой , широкого назна­

чения , ун и версальный 

flexibility n 1 .  гибкость; 2.  приспо­

собляе�ость 

38. mainframe а :  mainframe computer 
большая ЭВМ 

39. hardware n 1. аппаратура ; техни­

ческие средств а ;  2. а пп ар атн ые 

средства Э ВМ 

hardware-compatiЬie - а ппаратно-

совместимый 

40. software n Программное обеспе­

чение; п рограммные средства 

4 1. restrict v огранич и вать 

restriction n огран ичение 

42. artificial а искусственный 

art n 1 .  искусство, умение;  2 .  техн и  

ка , технология 

comp11ter art - вычислительная тех­

н и ка 

state of the art - современ н ое со­

стоян и е, совреме н н ы й  урове н ь  

развития 

43. fail v 1 .  (о приборах) перестать д ей­

ствовать; 2 .  не удаваться: 3 .  быть не 

в состоян и и  

without fai l  - непременно,  обяза­

тельно 

fail-proof а безотказный 

fail-safe а надежны й  nри отказе от­

дельных эле ментов 

failsoft а огран иченно надежный 

failure n l nовреждение, отказ, не­

исправность; 2.  несnособность, 

невозможность 

degradation failurc - постеnен н ы й 

отказ 

infant failure - ранни й отказ 

oxide failure - дефект оксидного 

слоя 

44. error n ош ибка; nогрешность 

trial and error method - метод проб 

и ошибок 

erroneous а ошибочный 
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45. message n l .  сообще н и е ;  2.  и н ­

фор мация 

46. trend n 1 . обшее направл е н ие,  

тенденция ; 2. ход, течение 

trend v 1 .  иметь тенденцию; 2.  от­

кл оняться 

47. checking n проверка 

check n 1 .  nроверка, контроль; 2. кон­

трольное приспособление; 3. пре­

пятствие, остановка, задержка 

without check - без задержки 

check v l .  контрол ировать; 2. пре-

пятствовать 

check in - регистрировать 

check up - п роверять 

check with - совпадать с. соответ-

ствовать 

check proЬiem - модел ьная задача 

check standard - эталон 

built-in check n l .  внуrрен н и й  кон -­

трол ь; 2 .  встрое н н ые средства 

контроля 

desk check - проверка вручную 

checker n средство контроля 

checking meter - контрольный nрибор 

check out n 1 проверка; 2 .  наладка 

48. intend v l .  н амереваться; и меть в 

виду; 2 .  nредн азначать 

intended а предназначен н ы й  

49. apparent а l .  очевидны й ,  я вный � 

2.  наблюдаем ый 

apparently adv очевидно 

50. merge v сли ваться , соединяться 

mergin� n слияние,  объединение 

mode merging - енятис узлов (графа) 

5 1 .  hinder v 1 .  мешать, nрепятство­

вать; 2. задер)Ки вать 

hindrance n no�1exa, препятствие 

52. crucial а 1 .  критически й ,, решаю­

щий; 2. важны й  

53. sustain v 1 .  поддержи вать, сохра­

нять; 2.  подтверждать; 3. выдержи ­

вать 

sustain effort - дт1ительно действую­

щее усил ие 
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sustain vibrat ion - незатухающее 
колебание 

sustention n 1 .  поддержка; 2. сохра­
нение;  3. выдерживание 

54. execution n выполнение 
execute v выполнять, исnолнять 

55. sharing n 1 .  деление;  2. расnреде­
ление; 3 .  совместное nользование 
share n l .  доля,  часть; 2. участие 

share v l .  делить; 2. распределять; 

3 .  принимать участие 
share charncteristics - иметь обшие 

характеристики 
56. unified а единообразны й  

unify v объединять, унифицировать 
uniform а l . однородный;  2. равно­

мерный; 3 .  неnрерывный 
uniformity n 1 .  однородность; 2 .  nо­

стоянство 
uniformly adv 1 .  однородно; 2 .  по­

стоянно 
unit n 1 . единиuа (физическая вели­

чина) ; 2. агре гат, устройство;  
3 .  узел, модуль 

unite v объединять 
unity n 1 .  единство; 2. еди ница 

57. environment n l .  окружающая сре­
да; среда, окружение ;  2. условия 
эксплуатаци и  
environmental а окружающий, внеш­

ний 
58. brand n сорт, качество 

brand а зд. замечател ьный,  nоль­
зующийся высокой репутацией 

59. script n 1 .  рукописный шрифт;  
2.  текст, сценарий 
script language комп. язык сцена­

рие в 
60. approach n 1 . метод , подход� 

2.  nриближение; 3 .  подача, подвод; 
4. ап проксимация 
approach v подходить, приближать­

ся (к) 
approachaЬie а доступный,  дости­

жимый 

61. adapt v 1 .  адаптировать(ся) ,  на ­
страи вать(  с я ) ;  2 .  п р и спосабл и ­
вать(ся) ;  3 .  переделывать, упро­

щать 
adaptabllity n приспособляемость. 

ПрИ�еНИ�fОСТЬ 
adaptaЬie а приспосабливаемый 
adaptation n адаптация; видоизме­

нение; модификация 
adapter n 1 .  nереходнос устройство , 

2. кцссета 
adapting n l .  приспособление,  под­

гонка; 2. стыковка 
62. treat v 1 .  иметь дело; рассматри­

вать; 2. исследовать; 3.  обрабаты­
вать; 4. подвергать воздействию 
treatise n научный труд, исследова-

н ие;  монография 
treatment n l .  рассмотрение ; 2. ис­

следование ; 3 . обработка; 4. воз 
действие;  5 .  обращение 

analytical treatment - аналитиче ­
ское исследование 

data treatment - обработка данных 
63. vehicle n 1 .  трансnортное средст­

во; 2.  проводник; 3.  связующее ве­
щество 
interface vehicle - экраноплан 

64. distinct ion n 1 .  распознавани е ;  
2.  разл и ч ие,  отл ичие;  3 .  высокое 
качество 
distinct а l .  различный, отличный;  

2.  особый, индивидуальный; 3. яс­
ный 

as distinct from - в отличие от 
distinctive а отличительный,  харак­

терный 
distinguish v 1 .  различать; 2. о тли­

чаться ; ) . характеризовать 
distinguishaЬie а отличимый,  разли­

чимый 
65. behaviour n поведение 
66. explicit а 1 .  явный,  точный;  2. не ­

nосредственный; 3 .  подробный 
explicit function - явная функция 

раздел 4. Первое занятие 

exp l icit Пow- chart - п одробн ая 
блок-схема 

to Ье more explicit - точнее 

67. tradeoffn l .  согласование; 2.  ком­
промисс; 3. сравнительная оценка; 
альтернатива 

trade off v l .  согласовывать; 2. со­
поставлять 

trade-off studies - сравн ительные 

исследования 

68. considerations n pl соображения 
consider v 1 .  рассматривать, обсуж­

дать; 2. считать, полагать; 3 .  учи­
тывать, прини�fать во внимание 

all things considered - учитывая все 
факторы 

consideraЬie а значительный,  суще­
ственный 

consideration n 1 .  рассмотрен ие ;  
2 .  вни�ание;  3 .  соображен ие,  ар­
гумент 

in consideration of - принимая во 
внимание 

under consideration - рассматривае­
мый, обсуждаемый 

69. versatility n 1 .  многосторонность, 
разносторонность; 2.  nодвижность 
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versatile а 1 .  многосторонний , гиб­

кий; 2. универсальный 
70. convenience n удобство 

convenient а 1 .  удобный; 2. подхо­
дящий 

7 I. generntion n 1 .  поколен ие ;  2. по­
рождение ,  создание ,  генерация ; 
3 .  вариант, модификация 
generate v l .  nорождать; 2. генери­

ровать, производить 
generntor n 1 .  генератор; 2 .  датчик, 

и з м ерител ьн ы й  nреобразова­
тель; 3.  источник энергии  

72. view v 1 рассматривать; 2 .  оцени­
вать; 3 .  учитывать 
view n l .  точка зрения, мнение ;  2. вид, 

обзор; З . изображение; перспек­
тива 

point ofview = viewpoint - точка зре­
ния 

object in view - поставленная цель 
in view - ввиду, принимая во вни­

мание 
with а view - с целью; с тем чтобы 
close view - изображение крупным 

плано\1 
viewing - осмотр, наблюдение 

3. Проверьте, как вы запомнили слова. 

(1-10): to count the layers, to count dice, countaЬle benefits; an ini­
tial mode; originally, the computer was gigantic; compJicated 
aпangements; to record large amount of information ; to dis­

tribute functions, the distribution of waters; to view achieve­
ments; to view the resources; the point of view of an engineer; 
to protect environment ; the environments of the spacecraft 

(11-20): despite tl1e circumstances; to accomplish the task; to cal l for 
amplification; an amount of acid; the sequential positions 
of slices, the sequence of operations, the sequence of events; 
to use computers in commerce; to expose transactions; to 
monitor production processes; an average amount of alloy; 
to increase memory-size 
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(21-30): the memory capacity is spectacular; to store information; 
regardless of the advances; to feed infonnation through the 
input-output ports; the instructions are retrieved on com­
mand ; to fill ал entire space; to depend entirely on gap; to 
issue commands 

(3 1-40): to read informatioл from the memory; to affect the instru­
ment readings; to interpret the commands; to mount sub­
strates; to mount 1 С on а single priлted card ; to need а flex­
iЬie processing system; the flexibie processing system; the 
flexibility ofthe procedure; to exccute computing operations; 
to execute а task; to implcmeлt sputtering, to implement а 
substitution ; to incorporate таnу components 

(41-50): to distinguish objects at а distance; to distinguish tools; to 
l ink the tops; thc link between two species; the sequence of 
facHities; to estaЬiish new facilities; to hinder the passage; to 
hinder the availability; to fail to insert; the failure of а pro­
cessor; the device failed; to improve the tool without fail ;  to 
consumc much encrgy; to restrict the consumptioл; а high­
ly rcstricted artificial language; the origin of ал епоr; an er­
roлeous rcsponse; to receive an error message 

(5 1-60): the trend of deveJopment ; to check the performance of an 
operatioл; to dcnote residual errors; а cuпent event,  current 
efforts to define; superficial knowledge; the mode of han .. � 
dling infonnation ; to intend to complete , an iлtended per­
fection; the imagc of а mask 

(61-70): the background ofthe screen; the background ofan eлgineer: 
the background ofthe technique; the behaviour of electrons; 
an apparent shift; an apparent mark; roads merge; to trade off 

the responses; prediction tradeoff; the versatility of micropro­
cessors; а convenient pattem; the convenience of processing 

(7 1-73): an obstacle to designing; the fifth gencratioл ofthc computers 

4.9. Переведите письмен11о со словарем вторую часть основноrо текста (11). Вре­
мя перевода - 60 минуг. 

Раздел 4. Первое занятие 1 75 
4. Учитесь кратко излагать текст. 

4. 10. Кратко изложите на анrлийском языке содержание nервой части основного 
текста (1) с помощью предикативных rpyпn, например: 

. . .  comes from а Latiл word 

. . .  digest and analyze masses of measurements 

. . .  record and process files . . .  

. . .  monitor and control manufacturing processes 
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ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитори и 

1 .  Проверьте домашнее задание. 

l .  Проверьте письменный персвод второй частм основ11оrо текста (11). 

2. llроверьте выборочно упражнения. 

3. Проверьте, как вы запомнили слова (выборочно). 

4. Проверьте устное изложс11Ие nервой части основноrо текста (1). 

2. Учитесь переводить. 

Текст 4. 1 В 

Переведите текст устно (с листа) без словаря. Значение выде.т�енных слов вы смо · 

жете 11оnять из ко11текста. 
Вариа11т 1 

The Heart of the Computer 

The processor is the brains ofthe computer, the location of those 

fantastical ly small circuits. Think of it as an oveJWorked adding ma ·· 

chine that also can make simple logic decisions. 

It  can decide that two пumbers are equal or not equal, that а cer-

tain  condition does or does not exist in the circuitry. 1t can decide that 

thiпgs are true orfalse based on rules the programmer suppl ies to makc 

that decision. This, combined with the ability to add and subtt·act at 

l ightning-fast speeds and store the results of these processes, aliO\\'S 

the programmer to give step -by-step instructions to Ье carried онt оп 

command. 

Вариа11Т 2 

Old and New Concepts 

Although the idea of an automatic computing engine occuпed first 
to Charles Babbage in 1 832, it was more than а century later, in 1 945 , 

раздед 4 Второе зJ н ятие 1 7 7  

that John von N eumann set out the principles that were to fix the pat­

tem of computer design for the next twenty years. Most oftoday's com­

puters follow the von Neumann model , and probaЬly n1any of tomor­

row's wi11 do so also. In particular, they have а ratl1er rigidly orgaпized 
store,  holding both instructions and data; and, although some overlap of 
operations occurs, in general they tiptoe through their programs in mini­

steps. There can Ьс no doubt that computers of this kind are powerful , 

versatile tools; but it would Ье surprising indeed if one type of machine 

were to prove equally suitaЬ/e for all types of proЬlems; and it may Ье 
that some proЬlems of practical iпtcrest to us are too difficult, or too 
expensive ,  to solve on von Neumann machines. 

Текст 4.2 В 

Переведите текст письмешю со словарси. Время перевода - 20 мин)а. Проверьте 
перевод в аудитории. 

Personal Computer 

The first persoпal computer (РС) was put on the market in 1 975.  
Today the personal computer can serve as а work stat ion for 

the individual .  Moreover, just as it has become financially feasiЬle 
to provide а computer for the individual worker, so also technical 
devclopments have made tl1e interface between man and macl1ine 
increasingly "friendly" , so that а wide array of computer funct ions 
are now accessiЬle to pcople with no technical background . 

А personal computer is а small computer based on а nl icropro­
cessor; it is а microcomputer. Not al l  microcomputers , however, are 
persoпal computers .  А microcompнter  can Ье dedicated to а single 
task sucl1 as control ling а n1achine tool or metering tl1e injection of 
fuel into an automobile engine ; it can Ье а word processor, а video 
gamc or а '(pocket computer" that is not quite а computer. А pcrson­
al computer is something different :  а stand-a1one computer t l1at puts 
а Wide array of capabilit ies at the disposal of an individual. 

The first gcпeration of t rue personal  computers,  whicl1 came 
on the market between 1 977 апd 1 98 1 ,  had eight-bi t  microproces­
sor chips availaЬle , and sооп t hey were included in comp1ete com­
PUter systems. As for clock frequency, the trend has been from one 
1 2  БуХ 
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megahertz ( one mil lion cycles per second) а few years ago to 1 О 
megahertz or more today. 

3. Учитесь аннотировать и реферировать. 

Текст 4.3 В 

Прочпrайте текст. Выявите основную информацию каждоrо абзаца. Запишите дан­

ную информацию на русском языке. Проверьте правильность понимания текста. 
Составьте краткий реферат на английском языке, пользуясь материалом текста. 

Computer Trends 

The earliest computers were developed during the Second World 
War for specific defense applications - some of the first con1putcrs 
were used to calculate artillery firing coordinates - these systems did 
not becomc commercial ly marketaЬle for а nнmber of reasons: they 
were special -purpose , designed for military applications; they were 
extremely large, occuping hнge warehouses; they consumed enor­
mous amounts of electricity, generated imm ense amounts of heat , 
required tons of chilled air, and broke down every few hours. 

The first commercial systems were installed i n  the 1 950s and 
ran such "business "  applications as accounting, bil l ing,  payroll , and 
inventory control. This was а logical first step in the application of 
computers to solve bнsiness-related proЬlems. 

These early compute r system processed d ata in batches, that 
is ,  they execнted one p rogram at а t ime and handled t ransactions 
(say, an accoun ting entry, such as payment of а bill)  one at а t in1e 

from а predefined sequence of t ransactions. They required consid­
e raЬle amoнnts of  manual intervention and the  applications t l1ey 
performed were l imited in scope . 

The computers of the 1 950s also tendcd to Ье p hysically large , 
internally slow, and somewhat unrel iaЬle in terms of system ava i l ­

abil ity. They used vacuum tubes which l imited their price-perfor .. 

mance ratio and, thus,  both the numbers and kinds of applications 
that were rнn on them. 
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The next major advance in systems сате in the early I 960s, with 

the invention of the transistor and its implementation in the next gen­

eration of computers. 
These systems were smaller, faster and more reliaЬle. 
In  the 1 970s, the arrival of integrated circuitry resulted in fast and 

reliaЬle computer systems. Advances in operating systems technology 

precipitated the rapid spread of multiuser systems, and data commu­
nications systems enaЬled more and more applications to Ье accessed 

from remote locations Ьу employees working at C RT (Cathode Ray 
ТuЬе) terminals. The applications began to provide information that 
resulted in а wide range of benefits, from significantly improved cus­
tomer service to tighter management control over widely dispersed 
operations and functions. 

In the 1 980s, the microcompнter broнght low-cost computer pow­
er to virtually anyone who wishes to use it. 

ln the decade of ] 990s, administrative applications evolved into 
tools for the strategic use of an organization 's  information assets to 
create а competitive advantage for tl1e organization . Advances in elec­
tronic technology improved the cost-performance of computer sys­
tems; they continнed to shrink in sizc and increase in power. 

Advances in communication technology placed more and more 
information at thc fingertips of the average worker, as systems were 
tied into local , national , and integrational networks. The use of the 
lnternet and thc World Wide Web (WWW) has become ubiquitoнs in а 
few short years. 

4. Учитесь говорить. 

4.11. Прочитайте краткое содержание второй части осаюваюr'О текста (см . до�аш­

нее задание). Подготовьте 10 во11росов по содержанию. Задайте вопросы ва­
шим товарищам. 

4-12. ОбсудИ-се тему: "Thc Potential for Microcomputer Application". 
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Внеаудитор ная работа 

1 .  Проверьте, знаете ли  вы слова. 

4.13. Назовите синонимы cлeдyюll.UIX слов (вы можете найти их в основ11ом тексте): 

1 .  used, utilized 
2. at the beginning, originally 
3. kind, class 
4. а number, mass 
5. ask, demand 

6. absorb, consume 
7. control, observe 
8. development, step 
9.  finish, perform 

1 О. collection, examples 

4. 14. Найлнте в основном тексте анrлиRские эквиваленты следующих речевых 
отрезков: 

1 .  независимо от цели 

2. средство для сбора, записи , анализа и распределения огром-
ной массы информации 

3 .  управлять операциями всей системы, подавая команды 
4. считывать информацию из памяти 
5.  компьютер включает в себя микропроцессор 
6.  пользователь не может использовать этот язык 
7.  особый uumepec представляют информационные системы 

8 .  очевидно, что . . .  
9. препятствовать коммуникации <<человек-машина)> 

1 0. получить доступ к . . .  

4. 1 5. Переведите следующие речевые отрезки из основного текста: 

1 .  artificial language designed for that system is . . .  
2 .  there is а trend towards language with free format 
3. the fields of computers and communications are merging 
4. language barrier hinders man-machine commнnication 
5. program optimisation is of crucial importance 
6. the idea of sharing programs across different hardware p latforms 

. IS •• . 

7. the booming of brand new programming languages can . . . 
8.  to adapt cuпently availaЬle popular programming languages was - · ·  
9. to gain access to important distinctions of compнting is . . .  

раздел 4 .  Второе занятие 

4.16. llазовите термин, исходя из следующих определений: 

1 8 1  

1 . The class of integrated circuits that has the fewest number offunc­
tions per chip. 

2. The sockets on а computer where the peripherals interface.  

3 .  А puЬlished collection ofprograms routines and subroutines avail­
aЬle to every user of the computer. 

2. Проверьте, как вы умеете оперировать грамматическими 
и лексическими явлениями при переводе. 

Текст 4.4 В 

Переведите текст письменно со словарем. Время перевода - 15 минуг. Озаглавьте 

текст. 

The proliferation of computer languages that has been going on 
for some time wiJI continue indefinitely. Most of the new langнages 
will Ье aimed at making it easier to perform specialized kinds of pro­
cessing. The trend will Ье away from Procedure Oriented Languages 
toward langнages that will allow the user to specify what task the sys­
tem is to perform , rather than how the system will perform the task. 

Ву far the greatest challenge in the language area will Ье to develop 
new and more powerful general-pнrpose languages. The concepts of 
parnllel processing and distributing computing call for new approaches 
to the description and solution oflarge-scale , complex proЬlems. These 
languages will have to accommodate а degree of system complexity and 
coordination far beyond the ability of most existing languages. 

Текст 4.5 В 

Переведите текст письменно без словаря. Значения выделенных слов вы сможете 
ПOIIJIТЬ из контекста. 

Electronic Impact 

The profound long-term iтpact of e lectronics on the design ofthe 
cars we drive is not easy to fully coтpreheпd. 
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The first transistor ignition systems began showing up in 1 950s. 
Electronics can perform basic engine functions that we had always as­
sumed were the province of mechanics. 

With microprocessor chips availaЬie for less than the cost of а tank 
of gasoline, we can afford more control of the events in an internal 
combustion cycle. 

Lucas Industries of England has patented computer-controlled 
electro-magnetically operated intake and exhaust valves (клапаны) . 

Imagine what your car's futнre engine �ould Ье! 

Текст 4.6 В 

Переведите текст уС111о с листа. 

Parallelism 

Basically, parallel processing means the нsе of parallel or redun­
dant circuits to accomplish similar or different functions. In the first 
case, the computer achieves а higher throughput merely Ьу having more 
circuits working at one time. ln  the case. ofdifferent functions, through­
put is increased Ьу having different portioпs of the computer work on 
different aspects of а proЬiem at the same time, instead of having the 
computer step through series of functions sequentially. 

. 
Although it is possiЬle to design parallelism into the masstve CPU 

of а mainframe macro, tomoпow's big computer wi ll achieve this ca­
pabil ity through combinations of separate processors - distributed 
computing. 
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ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ 

Контрол ь изученного материала 

1 .  Контроль перевода основного текста. 
Работа рассчитана на 20 минуr. Выполняется устно, выборочно. 

2. Контроль слов в словосочетаниях. 
Выполняется устно или письменно, по выбору nреnодавателя. 

З. Контроль умения выявлять значения слов с учетом кон­
текста. 

4. 17. Переведите предложения, обращая внимание на выбор значения выделен­
ных слов в зависимости от контекста. 

1 .  The above considerations also lead to another important conclusion. 
2. The discнssion is considered to Ье important.  
3.  Material is of great consideration in the construction. 
4. The scientists consider the proЬlem difficult. 

5. Modern philosophers must consider the evolution of our ideas 
about matter. 

6. ConsideraЬie experiments with hydrogen have found its нsе as fнcl . 
7. Democritнs considered that matter consisted of а flow of minute 

particles which he called atoms. 
8. The weight is to Ье considered in designing an engine.. 

4. Контроль умения переводить. 

Тскст 4. 1 С 

Переведите текст устно с листа. Значение выделенных слов вы сможете понять из 
контекста. 

Bug 

А bug is an error in either the syntax or the logic , of а computer 
Program. The term arose during World War 1 1  in connection with elec­
tronic "testing" as an outgrowth of "debug" which was а synonym for 
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"trouЬleshoot " .  The early computer programmers transferred the tern1 
to its present usage. 

Most syntactical bugs can Ье detected during the translation fron1 
the symbolic languages that programmers use into the binary languagc 
which is eventually executed. 

Текст 4.2 С 

Переведите текст письменно без словаря. 

Buffering 

Buffering is used to gather information at а time when it is not 
needed so that the informatton will Ье ava1laЬie for processing when it 
is needed. 

An early use ofbнffering was to overlop 1/0 and CPU operations. 
For example .. an 1/0 operation is initiated to read а Ьlock of data 1nto 
memory. While the channels are controll1ng this operation, the CPU 
may go on its way processing with availaЬie cycles. When the CPU 
needs the information from memory it wilJ Ье avai laЬle and the CPU 
need not wait for the data. 

Текст 4.3 С 

Переведите текст письменно. Определите скорость вашего перевода. На выполне­

ttие задания отводится 20 минуr. 

Automakers Going Digital 

Computing power has dramatically increased over the past se�· ·· 
eral years enaЬling more soph1sticated modeling and simulation soft -­
ware to Ье developed. What oncc took weeks to simulate can nO\\,. 
Ьс done in а n1atter of days or hours . 

G М began tmplementing tools at various stages ofthe vehicle­
development process ultimately leading to its al l -encompassing 
math-based vehicle- development strategy. 

Two-elements key to the implementation ofthe strategy are sуп 

thests and analysis. According to G М ,  synthesis is а process for de­

signing а system in which multiple and competing requuements are 
balanced and allocated to the subsystems and components through а 
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systematic analyt1cal process. Therefore, synthesis is the creation of а 
system while analysis is an evaluation of it . 

The GM strategy represents а shift from а hardware-driven, anal­
ysis-supported development process to а synthesis-driven, hardware­
supported one. Unlike traditional product development in which а pro­
totype is constructed , tested , and analyzed to determine an optimal 
solution, engineering is moved нp-front in the development cycle 

through the нsе of modeltng and simulation. This type of strategy in­
vokes more of а knowledge-based process tn which learning аЬонt the 
product and optin1izing its design IS done prior to prototype construc­
tion. This strategy has eliminated the Jengthy and costly trial-and-er­
ror process along with the need for multiple prototypes. 

5. Контроль умения анноти ровать и реферировать. 

Текст 4.4 С 

Прочитайте текст и кратко изложите ero содержание на русском языке. Объем 

вашеrо реферата не должен превышать 5-7 преможений. (Выполняется устно.) 

"The Skill and the Will to Kill" 

M1litary psychologist Dav1d Grossman, author of the book '' On 
Кilling" , clatms that violence tn computer games trains children in 
the same way that military traintng teaches soldters to overcome their 
inborn resistance to ki l ling. 

In а similar fashion, claims Grossman, violent games teach chil­
dren "the ski11 and the will to kill" .  

According to research appearing in the Journal of Personality and 
Socia/ Psychology, video- and computer-game violence may Ье еvел 
tnore dangerous than violence shown оп television or in films, since 
the player 1dentifies h imself with the characters carrytng онt the vio­
lence. Televiston сал make нs spectators ofviolence: computer games 
can make us feel like participants. Furthermore, а movie may take а 
Child only а couple ofhours to watch, but а child may spend up to [ 00 
heurs mastering а typical v1deo game. 

Son1e countries have implemented а classillcation system designed 
te Point out that brutal1y violent games are only for adults. But sнch а 
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system is нseful only to the extent that it is enforced. One study in the 
U nited States showed that 66 percent of the parents surveyed were not 
even familiar with the rating system. The director of the Entertain­
ment Software Rating Board says that the system is not primarily de­
signed to prevent children from getting certain games. Не explains:  
"Our role is not to dictate taste. We give parents the tools to determine 
what they do or don't want for their children. " 

Текст 4.5 С 

Прочитайте текст и кратко изложите его содержание на английском языке. 

Electronic Games 

The first modem computer game, Spacewar, was created in 1 962. 

The game's objective: fight off asteroids and enemy spaceships. Count­

Iess similar games eventually followed. When more powerful personal 

computers became widespread in the 1 970's and 1 980's, computer gan1es 

became increasingly common. There were adventure games, quiz games, 

strategy games, and action games. One type of strategy game, for exam­

ple, requires the player to plan and manage the growth of cities or civtl i­

zations. M any games simнlate sports, such as ice hockey and golf. 

There are games that are praised for being educational and enter­

taining. I n  some, you can try to land а jumbo jet ,  drive а race саг or а 

steam engine, ride а snowboard, or travel around the world.  However, 

some action games, such as those called shoot -em-up games, are of­

ten criticized because the player is to choose а weapon and then shoot 

and kill different human or nonhuman enemies. 

Текст 4.6 С 

ПрочитаRте текст. Выскажите свое мнение и обсудите (на русско� языке) вопрос о � 

вреде или пользе компьютерных Иlр. Согласны ли вы с точкой зрения, изложенной 

в тексте? 

Addictive Games ? 

For some, playing can seem almost addictive - perhaps this is 

one reason why an on-line game сап continнe for months or even years. 
Time magazine reported that Iately in South Korea there has been 

great interest in the on-line game called Lineage. ln this game the par-

,. 
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ticipants ftght for victory in medieval environment. The player progress­

es through various leveJs, seeking to achieve special rank. Some youths 

play all night long and have trouЬle staying awake during school the next 
day. Parents worry but do not always know how to handle the proЬlem. 

The Korean psychologist Joonmo Kwon offers his expJanation of 
why Lineage has won such popularity: "In the real wor1d, in Korea, 
you have to repress your drives and hidden desires. In the game they 
соте out . " Young people thus flee from reality into а fantasy world.  

" For the gamer, the game world is  much more attractive than re­
aJity. Reality is only а space in which he makes а small amount ofnec­
essary money for continuing the game. "  

6. Контроль умения говорить. 

Текст 4.7 С 

Выраз�rrе свое м11ение по каждому высказыванию. 

Electronic Games - А Summary of the Risks 

1 .  PJaying violent compнter and video games may encourage aggres­
sive behavior. 

2. Electronic games can make you more than а spectator of vio­
lence; they are designed to make you feel l ike а participant . 

3 .  For the impressionaЬJe,  games may Ьlur the distinction between 
reality and fantasy. 

4. Like an addiction, game playing can lead to neglect of important 
ohligations and relationships. 

· 5. Games can consume time that children should spend оп other 
important activities, such as studying, interacting with others, and 
playing creatively. 

б. Prolonged staring at the screen can cause eyestrain. 

7 · Lack of exercise , а possiЬle result of game playing, can Iead to 
obesity. 

8. Games can rob you of money and time. 
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Текст 4.8 С 

Прочитайте текст. Выскажите свое мнение (на английском языке) о влиянии ис� 

пользования компьютера и мерах борьбы с вредным воздействием. 

Effects on Health 

Statistics from the United States show that the average sixth-grade 
student watches four hours of television per day - and that does not 
even include the tirne he spends playing games while staring at а com­
puter or а ТУ screen. 

Neglect ofschoolwork can easily result. А Japanese study showed 
that computer games stimulate only а l imited part of а child 's braiп.  
According to the study, children need more reading, writing, and arith­
metic. But for their brains to develop fully, they also need the stimula­
tion ofplaying outside with other children and interacting with others ,  

Reportedly, somc 40 percent of U .S .  children between five and 
eight years of age are clinically obese. Likely contributing to the prob ··· 
lem is а lack ofexercise because oftoo much time spent in front of the 
ТV or computer screen. One сотраnу has even developed exerc ise 
equipment that can Ье used while playing computer games. Obviously, 
though, it would Ьс far better to limit the time spcnt playing such games, 
leaving ample time for other activities that help а child to develop а 

well-rounded personality. 

Another health issue: Еуе proЬlems may result from staring at а 

screen for great lengths of time. Surveys show that at least а quarter of 
all computer users experience visual proЬlems. One reason is that tl1e 

Ьlink rate may slow down, causing dryness and iпitation of the еуе 

Blinking clears the еуе,  simнlating tear production and washing o tit 

contaminants. 
With their limited measure of self-awareness, childrcn can play 

computer games for hours on end, with few breaks. This may causc 
eyestrain and focusing proЬiems. Experts suggest taking regнlar breaks 
of several minutes after each hour of computer use. 

r 

РАЗАЕА ПЯIЬIЙ 

Основной текст: Microprocessors: а Brain to the Hardware. 

ljJамматические явления: Средства выражения модальности. 

Лексические явления: Контекстуальное значение слов set time ' , 
times. 

Переnод слов с префиксами: mis-. 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитори и 

1 .  Проверьте, знаете ли вы следующие слова. 

-term n 
ordinary а 

Слова, имеющие одинаковый корень с русскими словами 

function v peripheral а instruction n 
primitive а prodнct n principally adv 

construct v normal а bipolar а architecture n 

general а 
design n 
gain v 
. 
unprove v 

Bdvances n 

Слова исходного уровня и из предшествующих разделов 

view n refer v performance n extensive а 
direct v reduce v performance v reqнire v 
design v effort n step back v carry out v 
enaЬle v alter v distribute v capacity n 
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2 .  Учитесь переводить. 

5.1 .  Переведите следующие речевые отрезки. Глаrол-сказуемое выражает раз. 

ные степени необходимости - уqитывайте это при переводе. 

ft1ust 
(выражает большую степень необходимости - кома11да, 

инструкция, приказ, а nри отрицании - запрет) 

l .  The central systems must haпdle many functions . . .  
2 .  The data base must Ье structured in а way to provide а convenient 

means of . . .  
3 .  You must coпsider the fol1owing factors . .  . 
4. The following factors must Ье coпsidered ..  . 
5.  You must поt execute the model code in this manner . . .  

Have to 
(выражает обусловленн)·ю или ВЫIIуждеtшую 11еобходимость) 

1 .  Тime availaЬie has to Ье used for processing lower priority tasks. 
2 .  Certain restrictions have to Ье applied to . . .  
3.  А real-time program does поt have to differ from . . .  
4. Do уон have to assume а model of а particular type? 

Should 
(выражает рекомендацию действия) 

1 .  You should study the instruction. 
2 .  They should test the application of . . .  

Be to 
(is to, are to, H'ilS to, к'еrе to) (выражает зап:zа11ированную необходимость) 

l .  Thc evolution of computer hardware is to iпflueпce programmin� 
languages. 

2 .  This paper is to give а view of thc requirements of . . .  
3 .  The Internet is to offer а rapidly growing collection ofinformatioл 

lt is necessary + to 
(выражает необходимость, неизбежность) 

l .  1 t is пecessary to develop а new model. 
2 .  1 t was пecessary to come back to the history. 
3. It is пecessary to examiпe the factors. 
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s.z. Переведите речевые отрезки, rлаrол-сказуемое которых выражает ту или 
иную степень возможности совершения действия. 

Сап 
(выражает уверенность в возможности или умении совершить действие) 

При переводе учитывайте форму инфинитива. 

1 .  Significant financial investments сап improve . . .  
Significant financial investments сап Ье improved . . .  

2. Special examples сап iпclude . . .  
Special examples сап Ье included . . .  

3. The information signals сап traпsmit . . .  
The information signals сап Ье traпsmitted . . .  

М ау 
(не выражает полной уверенности в воз.можности или умении совершить 

действие: сап - •всеrда�, тау - .:иногда�) 

При переводе определите различие значений rлаrолов сап и may. 

1 

1 .  The administrator сап now use а computer terminal without 
using а typewriter keyboard. 
The administrator may now use а computer term inal without 
нsing а typewriter keyboard.  

2. Much work сап Ье accomplished on such а terminal without key­
boarding infonnation. 
Мнсh work may Ье accomplished on sнch а terminal without key­
boarding infonnation. 

2 

1 .  The symbols in а code сап Ье either binary or nonbinary. 
2. Communication сап take many forms: talking is а common way 

for people to communicate between each other. 
3 .  The channels in communication systems may vary in  ditferent 

applications. 
4. А receiver for an analog communication may iпclude а signal fil­

tering bank (блок) and signal demodulation. 

5.3. Переведите следующие речевые отрезки, сказуемое которых содержит соче­
тание Ье аЬ/е to, выражающее способность или возможность совершить дей­
ствие: 

1 .  The fuselage is аЬiе to house heavy loads. 
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2. The nuclei of radioactive elements from time to time are аЬlе to 
break down and throw out а bit of themsclves. 

5.4. Переведите с.'lедующие речевые отрезки, сказуемое которых - rлаrол woиld. 

JVould 
выражает предположение, что соответств)'ет наречиям 

�вероятно,. , �мог бы�, �может� 

l .  I n  the near future� therc would Ье а great demand for comptlt Lr 
specialists. 

2. It would seem that most ofthese errois were preventaЬie (зд. прсд-
сказуе!\1ЫС) . 

3 .  The new device would become more powerful.  

Примечание: 

Ряд словосочетаний уJочняют высказывания .. выражая увере11ность, вероят11ость 
уточнение, ограничение. 

1.  уверенность: 

of course - конечно 

ПО doubt - НССО\1 Н С Н НО 
\\'ithout doubt H CCO\-f H C H H O  
to Ье sure - несо\t н е нно 

to Ье certain - несомне н н о  
true - HCCO�f H C H H O  

2.  уrочнение: 

as а matter of fact - фактически 
in fact - по су1uсству 
in effect - по сушеству 

3. вероятность (воз.можно, вероятно): 

apparcntly - по-види мо му, очевидно 
probaЬly - вероятно 

perhaps - возможн о 

possiЬiy - воз \i ожн о 

presumaЬiy - по- видимо�tу, nредполо­

жител ьн о 
say - скажс\1 . . .  

suppose - предположи м  

It is true tha t . . . 
Несо\1нснно . 

lt  is certain . . .  
Несомненно . . .  

It i s  be)'und doubt tha t . . .  
Несом ненно . .  

to tcll tl1e truth - по правде говоря 
as а mattcr of fact - фактически 
Ьу по means - никоИ\1 образом 

lt is likely tl1at . • .  
П о-видимо\1у . .  . 

lt appears l ikely that . .  . 
Кажется . .  ./Вероятно, что . 

\Ve assume that ...  

Мы предполагаем, что . . .  
l t  i s  assumed tl1at . . .  

Предполагают, что . . .  
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We Ьelieve that . . .  
Мы полагаем , что . . .  

It is Ьelie,·ed that . . .  
Полагают, что . . .  

We suppose that • . •  
Мы nолагаем , что . . .  

lt is supposed that . . .  

Обычно полагают, что . . .  

193 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1 .  Псреведкrе устно с листа первую часть текста ( 1). Работа выполняется под 

руководством преподавателя. 

2. [lеревод второй части текста (11) выполняется письменно как домашнее за­
дание. 

3. Ознакомьтесь с терминами первой части основноrо текста: 

centra l processing unit (CPU) - цен ­

тральное процессорное устройст­
во 

moпitor - управля ющая проrрамма; 

монитор 
iпterrupt-driven - уп равля е м ы й  по 

прерываниям 
interrupt-unit - блокировка ,  блоки ­

рующее устройство 
timing circuit - с и нхроце п ь  

random access memory (RAM) - ЗУ с 
произвольной выборкой 

resolutioп - разрешающая с nособ­

ность, разрешение 
read-only шemory (ROM) - постоян­

ное ЗУ 
peripheral interface circuit - и нтер ­

фейсная схема 
chaпnel - канал 

metal-oxide semiconductor ( MOS) -
металл-оксид-полупроводник 

resistor arra)• - регистр 
advance - опережен ие 

Microprocessors : а Brain to the Hardware 

(1) Processor is а general term for any device сараЬlе of carrying 
out operations on data 1 •  

The central processing unit of а computer handles functions such 
as processjproduct monitor, analysis and control . 

То Ье more exact 2, processor was known to refer to the process­
ing circuits 3 : central processing unit , mcmory, interrupt 4 unit, clock, 
and timing 5 •  

А great deal of effort has been directed toward reducing the size 
of the processor elements. Shrinking size boosts 6 the performance of 
processor. 
1 3 Бух 
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The ordinary computer did the computation sequentially 7 - op­
eration Ьу operation. It took а lot of t ime. The computation results 
were rather 8 slow. 

Qualitatively9 new i ntegrated circuits were required 10•  

Ву taking advantage of the knowledge and concepts gained in 
mainframe and minicompнter application, better and more sophis­
ticated microprocessors began to emerge . Microprocessors had larg­
er and denser 1 1  chips; higher rcsolution; higher speed spccially de ­
signed RAMs (random 12 access memory) and RO Ms (read-only 
memory) ; specially designed 1/0 and peripheral 13 interface circuits ; 
on-chips clock and t iming circuits; more extensive and more power­
ful instruction 14 sets and lower powcr dissipation 15 •  

Supercomputers have to operate Iike brain: all the computations 
proceed concurrently (одновременно) . 

Let's  step back for а moment to obtain 16 а better view of where 
the microprocessors are coming from. 

The first microprocessors developed in 1 97 1  were an offshoot 
(ветвь) of pocket calculator development. Since then, there has been 
а tremendous upsurge 1 7  of work in this field. 

In November 1 97 1 ,  I nte] introduced the world's first commer­
cial microprocessor, the 4004, invented Ьу three Intel engineers. Prim­
itive Ьу today's standards, it  contained а mere 2 ,300 transistors and 
performed 60,000 calcu1ations а second. Twenty-five years Iater, the 
microprocessor is the most complex 18 mass-produced product ever, 
with more than 5 . 5  miJiion transistors performing hundreds of mil­
l ions of calculations each second. 

The very first microprocessors were fabricated using Р М O S  (p­
channel  metal-oxide-semiconductor) tcchnology. These were, how­
eve r, re1atively slow devices principally because " ho1es" in the p-type 
material have а low mobility. Later, improved technology permitted 
microprocessors to Ье constructed using n-type MOS (metal- oxide­
semiconductor) a nd these microprocessors were almost as fast as nor­
mal minicomputers with speeds of three or four microseconds per 
instruction. Some microprocessors are now made using СМ OS ( com­
plementary 19 metal-oxide-semiconductor) . The speed and 1ogic den ­
sity of CMOS are inferior 20 to n -type M OS but the p rocess does have 
some significant advantages. This type of microprocessor had clear 
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advantages over t he other types if it was i ntended for нsе in  exacting 

or inaccessiЬle environments. 
Further developments improved the 1ogic density of CMOS. The 

only cloud on the CMOS horizon comes from а new development of 
the normal bipo1ar circuit. А new semiconductor configuration,  called 

integrated injection 1ogic (I I L) ,  has been devised 21 which eliminates 22 
the need for any resistors 23 , capacitors 24 or transistor isolation. This 
enaЬles an extremely compact logic circuit to Ье formed which has а 
Iow power consumption while maintaining the norma1 speed of tran­
sistor-transistor logic (ТГL). 

Nowadays, the CPU must perform а number of functions simul­
taneously, for example, fuel-mixture calculations and ignition advance 
control in а car. Also, it must Ье simp1e enough to Ье built economi­
cally. Software development cycles must Ье short, all  the computation 
proceeds concuпent.  

(11) The versatility of the microprocessor has altered the entire 
architecture of modem computer systems. No longer 25 is the process­
ing of information caпied онt only in  the computer's central process­
ing unit. Today, there is а trend towards distributing more processing 
capability throughout а computer system, with various areas. For ex­
ample, an input -output port may havc а controller to regulate the flow 
of information through it. At times, the controller may acccpt com­
mands from the CPU and send signals back in order to coordinate its 
operations with those of the rest 26 of the system; at other times, the 
controller may operate independently of the CPU. 

Provisions can and are being made in the architecture. Thus, the 
architectural improvement is para1Iel and distributi ng computation. 

At present, scientists announced dramatic new breakthroughs 27 
in molecular e lectronics: they fabricated the circuits using an advanced 
system of manufacturing called nano-imprint 28 lithography. Capacity 
and performance could Ье extended enormously 29 Ьу layering molecu­
lar-switch devices on conventional silicon. This will push advances in 
future computer technology far beyond 30 the limits of si licon. 

An ordinary computer simulates 31 а neural network. Actually, it is 

an artificial neural networks. N eural networks are known to Ье mas­

sively paral lel distributed processing systems. 

13* 
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Nowadays, many large mainframes may have morc than one CPU 
(they may include even thoнsands of processors) . Machines with new 
architecture possess highly parallel structures but each of these executes 
instruction streams 32 that are unrelated. They act on different data spac ... 
es 33 • SIMD machines often have а large number ofprocessing units that 
all may execute the same instruction on different data in lock-step 34• So 
а single instruction manipнlates таnу data items 35 in parallel. 

Another subclass of the SIMD systems are the vector processors. 
Vector processors act on arrays 36 of similar data rather than on single 
data items using specially structured CPUs. When data can Ье manipн­
lated Ьу these vector units, results can Ье delivered 37 with а rate of one, 
two and - in special cases - of three per clock cycle (а clock cycle being 
defmed as the basic interna1 unit of time for the system) . So vector pro­
cessors execute on their data in an almost parallel way Ьнt only when 
executing in vector mode. ln this case they are several times faster than 
executing in conventional scalar mode 38 • For practical purposes vector 
processors are therefore mostly regarded as S 1 М D machines. 

Distributing microprocessing is а techniquc in which the matn 
microprocessor of the РС directs other microprocessors throughout 
the РС system to perform specific functions for it and report their sta­
tus (состояние) . 

New forms of 1/0 are also acquiring 39 sophisticated capabilities 
with distributed microprocessing. These '' intelligent" 1/0 modules 
perform some of the calcнlations forme rly done Ьу the main micro­
processor, store information temporarily 40, and do other functions 
нnder the direction of the main microprocessor. 

Some remote 41 1/0 modules have microprocessors resident (зд. 
находяшийся) in the modules. Remote 1/0 modules use the resident 
microprocessors to shorten the effective scan 42 time.  However, with 
independent intelligence 43 in the 1/0 ,  if something happens to the РС, 
the 1/0 module might already have acted on misinformation. Hence, 
1/0 modules with а resident microprocessor should include appropri­
ate 44 instructions for fail-safe sbutdown 45 should the РС develop а 
fault 46• 

А trend that is beginning to emerge in m icroprocessor design i s  
the incorporation of trouЬie-shooting aids 47 ,  heretofore (до сих пор) 

availaЬle only on larger computers. 
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Whereas early developments were concemed with implementa­
tion of simple architectures with fundamental concepts and operations, 

the technology has now advanced to the point where significantly more 
sophisticated hardware can Ье (and is being) implemented in cuпent 
and future microprocessor generations. For example, some relatively 
new functions availaЬle in today's PCs may include: Moving Ьlocks of 
data from memory location to memory location or from 1/0 location 
to memory location with а single instruction; Matrix operations sнch 
as logical AN D and logical OR for comparing onjoff bit patterns; Ex­
panded m athematical abilities. 

The ease or difficulty with which each element can communicate 
with another will affect how much the data are manipulated 48 before 
they are transmittcd through the network. The major obstacle 49 to de­
signing an effective distributed-processing system is the difficнlty in­
volved in writing the system 's software, which must enaЬie the various 
elements of the network to operate and interact efficiently. 

The evolution of computer hardware influenced programming. 
Programmability - that flexiЬle feature not found in random -logic 

design - can Ье obtained in microprocessors on one ofthe two levels. А 
very detailed level of control is provided at the micro-instruction level .  
These micro-instructions may Ье used to obtain а macro- or machine­
language instruction set,  which is then нsed to write control programs 
for microprocessor. N ew machine-language instructions may Ье defined 
Ьу coding new microroutines 50• In this way an instruction set can Ье tai­
lored to an application. Control programs can also Ье written in micro­
code. This provides increased execution speed and more detailed con­
trol at the expense of more difficult programming. Microprocessors that 
are not microprogrammaЬle contain fixed, general-purpose instruction 
sets that are often adequate 51 for most applications. 

Machi nes with new architectнres possessing highly parallel struc­
ture are being designed and built . 

It is technically possiЬle to obtain within next two decades sys­
tems that are self-maintaining. This is а worthy challenge 52• 

lmprovements in the microprocessor's technology occur with sнch 
break-neck regularity that а generation may last only а year or two. 
Microprocessors are now appearing in таnу types of equipment and 
their field of application will inevitaЬiy widen.  
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The use of microprocessors makes system easier to operate and 
maintain. Microprocessors provide greater application flexibility. To­
day microprocessors are designed with communications in mind so 11 
is possiЬle to link these processors together in а network. It is attracttve 
for а number of reasons. 

\\е can look forward to even more sophisticated system functions 
incJuding digital to analog conversion 53 and vice versa, more arithmetic 
capability such as matrix inversion, etc. ,  and massive amounts of memory 

Microsystems pervade 54 the products of cybemetics, for exam­
ple, mobile phone, supercomputers, high-speed communication's sys­
tem, super-industrial controls and logicaJ systems. 

Today microprocessors are sure to Ье brains of virtually all elec­
tronic devices. 

3. Проверьте, как вы заnомнили слова nервой части основ­
ного текста. 

5.5. Переведите вьщеленные слова/словосочетания, исходи из значений, приве­
деиных в скобках: 

l .  inteпupt v (прерывать) , interruption n 
2. quality n (качество) ,  qualitatively adv 
3.  requirement n (требование) , require v 
4. dissipate v (рассеивать) , dissipation n 
5 .  booster n (усилитель, ускоритель) , boost v 

6. complementation n (дополнение) , complementary а 
7.  inferior а (нижний) , to Ье inferior 
8.  elimination n (исключение) , eliminate v 

9. maintenance n (техническое обслуживание) , maintain v 
1 0 . capacitor n (конденсатор) , capacity n 

5.6. Определите значение слова из первой части основного текста (1), исходя из 
з11ачения ero синонимов: 

l .  decrease n, reduction n 
2. operate v, manipulate v 
3. execution n,  fulfilment n 

4. get v, earn v 

5. receive v, acbleve v 

6. do v,  make v 

5. 7. Переведите следуюiЩ{е слова. Обра111те внимание на значение префиксов 
mis- и re- (mis- означает неправильность, re- - повторность). 
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rnis-: misapply v, miscalculate v, misdirect v, mishandle v 

re-: react v, reuse v, reaпange v, relocate v, replace v 

5.8.. Исходя из данного определения, назовиrе термин: 

1 .  to transform raw data into useful information 
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2. а group of characters, bytes, or bits that defines an operation to Ье 
performed Ьу the computer 

З. the process of obtaining data from or pJacing data into а storage 
location in which access is dependent on the order of storage 

4. Учитесь говорить. 

S.9. Оrветьте на следующие вопросы, используя информацию основного текста: 

1 .  What is а microprocessor? 
2.  What does а typical microprocessor consist of? 

3. When was the first microprocessor developed? 

4. What does а typical microprocessor consist of? 
5. What are the cuпent trends in the development of microprocessors? 

Домашнее задание 

1. Повторите средства выражения модальное111. 

2. Изучите слова и словосочетания из первой части основного текста (1). 

3. Переведите письменно со словарем первую часть основ11оrо текста (1). 

Внеаудиторная работа 

1 .  Учитесь nереводить. 

S.lO. Переведите письменно речевые отрезки, rлаrол-сказуемое которых выража-

ет ту или иную степень необходимости: 

l .  there must Ье а close relation between . . .  
2. а certain amount of information must Ье received . . .  
3 .  the information has to Ье distributed equally . . .  
4. the sign has to Ье interpreted . . .  
5.  the store size is to Ье large . . .  
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6. the force was to set а mass in motioп о о .  
7. The measurement should Ье accurate о о •  
80 The computers should Ье used in апу work о о о  
90 The proЬiem is sure to Ье discussed at the confereпce 

5o l l. Переведкге речевые отрезки, mаrолы-сказуемые которых выражают ту или 
иную степень возможности: 

l o  The results сап Ье reprocessedo 
The results may Ье reprocessed. 

2.  The task сап Ье solvedo 
The task may Ье solved. 

3.  Computers cannot Ье called "braiпs" . 
4. In the пеаr future there might Ье а great demand for computer 

specialists. 
5 .  It would seem that most of these eпors are preventaЬle. 
60 With а graphic user interface (G UI) you can draw the models, 

just as you would with peпcil апd paper. 

2.  Изучите слова и словосочетания основного текста. 

10 data n pl дан ные, sing. datum 
process data - данн ые обработки 

20 exact а точ ный 
to Ье rnore exact - точнее говоря 
exact division - деление без остатка 
exactly adv точно 

3. circuit n 1 .  цепь, контур, схема; 
2 .  оборот, цикл 
analogue circuit - моделирующая 

схема 
open circuit - незамкнуrая цеп ь  
circuit v uиркулировать 
circuitry n схемы,  цепи 

4. interrupt v прервать 
interruption n п рсры ванис 

5о timing n синхронизация, тактиро­
вание, распределение по времени 
time n 1 .  время; 2.  период; 3. раз 
time v си нхронизировать, хрон иро-

вать 
response time -· время срабаты ва­

ния; п остоян ная времен и  

run time - время прогона программы 
storage time - время хранения 
timer n l .  синхронизирующее уст-

ройство; 2.  реле времен и ,  тай мер 
6о boost v 1 .  ускорять, разго н ят ь ;  

2. форсировать; 3.  повышать 
boost n 1 .  усиле н и е ;  увел ич ен и е ; 

2 .  давление 
Ьooster n 1 .  ускорител ь; 2. ракето-· 

носитель 
7 о sequentially adv последовательно 

sequence n 1 .  последовател ьность, 
ряд; 2 .  п оряд о к  следо в а н и я ,  
3 .  цикл 

8о rnther adv 1 .  вернее, точнее; 2. луч ­
ше ; 3.  до не которой степени 
rnther dense - довольно плотный 
rnther than - а не,  скорее чем 
rnther good than bad - скорее хоро-

ший,  чем плохой 
90 qualitatively adv качественно 

qualitative а качественный 
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quality n 1 .  качество, свойство; 2. ха­
рактеристика; класс 

quality factor - фактор качества 
breaking quality - эффективность 

торможения 
bandful quality - характеристика 

управляемости 
qualify v 1 .  квалифицировать; 2 .  на­

зы вать 
10. require v требовать 

requirement n l .  требование; 2. не­
обходим ое уеловис 

meet requirements - удовлетворять 
требованиям 

1 1. dense а 1 .  плотный; 2 .  ком пакт­
н ы й ;  конuе нтрированны й 
density n 1 .  nлотность; 2.  комnакт­

ность 
denseness n сплошная (nоверх­

ность) 
12. random а случайный,  произволь­

ный 
random access - произвольная вы­

борка, произвольный доступ 
random memory - зап о м и нающее 

устройство с про извольньL\t вы­
бором; о перати вная память 

random distribution - случай ное рас-
пределен ие 

random file - произвольный файл 
random sample - случайная выборка 
at random - наугад 

13. periphernl а l .  псриферий н ы й ;  
20  вне ш н и й  
peripheral support circuit - перифе­

рийная ИС 
peripheral device - внешнее устрой­

·· СТВО 
peripheral technology - технология 

внешнего устройства 
peripheral unit - п е р и фери й н ы й  

модул ь 
14. instruction n проrрамма; ко!\1анда 

instruction address - адрес инструк­

ции 

20 1 

instruction control unit - модуль кон­
трольной КО\fанды 

instruction set - набор команд 
15.  dissipation n рассеивание (энер­

гии) 
dissipate v рассеивать (энергию) 
dissipator n тепловод 

16. obtain v 1 .  nолучать; достигать; 
2.  быть признан ным 
oЬtainaЬie а достижимый; доступ ­

н ы й  
17. upsurge n подъем; рост 

upsurge v повышаться, усили ваться 
surge n 1 .  волна; 2. пульсация; 3.  ска­

чок, выброс 
surging n колебан и е 

18. complex a 1 .  сложный; 2. совокуп­
ный ; комnлексный 
complex experiment - сложный экс·­

перимснт 
complex number - комплексное чис­

ло 
complexity n сложность, усложнение 

19. complementary а дополн ител ь­
н ы й ,  добавоч ный 
complementary energy � допол н и ­

тел ьная энергия 
complementary work - допол нитель-­

ная работа 
complementation n дополнение 

20. Ье inferior - уступать (по качеству) 
inferior а l .  нижний; 2. худший 

inferior index - нижний и ндекс 
Ье superior � превосходить (по ка­

честву) 
2 1 .  devise v придумывать, изобретать 

devisahle а тот, который можно изо­
брести 

device n устройство 
22. eliminate v 1 .  устранять; исклю­

чать; 2. сокрашать 
elimination n l .  устранение; исклю­

чение;  2 .  сокращение 
elimination oflines - удаление линий 
heat elimination - отвод тепла 
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noise elimination - устранение шу\1а 

redundancy elimination - устранение 
избыточности 

23. resistor n резистор , электриче­
ское сопротивление 
resist v сопротивляться ; препятст­

вовать 
resistance n сопротивле ние )  соnро­

тивляемость 
to offer resistance - оказы вать со­

п ротивление 
resistance to failure - устойчивость 

п ротив отказов 
resistance to impact - сопротивле­

ние удару 
resistant а сопроти вляющийся,  ус­

тойчивы й ; nрочный 
resistant to wear - стойкий к износу 
resistivity n удельное сопротивление 

24. capacitor n конденсатор 
capacity n 1 .  сnособность, возмож­

ность; 2 мощность, производи­
телън ость;  3 .  е м кость,  объе м ;  
4 .  качество; 5 .  разрядность ЭВМ; 
6. предел измерений 

capacitance n емкость 
capacitor-transistor logic (CTL) -

емкостио-транзисторная логи ка 
in the capacity of - в качестве 
capacity load - максимальная на­

грузка 
capacity rating - расчет производ11-

тельности 
digit capacity - разрядность ЭВМ 
discharge capacity - пропускная 

способность 
25. по longer - бол ьше не 

long а 1 .  длинный; 2. долги й;  дале-
кий ,  отдаленный 

loog time - длительно 

long adv 1 .  долго; 2. давно 
long-haul modem - моде� для рабо-

ты на большие расстояния 
lengtb n 1 .  дл ина, протяженность; 

2. продолжительность 

at length - 1 .  подробно ; 2. наконец 

26. the rest n остаток; остальная часть 

rest n 1 .  покой,  состояние п окоя; 
НеПОДВИ)КНОСТЬ; 2. опора, упор 

rest mass - масса покоя 
bring to rest - останавли ваться; тор­

мозить 
at rest - находящийся в состоянии 

покоя; неподвижный 
for the rest - в остальном 

27. breakthrough n ! . открытие; 2. круп­
ное достижение; п рорыв 
break (broke, broken) v 1 . paзpyiUaтъ­

( cя ) ,  разби вать(ся) ; 2.  п рер ы ­
вать, размы кать; 3 .  резко изме­
няться 

break n 1 .  прерывани е ,  п ерер ы в ;  
2. авария ; 3 . отказ, поломка 

break through - прорывать( ся) 
28. nanoimprint n нано-описк . 

nano- нано (одна миллиарднаst до.1У 
основной меры) 

nanosecond - н анасекунда 
29. enormously adv значительно, не­

соизмеримо 
enormous а огромный 
enormous sum - большая сумма 

30. beyond prp l .  за, вне; за предела­
ми;  2. nомимо; 3. сверх 
Ье beyond the scope - выходить за 

п редел ы 
beyond comparison - вне сравнения 
beyond control - неуправляемый 
beyond doubt - несомненно 
beyond question - вне сомнения 
beyond the reach - недосяrаемый 

31.  simulate v 1 .  имитировать; 2.  мо­
делировать 
simulation n l .  имитация, воспроиз­

ведение; 2. моделирование, мо­
дель 

simulator n моделируюшее устрой ­
с тв о 

32. strearn n 1 .  поток; 2. течение 
streamer n стримерный накопитель 
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33. space n 1 .  пространство; космос; 2. 
зона, область; З. объем, про�ен­
ностъ; 4. интервал; 5. расстояние 
space v расп олагать с интервалом 
space bar - клавиша пробела 
space line - пустая строка 
spaced а с и нтер валом 

34. lock-step - жесткая конфиrурация 

lock n l .  блокировка; 2. фиксация; 
3 .  синхронизация 

locking device - устройство блоки ­
рования 

lockword - пароль блокировки 
lock v 1 .  блокиро вать, зап ирать; 

2. фиксировать; 3. синхрон изи 
ровать 

35. item n 1 .  элемент; отдельный пред­
мет; 2. компонент, деталь; 3 .  пункт; 

4. предмет обсуждения 

data item - элемент данных 
36. array n 1 .  массив, множество од­

нотип н ых элементов; 2. матрица; 
таблица; 3. классификация 

array pitch - ш аг таблицы 
array processor - матричный про­

цессор 
37. deliver v 1 .  доставлять, подавать, 

нагнетать; 2. снабжать; 3. выраба­
тывать, производить, выпускать; 
4. п редставпять (отчет) ; 5. читать 
лекци ю 
delivery n l .  доставка, подача; 2 .  пи­

тание; 3. нагнетание ; 4.  выработ­
ка, вы пус к, производительность 

delivery head - (гидравлический) 

напор 
delivery pipe - питающая (напор­

. ная) труба 
38. scalar mode - 1 .  метод масштаби­

рования; 2 .  скалярный тип 
scalar n блок умножен ия на кон­

станту, блок установки коэффи­
циентов; скаляр 

scale n 1 .  масштаб; шкала; 2. систе­

ма вычисления; 3. градация 

scale v масштабировать 

scaler n счетчик 
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mode n 1 .  метод, принuип ;  2. режим, 

способ 
39. acquire v 1 .  приобретать; соби­

рать; 2. достиrать; 3. обнаружи вать 
acquirement n приобретение 
acquired а приобретенный , усвоен-

ный 
acquisition n 1 .  при обретение; 2 .  сбор 

(данных) 
40. temporarily adv временно 

temporary а 1 .  временн ы й ;  2.  рабо­
ч и й ;  те кущ и й ;  3. п ромежуточ -
НЫЙ 

temporary file - рабочи й  файл 
tempor.try memory - рабочая память 
temporary store - времен ное хране-

ние 
4 1. remote a ! . дальний , отдаленный ;  

2. небол ьшой, незначительный 
remote control - дистанци о н ное 

управление, телеуправление 
remote access computing system -

компьютерная система с удален­
НЫ\i доступом 

remote batch data entry - удаленный 
пакет ввода данных 

remote transaction - дистанционная 
обработка запроса 

42. scan n l .  поиск; 2. nросмотр) ска­
нирование; 3 . анализ 
�сап linc - строка раз'Вертки 
scan v 1 .  nросматривать; 2. скани­

ровать; 3.  развертывать 
scanner n сканер, устройство для 

сканирования 
scanning n 1 .  развертка; обзор; 2.  ска 

нирование; 3.  опрос датчиков 
43. intelligence n l .  информация; дат­

чик; 2. интеллект; развитие; логико­
информационные возможности 
intelligent а и нтеллектуальньrй 

44. appropriate а l .  подходящи й,  со­
ответствуюший; 2. п рисущий 
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appropriate v присваивать, предна­

значать 
appropriation n I .  п р исвоение ; 

2 .  предназначение 
45. shutdown n l .  прекрашение работы; 

остановка; 2. выключение; 3. непо­
ладка 
sbut v 1 .  з а кр ы в ат ь ,  затворять;  

2 .  прекрашать(ся) 
46. fault n 1 .  неисправность, повре­

ждение,  отказ; 2. недостаток, де­
фект; 3 .  разрыв; 4. короткое замы­
кание ; 5 . п робой (изоляuии) 
fault finder - средство обнаружения 

неисправностей 
assemhly fault - дефект сборки 
image fault - искажение изображе-

ния 
fault-face - безотказный, наnежный 
fault-proof- устойчивый к ошибкам 
faulty а l .  ошибочн ы й ;  2. И\fеюший 

дефекты ; неисправный 
47. trouЬie-shooting aid - средство об­

наружен ия неисправностей 
trouhle-shooting - поиск неиспра в­

ностей, диаrностика 
trouЬie n неисправность, поврежде­

ние 
48. manipulate v 1 .  управлять; 2. об­

рабатывать; 3 .  восстанавли вать 
manipulation n l .  управ.лен ие;  2. об­

работка ; 3 . воздействие 
manipulator n машинный робот 

49. obstacle n препятствие , помеха 
50. microroutine n l .  ми кроалrоритм ; 

микроподпроrрамма; 2 .  ми кропро­

uедура 
routine equiprnent - Программ ное 

оборудование 
routine n l.  ал горитм; подпрограм­

ма: 2 .  процедура 
routine equipment - програм мнос 

оборудование 

routing n l .  маршруrизация, трасси ­

рован ие; 2. проведение соедине­
ний 

5 1 .  adequate а l .  соответствующий ,  
2 .  достаточн ы й ;  3 .  при годный, от­
вечающий требованиям 
adequate cboice - п равильный вы­

бор 
adequately adv l .  соответственно�  

2.  достоверно 
adequation n l .  приведение в соответ­

ствие ; 2. корректировка; 3 . экви­
вапент 

52. challenge n l .  запрос, требование ;  
2. проблема, сомнение 
challenge v I .  бросать вызов; 2 .  со­

мневаться ; 3. оценивать 
meet the challenges - удовлетворять 

требован иям 
offer the cballenge - ставить задачу 

53. conversion n l .  nревраще ние, nре­
образование; трансформировани е ;  
2 .  обращение, конверсия 
conversion factor - коэффициент 

преобразован ия 
conversion loss - потери при преоб­

разовании 
convert v l .  nреобразовывать, транс­

формировать; 2. конвертировать, 
обращать 

converter n преобразователь 
analog-to-digital converter (ADC) ­

аналого-цифровой преобразова­
тель (АЦП) 

convertabllity n 1 .  возможность пре­
образования; 2. заменяемость 

54. pervade v I .  охватить; 2. проникать 
pervasion n l .  охват; 2 .  прони кновс­

ние 
pervasive а I .  распространяющийся � 

2. проникающий; 3. всеобъемлю­
щий 
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3. Проверьте, как вы запомнили слова. 

5. 12. Запишите перевод данных речевых отрезков: 

( 1 - 1  0): instruction sets; to require new integrated circuits; to boost 
the performance of processor; а shrinking size ;  to interrupt 
the movement ; rather slow 

(1 1-20): а dense chip; random access memory; more sophisticated 
microprocessor began to emerge; to obtain а better view; pe­
ripheral interface circuits; an upsurge of work in this field ; 
logic density of SMOS is inferior to n-type MOS 

(2 1-30): new breakthrough in molecular electronics; the rest of the 
amount; to eliminate resistors; beyond the lirnits 

(3 1-40): to simulate а neural network; to execute instruction streams; 
to deliver the results; to acquire sophisticated capabilities; 
to store infonnation temporarily 

(4 1-50): to shorten the scan time; to include appropriate instructions; 
the incorporation of trouЬle shooting; aids, memory location, 
to meet an oЬstacle, to manipulate the data, to atfect the result 

(5 1-54): adequate applications, the new system is а wortbly chal­
lenge, the inversion of energy, to pervade the products of 
cybernetics 

5 .. 13. НаЙДИТе в первой части основного текста английские эквиваленты следую­

щих речевых отрезков, запишите их: 

1 .  nотребавались совершенно новые интегральные схемы 
2. суnеркомпьютеры должны работать как несколько человек: 

все вычисления производятся одновременно 
3. в настоящее время комnьютеры должны выполнять несколь­

ко функций одновременно 
4. изменилась архитектура микропроцессора 

4. Учитесь говорить. 

5. 14. Подrотовьте 5-1 О вопросов по содержанию первой части основного текста (1). 
Запишите их. 

5. 15. Подготовьте сообщение (на анmийскои языке) по одной из следующих тем: 

1 . Hardware and software. 2. The heart of the computer. 
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ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитори и 

1 .  Проверьте домашнее задание. 

1. Проверьте упражнения (выборочно). 

2. П роверьте, как вы запомнили слова. 

3. Проверьте письменный перевод второй части основного текста. 

4. Задайте подготовленные вопросы. 

5. Изложите в течеttие двух минут предложе11ную вам тему. 

2.  Учитесь переводить. 

Текст 5. 1 В 

Переведите текст письменно без сдоваря . Значение выделенных слов вы сможе­
те понять из контекста. Время перевода - 1 5  минут. Перевод проверяется в ауди­
тории. 

How Microprocessors Work 

Today's microprocessors are thc brains of your personal coп1-
puter. Here , on this tiny silicon chip are millions ofswitches and path­
ways that help your computer make important decisions апd perforn1 
helpful tasks. You might find а processor in  many everyday items l ike 
your telephone or car. То help you uпderstand how the microproces­
sor does its job, you will  go step Ьу step through а simple task on the 
chip. For the purpose of this demoпstration, you will add two nun1 -
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bers together. You will complete this task in four easy steps and you 
may review each step as many times as you waпt . Remember, each 
part of the processor has а special task. 

Текст 5.2 В 

Переведите текст устно с листа. Работа вы11олняется под руководством препода­

вателя. 

Some Definitions They Use 

Now let us give specific definitions. 
Data is the raw material to Ье processed Ьу а computer. Such 

material сап Ье letters ,  numbers,  or  facts - such as grades in а class, 
baseball batting averages, or light and dark areas iп а photograph. 
Processed data becomes information - data that i s  organized,  mean­
ingful ,  and useful . 

То Ье processed Ьу the computer, raw data must Ье organized 
i nto characters,  fields, records, fi les, and data bases.  

A character is а set of symbols ,  а letter, number, or special char­
acter (such as $ ,  ? , or * ) .  Опс or more characters compri se а field . 
Each character is represeпted Ьу а unique code . 

А field coпtaiпs ап item of data. А subdivision of а record con­
taining а uпit of information. 

А record is а u-nit of data representing а particular transaction 
or а basic e lement of а file consisting,  in turп, of а пumber of inter­
related data elements. 

А file is а collection of related records .  The relationship be­
tween records on а fi le may Ье that of соттоn parties, format or 
data source. 

А data base is а collection of interrelated data stored together 
With minimum reduпdancy. Specific data items сап Ье retrieved for 
various applications. 

Whenever а change is to Ье made to stored data , а record i s  
generated containing the new data. The record is  called а transac­
tion. 
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3. Учитесь аннотировать и реферировать. 

Текст 5.3 В 

Прочитайте текст. Выявите основную информацию каждого абзаца. Запишите 
информацию на русском языке (5-6 предложений). Проверьте правильиость пони­
мания текста. 

Is There an End to the Computer Race? 

Computers сараЬlе of performing billions of operations а second are 
required for nationwide management ofthe economy. It was demonstrat­
ed Ьу the prominent Soviet scientist,  Academician Victor Glushkov. 

Together with his teacher, Academician Sergei Lebedev, and other 
scientists, he suggested ways to achieve such computer speeds. N ature 
also suggested what path to follow - the scientists succeeded "only" iп 
understanding it.  At а congress in Stockholm in 1974 they shared their 
ideas with colleagues from other countries. Since then the work on su­
percomputers has gained расе in all laЬoratories and design offices. 

They are different from ordinary computers pri marily, as special ­
ists put it , in architecture .  The ordinary computer does the computa­
tions sequentially - operation Ьу operation, while the supercomputer 
operates like brain: alJ the computations proceed concurrently. А ma­
jor proЬlem, rougbly speaking, is split up into m inor ones, and indi ­
vidual parts of the computer, the processors, do the computations si ­
multaneously. During the activities (ifrequired) and at the end ofthen1 
the computation results are "drained" .  This can Ье roughly compared 
with а tank from which water previously flowed out Ьу one pipe and 
then from а multitude of pi pes - so the tank empties out much faster. 

Qualitatively, new integrated circuits were required to develop such а 
computer. They are now the basic component ofthe Soviet Elbrus super­
computers. It is а whole family of superhigh-capacity machines comput­
ing at а speed up to 1 25 million operations а second. The computation 

speed is even ten times as fast with а number of special operations. 
1 n the next few years, the team is to complete the work on computers 

with а capacity of above one billion operations а second. It will take а few 
more years to produce computers with а speed of over 10 billion opera-
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tions а second. The road to electronic giants is open: fifth-generation com­

puters perform.ing 100 billion operations а second are Iikely to become 
availaЬle in the foreseeaЬle future. Is there an end to this relay race? 

According to an American researcher, we are close to what can Ьс 
regarded as а true physical l imit. 

Other specialists regret the sluggishness of electrons. In their opin­
ion, photons - light particles - will pcrmit the performance to Ье made 
а thousand t imes faster. 

This would mean that in the future we can expect the emergence 
ofphoton computers and that computations will Ьс done Ьу means of 
light. At least this is what is being hypothesized at present. 

4. Учитесь говорить. 

5. 16. Оrвет))rе развернуто на cлeдyюllUte вопросы: 

1 .  What is the function of the microprocessor? 
2. What are the advantages of microcomputers in comparison with 

random - logic design? 
3. What technology made the smaJler size and lower cost of elec­

tronic devices possiЬle? 
4. What are the main factors resulting in greater cost savings of elec­

tronic devices? 
5. What l imits the numeric range of data the processor can handlc? 
6. What featu res of microprocessors are to Ье considered when deal­

ing with their applications? 

Текст 5.4 В 

Прочиrайте текст. Кратко изложите ero содержание 11а аааrлийско\t языке. 

А Microprocessor 

А microprocessor is а tool that deals with memories Ьу reading 
and writing process. At first sight it is all it can actually do. 

One can consider that it is surprising how а computer can answer 
а Question only Ьу deali ng with О and 1 but the fact is that it works. 
14 Бух 
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Only human braiп сап teach а computer how to " listen" to а ques­
tion апd "elaborate" an answcr only Ьу dealiпg with О and 1 .  А micro­
processor is thc next step, dealing with memories in complete "tradt­
tional" 8-bit bytes. 

So the microprocessor is addressing а memory, а location iпsidc 
the selected memory, апd then achieves а read or write operation. 

Additional tools have been designed to allow exchanges with ex­
ternal memories or devices. 

Домашнее задание 
1. llзучите слова и словосочетания всего основного текста. Подrотовьтесь 1\ 

контрольному переводу слов. 

2. Подготовьте контрольный перевод основного текста. 

3. Подготовьте выступление (рассчитанное на две минуrы) по теме "The 
Microprocessor Has Altcred the Architecture of Modem Computer Systems" . 

В неаудиторная работа 

1 .  Подготовьтесь к контрольному переводу основного текста. 

Прочитайте повторно текст. Подготовьтесь к выборочному опросу перевода. 

2. П ровер ь  те, знаете ли вы новые слова основного текста. 

Ответьте на воnросы упр. 5. 16. 

3. Учитесь переводить. 

5. 17.  Переведите следующие 11ред..1ожеаtия, учитывая средства передачи модаль­
ности.  

1 .  It is necessary to examine factors which are likely to interfere wi1l1 
the experimeпt results. 

2. Н uman пeeds have to Ье identified first and then converted to 
programs iп the best possiЬie way. 

3.  Sometimes the microcomputer system is to Ье used as а general 
purposc computer. 

4. The computer has made it possiЬie to mechanize much ofthe in­
formation intcrchangc and processingo 

�/Jздел 5. Второе ззнятие 2 1 1 

5. Architectures should provide adequate flexibility to support the 
.,. growing treпd to distributed systems. 

6. In the ideal system, the output of а staЬle traпsfer fuпctioп ( digital 
filter) would approach some coпstant for а constant input. 

7 о ln а real-time program the program must execute the model code 
synchronously with real timeo 

Текст 5.5 В 

IJереведите текст письменно со словарем. Время перевода - 20 минуr. ' 

Software 

Programs - software - сап Ье written in а variety of program­
ming languages. Most programming laпguages in common use today 
are Eпglish-like in арреаrапсе, although there are very defiпite rules 
for using them. Some languages are to Ье used specifically for busiпess 
or for scientific applications. 

Programmers must understand how to use а programming lan­
guage so that they can convey the logic of а program to the computer. 
The program must Ье made availaЬle to the computer in а form i t  un­
derstands. The program is stored in some fonn of auxiliary storage, 
such as disk, from which it сап Ье called into maiп storage for testing 
and executioпo Programmers must also understand that the program is 
supposed to do and design it accordingly, test it to remove errors, апd 
document - write about - what they did. 

4. Учитесь анноти ровать и реферировать текст. 

Текст 5.6 В 

ПрочитаRте текст и составьте схеиу, показываюшую основные направления ис­
следований по разработке элеь."ТрОнных микропроцессорных схем обработки дан­
ных и управления. Используйте выделенные слова в качестве ориентиров. 

о The architectural research and development e/forts are directed at 
tntegrated circuits, computer architecture, operating systems, апd pro-
&rammiпg languages. 
14• 
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lntegrated circuit researchers are examining complementary metal ­
oxide semiconductor (CMOS) design styles, the effects of scaling vcry 
large scale integration (VLS 1) circuits and control and clocking issues . 

Conzputer architecture researchers are studying multiprocessor ad ­
dress trace analysis , cache consistency, virtually-tagged caches, in­
cache address translation, mult i -Ievel cache design, coprocessor in­
terfaces , instruction delivery, hardware support, and floating-point 
implementations. 

Operating system researchers are investigating network file sysrems� 
network page servers, the effects of large physical memories on virtua 
memory implementations, and workload distribution . 

Programming language researchers are examining parallel programs 
and methods of computing parallel LISP programs. 

5. Учитесь говорить. 

Текст 5.7 В 

Подготовьте выступление, испо .. =tьзуя и11формацию дauttoro текста: 

Present microprocessors vary in their detailed architecture de­
pending on their manufacture and in some cases on the particular semi­
conductor technology adopted. One ofthe major distinctions is whether 
all the elements ofthe microprocessor are divided among several iden­
tical modular chips that can Ье l inked in parallel , the total number of 
chips depending on the length ofthe "word" the user wants to process: 
four bits (binary digits) , eight bits , 1 6  bits or more.  Such а multichip 
arrangement is known as а bit -sliced organization. А feature of bit­
sliced chips made Ьу the bipolar technology is that they are "micro­
grammaЬie" :  they allow the user to create specific sets of instructions, 
а definite advantage for таnу applications. 
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ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ 

Контроль изучен ного материала 

1 . Контрол ь перевода основного текста. 

Работа рассчитана на 15 минуr. Выпо .. 1няется уС111о пуrем выборочного оп­
роса персвода. 

2. Контрол ь слов в словосочета ниях. 
Выполняется устно или письменно (по выбору преподавателя). 

3. Контроль умения выявлять значения слов с учетом кон­
текста. 

5.18. Переведите, обращая внимание на коитекстуальное значение слов set time . ' ' 
times: 

1 

1 .  The relationship must Ье set properly. 
2. Industrial research in materials faces а different set of proЬiems. 
3. The microprocessor has а sopblsticated instrument set. 
4. Tbls interface sets board dimensions. 

2 

1 .  Computing time was а J ittle more than five times longer than that 
required for а single iteration of the gradient procedure. 

2. The proЫem of limiting is very important as infonnation is being 
read into and out of the flip-flops at the same time. 

3. The complete photoresist process must Ье repeated each time the 
silicon oxide is selectively removed . 

4. Although improvements will reduce the required computation 
times, emulation will nevertheless Ье restricted to real time sys­
tems having slow response times. 
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4. Контроль умен ия переводить. 

Текст 5. 1 С 

Переведиrе текст ycmo с листа. Значения выделенных с.аов вы поймете из к:онrекста. 

Modular Controllers for Future Engines 

Several basic vehicle requirements largely govern CPU architec­
ture. First, the processor must Ье fast and powerful, but inexpensive. 
The CPU must perform а number offunctions simultaneously. Also , it 
must Ье simple enough to Ье built economically. 

Second, software dcvelopment cycles must Ье short. It is espe­
cially important that the software Ье easily modified and maintained. 

Tblrd, hardware and software development must Ье fully supported 
with real-time debugging capabilities. Full-speed emulation is essential 
to efficiency debug а complex control system. 

The first design proЬiem normally tackled is deciding what semi­
conductor process should Ье employed for the IC chip. Both cost and 
speed must Ье evaluated critically. Also, because heat dissipation i n­
creases in proportion to chip complexity, а good candidate for engine 
control is а C PU made in high-speed SMOS. А chip using а 1 -nli­
cron, 2-layer metal process yields vety high integration with relatively 
low wafer cost. 

Текст 5.2 С 

Переведите текст письменно со словарем. Время перевода - 20 минут. Проверьте 
nеревод в аудитории. 

Computer Networks 

Computer networks link computers Ьу communication lines and 

software protocols, allowing data to Ье exchanged rapidly and reliaЬIY· 
Traditionally, networks have been split between wide area networks 
(WANs) and Iocal area networks (LANs).  А WAN is а network con ... 

nected over long-distance telephone lines, and а LAN is а localized 

network usually in one building or а group ofbuildings close togethcr. 
The distinction, however, is becoming Ьluпed. lt is now possiЬie to 
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;connect up LAN s remotely over telephone links so that they look as 
though they are а single LAN . 

Originally, networks were used to provide terminal access to an­
.other computer and to transfer files between computers. Today, net­
works carry E-mail , provide access to puЬlic databases and bulletin 
ьoards, and are begin ning to Ье used for distributed systems. N etworks 
atso allow users in one Iocality to share expensive resources, such as 

printers and disk-systems. 
Distributed computer systems are built using networked com­

puters that co-operate to perform tasks. 1 n this environment each 
part ofthe networked system does what it is best at. Distributed com­
puter networks should improve our work environments and techni­
cal abilities. 

5. Контроль у мения аннотировать и реферировать. 

Текст 5.3 С 

Прочитайте текст и кратко ИЗJiожите его содержание на русском языке. 

What Is the Internet? 

What is this computer phenomenon calleq the lntemet, or the 
Net? Do you personally have need ofit? Before you decide to get "on" 
the lntemet, you may want to know sometblng about it . 

What is it? 
Imagine а room filled with many spiders, each spinning its own 

web. The webs are so interconnected that the spiders can travel freely 
Within this maze. You now have а simplified view of the [ntemet - а 
&lobal collection of many different types of computers and computer 
networks that are linked together. The Intemet enaЬles а person to sit 
at h.is computer and exchange infonnation with other computers and 
COmputer users in any place in the world. 

Some refer to the Internet as the information superhighway. Just 
18 а road allows travel through different areas of а country, so the In­
tcrnet allows information to flow through many different interconnect­
ld computer networks .. As messages travel, each network that is reached 
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contains information that assists in connecting to the adjacent net­
work. The final destination may Ье in а different city or country. 

Each network can "speak" with its neighbor network Ьу means 
of а common set of rules created Ьу the lnternet designers. World­
wide, how many networks are connected? Some estimates say over 
30,000. According to recent surveys, these networks connect over 
10 ,000 ,000 computers and some 30 ,000 ,000 users throughout the 
world. It is estimated that the number of connected computers is  
douЬling each year. 

What can people locate on the Internet? lt offers а rapidly grow­
ing collection of information, with topics ranging from medicine to 
science and technology. 1 t features exhaustive material on the arts as 
well as research material for students and coverage of recreation ,  en­
tertainment ,  spol1s, shopping, and employment oppol1unities. The 
Intemet provides access to almanacs, dictionaries , encyclopedias, 
maps, and any other information. 

6. Контроль умения говорить. 

5. 19. Выскажите свое мнение (два-три предложения) по поводу следующих выс­
казываний: 

1 .  Microcomputers have been on the scene since the late 1 970s. 
2. The concept of software generators is not new. 
3. The system dynamics method of analysis has been associated with 

computer simulation (моделирование). 
4. The real world is not static, but constantly changes. 

Текст 5.4 С 

5.20. ПрочкrаАте текст и расскажите на английском языке ero содержание. 

Services and Resources of the Internet 

А common resource provided Ьу the lntemet is а worldwide sys­
tem for sending and receiving electronic mail, known as E-mail. In 
fact, E-mail represents а large portion of all Internet traffic and is for 
many the only Intemet resource they use. How does it work? 

' ·раздел 5 Треп)е занятие 2 1 7  

Suppose you want to  write а letter to your daughter. After your 
Ietter is composed on your computer, you must specify an E-mail ad­
dress that identifies your daughter. Once you send this electronic let­
ter, it travels from your computer, often through а device called а mo­
dem,  which connects your computer to the lnternet via the telephone 
network. Off it goes, bound for various computers that act like local 
and national postal routing facilities. They have enough information 
to get the letter to а destination computer where your daughter can 
retrieve it . 

Unlike the regular mail , E-mail often reaches its destination, even 
on other continents, in minutes or less unless some part ofthe network 
is heavily congested or temporarily out of order. The speed of E-maiJ 
and the ease with which it can Ье sent even to multiple recipients all 
over the world make it а popular form of communication. 



PAJAEA ШЕ(IОЙ 

Основной текст: New Developments in Electronic Memories. 
Грам.матические явления: Инверсия. 

Лексические явления: Контекстуальное значение слов tum, chal­

lenge. 

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитории 

1 .  Проверьте, знаете л и  вы следующие слова. 

Слова, имеющие одинаковыА корень с русскими словами 

memory n 
medium n 
similar а 
permanent a 
combine v 

exploitation n predominant а integration n 
specific а unlimited а term n 
primary а operation n hierarchy n 
opposite а senes n extremely adv 
fabricate v lithography n technology n 

Слова исходного уровня и из предшествующих разделов 

store v 

tool n 
perform v 

rate n 

many times 

intermediate а consider v layer n capacity n 
in terms of accessiЬle а refer v retrieval n 
sequentially adv reliability n recall v maintain v 
breakthrough n circuit n extend v layering n 
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2. Учитесь переводить. 

6.1. Переведите следующие речевые отрезки, в которых содержатся инвертиро­
ванные конструкции следующих типов: 

1 

l .  Nor is the phenomenon пеw . . .  

2. N or is the phenomenon known . .  . 
3 . Nor was the phenomenon sееп . .  . 
4. Nor does the computer perform .. . 
5. Nor has the computer performed . .  . 
6. N or сап the computer perform . . .  

2 

1 .  Not until the program is prepared, is the computer ready to oper-
ate . . .  

2. N ot until the program is prepared, does the computer operate . . .  
3. Not until the program is prepared, сап the computer operate .. . 4. Not until the program was prepared, did the computer operate . .  . 

3 

l . N ot only does the operation depeпd on the program but . . .  
2. N ot only is the operation chaпgeaЬle but . . .  
3. Not only сап the operation chaпge but . . .  
4. Not only has the operation Ьееп used but . . .  

5 .  N ot only is it пecessary to chaпge the operation but . . .  

1 .  N either do we say that . .  . 
2. N either may we say that . .  . 

4 
3.  Neither must we say that . .  . 
4. Neither bave we said that . .  . 

6.2. Переведите СJJедующие речевые отрезки, содержащие инверrировавные кон­
струкции. Обратиге внимание на то, что причастне 1 и 11, стоящие в начале 
предложения, могут вызвать rрамматическое явление инверсии. При перево .. 
де причастия являются второй частью сказуемого. 

1 

1 .  Revolving around the nucleus are electrons. 

2. Sшroundiпg the chromosphere is а thin, hot atmosphere - the 

corona. 
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2 

l .  Included in tbls section is а description of . . .  
2. Shown on the photo is the computer . . .  

6.3. Переведите следующие речевые отрезки, содержащие инверmрованные кон. 

струкции. Обратите внимание на языковые средства, вызывающие инверсию: 

1 

l .  Important for the computer is the proЬlem of information security. 
2. Fundamental to the design of computer· is its size. 

2 

l .  Of special interest are the so-called cash memories. 

2. Of primary importance to science are the advances in computer 

developments. 

6.4. Переведите сле.цующне речевые отрезки, содержащие инвертированные кон­
струкции. Обратите внимание на союзы as и though, стоящие после прилаrа­
тельных. Данные сочетания могут вызвать явление грамматической инвер· 
сии. Перевод обычно начинается с союэа, имеющего значение «ХОТЯ» в данно\i 
случае, затем переводиrся подлежащее (N1). 

1 .  Useful as electron tubes were, they are not used at present. 
2. Uncertain though the information was, it was quite useful. 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

1 .  Переведите уС'Пiо с листа первую часть текста (1). Работа выполняется под 

руководством преподавателя. 

2. Перевод второй части текста (11) выполняется письменно как домашнее за­

дание. 

3. Ознакомьтесь с терминами первой части основного текста. 

nanosecond - наносекунда 
operating instructions - рабочие инст­

рукци и 
read/write memory - постоянная nа­

мять, допускающая и считыван ие,  
и запись; оnеративная ламять 

storage capacity - емкость nамяти 
acccss time - время достуnа 
cycle time - время цикла 

storage location - ячейка памяти 
data transfer - перенос данных, лсре­

сылка данных 
random-access memory - ЗУ с лроиз 

вольной выборкой 

cache - кэш 
serial access memory - ЗУ с последо 

вательным выбором 
buffer memory - буферная память 

1 раздел 6. Первое за нятие 

15"itch device - устройство подключе­

ния 
'ltunncl-junction devices - сверхnрово­

дящие приборы с туннельным nе­
реходом 

2 2 1  

grid ofwires - сетка тонкопроводящих 
дорожек 

address bus - адресная шина 
instance - экземпляр объекта 

New Developments 
in Electronic Memories 

(1) The versatile capabilities that have made the computer the great 
success of our age are due to exploitation of the high specd of electronic 
computation Ьу means of stored programs. This process requires that 
inteпnediate results Ье stored rapidly and fumished 1 on demand for long 
computations, for which high speed is worthwhile 2 in the fl!St place. 

Memory is the predominant computer subsystem. It is а critical 3 
element to consider in the integration of а system. 

Once prepared, а program сал Ье reused any number of times 
which invo1ves remembering and retrieving 4 (recalling) , for which high 
speed is worthwhile in the first place. 

Storage devices or memories must have capacities sufficient not 
only for intermediate results but for the input and output data and thc 
programs. 

Never before has man possessed а tool comparaЬle to а comput­
er. Today there are memories accessiЬle in tens of nanoseconds and 
memories with more than а billion bits. The demand for fast access 
and largc capacity has grown constantly. 

Memory is the storage medium used to hold 5 the system's operat­
ing 6 instructions and the specific application programs in use. 

Computers can "remember" and "recall" , and virtually unlimit­
ed is the capacity of computers to remember (that is to store digital 
information) . Associated 7 with the capacity ofremembering is the ca­
pacity of recalling. 

In the context of electronics, "memory" ( or, in British usage, "store") 
llSually refers to а device for storing information. Storage ("write")  and 
retrieval ("read") operations are completely 8 under electronic control. 

The term " ReadfWrite memories" signify9 that they perform read 
and write operations at an identical 10 or similar rate. ReadjWrite means 
that data is written to а bit 1 1  and then read from the bit. 
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Of primary importance to characteristics for memories are stor­

age capacity size, cost per bit and reliability. Other important charac 
teristics are speed of operation ( defined in terms of access time),  С)' ... 
cle 12 time and data-transfer rate.  

Access time is  simply the time it takes to read or write at any stor­
age location 1 3 • 

The cycle time is the specified minimum period to complete read 
and write operations. .. 

The data-transfer rate is  the rate at which information is trans·­
feпed to or from sequential storage positions. Most forms of memory 
are intended to store data temporarily. 

As you can see i n  the diagram the CPU accesses memory accord­
ing to а distinct hierarchy. 

Whether it comes from permanent storage (the hard drive 14) or 

input (the keyboard) , most data goes in random access memory (RAM) 
first. The CPU then stores pieces of data it will need to access, often in 
а cache 1 5 , and maintains certain special instructions in the register 1 6 •  

Random access memory ( RAM) is the Ьest known form of сот­

puter memory. RAM is  considered "random access" because you can 
access any memory cell 1 7  directly if you know the row 1н and column 
that intersects 19 at that cell. 

The opposite of RAM is serial access memory (SАМ). SAM storcs 
data as а series of memory cells that can only Ье accessed sequential­
ly 20 (like а cassette tape) . If the data is not in the current 2 1  location , 
each memory cell is checked until the needed data is found. SАМ works 
very well  for memory buffers 22

• 

А computer's system RАМ alone is not fast enough to match 23  

the speed of the CP U .  That is why you need а cache. 
At present , the smallest Ьlock of information accessiЬie in а тет ­

ory system can Ье а single bit (represented 24 Ьу О o r  1 ) ,  а larger groнp 
of bits such as а byte or character 25 (usually e ight or nine bits) , or а 
word ( 16 to 1 28 bits depending on the particular system). Most mem­
ories are location-addressaЬie 26 , which means that а desired bit, byte 
or word has а specified address or physical location to which it is as­
signed 27• 

Semiconductor memories are extremely versatile and highly com­
patiЬle 28 with other electronic devices in both small and large systems. 

\ раздел б Первое занятие 
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Н Р announced 29 dramatic 30 new breakthrough in molecular elec­
tronics. 

Quantum Science Research group created the blghest density elec­
tronically addressaЬie  circuit, а 1 28 -bit memory using molecular 
switches as active devices, which fits 3 1  inside а square micron - an 
area so tiny (маленькая) t hat more than 1 ,000 of these circuits could 
Ье on the end of a single strand (прядь) of a human hair. The bit den­
sity of the device is more than 1 О times greater than today's silicon 
memory chips. For the first time , they combined both memory and 
logic using rewritaЬle non -volatile 32 molecular -switch devices and fab­
ricated the circuits using an advanced system of manufacturing called 
nano-imprint lithography. 

"� believe molecular electronics will  push advances in future 
computer technology far beyond the limits of silicon,"  said Williams, 
li. Р. Fellow (сотрудник) and director of Quantum Science Research 
at Н. Р. Labs. "Capacity, and performance could Ье extended enor­
rnously Ьу Jayering molecular-switch devices on conventional silicon 
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wit hout the need for complex and expensive changes to the base tech 
nology. " The proЬiem that computer deSigners face is that memory 
that сал keep up 33 with а 1 gigahertz CPU is extremely expensive. Con1 
puter designers have solved the cost proЬlem Ьу "tiering 34'' in memory 
using expensive memory in small quantities and then backing it up 
with Iarger quantities of less expensive memory. 

(11) Of prime interest to а reader will Ье the knowledge of t l1e 

development of memories. 
One ofthe first electronic memories was а circulating delay line 

а signal transmission device in which the output, properly amplified 

and shaped ,  was fed back into the input. A1though it was economjcal  

it had the inherent 38  drawback 39 of serial access: the greater the capac­

ity, the longer the average access time. What was reaJly needed wa� 

selective 40 access to any stored data in а time that was both as short as 

possiЬle and independent of the data address or any previous acccss. 

This is known as random access, so named to emphasize 41 the total 

freedom of accessing and therefore of branching 42 (following onc or 

another part of а program) . The first random-access memories (RAMs) 
were e lectrostaHc storage tubes 43• 

I n  the early 1 950's the core memory 44 replaced these early devic­

es, providing а solution to the need for random access that truly fired 

the emerging computer i ndustry. 

The core memory has become the main intemal computer men1-

ory and was used universally unti l  challenged Ьу semiconductor mem­

ories. Typica] are memories with 1 miiJ ion words ( or 30 to 60 bits eacl1) , 

randomly accessiЬie  i n  1 microsecond. The core memory has also bccn 
extended to very large capacities, ofthe order of 1 00 million words 

In the 1 950's and 1 960's electronic memories were arrays of cores. 

or rings, of ferrite material а millimeter or less in diarneter, strung 4 Ь} 
thousands on а grid 46 of wires. Ferrite-core memories have now been 
Jargely succeeded 47 in new designs Ьу semiconductor memories that 
provide faster data access, smaller physical size and lower power con� 

sumption ,  and аН at significantly lower cost. 

In the early 1 970's semiconductor memory cells that served t�e 
same purpose as cores were developed, and integrated memory clf .. 

cuits began to Ье installed as the main computer memory. 
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On the 1 980's new memories tec hnologies involving magnctic 

bubЬles, superconducting tunnel-junction deviccs and devices accesscd 
Ьу laser beams or electron beams con1e into play. 

Modem computers have signtficantly more memory than the fi rst 
PC's of the early 1 980's ,  and this has had an effect on development of 
thc PC's architecture. Storing and retrieving data from а Iarge Ьlock of 
memory is more time consuming than from а smal l  Ьlock. With а Iarge 
amount of memory, the difference in timc between а register access 
and а memory access is very great , and this has resuJted in extra Iayers 
of "cache " in the storage hierarchy. 

When it comes to access speed, processors are currently outstrip-
• g 48 hi ь ptn memory с ps у an ever-increasing margin (предел рабочего 

режима) . This means that processors are increasingly having to wait 
for data going in and out ofmain memory. One solution i� to usc "cache 
memory" between the main memory and the processor and use clever 

1 t 
. 

49 е ее rontcs to ensure that the data the processor needs ncxt is already 
in cache. 

l\1ain memory is attached 5 to the processor via its address and 
data buses 51 • Each bus conststs of а numbcr of electrical circuits or 
bits. The width of the address bus dictates how many different memo­
ry locations can Ье acce�scd, and the width of the data bus how пtuch 
information is storcd at each location. Every tin1e а bit ts added to the 
width of the address bus, the address range douЬies. In  1 98 5 ,  Intel ' s  
386 proccssor had а 32 -bit addres� bus,  enaЬling it to  access up to 49 В 
of men1ory. The Pentium processor - introduced in 1 993 - increascs 
t�e data bus width to 64-bits, enaЬling it to access 8 bytcs of data at а 
t1me. 

ln late 2000 I BM and Germaп semiconductor сотраnу I nfine­
�n Technologies AG announced plans to collabo ratc (сотрудничать) 
tn the development of Magnet1c Random Access Memory (М RAM) 
- а breakthrough memory technology that could significant ly increase 
battery l1fe of portaЬ!e computing devices and lead to "instant-on" s2 
computers. 

Since М RAM also retains 53 information when power is turned 
otr. . 

, It means that products like personal computers could start up in-�nt��· without waiting for software to "boot up" (загружать) . Non­
olatiiity aJso means reduced power consumption . Since jt  wi ll not need 
15 Бух 
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constant power to keep the data intact �;4• М RAM could consume much 
less than estaЬlished random access memory technologies, extending 
the battery life of ceil phones, handheld devices, laptops (портатив­

ный компьютер) and other battery-powered products. 
Ву early 2002s, it should Ье clear whether the technology can Ье 

scaled down enough to make it feasiЬie 55 and whether the magnetic 
material can Ье worked into traditional chipmaking processes. lf so , 
it  is  expected that actual M RAM products could Ье commercial ly 
avai laЬie as soon as 2004, and that the techn,ology could represent а 
scrious threat to the various silicon-based memory chips towards 20 l О. 

3. П роверьте, как вы запомнили слова. 

6.5. Переведите выделенные слова, исходя из значений, приведеtнtых в скобках: 

1 .  store v (хранить) , stornge n 
2. capacity n (объем, емкость) , capacitance n 
3 .  retrieve v (отыскивать) ,  retrieval n 
4. overlap v (перекрывать, дублировать) , overlapping n 
5 .  call v (вызывать) , recall n 
6. distinction n (различие),  distinct а 
7.  contrast n (противоположность) , Ьу contrast 
8 .  address n (адрес, обращение) , addressaЬie а 
9. significance n (значение),  signify v 

1 О .  branching n (ветвление) , branch n 
1 1 . challcnge n (проблема) , challenging а 
1 2. succeed v (следовать) ,  succession n 

1 3 . intcrsection n (пересечение ) , intersect v 
14. versatility n (универсальность, эксплуатационная гибкость) � 

versatile а 
6.6. Назовите термин, исходя из следующих опреде.'lений: 

1 .  storage facilities of the computer 
2. а semiconductor device used to store information in the form of 

electrical charges 
3 .  t he amount. of time required to move one byte or word of infor­

mation into or out of memory 
4. а computer that operates on discrete data 
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5. memory whose conteпts can Ье read or written without regard to 
any other memoi)' location 

6. the master set of programs that manage the computer 

6. 7. Назовите слово из основного текста, синони\tичное nриведеиным ниже: 

1 .  to supply 4. to contain 7. to suit 
2. to bring back 5. to have relations with 8 .  to prescriЬe 
3. useful а 6. to mean 

4. Учитесь аннотировать и реферировать. 

6.8. а) После перевоза просмотркrе nервую часть основного текста (1), назовите 
о.1ним-двумя словами основ11ое содержа11ие каждоrо абзаца (выполняет­
ся на русском языке). 

б) Кратко изJJожите (усnю) содержание первой части основного текста (1) 
(выполняется на русском языке). 

6.9. Назови·rе 11а аш:шйском языке к..1ючевые слова, определяющие содержание 
первой части ос11овиоrо текста (1). 

5. Учитесь слушать и говорить. 

6. 1 О. Ответьте на следующие вопросы, исполыуя информацию первой части ос­
новного текста (1). Выполняется на английском языке. 

1 .  W11at is memoi)'? 
2.  What capabilities must storage dcvices have? 
3. What are the maiп operations of any memory? 
4. What are the most in1portant characteristics for memories? 
5.  What are the advantages of scmiconductor memories? 
6. When did new memory technologies emerge? 

Домашнее задание 
1.  Повторите конструкции, в которых необходимо использовать rрам.�атичес-

кую инверсию, и выполните упражнения. 

:Z. Изучите слова и с.повосочетания из 11ервой части основноrо текста (1). 
3. Переведите письменно со словарем вторую часть основного текста (11). 
4. НаоишiП'е краткую ан11отацию к тексту. 

1 5• 
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В неаудиторная работа 

1 .  Учитесь переводить. 

6. 1 1 . Переведите инвертирова11Ные конструкции разных типов: 

1 .  Not only does the number of protons determine the element, but 
it deterrnines its chemical characteristics. 

2. Of primary importance to science wi ll Ье tne knowledge obtained 
Ьу space probcs. 

3 .  Discussed in  this paper are some options of memories. 
4. Little though the probability of col lision may Ье, the possibility 

still exits. 

2. Изучите слова и словосочетания основного текста. 

1.  furnish v 1 снабжать, доставлять; 
2 .  оборудо вать , 3 представлять; 
4.  загружать, запол нять; 5. давать, 
представпять 
furnish explanation · - давать объяс < 

нснис 
furnish Yiith information ·· · ·  nрсдста в­

л ять и нформацию 
furnish proof� - nредставить доку � 

мснта ци ю  
furniture n 1 < арматура, фур нитура; 

2. оборудонание 
2. \\orthwhi le а l .  пол ез н ы й ,  стоя ­

щи й ;  2 .. целесообразн ы й �  3 важ 
Н Ы Й  
\\·orthless а бесполезным 
\\Ortla а стоя щи и,  заслужи вающий 

Ье worth - иметь С\iЫел 
Ье wort h at tent ion ""'· заслужи вать 

вни ман ия 
3. critica l а l .  важный, о пределяю­

щи й ;  2.  предел ьны й ,  экстре\1аль­
н ы й ;  3.  критический 
critical load <- предел ьная нагрузка 
critical parameter - основная харак-

теристи ка 

critical part - ответственная (важ ­
н ая)  деталь 

4. retrieve v l .  взять обратно, вер-­
нуrь; 2.  вспомнить, восста новить;  
syn. recall v:, 3.  отыски вать, извле 
кать и нформацию 
retrieval n I .  n олуч е н ие обратн о,  

возвращен ие ;  2. поиск (извлсче-� 
н ие) информаци и 

retriever n устройство для nои ска 
и нформаци и 

5. hold (held) v l .  держать, удержи � 
вать; 2. и меть, содержать; 3 .  сохра ­
нять, хранить; 4.  выполнять; счи �  
тать, nола гать 
hold con trol - - к о н трол и р о вать , 

управлять 
hold in �� удержи вать 
bold а position - занимать nоложение 
hold n l .  задержка; 2 .  захват; 3_ фи к- ·  

сация 
holding time - период вре \1ени ра­

боты канала 
freight hold - грузовой отсек 
holder n 1 .  держател ь, ф и ксатор· 

2. корпус 
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6. operating а l .  действующий,  2.  ра­
бочий, эксплуатационный;  3. оnе­
рати вный ; 4. текущий 
operate v l .  работать, действовать; 

2. возде й ствоват ь ,  оказы вать 
влиян ие; 3. разрабатывать 

operate with _ .. взаимодействовать 
operated а 1 .  управляемы й ;  2. раз­

рабаты вас\1ый 
operation n I .  действие, оnерация; 2 _  

работа, фун кцио н и рова н ие ,  3.  
проuесс; 4. обработка; 5 режим 
(работы);  6. эксплуатация 

operation conditions · -· условия (ре-­
жим) работы 

operation efficiency - nроизводи­
тельность 

operation personnel - тех нический 
персон ал 

operation trouЬie ��- рабочая н е ис -
правность 

Ье in operation - действовать 
operation mode - режи м  работы 
point operatioo --- точеч ная опера ---

ц и я ;  операция над отдел ьным 
эле менто\1 

operation register (OPR) �-- операци -­
онныИ регистр 

operational а 1 .  рабочий,  экс плуата- ­
uионны й; 2 .  действующий , 3 .  ис­
nравн ый,  пригодны й  

operational costs �- расходы по экс­
nлуатаци и 

operational data ·- � и н формация о 
функционировании системы 

operational failure операционный 
сбой 

oper-ttional method - операционный 
метод 

operational sign - знак операции 
7. associated а l .  связанный; объе­

диненный ; 2 .  действующий совме · 
стно; 3.  ассоци и рующий(ся) 
associate v l .  объединять; 2. связывать; 

сопрягать; 3. ассоциировать( ся) 

229 

associate n 1 .  п артнер; 2. коллега; 
3.  член орган изации 

Ье associated with - быть связанным 
с чем-либо 

associatioo n l .  соединение; свя зь; 
2 .  объеди нение;  общество 

associative а ассоциати вный 
associative memory - ассоциативная 

память 
8. completely adv полностью, совер � 

шенно 
comp1ete а l .  пол ны й ,  законченный; 

2 .  совершенный; 3. замкнуrый 
complete set - полный набор 
complete instruction - п ол ная инст­

рукция 
complete v 1 . зака н ч и вать, завер­

шать; 2. выпол нять; 3. укомплек­
товы вать 

completion n завершение 
9. signify v l .  означать; иметь значе­

ние; 2. служить признаком 
significaoce n I .  точное значен ие;  

2 .. смысл ; 3. значение,  важность 
significant а значимый;  существен 

НЫЙ 
1 0. idcntical а l .  тот же самый ; 2. оди - ·  

наковый 
identic а иде нти ч н ы й  
identification n 1 .  отождествление; 

2 .  опознавание 
identity n l .  тождество , иде нтич ­

ность; 2. подл и нность 
identify v I .  отождествлять� 2 .  рас по 

знавать; 3. служить отл ичитель 
ным признаком ; 4 .  обозначать 

1 1 .  blt n l бит; двоич ная еди н и uа 
и нформации, 2. еди ница е\1 кости 
п амяти; 3 .  небольшее количество; 
4. немного 
КЬit n килобит, К бит ( l 024 бит) 

blt Ьу blt - постепенно 
byte n 1 .  груn па из восьм и битов; 

2. слог маш инного слова 
КЬуtе n килобайт, Кбайт ( l 024 байт) 



230 М и к роэ 1ектрон и к а  настоящее и будущс 

12. cycle n l .  uикл ;  период; 2. такт; 
3 круг, оборот; 4. движение 
cycle body - п ериод uи кл а  ( п ро­

rра\fмы) 
cycle of motion - п ериод движе н ия  
opcration cycle - uикл выполнения 

работ ЗУ 
c�le by cycle - поцикло вый ; поша-· 

говый ,  поэтапный 
c)'·clic а круговой,  периодически и 
cyclic frequency - круговая (угловая) 

частота 
cycl ic runct ion - п е р и од и ч ес кая 

фун кция 
c�ling n 1 .. uикл; вращение;  2. пе­

риодИ'Iсское изменение 
13. location n 1. место; 2. \1естоположе­

н и е ,  рас п оложе н и е ;  3 .  пози ция;  
4 ячейка na\urrи; 5. элемент \1ассива 
fault location - место повреждения 
home location ··- исходнос положе-

ние 
zero location - нулевой эле�tент 
locate v l .  определять местоположе­

ние;  2 .  обнаружи вать, находить; 
3 .  раз м е а1ать; 4 .  л о кал и зо вать 
(ош ибку) 

local а 1 .  �1естны й ;  2 .  частич н ы й ,  
частн ы й  

local area network (LAN) - локаль­
ная вычисл ительная сеть (Л ВС) 

14. hard drive - жесткий дисковод 
hard а 1 твердый ;  жестки й ;  2 .  труд­

н ы й ,  тяжел ый;  3 .  устой ч и вы й ,  
фиксированный 

hardness n твердость; жесткость ;  
проч ность 

drive n при вод, дисковод 
drive n 1 .  движение;  2.  управлен ие, 

3 л р и вод, передача движе н и я ;  
4 .  запус к; 5 .  направле н и е . тен ­
дсн ния 

drive Ьох - коробка скоростей 
drive v 1 .  дви гать, задавать движе ­

ние;  2. вби вать, ввинчивать 

drive а 1 .  ведомый , при водимый ь 
движение; 2. уnравляемый;  с при 

БОДОМ ОТ 
driver n драй вер, управля ющая про 

грамма 
15. cache n кэш 
16. register n 1. регистр, запоминающе 

устройство; 2. накопитель, СЧС1'IИК 
register v 1 .  регистрировать; заn и ­

сывать; 2 .  совмещать, совпадать 
3 ,  суммировать, считать 

17. cell n 1 .  ячей ка;  2. элсктронн ы н  
элемент; 3 . секuия ; 4. датч и к; 5 . со 
суд; 6., модуль 
filter cell - фил ьтрующи й элемен 
memory cell - ячей ка памяти 

18. row n 1 .  ряд; строка; 2. точ ки, рас 
nоложенные на одной прямой 
element of row - эл емент строки 

(матрицы) 
row pitch - шаг строки 
ro\\' Ьу row - построч ный 

19. intersect v 1 .  пересекать(ся) ; 2. де 
л ить на части 
intersection n 1 .  перссечение; 2. точ 

ка (л иния) пересечения 
intersect i ng n 1 .  n е р е с еч е н и е  · 

2. скрешиван и е 

intersecting а 1 .  n ересекаюшийся 
2 перекрсщивающийся 

20. sequentially adv в порядке очсре � 
ди,  поочередно 

21 .  current а 1 .  текущий :  2.  совреме н 
Н Ы Й  
current n 1 .  поток; струя ; 2 .  движ 

нис;  3. электрически й  то к 
Ье cf current interest - быть акту ал 

ным 
go current - быть обшеприняТЫ\f 
currently adv недавно 

22. buffer n 1 .  буфер; 2.  амортизатор · 
3. буферная nамять 
buffer circuit - буферная схема 
buffer v буфери зовать; согласовы -� 

вать, состы ковы вать 
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buffering n буферизация 
zз. match v l .  согласовывать, подби­

рать, подrонятъ; 2  совпадатъ; 3. срав­
нивать 

match n 1 .  согласован ие; 2. подбор, 
nодгонка; J. совпаден ие; 4. рав­
ноценный пред\1ет 

match requirements - удовлетворять 
требован иям 

matched а l .  согласован н ы й ;  2 .  nо ­
добранный; 3 .  эквивалентны й  

match ing n l .  согл асование;  2 .. под� 
бор, подгонка;  З . сравнен ие 

match ing а 1 .  соответствую щи й ,  
совп адающий; 2. nарн ы й  

Z4. represent v 1 .  nредставлять; 2 .  оз­
начать, обозначать; 3. изображать, 
моделировать; 4. изла гать, форму-· 
л ировать; объяснять 
representation n l .  представление;  

2.  формул ировка ;  3 .  изображе­
ние;  4 .  модел ирование 

representative а l .  хара ктер н ы й ; 
2.  прсдставляюший 

representative n l .  эталон , образец;  
2 .  представител ь 

25. character n 1 .  с имвол ; 2 .  буква, 
цифра; 3 .  качество, свойство; 4. осо­
бенность; 5 . характср 
character set - набор символов; ал­

фавит 
chara cter code - набор с и м волов 

записи 
characterise v характери зовать 

26. addressaЬie а адресуемый , имею­
щий адрес 
address (ADR) n 1 .  адрес (яче й к и  

памяти ЭВМ); 2. обрашение, вы ­
ступление 

disk address - дисковы й адрес 
location address - адрес яче й ки 
address space - адресное простран-

с т во 
address translation - nрсобразова­

н ие адреса 

2 3 1  

address v 1 .  направлять, (41ресонать; 
2. выступать 

addressing n адресация; способ ад­
ресации 

addressing character - символ адре­
саци и 

27. assign v 1 .  назначать; оnределять� 
2.  завершать 
assignment n l .  назначение; 2. заданис 

28. c ompatiЬie а 1 .  со в мести м ы й ;  
2 .  сходн ы й ,  nохожи и 
program compatiЬie - nрограммно­

совместимый 
compatibllity n l .  совместимость, со­

вместность, соответствие� 2. взаи­
мозаменяемость 

downward compatibllity - сов�ести ­
мость «СВерху� 

upwatd coшpatibility - совмести ­
мость «СВерху ВНИЗ))! 

foгward compatibi l i ty - совмести ­
\10СТЬ «СНИЗУ ВВерХ)> 

type compatibllity - соответствие ти ­
пов 

29. annou nce v 1 .  объявлять; 2. публ и­
ковать; 3 "  докладывать 
announcement n 1 . .  объед и н е н и е ,  

2 .  сообнrен ие 
30. dramatic a 1 .  сильный знач итель­

н ый ;  2 .  существенный 
dramatic i ncrease - знач ител ьнос 

увеличен ие 
31 .  fit v l .  подходить, соответство ­

вать; подбирать; 2. устанавли вать� 
собирать; 3 . монтировать 
fit n 1 .  подгонка; 2. соответствие , 

совпаден ие; 3 .  установка, сбор­
ка; посадка 

fit in with - соответствовать, подхо-
дить чему-л . 

fit оп - подгонять, n римерять 
fit out - оснащать 
fit a 1 .  соответствующи й ;  2. приспо­

собленный , подобран н ы й  
fitting n монтаж, сборка 
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32. volatilc а 1 летучий; 2, ИЗ\1еНЧИВЫЙ, 
неnостоянный , 3 знергозависи�ыи 
volatile memory - энергозависимая 

nамять 
volatility n 1 .  летучесть; 2, изменч и­

вость 
volatilize v испарять(ся) 

33. keep up v 1 ,  nодr1ерживать ; 2. про � 
должать, не останавливаться; 3. хо­
рошо знать 
keep up pressure - nоддержи вать 

давление 
keep (kept) v 1 держать; 2. хранить; 

3. n родолжать (делать что-л . ) ;  
4 .  соблюдать (nравила) ;  5 .  нахо­
диться (в каком -л . положении) ; 
6 управлять, вести 

keep back - 1 задерживать; 2. скры,-
вать 

keep down - препятствовать 
keep on - продолжать 
keep а record - записывать 
keeper n держатель, стопор 

34. tiering n расположение ярусами 
tier n 1. ряд, ярус; 2 .  слой, класс (об­

щества) 
tier v располагать ярусами; класть 

слой на слой 
35. back up v 1 .  копировать, дублиро­

вать; 2 . резервировать 
backup n 1 .  всnомогательное средст­

во; 2. дублирование, резервирова­
ние; 3. восстановление предшест­
вующего состояния 

backup а 1 .  дублирую1uий; 2. резерв­
н ы й  

backup computer - резервный ком .. 
пьютер 

36. dclay l ine -характер заnаздыва­
ния ;  временная задержка 

37. amplify v 1 .  усиливать(ся) , 2 рас­
ш ирять(ся) 
amplification n 1 .  усиление; 2. рас ­

ширение; 3. коэффициент усиле­
ния 

amplification factor - коэффиuие1  
усилен ия 

amplifier n усилитель 
38. inherent а 1 .  присуший,  свойст 

венны й ;  2. внуrренний 
inheren t  accuracy - собствен н а  

точность, погрешность 
inherent regulation - саморегулир 

вание 
inherently adv по существу; по cuo 

ей природе 
inherit v унаследовать, наследона t; 

39. drawback n 1 .  недостаток; 2 n 
грешность; 3.  дефект 
draw (drew, drawn) v 1 тащить, т 

нуть; 2. чертить, рисовать 
40. selective а 1 .  выборочн ый ; 2 ,  и 

бирательный,  селекти вный 
selective calling - избирател ьн ы Н 

выбор 
selectivity n I .  и збирател ьноет 

2. чувствительность 
select v 1 .  выбирать, отобрать; 2. ны­

делять, отделять 
select а выбранный, отобранны и 
selected а I .  отобранный, nодобра!  

ный;  2.  выделенный 
selection n l .  выбор , отбор, подбор 

2 .  выделение ; 3.  сборни к  
random selection - случайный выбор 

4 1 .  emphasize v 1 .  nридавать особ(к 
значсние ; 2. подчеркивать 

42. bra n c h ing n 1 .  ( раз) ветвле н н с 
2 переход, nередача управления (в  
nporpa\iмe);  3.  отвод, отведен ие 
branching а 1 .  ветвя щийся; 2. отв -

дящий 
branching pipe - 1 .  отводная труб1 

патрубок; 2. тройн и к  
brancblng process - процесс ветвления 
branch n 1. ветвь, ответвление; 2. п ' ·  

реход; 1.  отвод, nатрубок; 4 .  ветвь 
алгоритма 

branch а l .  ответвляющийся;  2. бо 
ковой; 3. доnолнительны й , вело 
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могател ьн ы й ;  4. отрасл ь, сфера 
(деятельности) ,  область; 5. фи­
лиал; отдел 

branch line - отходящая линия 
branch piece - отвод 
branchpoint n точка ветвления 
branchy а ветвисты й , разветвлен -

н ый 
43. tube n 1 .  труба, трубка; патрубок; 

2. электронная лампа, электронно­
лучевая трубка 
tubing n труб о n ровод ,  систе ма 

труб 
44. core memory - память на магн ит­

ных сердечн и ках 
core n 1 . ядро ; сердеч ник; 2. внут­

ренность; З . суть� суuцность 
cored а 1 .  nолый ; 2 .  и меющий по­

лость 
45. string (strung) v 1 .  натяги вать; 

2. связывать 
string up - натягивать 
string n 1 .. нить, волокно; 2 .  ряд, по­

следовательность; 1. строка 
regular string - правильная после­

довательность 
string handling - обработка строк 
string а l .  волокнистый;  2 .  вязкий 

46. grid n 1. сетка; 2.  управляющий 
лровод; 3. решетка; 4. координат­
ная сетка 
grid cell - ячейка сетки 
grid size - шаг сетки 
reference grid - координатная сет­

ка, отсчетная сетка 
47. succeed v 1 . следовать за чем-л. ;  

2 .  сменять ( по очереди) ;  3 .  дости­
гать цели,  иметь успех 
succeeding а 1 .  оtrсредной; 2. сле­

дующий ,  последующий 
succession n 1 .  последовательность, 

не п рер ы в н ы й  ряд; 2 .  nреемст­
венность 

in succession - подряд 
success n успех 
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48. outstrip v 1 .  обгонять, опережать; 
2. п ре восходить 
strip n nолоса , лента 
stripping n l .  очистка, обдирка; 2. де­

монтаж 
49. ensure v обеспечивать, гаранти ­

ровать 
50. attach v I .  п рикреплять(ся) , при­

соединять(ся);  2 .  приписывать 
attached а при крепленный, присое­

диненный 
аttасhmеnt п l . nрикрепление, при­

соеди нение; 2. крепление; 3. уст­
ройство, п риспособлен ие 

5 1. bus n 1 .  шина; 2.  канал электро­
передачи ,  информации 
busbar - система ш и н  

52. instant-on а МО\1ентальный , мгно­
венный 
instant n момент времени, мгновение 
instant а l .  моментальный;  2. теку-

uци й ,  3.  настоятел ьный , необхо­
димый 

оп the instant - 1 .  немедленно, сра­
зу же; 2. в тот момент, когда 

instant of failure - момент отказа 
instantaneous a 1 .  мгновенный ; 2. от­

носящийся к данному моменту 
времени 

instance n экземпляр (объекта) 
53. retain v l .  удержи вать, сдержи ­

вать; 2. лоддер][Ивать, сохранять 
retaining а l .  удерживающий ,  сдер­

жи ваюuций;  2 .  сохраняющий 
54. intact а I .  неповрежденный , це­

лы й ;  2. работоспособный 
55. feasiЬie а 1 .  возможный,  вы пол ­

н и м ы й ;  2 .  допусти мый ; 3 .  целесо­
образ н ы й ;  4.  nравдолсдобн ы й  
feasiЬie constraints - доnустимые ог-

раничения 
feasibllity n 1 .  возможность; осуще ­

ствимость; 2. целесообразность; 
3.  доnусти мость; 4. работоспо­
собность 



234 Микроэлектрони ка : настоящее и будуще 

3. Проверьте. как вы запомнили слова. 

6. 12. Запишите перевод слеДJ·ющих речевых отрезков: 

( 1-1 0): to fumish the recall; to furnish the result; due to the capacity, 
а due capacity; is due to the capacity; а sufficient memory 
capacity; to signify some overlop between analogue and digi­
tal recording; to hold the operating instructions; to associate 
the capacity of recalling with the capacity of remembering 

( 1 1-20): the data-transfer rate is the rate at which information is trans­
ferred to or from any storage location; most data goes in ran­
dom access memory first; eacl1 memory cell is checked 

(2 1-30): most memories are location-addressaЬle; to use non-vola­
tile molecular-switch devices; to announce а dramatic new 
breakthrough 

(31-40): to have the iлherent drawback of serial access; the memory 
can keep up with а l gigahertz CPU; the output may Ье fed 
back into the input; to layer molecular-switch devices on 
conventional silicon; the average access timc 

( 41-55): а wide range of memory options; the core memory was chal­
lenged Ьу semiconductor memories; semiconductor mem­
ories 1 cells appeared in the early 1 970's; main memory is 
attached to the processor via its address and data buses; to 
retain information when power is tumed off 

4. Ознаком ьтесь с терминологией. 

6. 13. Переведите следующие термины. Запомните их. 

calling: calling sequence, call instruction, call procedure, саП process­
ing function , call request, call sequal 

buffer: buffer capacity, buffer circuit , buffering, buffer management , 
buffer memory, buffer storage 

word: word addressaЬie ,  word computer, word-oriented hardware , 
word processing (WP) , word processor, word separator 

6. 14. НаЙдИТе в основном тексте эквиваленты следующих речевых отрезков: 

1 .  программа может быть использована любое количество раз 
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2. способность воспроизводить связана со способностью запо­
минать 

3.  требования к быстрому доступу и емкости nамяти непрерьm­
но возрастают 

4. у каждого вида паl\1ЯТИ есть присущий только ей недостаток 
5. сигнал управления считыванием и записью определяет . . .  

5 .  Учитесь переводить. 

6. 1 5. Переведите письменно со словарем вторую часть основного текста (11). Вре­
мя перевода - 60-70 минуr. 

6. Учитесь анноти ровать и реферировать. 

Текст 6 . 1 В 

Прочкrайте текст и запишите основную информацию о за11оми11ающих устройствах 
(ЗУ) различных типов. 

Memory 

The ideal memory is inexpensive , small in size , and large in ca­
pacity. Today, such а memory is а concept rather than а reality. There­
fore , to provide optimum storage capability, computer designers have 
partioned (разделять на секuии) storage into many memories serv­
ing specialized purposes. 

Read-only memories ( ROM) ,  write optional memories (WOM), 
and associative memories can Ье used extensively in medium and large 
family memЬers - particularly in estaЬlishment of system management. 
Associative memories can Ье used for compiling, job assignment, par­
allel processing, search operations, handling of priorities and inter­
rupts, and recognition of 1/0 commands. 

ProgrammaЬle logic arrays can perform many of the executive 
processes cuпently performed Ьу software and can Ье used to tailor а 
system to meet particular user needs. These апауs and associative mem­
ories can replace operating system programs and Ье used to estaЬiish 
logical system organization. 

1 6• 
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Registers and discrete bit storage are used for temporary storage of 
data and instructions, for implementing arithmetic and logic operations, 
and for memory addressing. These components are referenced frequently 
and operate at the same speed as computer logic. Registers of fourth 
generation computers are fabricated on а single monolitblc chip. 

High-speed scratch-pad and control memories are another stra-­
tum of storage hierarchy. These memories are also used for temporary 
storage of specialized data, including intermediate results of arithmetic 
operations, instructions, short subroutines w\lich are repeatedly exe­
cuted, frequently referenced data, and control functions. The speeds 
ofthese memories are not as fast as the speed of computer logic but are 
usually an order of magnitude faster than the speed of main memory. 
Capacities range up to 1 0  bits. Batch-fabricated, bipolar transistor ar­
rays will predominate this area in the near future. 

Раздел 6. Второе занятие 

ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ 

Работа в аудитори и 

1 .  П роверьте домашнее задание. 

1.  Проверьте упражнения (выборочно). 

2. Проверьте, как вы запомнили слова. 

3. Проверьте письменный перевод второй части основноrо текста. 

4. IIроверьте аннотацию к тексту. 

2. Учитесь переводить. 

Текст 6.2 В 
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Переведите текст письмеашо без словаря. Значение выделенных слов вы сможете 
понять из кокrекста. Время перевода - 15 минуr. (Проверьте перевод в аудитории.) 

SyncFlash Memory Benefits 

Syncflash mcmory is а non-volatile memory that rep/aces the 
traditional flash or ROM typically used to store operating code. It also 
reduces the need for redundant DRAM because code is not duplicat­
ed in  DRAM for optimal performance. Instructions are directly exe­
cuted from tlash . SyncFiash memory has а 64-bit data bus that sup­
ports burst-read operations at maximum speeds of 1 33 M hz through 
а four-bank architecture allowing users to update operating code with­
out interrupting ongoing functions. SyncFlash memory provides 
S D RAM ( 1 3  3 Mhz) speed performance with the advantages of а non­
volatile memory, and is priced comparaЬle to standard flash. Design­
ers benefit from using SyncFlash memory because they can reduce 
their component count , simplify their layout, and offer lower-cost , 
higher-performance designs to their customers. SyncFlash memory 
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not only enaЬles designers to simplify their systems Ьу replacing two 
devices with one, it also surpasses today's highest performing Flash 
devices and is currently the industry's fastest Flash Memory. 

Текст 6.3 В 
Переведите текст устно с листа. Работа выполняется по� руководством tiрепода­
вателя. 

Information Processing 

When you think about а computer and what it does, you of course 
think that it well computes. And this is indeed one part of itsjob. Com­
puting is really another term for " infonnation transformation" - chang­
ing information from one form to another. The computer spends а 

goodly amount of its time doing exactly this: performing math opera­
tions (changing numbers into other numbers) , and translating infor­
mation from one form to another (for example when а game deter­
mines using mathematics, what to display on the screen for you to see) . 

One special form of information the computer processes is its in ­
structions. These are the commands that programmers give the com­
puter to tell it what to do. Every time you do anything with а computer, 
you are really talking to а program which is talking to the computer. 
The language that computers speak, which is called machine /anguage, 

is very complex and hard to understand, which is why it is hidden from 
аН but the most technically-proficient engineers. Even most program­
mers never use machine language directly. 

3. Учитесь аннотировать и реферировать. 

Текст 6.4 В 
а) Прочитайте текст. Выявите основную информацию каждого абзаца. Запи· 

шите ее на русско� языке (5-6 предложений). Проверьте в аудИТории пра­
вильиость понимания. 
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б) Прочитайте текст еще раз и составьте краткий реферат на английском языке. 

Large-scale Integration: Memories 

There are а number oftypes ofmemory which can Ье used as ICs 
in digital electronics. These include: 

а. Random-Access Memory (RАМ), wherein each memory word 
is accessed for reading or writing via а specific address, access 
time being approximately equal for any combination of succes­
sive locations. 

Ь .  Serial Access Memory (SAM) , wherein the memory consists of a 
circular shift register (serial output connected to serial input) . А 
counter keeps track of the "address'' ofthe bit availaЬle for read­
ing and writing (the serial output and input bits) . То read or write 
а given address, the register is shifted until the counter matches 
the desired address: clearly а large change of address takes longer 
than а short one. 

с.  Read-Only Memory (ROM), in which the binary contents are 
wired in at the factory as а step in the IC manufacturing proce­
dure. These act Iike RAMs, except it is not possiЬle to change the 
contents. Although it is possiЬle to obtain custom -designed RO Ms, 
they are too expensive for production in small quantities. 

d .  ProgrammaЬle ROMs (PROMs) , which can Ье written using spe­
cial equipment. These hold their contents until  erased with high­
intensity ultraviolet light and re-programmed. 

е. Programmed Logic Arrays (PLAs) , some of which can also Ье 
programmed, do not have а full -scale memory complement, but 
are an expensive way of making а ROM-like device, in which not 
all input codes correspond to defined outputs, and а given output 
can Ье specified Ьу more than one input code. 

RAМs are used for temporary data storage because they are vol­
atile: that is,  their contents are Iost if power is removed. ROMs, 
PROMs, and Pl.As are non-volatile , but cannot Ье written on during 
normal operation. 
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А number of new memory types have recently appeared. We can 
expect corelike RAMs to become availaЬle in the near future .  

. 
RAMs, being uscd for temporary data storage, are good for d1g1 

tal devices; they are used as computer memories for the full range of 
computer sizes, often in а mixture of RO М, RAM , and core memory. 

ROMs and PROMs are used for permanent storage, such as thc 
programs 1n microcomputers, and start-up programs in Iarger ma 
chines. They are also used to sequence sequential machines from onc 
state to the next , and they are very useful for data conversion , taЬie 
lookup (t rigonometric taЬles, for example) , and generation of сот 
plex logical functions. А PRO М is used to test а new memory со л 
tent: if it is correct, а ROM is manufactured with the same content t f  
the number of devices or speed requirements (ROMs are faster) jus­
tify the expense; P ROMs are used for slower devices produced t n  

smaller quantities. 

4. Учитесь говорить. 

6. 16. Обсудите содержание основtюrо текста. Запишите кратко содержание вто­
рой части основноrо текста (11) с помощью английских предикативных r?ynn. 
Изложите устно содержание текста, используя даtrные группы. Каждыи сту­
дент излагает содержание в течение 1 минуты (5-6 предложений). 

В неаудиторная работа 

1 .  Подготовьтесь к контрольному переводу основного текста. 

Опрос производится выборочно. 

2. П роверь те, знаете ли вы новые слова из основного текста. 

3. Учитесь переводить. 

6. 17. Переведите речевые отрезки, содержащие инвертированные конструкции: 

1 .  Shown i n  the photo is the equipment availaЬle . . .  
2. Not only were such controls difficult to arrange, they were . . .  
3 .  Of prime interest are read-only memory ( ROM) 
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4. Difficult as it is to observe the phenomenon, it is far more difficult 
to explain it . 

Текст 6.5 В 

Переведите текст пись.\tеtiНо без словаря. Значение выделенных с.лов вы сможете 

понять из контекста. Озаглавьте текст. 

Some applications require random-access memories containing 
permanently stored or rarely altered information. For example, the 
control programs in pocket calculators are usually permanent]y stored. 
Such storage is provided Ьу read-only memories (ROMs) . Informa­
tion is placed in the storage array when the chip is manufactured. 

А read-only memory can Ьс obtained Ьу replacing the storage 
capacitor in а one-transistor memory cell with either an open circuit 
or а connection to ground, thus representing one or the other of the 
two binary states. 

4. Учитесь анноти ровать и реферировать. 

Текст 6.6. В 
Прочитайте текст. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы: 

1. What is the read-mo�tly menшry? 

2. Which variations of read-mostly memories are referred to? 

The Read-only Memory 

Another variation ofthe Read-only Memory is  the read-most­
ly memory, which is  desired when read operat1ons are far more fre­
quent than write operations but for which non-volati l e  storage is 
required. 

Read-mostly memories have two forms. The commonest is the 
Optically erasaЬle (стираемая) read-only memory. This memory is 
read and written Ьу entirely electronic means, but before а write 
0Peration all the storage cells must Ье erased to the same initial 
state Ьу exposing the packed chip to ultraviolet radiat ion . 
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5. Учитесь говорить. 

6. 18. Подготовьтесь к выступлению по тематике "Memory" (материалом может 

служить как основной текст. так и дополнительвые тексты). Ваше выстуllле­

ние должно быть рассчитано tta 2 минуrы (10-12 предложений). Используй-

те следующие клише: 

1 .  The paper deals with . . .  

2. The author attempts to provide . . .  

3 .  The micro-electronics development has solved . . .  

4 .  There exist . . .  

5 .  Memories can complete read and write operations . . .  

6.  Of prime interest to the reader will Ье the consideration of . . .  
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ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ 

Контроль изученного материала 

1 .  Контрольный перевод основного текста. 

Выnолняется устно, выборочно. Работа рассчитана на 20 минуr. 

2. Контроль слов и словосочетаний.  

Выполняется уС'Пiо или nисьменно по выбору преподавателя. Работа рассчи­
тана на 15 миttyr. 

3. Подготовленное выступление по тематике "Memory". 

Работа рассчm-ана на 1 О минуr. (Длительность выстуnления каждого сту­
дента - 2 минуты.) 

4. Контроль умения выявлять значения слов с учетом кон­
текста. 

6. 19. Переведите, обращая внимание на значение слова challenge: 

1 .  EstaЬiished ways of design and fabrication are being challenged 
today Ьу newer techniques. 

2. Since the early days of silicon technology, contacts between metal 
and silicon have presented а constant challenge to the electronics 
industry. 

3 .  Technological ureakthroughs are necessary to meet the challenges 
of programmahle microelectronic products. 

4. Ву far the greatest challenge in the language area will Ье to devel­
op new and more powerful general-purpose languages. 

5. Typical challenges include checking out and operating complex 
missile systems. 

6. The challenge was to do the test carefully. 
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5� Контроль умения переводить. 

Текст 6. 1 С 

Переведите текст уст11о с листа. 

DRAM Technologies + SyncFlash Memory 
Benefits 

D RАМ is avai laЬle in several different technology types. At their 
core, all ofthese different memory types are similar. They differ most­
ly in the way they are organized and how they are accessed. As proces­
sors get faster, mcmory needs to run increasingly faster and more effi­
ciently. Memory companies have inventcd progressively faster memory 
architectures to allow memory speeds to increase. 

Also Ьеаr in mind that at its core, DRAM is D RAМ .  The differ­
ences Ьetween the various acronyms of D RАМ technologies are prima­
rily а result ofhow the DRAM inside the module is connected, config­
ured and addressed, in addition to any special enhancement circuits 
added to the device. For example, some fancy modules include SDRAM 
(cache) directly in the DRAM module to improve performance. 

Текст 6.2 С 

Ilереведнте письменно без словаря. Время перевода - 20 ми11уr. 

Cache Memory 

А cache memory is а small, high-speed system memory that fits 
between the CPU and the main memory. lt accesses copies ofthe most 
frequently used main-memory data. When the CPU tries to read data 

from the main memory, the cache memory wil l  respond first if it has а 
сору of requested data. If it doesn 't, а normal main-memory cycle will 
occur. Cache memories are effective because computer programs spend 

most of their memory cycles accessing а very small part of the memory. 

А cache memory cell has three components: an address memory 
cell, an address comparator and а data memory cell. The data and ad­
dress memory cells together record one word of cached data and its cor-
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responding address in main memory. The address comparator checks 
the address cell contents against the address on the memory address bus. 

If they match, the contents of the data are placcd on the data bus. 
An ideal cache memol)' would have many cache memory cells, each 

holding а сору of the most frequently used main-memory data. This type 
of cache memory is called fully associative Ьecause access to the data in 
each memory cell is through the data's associated, stored address. 

N ot all locations in the memory address space should Ье cached. 
Hardware 1/0 address shouldn 't  Ье cached because bits in an 1/0 

register can and must change at any time , and а cache сору of an 
earl ier 1/0 state may not Ье val id. 

6.20. Переведкrе предложения., учИIЫвая средсmа и способы оформления инверсии. 

1 .  Not only does the computer make the collection procedure easier 
but it makes feasiЬie unattended data collection. 

2. Should an error occur for any reason during the running of the 
program, the program terminates Ьу indicating what the error 

number is and in which I ine it occuпed. 
3 .  Among the parameters studied was the consumption of the start­

ing material . 
4. Had we to use the same number ofvacuum tuЬes instead oftransis­

tors, our modem electronic systems would Ье wholly impractical. 

6.  Контроль умения ан ноти ровать и реферировать. 

Текст б.З С 

Прочитайте текст. Скажите, что вы узнали о CCD, aferrite core memory, the bubble 
memory. 

Further Memory Developments 

The solution to the memory proЬlem in computers made а signif­
icant transition in the early 1 950's with the development offerrite core 
memories. 

Magnetic ferrites being made of ceramic rather than metal were 
сараЬiе of providing а much shorter access time through electronic 
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circuitry than the drums, tapes and discs which were based on metall ic 
magnetics and mechanical acccss times. The gap between mechanical 
access times and electronic access t ime of the core is between 1 О sec­
onds and 100 seconds. 

With the development of intcgrated circuits the first trend toward 
what is now cal led large-scale intcgrared circuits or LS 1 was the devel­
opment of scratch pad memories using bipolar transistors made in large 
quantities on one large substrate. This was fol lowed almost immedi­
ately Ьу the development of MOS random-access memories (RAМs) 
with 1 to 1 6  К capacity. The access t imes to the bipo1ar memories are 
in the order of 1 to 1 0  nanoseconds and for MOS memories on the 
order of 1 00 nanoseconds. 

More recently we have been аЬJе to retum to the concept used 
years ago of the recirculating de1ay line Ьу using charge transfer сои­
pled devices in а shift register configuration which recirculates bits and 
is accessed in а serial fashion. Because ofthe serial access, access time 
is slower - of the order of 2 milliseconds witl1 а data rate of one mega­
hertz. 

The bubЬJe memory first described in 1 967 is  now а reality with 
the advantage of high capacity, of the order of 500 ki1obits, but witl1 
the disadvantage ot"'bit ratcs ofa few hundred kilobits per second com­
pared to the n1egabits per sccond possiЬle i n  charge transfer devices. 

All of tl1esc recent devclopments, the М OS , RAM , CCD, and 
bubЬle are in thc gap between the mechanical access memories and 
the higher speed М OS devices апd bipolar n1emories. 

7. Контроль умен ия говорить. 

6.21 .  Ответьте развернуrо на следующие вопросы: 

1 .  What are the most important characteristics of memory? 
2.  What do you know about different types of memories? 
3 .  What do you know about analogue and digitaJ recording? 
4. Can you compare random access memories and serial access mem­

ories? 
5.  What developments can Ье expected Ьу the end of the century in 

the field of computer memories? 
6. What is being done at present to improve memory capacity and 

speed? 
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Текст 6.4 С 

Random Access Memory 

Random access memory (RAM )  is the best known fonn of com­
puter memory. RAM is considered "random access" because you сап 
access any memory cell directly if you k.now the row and column that 
intersect at that cel l .  

The opposite of RАМ is serial access memory (SАМ). SAM stores 
data as а series of memory cells that can only Ье accessed sequentially 
(like а cassette tape) . If the data is not in the cuпent location each ' 
memory cell is checked unti1 the needed data is found. SАМ works 
very wel l  for memory buffers where the data is normally stored in the 
order in which it wi l l  Ье used (а good example is the texture buffer 
memory on а video card).  RAM data, on the other hand, can Ье ac­
cessed in any order. 

Текст 6.5 С 

Molecules Get Wired 

In  200 1 ,  scientists assemЬled molecules into basic circuits raising 
hopes for а new world of nanoelectronics. 

The ability to cram ever more circuitry onto silicon chips now 
· faces fundamcntal limits. 

In recent years scientists have tried to get around these Iimits Ьу 
going for the ultimate in shrinkage : turning single molecules and small 
chemical groups into transistors and other standard components of 

computer chips. 
Many have doubted that researchers would ever manage to Iink 

such devices into more complex circuits. Today those doubts are di­
mirushing: researchers wired up their first molecular circuits. This new 
�eneration of molecular electronics will undoubtedly provide comput-
1ng power to launch scientific breakthroughs for decades. 
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Текст 6.6 С 

Quantum Computers 

Quantum computers have the potential to perform tasks expo­
nentially faster than classical computers. Кеу to this speedup is the 
massive parallelism and entanglement. 

Quantum computing would Ье to ordinary computing what nu­
clear energy is to firc. 

However, before too long - some pundits predict Ьу 2030 - they 
will соте face-to-face with the so-called "quantum limit " .  

А new and more productive viewpoint has emerged: why not соах 
the weird quantum waves themselves to compute? 

What is next? 

Дополнительные 
тексть1 



Text 1 

Переведите текст устно с листа. 

Jack Kilby Receives Nobel Prize 

What caused J ack Кilby to think along the lines that eventually 
resulted in the integrated circuit? Like many inventors, he set out to 
solve а prohlem. ln this case , the prohlem was called "the tyranny of 
numbers" .  

For almost 50 years after the tum of the 20th century, the elec­
tronics industry had been dominated Ьу vacuum tube technology. But 
vacuum tubes had inherent limitations. They were fragile, bulky, unre­
liaЬie, power hungry, and produced considerahle heat. 

lt wasn't until 1 947 , with the invention of the transistor Ьу Bell 
Telephone Laboratories, that the vacuum tube proЬlcm was solved. 

Transistors were minuscule in comparison, more reliahle, longer 
lasting, produced less heat, and consumed less power. The transistor 
stimulated engineers to design ever more complex electronic circuits 
and equipment containing hundreds or thousands of discrete compo­
nents such as transistors, diodes, rectifiers and capacitors. But the prob­
lem was that these components still had to Ье interconnected to form 
electronic circuits, and hand-soldering thousands of components to 
thousands of bits of wire was expensive and time-consuming. It was 
also unreliaЬle; every soldered joint was а potential source of trouЬle . 
The challenge was to find cost-effective, reliaЬle ways of producing 
these components and interconnecting them. 

Text 2 

Переведите текст устно с листа. 

The Chip Has Changed the World 

Кilby had made а big breakthrough. 
The integrated circuit first won а place in the military market 

through programs such as the First computer using si/icon chips for the 
Air Force in 1 96 1  and the Minuteman Missi/e in 1 962. 

Допол нительные тексты 25 1 

Many of the electronics products of today could not havc been 
developed without the chip. lt virtually created the modcm computer 
industry, transforming yesterday's room-size machines into today's 
array of mainframes, minicomputers and personal computers. 

The chip restructurcd cotnmunications, fostering а host of new 

ways for instant exchanges of information between people, business 
and nations. 

- Without tl1e chip, man could not explore space or tly to the moon. 

The chip helps the dreaf to hear and is the heartbeat of а myriad 
of medical diagnostic machines. 

The chip has also touched education, transportation, manufac­
turing and entertainment. 

Техt З 

Переведите текст IIИCL\fetшo со словарем. Время перевода - 15 ми11уr. 

Optical Lithography Used to Make Smallest 
Working Device - with 80 nm Features 

Researchers at Bell Labs havc produced tl1e smallest working elec­
tronic device ever made with optical lithography, thc technology cur­
rently used to manufacture silicon chips. 

The cxperi mental device - а  flash men1ory cel l made of silicon ­
has features as small as 80 naпometers, wlticlt is rougbly one-thou­
sandth the width of а human hair. 

The Bell Labs rcscarch shows that optical lithography could Ьс 
used to produce more advanced silicoп chips than the semiconductor 
industry previously had thought. Extending the limits of optical lithog­
raphy would result in significant savings for the industry. 

Currently, semiconductor manufacturers are using optical lithog­
raphy to make silicon-chip features as small as 1 80 nanomcters, or 

0. 1 8  tnicron. The semiconductor industry had expected that optical 
lithography would reach its physical limits at 1 20 nanometers. 

1 7* 
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Text 4 

Прочитайте текст и кратко изложите его содержание на анrnийском языке ( 5 минут). 

The Flash Memory Device 

Another key aspect of the Bell Labs research was developing а 
light -absorbing material deposited as а thin layer between the resist 

and the silicon wafer during the early stages ofthe process. The mate­
rial absorbs the light that passes through the resist , reducing any un­
wanted reflections from the sil icon wafer below. 

The resulting flash-memory device , which is а memory device 
that stores data even when its power supply is turned off, has а central 
storage area, or "floating gate '' , that is 80 nanometers wide and 1 60 
nanometers long. 

То produce the flash memory device , the researchers used 1 93-
nanometer optical lithography. Today's semiconductor manufactur­
ers, meanwhile, use 248-nanometer optical l ithography. 

Text 5 

Прочкrайте текст и кратко изложите его содержание на английском язЬI){е ( 1 О минуr). 

Electron Beam Lithography 

Electron beam lithography (EBL) is а technique for creating ex­
tremely fine patterns (sub micron pattems, 0 . 1 Jlffi and below) for in­
tegrated circuits. This is possiЬle due to the very small spot size of the 
electrons whereas the resolution in optical lithography is limited Ьу 
the wavelength oflight used for exposure. The electron beam has wave­
length so small that diffraction no longer defines the l ithographic res­
olution. 

EBL fmds applications in many areas. For example, the most im­
portant use of EBL is in photomask production. Masks are made Ьу 

coating а chrome-clad glass plate with е-Ьеаm sensitive resist layer 
which is subsequently exposed and developed to generate the required 
pattem on the mask. The second application is the direct write for ad-
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vanced prototyping of integrated circuits and manufacture of small 
volume special ity products, such as gallium arsenide integrated cir­

cuits and optical wave-guides. 

Text 6 

Письменно переведите текст со словарем ( 1 О минуr). 

Lithography: Basics 

Lithography, in the context of building integrated circuits such 
as D RAMs and microprocessors, is а highly specialized printing pro­
cess used to put detailed patterns onto silicon wafers. An image con­
taining the desired pattern is projected onto the wafer which is coat­
ed Ьу а thin layer ofphotosensitive material called "resist" .  The bright 
parts of the image pattern cause chemical reactions which causc the 
resist material to become soluЬie,  and thus dissolve away in а devel­
oper liquid, whereas the dark portions of the image remain insolu­
Ьle . After developmcnt, the resist forms а stenciled pattern across the 

wafer surface which accurately matches the desired pattern. Finally, 
the pattern is permanently transferred into the wafer surface,  for ex­
ample Ьу а chemical etchant which etches everywhere that is not pro­
tected Ьу resist . (Hence the term resist for the material which "re­
sists" the etch. )  

Text 7 

Письменно переведите текст со словарем ( 15  минуr). 

The Light Fantastic 

Before compact disks came along, the method of capturing and 

replaying music had changed little since Thomas Edison invented 
the phonograph in 1 877 .  Conventional records store sound in the 
form of tiny waves cut into vinyl grooves. When а diamond or sap­
phire stylus passes over them, its vibrations create а tiny electrical 
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current that is converted back into sound. Таре players work in а sim­
ilar way, reading sound from magnetized particles on plastic ribbon. 
Both methods involve а process known as analog recording, in which 
the music is represented as а physical replica, or analog, of the orig­
inal sound .  The chief drawback in each case is that the phonograph 
stylus or tape head rides constantly on the playing surface. This caus­
es wear and distortion that соте across as hissing and cracking sounds. 

Compact disks replace the old technology with а digital system 

based on computers and laser light . On а СО, sound is broken down 
into binary digits (zeros and ones) . Those numbers are stored on an 
aluminium disk in some 1 5  billion microscopic pits. When the CD 
plays, rotating at up  to 500 r.p.m. , а laser silently scans the pits and 
then beams their information to а microcomputer that converts the 
digits back into sound. Because no mechanical part touches the disk 's 
surface, the resulting tone is virtually free of distortion. 

The laser can even pass noiselessly over deep scratches that would 
cause а stylus to make а clicking sound and perhaps get stuck. When 

the l ight encounters а Ьletnish, the microcomputer instantly uses the 
material stored just before and after the scratch to cover up the missing 
part. 

Text 8 

ПисLменно переведите текст со словарем (20 минут). 

Computer Chips 

Today's state-of-the art computer chips pack some 40 million 
transistors onto а slab ofsilicon no bigger than а postage stamp. (The 
smallest features in these miniature landscapes measure just 1 30 bil­
l ionth of а meter or nanometers, across. ) In another 1 0  years or so, 
chip engineers expect to shrink whole transistors down to about 1 20 
nanometers per side. 

Small as this seems, it 's sti11 gargantuan compared to molecules 
which are some 60 000 times smaller. Chips with components at that 
scale would harbour billions of devices. 
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Studies in the late 1 990s showed that individual molecules could 

conduct electricity l ike wires of semiconductors within months still 
' 

another team reported making molecular -scale devices that could 
control а current just as а transistor does. Molecular electronics is 
rapidly moving from Ьlue-sky research to the beginnings of а tech­

nology. Microelectronics will replace conventional sil icon-based 
computers any time soon, if ever. 

Turning individual molecules into devices was not far behind. 
In 1 997,  groups of scientists created molecular diodes. In July 1 999 , 
another American group created rudimentary switch , molecular fuse 
that carries current but , when hit with the right voltage , alters its mo­
lecular shape and stops conducting. 

Text 9 

ПисLменно переведите текст со словарем ( 15 мюаут). 

The So-called " Quantum-limit" 

Before too long - some experts predict Ьу 2030 - computer users 
wi1 1  соте face-to-face with the so-called "quantum-limit" .  In  this 
realm, electrons behave less 1ike baseba11s and more like weird waves 
of таnу possiЬle baseballs. 

lnstead of this being seen as the fatal Ьlow to miniaturization , а 

new and more productive viewpoint has emergcd : why not соах the 
weird quantum waves themselves to compute? Quantum computing 
would Ье to ordinary computing what nuclear energy is to fire .  

То better appreciate this comparison imagine storing а bit, а О or а 

1 in а system at thc quantum limit. Quantum pl1ysics tells us that such а 
system can also store any superposition of both bit values; in essence it 
сал store both а О or а 1 at the same tin1e. (That is, а О and 1 written in 
the same space, not the Greek letter "phi" . )  Compute а function on 
such а quantum bit (or qu bit) , and the function is computed on both 
possibilities at the same time. Stranger still, compute а function on three 
qu bits in the state, and the function is computed on all eight possiЬle bit 
combinations at once. А little calculation shows а few hundred qu bits 
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would allow one to compute а function on more possibilities than there 

are atoms in the visiЬle universe. 

А quantum computer can solve proЬlems extremely rapidly - and 

in Iess time than it would require to evaluate the function separately on 

each input. 

Text 10  

Прочитайте текст и дайте определение микропроцессора (на анrлийском языке). 

The Кеу Innovation 

The key innovation is the microprocessor, а general-purpose­

logical unit that сал Ье programmed to perform an unlimited num­

ber oftasks, thus eliminating the neccssity of designing new circuitry 

(микросхема) for each new application. 

The microprocessor can automatc control and data collection for 

even small process steps. 

Microprocessors are used to control individual pieces of equip-

ment. 

Text 1 1  

Прочитайте текст и кратко изложите ero содержание (на английском языке). 

The Electronics Revolution 

This revolution is quite different in nature from the industrial 

revolution. The industrial revolution was based on а profligate use of 

energy (mainly fossil fuels) . Much of its technology was crude with 

only а modest scientific or theoretical base. 1 n large measure what 

the industrial revolution did was to make availaЬle and to employ 

large amounts of mechanical energy. 

In contrast, the electronics revolution represents one ofthe great-

est intellectua1 achievements of mankind. lts development has becn 

the product of the most advances science, technology, and manage­

ment. l n  many applications eiectronics requires little energy. 
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With electronics one can control the disposition of large amounts 

of energy and force ,  but much in the way the brain is used in direct­
ing the action of cycles. ln  other appl ications, electronics serves as а 
great extender of human capabilit ies Ьу rapidly carrying out routine 
fact complcx calculations, t llis freeing the mind. 

Recent years saw rapid rate of evolution of electronics. One of 
the factors contributing to this dynamism is that in Jaboratories de­
voted to extend ing the electronics revolution the use of powerful in­
vestigative tools based on electronics is speeding new developments. 

More important is the overal l effect of electronic devices on 
quantative determinations of таnу kinds. 

Text 1 2  
Прочитайте текст и кратко изложите ero содержа11ис (на английском языке). 

The Tempo of the Electronics Revolution 

U ntil 1 940, developments in electronics took place at а compar­
atively moderate space. Thc расе quickened during World War 1 1  and 
was furthcr maintained during the Cold War. 

Two major developments occurred independently during the late 
1 940's and latcr fused to give enormous impetus to electronics. One 
was the construction of programmahle electronic computers. The sec­
ond was the invention of the transistor. 

After about 1960, when solid-state dcvices were incorporated in  
computers, there was а rapid development in the capaЬilities of com­
putcrs. An important effect of integrated circuits has been а reduction 
in the size and power requirements of electronic equipment. 

The tempo of change has been impressive. In 1 959 а chip that was 
commercially availaЬle contained one component of а circuit . Ву 1 964 
the number of components pcr chip had risen to 1 О ,  Ьу 1 970 to about 
1000 .. and Ьу 1 976 to about 32,000. 

Theoretical considerations showed that physical limits had not 
been approac hed. 

The potential for developing processing power is truly enormous. 
All of us have seen examples of its exponential growth. 
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Text 13 

Прочкrайте текст и кратко изложите ero содержание (на английском языке). 

Automakers Going Digital 

Computing power has dramaticaiiy increased over the past sever­
al years enaЬi ing more sophisticated modeling and simulation soft­
ware to Ьс developed. What once took wecks to simulate can now Ье 
done in а mattcr of days or hours. 

GM (Generated Motors) began implementing the use ofcompu­
tational engineering tools at various stagcs ofthe vehicle-development 
process - ultimately leading to its a11-encompassing math-based vehi­
cle-development strategy. 

Two key elements to the implementation of the strategy are syn­
thesis and analysis. According to G М ,  synthesis is а process for de­
signing а system in  which multiple and compcting requirements arc 
balanced and allocated to the subsystems and components through а 
systematic analytical process. Therefore, synthesis is the creation of а 
system whi lc analysis is an evaluation of it . 

The G М strategy represents а shift from а hardware-driven, anal­
ysis-supported deve1opment process to а synthesis-driven , hardware­
supported one. U nlike traditional product development in which а pro­
totype is constructed, tested, and analyzed to determine an optimal 
solution , engineering is moved up front in the development cycle 
through the use of modcling and simulation. This type of strategy in­
vokes more of а knowledge-based process in  which leaming about thc 
product and optimizing its design is done prior to prototype construc­
tion. This strategy has eliminatcd the lengthy and costly trial-and-er�· 
ror proc�ss along with the need for multiple prototypes. 

Справочные материалы 



Список сокращений, встречающихся в пособии 

ALU (aпthmetic and logic un1t) - ариф­
метически-логическое устройство, 
АЛУ 

CAD/CAM ( compute r-a ided des1gnj 
computer-aided manufactunng) - ав­
томатизирова н ное nроектирова­
ние и nроизводство 

CCD (charge-coupled device) - nрибор 
с зарядоной связью� ПЗС 

CMOS (complementary metal-oxrde ­
semiconductor) - комплементарная 
МОП струкrура, КМОП структура 

CPU (cent ral process1ng un1t) -- цен­
трал ьн ы й  npoueccop, иентральное 
nроцессорное устройство, Ц ПУ 

CRT ( catl1odc ray tube) - электронно-
лучевая трубка, ЭЛТ 

EAROM ( e lectпca lly-alteraЬle read­

only memory) - ПЗУ с электриче­
ским nрограммированием 

EPROI\·1 ( e rasaЬ l c o-

programmaЬle ROM) - nроrрамми ­
руемое стирае�ое ПЗУ 

EROM (erasaЬlc read-only memory) -- ­
стираемое ПЗУ 

FET, Fct (ficld-cffcct trans1stor) - по­
левой транзистор, ПТ 

НВТ (heterostructure bipolar transistor) 
- биполярный транзистор на rете­
рострукrуре 

HIC (hybrid i ntegrated c1rcuit) - гиб­
ридная интегральная схема, ГИ С 

IC (integrated circuit) -- интегральная 
схема, ИС 

IIL (integrated 1 njection logic) - инте­
гральные, инжекuионные логиче­
ские схемы, ИЛ 

IMPAAT (impact avalanche and trans1t 

time (diodc)) - лавинно-пролетный 
диод, ЛПД 

JFET (junction field effect transistor) -
полевой транзистор с р-п nерехо­
дом 

К (k1lobyte) - килобайт 
LSI (large scale integration) - высокая 

степень и нтеграции, БИС 
МС (microcircuit) - микросхема ИС 
MESFET ( metal-Shottky field-effect 

t ransistor) - nолевой транзистор с 
затвором Ш отки 

MOS (metal -oxide-semiconductor) -
струкrура металл-оксид-nолуnро­
водни к, М ОП -структура 

MOSFET (metal -oXIde-semiconductor 

field-effect trans1stor) - МОП-тран ­
зистор 

МР (monol1thic processor) - однокри­
стапьный микроnроцессор 

MSI (med Jum-scale Jntegratioп) - И С  
со средней стеnенью интеrрации ,  
сие 

МР (microprocessor) - \1ИKponpouec ­

cop 

MTBF (mean-t1me bctwccn failure�) 

среднее время межпу отказа\1и 
NMOS (n ·-channel mctal -oxide-semt ­

conductor) - п - МОП - структура 
O.D. (overall-dimensions) - габарит 

ныс размеры 
РС (personal computer) - персональ ·-· 

ный комnьютер, ПК 
РСВ (printed circuit board) - печатная 

nлата 
PLA (programmed log1c array) - про­

граммируе-мая логическая �атриuа, 
пл м 

PMOS (p-channel metal-oxide - se m i -· 
conductor) -- р-\10П-структура 

ppm (parts per mil l ion) - частиц на 
миллион 

PROM (program maЬlc read -only mem­

ory) - П ПЗУ 
RAM (random-access memory) - ЗУ с 

nроизвольной выборкой,  ЗУПВ 
RC (resistance-capacitance) - соnро­

тивление-емкость 

Сnисок сокращении ,  встречающихся в пособии 26 1 
RF ( radio frequency) - радиочастота 
ROM (read -only memory) - nостоян­

ные ЗУ, ПЗУ 
SАМ (serial access memory) - ЗУ с nо­

следовательной выборкой 
SSI (small-scale integration) - малая 

стеnень интеrраuии ,  малая И С  
1ТL (transistor-transistor logic) - тран­

зисторно-транзисторная л огика, 
тгл 

Т\VГ (travelling wave tube) - лампа бе­
гущей волны, ЛБВ 

ULSI (ultra-large scale integration) -

ИС со степенью интеrраuии выше 
сверхвысокой 

VIISIC (very h1gh -speed integrated cir­
cuit) - сверхскоростная (сверхбы­
стродействующая) ИС, СС ИС 

VLSI (very large scale  i ntegration) -
сверхбольшая И С, СБИС 



Указатель слов Указател 1> с 'Ю В 263 
( nосле сл ова ука за н ы  н омер раз..1сла и порядковый номер сло ва в тексте) 

шte rface 3 4  7 pass 3 , 29 rctпeve 4 , 3 1 ; 6 , 4  surely 4 , 23 
iпtcrюr 3,  1 9  pattcrn 1 ,43 row 6 1 8  sustain 4 , 53 

acceptor 2,36 braпchшg 6,42 delay 2,  7 explicit 2,62;  4,66 шtermedaate 3 , 5  perfect ioп 2,35 s.a1e 4 , 1 9  switching 1 ,2 6  
accesSIЬle 1 ,  60 braпd 4,58 de1tneatc 3 , 3 5  expose 3 ,32  шtc rrupt 5 ,4 performance 1 , 3 sca1ar modc 5 , 38 tai lor 2 , 1 6  
accшnpl ash 4, 2 1  breakthrough 5.2 7 dc1tvcr 5, 3 7  extend 1 , 67 шtersect 6,  1 9  peraphera1 5 , 1 3  sca1e 1 , 1 3  task 4,6 
actd 3 ,42 bubЬle 3 , 27 deпotc 3,44 fabricate 1 , 3 7  antricate 3 ,66 permit 2 ,50 scan 5 ,42 techшque 1 ,  4 1  
acqшre 5 , 39 buffer 6 , 22 dense 5 , 1 1  fai l 4 ,43 шtri nsic 2 ,  1 7  pervadc 5 ,54 script 4 ,59 temporaп1y 5 .40 
adapt 4 , 6 1  bu1k 3,46 deposation 3,58 far bc1ow 1 , 1 7 a nvo1ve 1 .,44 plandr 1 ,6 1 selective 6,40 term 3,43 
additioпally 2 , 33 bus 6 ,5 1 deSign 2, 1 5  fau1t 5 ,46 lSSlle 4 , 33 point 1 ,20 sense 1 ,59 the rest 5 ,2 6  
addressaЬle 6 , 26 cachc 6, 1 5  desptte 4 ,24 feasiЬle 6 ,55  item 4 29� 5 35 poor 3 , 1 1  sequence 3 , 34 thus 3 , 1 2  
adequate 5 , 5 1  call  for 4 ,7 detenni nc 2,9 featurc size 2. 1 junction 1 ,45 port 4 .26 sequentially 5),  tieri ng 6 , 34 
adhere 2 45 capabal tty 1 ,6 detri mental �54 feed 4,28 kecp track 4,  1 4  posc 3, 1 3  6 , 20 t tghtly 3 , 3  
adjaceпt 3 , 20 capacttor 5 , 24 devtce ··· гс lated fi l1 3 ,7  keep up 6,33 precipitate 3,48 set 4 , 2 2  timing 5 ,5 
advancc 3,56 cзrry out 1 ,9 2 , 1 3  fit 1 ,56 ·  6, 3 1  kcy 1 , 39 precise 3,38  sharing 4\'55 too1 3,52 
advent 1 , 36 cell 6 1 7  devise 5 , 2 1  flexiЬle 4 , 3 7  lattacc 3,  1 predict 1 ,4 sh ift ing 1 , 55 top 3 , 8  
affcct 2 , 3 2  c hallcngc 5 ,5 2  dac 3 ,6 5  former 3, 1 5  level 2 , 1 О prcvcnt 3,4 1 sl1ortcomiпg 1 , 30 trace 2,26 
atd 3,68 clыracter 6 ,  25 d i ffuse 3, 1 6  furшsh 6 , 1 l inc 1 ,62 prюr to 1 ,  7 shrink 1 , 1 8  t radcoff 4,6 7 
alloy 3 ,45 cl1ecking 4,47 d 1gest 4 , 1 1 gain 2 ,3 8  1ocatton 6 ,  1 3  procedure 3 , 39 sl1utdown 5 ,45 transactions 4, 1 5  
alternately 2,25 cl1 ap 1 ,4 8  d i rnc nsion 1 , 1 9  gap 2 ,49 1ock--step 5 ,34 procesSIЬi 1 ity 2 ,4  sigшficant 2,8  transfer 3,28  
amount 4 , 8  ClfCUJt 5 , 3  dtsstpatlon 5 , 1 5  gate 1 , 50 mainframe 4 38 protect 3 , 3 1 signify 6 ,9 trap 2, 3 1  
a mpl afier 2 , 24 c r rcumstance 3 , 24 dissolve 3,40 gcneratton 4 , 7 1 matntaaп 2,55 pull 3,57  simu late 3,69, treat 4 ,6 2  
amp1ify 6 , 37 coat iпg 2 , 5 2  dastinction 4 ,64 goal 1 ,  1 1 manifold 1 ,25 puпty 2 , 34 5 , 3 1 trend 4 ,46 
and the 1 akc 4 , 1 3  сошшеrсе 4 , 1 2  dtstпbute 4, 1 О graш 2 , 27 manipulatc 5 ,48 qua1itatively 5,9 site 3 , 1 8  trouЬlcshooting 
announce 6 29 comшcrcia1  2 ,39 dopant 2 .47 gпd 6,46 manufacture 1 , 3 1  quantitative 1 ,5 slicc 3 ,53  atds 5 ,47 
apparent 4 ,49 common 2 , 1 9  dramati<; 6,30 handlшg 1 ,27 r11ark 1 ,54 queue 6,36 soften 2,4 1 tubc 6,43 
appl acaЬle 4 , 4 cшnpat iЬle 6 28 drawback 6,  39 lыrd drive 6 . 1 4  mask 2,46 random 5 , 1 2  software 4 ,40 turn 2 , 2 3  
apprcctaЬle 2 , 1 2  complcmc ntary dне to 3,70 hardware 4,39 match 6,23  range 2 ,56 solid 1 , 1 0  ultimate1y 1 , 34 
approach 4,60 5 .. 1 9  duraЬie 2,44 1шrmfu 1 3,50 mere1y 3 , 25 rate 1 , 1 6  sophisticated 3 , 54 unificd 4 , 5 6  
appropriate 5,44 complctcly 6 , 8  effort 1 , 1  hence 3,4 merge 4 .,50 rather 5 , 8  spacc 5 , 33 нpsurge 5 , 1 7  
array 1 ,52,  5, 36 complcx 5 , 1 8 e1tmшate 5,22 hindcr 4 , 5 1  messagc 4,45 rcad 4 , 34 spectes 3,63 vacancy 3 , 2 1 
art i fictal 4 142 concetvc 1 , 46 ernerge 1 ,64 ho1d 6 , 5  microroutine 5 , 50 realize 1 ,  1 2  specificatioп 2.57 vapour 2 ,43 
asscmЬie 1 , 3 2  conccpt 1 ,3 5  cшphasaze 6 , 4 1  tdcnttca1 6, 1 О mode 1 , 58 reason 2,30 sputteri ng 3,59 variety 4,5  
assign 6 ) 7  concern 1 , 28 enaЬie 3 ,60 i mmensc 2 . 29 monitor 4 ,  1 6  recogruzc 2 , 28 stack 3,67 vchtc1c 4 , 63 
associatcd 6 ,  7 cons adc rat tons encompass 1 ,65 impermeaЬle 2, 5 1  mu1ttplictty 3,36 record 4,9 stage 3,37 versati1ity 4 ,69 
attacl1 6 , 50 4 , 68 cпhance 2,6 implement 4 35 nапо i mprint 5 ,28 rcctificatюn 2, 2 1  state of art 1 ,49 view 4 , 7 2  
attainaЬlc 1 , 24 contribution 2 , 20 enormously 5,29 t mprove 3, 1 4  пеt 2, 1 1  refe r  1 ,47 stcm 1 ,22 viгtually 4,  1 8  
attributaЬie 2}40 conventence 4 ,  70 ensure 6 49 ш paгticu 1ar 1 ,42 neverthe1ess 3 , 26 rcfincn1cnt 2,59 step 3,30 vo1atilc 3,64 ; 6,32 
ava. laЬle 2 5 conventiona1 2,63 envi ronment 4 �57 incorporate 4 , 36 no loпger 5 , 25 regard 1ess of 4,25 storc 4 ,30 vu1пerabHaty 2 , 3  
back up 6 , 35 convcrsюn 5 , 5 3  crasc 4,32  шdccd 4 ,20 obstaclc 5 ,49 register 6, 1 6  stream 5,32 wafe r  2,42 
Ьапd 2,48 core memory 6 44 e rror 4 ,44 iпherent 6 , 3 8  оЬtаш 5 , 1 6  rel iaЬi lity 1 , 2  strides 4,  1 7  waveguidc 1 ,63 
behavюur 4,65 count 4 , 1 cstaЬl tsh 3,49 шhcrcnt1y 2 ,60 occur 2,22 rcmote 5 ,4 1  string 6,45 whcreby 4 , 27 
Ьс шfcrior 5 " 20 coupl i пg 1 , 23 ctch 3 , 3 3  ш itial ly 4 , 2  operating 6,6  removal 3 , 5 1  stri ngent 2.5 8 wi ring 1 ) 3 
below 3 , 1 0  сrшса1 6.3 event 1 , 1 4 innovat ioп 3 , 55 opport unity 2 ,6 1 represent 6 ,24 substance 3 , 2  witness 2 ,37 
bcncfit 1 ,  2 1  cruc ia1 4 ,52  cxact 5 , 2  шscrt 3 , 2 2  originally 4 , 3  rcqш re 5 , 1 О substitute 3 , 1 7  wonhwl1 1le 6,2 
Ьеуопd 5 , 30 current 6 2 1  exceed ing1y 1 ,8 instant-on 6,52 outlшc 3,62 resistor 5,  2 3  substrate 1 , 38 y1eld 3 , 6 1 
Ьit 6 , 1 1  cyclc 6 , 1 2  excttшg 1 ,40 1nstruction 5, 1 4  outstrip 6 .48 resolutton 1 ,66 subtle 2 , 1 4  
boost 5,6 data 5 , 1 exccution 4 , 54 шtact 6,54 overall l , 29 rcspond 1 , 1 5  succced 6,4 7 
bottom 3,9 deficieпcy 3 , 23 exhib1t 2,2 intelligeпce 5,43 ovcr1ayer 2,53 restrict 4 ,4 1  sнffictent 2 ,64 
boundary 1 , 53 definc 1 5 1  expcnditure 3,6 intend 4 ,48 pack 1 ,57 retaш 6,53 suitaЬlc 2, 1 8  
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